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Д. А. Садченков 


Маркировка радиодеталей 


отечественных и зарубежных 


Справочное пособие 


Серия “Ремонт”, выпуск 40 


При практической работе, связанной в первую очередь с ремонтом электронной техники, 
возникает задача определить тип электронного компонента, его параметры, расположение 
выводов, принять решение о его прямой замене или использовании аналога. В большинстве 
существующих справочников приводится информация по отдельным типам радиокомпо- 
нентов (транзисторы, диоды ит.д.). Однако ее недостаточно, и необходимым дополнением 
к таким справочникам служит данное справочное пособие по маркировке. 


Представляемая читателям книга по маркировке электронных компонентов содержит в 
отличие от издававшихся ранее подобных изданий больший объем информации. В ней 
приведены данные по буквенной, цветовой и кодовой маркировке компонентов, по кодовой 
маркировке зарубежных полупроводниковых приборов для поверхностного монтажа (5МО), 
приведены данные по маркировке некоторых ранее не освещавшихся типов зарубежных 
компонентов, логотипы и буквенные сокращения при маркировке микросхем ведущих зару- 
бежных производителей, даны рекомендации по использованию и проверке исправности 
электронных компонентов. 
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Предисловие 


Широкое распространение новых технологий при производстве радиоэлектронной 
аппаратуры, обилие на рынке радиокомпонентов, производимых фирмами разных 
стран, существование различных видов маркировки электронных приборов ставит 
перед разработчиками, производителями, ремонтниками РЭА и просто радиолю- 
бителями ряд проблем, связанных с определением типов применяемых компонен- 
тов, их конструктивными особенностями и техническими характеристиками, 
возможностями взаимозамены. 


Предлагаемый вниманию читателя справочник окажет помощь при работе как с 
отечественными, так и зарубежными радиоэлектронными компонентами. В книге 
изложены принципы и особенности маркировки пассивных и активных радиоэлек- 
тронных элементов для навесного и поверхностного ($МО) монтажа, приведены 
таблицы, позволяющие определить тип полупроводникового прибора по его 
цветовой или кодовой маркировке, приведены таблицы основных параметров 
полупроводниковых приборов широкого применения. 


Внимание ! 


Примеры по цветовой маркировке радиоэлектронных компонентов, изображенные 
на цветной вкладке, расположены в следующем порядке: 


® цветовая маркировка резисторов — полосы 1—2 
(по тексту рис. 1.2); 


® цветовая маркировка конденсаторов — полосы 3—8 
(по тексту рис. 2.2, 2.3); 


» цветовая маркировка дросселей — 9-я полоса 
(по тексту рис. 3.1); 


® цветовая маркировка керамических фильтров — 10-я полоса 
(по тексту рис. 4.2); 


® цветовая маркировка диодов и стабилитронов зарубежного производства — 
полосы 11—13; 


® цветовая маркировка транзисторов — полосы 14—15 
(по тексту рис. 5.21, 5.22); 


» цветовая маркировка катушек контуров радиоприемных устройств — 16-я полоса. 
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1. Резисторы 


1.1. Общие сведения 


Резисторы представляют собой радиоэлементы, обеспечивающие изменение та- 
ких параметров электрической цепи, как ток или напряжение на ее участке 
Согласно типу их включения в цепи резисторы выполняют функции ограничения 
тока, шунта, делителя напряжения 


Существует деление резисторов на различные группы 


® по типу используемого материала, 
® по номинальному значению сопротивления постоянные и переменные 


Каждый резистор характеризуется целым рядом параметров, основными из кото- 
рых являются следующие 


» номинальное значение сопротивления (Ом, кОм, МОм), 

» допустимое отклонение сопротивления от номинального значения, обозначенно- 
го на корпусе (допуск), в процентах, 

» номинальная мощность рассеяния (Вт), 

» температурный коэффициент сопротивления (ТКС) — относительное изменение 
сопротивления при изменении температуры окружающей среды на 1 °С, 

» допустимое приложенное напряжение (В), 

» диапазон рабочих температур, °С 


Электрические характеристики резистора в значительной мере определяются 
типом материала, из которого он изготовлен, и его конструкцией 


В табл 11 приведены характеристики резисторов, изготовленных из различных 
материалов 


Таблица 1 1 Характеристики постоянных резисторов 


Материал 
Параметр | 
Угольная пленка | Металлическая пленка | Окись металла 
| Диапазон 6 8 
[ сопротивлений Ом [м | — ео [м | 
ЕЕ ЕЯ ЕЕ УЕ НЕ ИЕН БЕ ИЕ 


они | 


Мощность рассеяния Вт 025 2 0125 05 [02505 | 


Температурный коэф 
фициент сопротивле —250 +50 100 +250 
ния 1108 /°С 


| Диапазон рабочих —40 +105 
| 0 —45 +125 —55 +125 —55 +125 
ВА м—»— 


В отдельную группу необходимо выделить проволочные резисторы, характеристи 
ки которых приведены в табл 12 
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Табпицят 1 вы Характерна постоянных прозоленнех ресторов 





















Параметр 
_ Керамический _ _Остеклованный 


[Диапазон сопротивлений, ;, Ом 0,47 22-103 
Допуск, +% 
Мощность рассеяния, Вт | 
| Температурный а +250 
—55 +200_ —55 +200 _-55 5_+200_ 


| сопротивления, 1*10 
Номинальные сопротивления резисторов отечественного и Пя производ- 
ства стандартизованы Для постоянных резисторов установлено шесть рядов 
номинальных значений. Еб, Е12, Е?24, Е48, Е9б, Е192. Цифра после буквы Е 
указывает число номинальных значений в каждом десятичном интервале (Ом, 
кОм, МОм, ГОм) Наиболее широко применяются резисторы рядов Еб, Е12, Е24 
(табл 13) 

















0,1 22-103 
5 























Диапазон рабочих температур, °С 


Таблица 1 3 Ряды номинальных сопротивлений. резЗоспюров. 


[ Ряд | лозы офи ЦИЕатЕ Пошноеь % 


а Е 










| Е12 | 1.1.2, 1,5, 1,8, 2.2.2.7. 3,3, 3,9, 4/7, 5,6, 6,8, 8.2 


Советы по практическому применению 


Максимальная мощность, которую может рассеивать резистор, зависит от темпе- 
ратуры окружающей среды. С ростом этой температуры мощность рассеяния 
снижается. Для увеличения надежности резисторов следует обеспечивать боль- 
ший запас их по мощности. Проволочные резисторы обладают значительной 
индуктивностью, поэтому нецелесообразно применять их в высокочастотных и 
импульсных цепях На высоких частотах (>30 МГц) пленочные угольные и метал- 
лопленочные резисторы могут иметь заметное индуктивное сопротивление за счет 
длины своих выводов, которые следует максимально укорачивать. 







‚1, 1,2, 1,3, 1,5, 1,6, 1,8, 2, 2,2, 2,4, 2,7, 3,33, 
3,9, 4,3, 4,7, 5,1, 5,6, 6,2, 6,8, 7,5, 8,2, 9,1 


1, 1 
3,6, 





В радиотехнических устройствах для снижения добротности параллельного коле- 
бательного контура и расширения его полосы пропускания применяют параллель- 
ное подключение к нему резистора. При выборе типа резистора следует выбирать 
резисторы, обладающие только активным сопротивлением 


Качество изоляции остеклованных резисторов ухудшается с ростом температуры. 
Поэтому в режимах с максимально рассеиваемой мощностью следует избегать 
контакта этих резисторов с любой проводящей поверхностью. 
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1.2. Обозначение и маркировка 
резисторов 


1.2.1. Система обозначения 


В табл. [.4 приведены сведения о действующей отечественной системе обозначе- 
ния резисторов, а в табл. 1.5 — о старой. 


Таблица 1.4. Действующая система обозначения резисторов 














Элемент обозначения 





Пример 
обозначения 


РП2-12 





первый второй третий 














ыы 


Р — резисторы постоянные 








1 — непроволочные 
2 — проволочные 








РП — резисторы переменные 











Порядковый номер 
разработки 






ТР-7 


ВРП-11 


ТР — терморезисторы с отрицательным ТКС 










Полупроводниковые 
материалы 
не обозначаются 





ТРП — терморезисторы с положительным ТКС 





















ВР — варисторы постоянные 
ВРП — варисторы переменные 
В 


Таблица 1.5. Старая система обозначения резисторов 




















































Элемент обозначения Пример 


обозначения 











первый второй третий 













С — резисторы постоянные |1 — углеродистые и бороуглеродистые 

2 — металлодиэлектрические и металлоокисные 
СП — резисторы 3 — композиционные пленочные 
переменные 4 — композиционные объемные „- 

5 — проволочные Порядковый 
номер 
СТ — терморезисторы 1 — кобальто-марганцевые разработки 

2 — медно-марганцевые 

3 — медно-кобальто-марганцевые 

4 — никель-кобальто-марганцевые 













СН — варисторы 1 — карбидо-кремниевые 


























Единой системы обозначения резисторов зарубежного производства нет. Каждая 
фирма-производитель имеет собственную систему обозначения резисторов. Но на 
практике нет необходимости изучать такие системы, поскольку на корпусе 
резистора имеется информация о его номинале и допуске, а по геометрическим 
размерам можно судить о его рассеиваемой мощности. 


В качестве примера приведем порядок обозначения широко применяемых посто- 
янных резисторов фирмы РИШрз. 


Обозначение типа резистора, его конструктивных особенностей состоит из трех 
элементов: 


® буквенное обозначение типа резистора: 


АС, АСТ. — мощные проволочные на керамической основе (корпус зеленого 
цвета); 
СВ — углеродистые (корпус светло-коричневого цвета); 


ЕВ — мощные проволочные; 
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МВ —  металлопленочные (корпус зеленого цвета); 

МРВ — прецизионные металлопленочные; 

МЕВ —  предохранительные (корпус серого цвета); 

РВ — мощные металлопленочные (корпус красного цвета); 

ВС —  бескорпусные или $МО-резисторы; 

ЗЕВ — стандартные пленочные (корпус светло-зеленого цвета); 

УВ — высоковольтные (корпус светло-голубого цвета); 

МВ — мощные пленочные эмалированные (корпус коричневого цвета); 


» цифровое обозначение максимального диаметра корпуса, где первая цифра 
обозначает целые, а вторая - десятые доли миллиметра. Исключение составляют 
резисторы типа АС, АСГ, ЕВ для которых эти цифры обозначают мощность 
рассеивания в Вт; 

» буквенный код, обозначающий вариант исполнения выводов резистора и мате- 
риал их покрытия. 


Следует обратить внимание на предохранительные резисторы. Имеющие малое 
сопротивление, они используются в качестве плавких предохранителей: при 
токовой перегрузке выходят из строя. 


1.2.2. Маркировка резисторов отечественного 
производства 
Номинальные сопротивления и допуска на резисторах обозначаются одним ИЗ 


двух способов — с использованием буквенно-цифрового обозначения, или путем 
нанесения цветовой маркировки. 


Буквенно-цифровая маркировка 
Обозначение резистора включает три элемента. 


Первый элемент — цифры — номинал сопротивления в омах. 

Второй элемент — буква латинского или русского алфавита — множитель 
(табл. 1.6). 

Таблица 1.6 











С (илиГ) |Т(или т) 
1109 1.1012 


Третий элемент — буква латинского или русского алфавита — допуск (табл. 1.7). 











1.103 


К (илиЕ) М (или М) 





Буква латинская (русская) 












Множитель 

















Таблица 1.7 

















Буква латинская у к М М 
(русская) (и) | (С) | (В) | ($) 
Допуск, + % 5 10 20 30 
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Цветовая маркировка 


Другим видом маркировки является нанесение на корпус резистора цветных 
колец Маркировочные кольца сдвинуты к одному из выводов резистора и 
располагаются слева направо Если размеры резистора не обеспечивают отступа, 
то ширина первого кольца примерно в два раза шире остальных. Число колец 
может быть от четырех до шести. 


Рис. 1.1. Внешний вид резисторов с цветовой маркировкой 


На рис 12 цветной вкладки показано, как по цвету колец определить номинал и 
допуск резистора. 


1.2.3. Маркировка резисторов зарубежного 
производства 


Буквенно-цифровая маркировка 


На корпус резистора наносится маркировка, состоящая из двух или трех цифр и 
буквы Буква играет роль запятой и обозначает, в каких единицах измеряется 
номинал резистора: 


» В — в омах, 
» К — в килоомах; 
® М — в мегаомах. 


Примеры обозначения приведены в табл. 1.8. 


Таблица 1 8 Обозначение номиналов резисторов 














Сопротивление Обозначение 








&10 





























Допуск резисторов по одной из наиболее распространенных систем обозначений 
В$ 1852 (ВинзВ З{апдага 1852) обозначается буквой после обозначения номинала 
резистора (табл 19). 


Таблица 19 


Допуск, + % 











Например: — З3ЗО0ВС означает 330 Ом =2%. 8В22М означает 0,22 Ом +20%. 
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Цветовая маркировка резисторов 


Цветовая маркировка резисторов зарубежного производства аналогична цветовой 
маркировке резисторов отечественного производства (см. рис. 1.2). 


1.3. Технические данные и маркировка 
бескорпусных МО резисторов 


1.3.1. Общие сведения 


В настоящее время на передний план все более выдвигается наиболее прогрес- 
сивная сегодня технология производства электронной аппаратуры — технология 
поверхностного монтажа или $МТ-технология (ЗМТ — Зи{асе Моиг( Тесппо]о- 
у). Специально для такой технологии был разработан широкий спектр миниа- 
тюрных электронных компонентов, которые еще называют ЗМО (ЗиИасе Моиг 
Ре\у!сез) компонентами. Использование ЗМО компонентов позволило автоматизи- 
ровать процесс монтажа печатных плат. 


Основной ряд используемых 5МО резисторов представлен зарубежными резисто- 
рами серии ВМС, которые подробно описаны ниже. Из отечественных аналогов 
можно назвать резисторы типа Р1-12, имеющие номинальную рассеиваемую 
мощность 0,125 Вт, номинальные сопротивления ряда Е24 от 1 Ом до 6,8 МОм. 
Резисторы Р1-12 полностью соответствуют ЗМО резисторам в о типораз- 
мера 1206. . 


На рис. 1.3 представлен внешний вид ЗМО резисторов, а в табл. 1.10 и 1.11 
приведены их геометрические размеры и основные технические данные. Типораз- 
меры ЗМО резисторов стандартизованы. Они обозначаются четырехзначным 
числом по стандарту 1ЕА. Обозначения самих же ЗМО резисторов различных 
производителей приведены в табл. 1.12. 





Рис. 1.3. Внешний вид ЭМО резисторов 


Таблица 1.10. Г абаритные ‘размеры $1 $МО резво 


Размеры (мм) 
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Типоразмер ЕТА ыы) 
м 
1806 4,50 1,60 
1808 4,50 2,00 
1812 - 4,50 3,20 
2010 5,00 2,50 
2225 5,70 6,30 
2512 6,35 3,20 
2824 7,10 6,10 
3225 8,00 6,30 
4030 7.60 
4032 10,2 8,00 
| 5040 12,7 10,2 
6054 152 [ 13,7 



































Таблица 1 11 Технические НЫ ыы резисторов 


[тип = Г 0402. 0603 0805 1206 1210 2010 — 2512 
Номинальная мощность, Вт 1/16 1/10 1/4 






























































[ Температурный диапазон, °С —5 +125 
Макс. рабочее напряжение, В 200 
Макс. перегрузочное 
|| 400 
напряжение, В 
Диапазон сопротивлений т 
10 Ом 
1%, Е-96 1 МОм 
5%, Е-24 1 Ом 
и 5,6 МОм 10 МОм 

















Сопротивление перемычки, Ом 























Таблица 1 12 Обозначения $МО резисторов некоторых фирм-производителей 


а 














| Типоразмер 





ВСВ1/16 


ВСК1/10 | СКС0805 


СВС1206 

















1.3.2. Маркировка 5МО резисторов 


ЗМО резисторы маркируются различными способами. Способ маркировки зави- 
‚ сит от типоразмера резистора и допуска. Резисторы типоразмера 0402 не марки- 
руются. Резисторы с допуском 2, 5 и 10% всех типоразмеров маркируются тремя 
цифрами, первые две из которых обозначают мантиссу (то есть номинал резистора 
без множителя), а последняя — показатель степени по основанию 10 для 
определения множителя. При необходимости к значащим цифрам может добав- 
ляться буква В для обозначения десятичной точки. Например, маркировка 513 


т гезистгоры ТЕ 





означает, что резистор имеет номинал 51х103 Ом = 51 кОм. Обозначение 100 


означает, что номинал резистора равен 10 Ом. 


Резисторы с допуском 1% типоразмеров от 0805 и выше маркируются четырьмя 
цифрами, первые три из которых обозначают мантиссу, а последняя — показатель 
степени по основанию 10 для задания номинала резистора в омах. Буква В также 
служит для обозначения десятичной ТОЧКИ. Например, маркировка 7501 означает, 
что резистор имеет номинал 750х101! Ом = 7,5 кОм. 


Резисторы с допуском 1% типоразмера 0603 маркируются с использованием приве- 
денной ниже таблицы ЕПА-96 (табл. 1.13) двумя цифрами и одной буквой. Цифры 
задают код, по которому из таблицы определяют мантиссу, а буква — показатель 
степени по основанию 10 для определения номинала резистора в омах. Например, 
маркировка 10С означает, что резистор имеет номинал 124х10? Ом = 12,4 кОм. 


Таблица 1.13. Таблица маркировки ЗМО резисторов Е!А-96 
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ЗМО резисторы упаковываются в стандартной упаковке: на бумажной ленте или 
на бобине. При этом наносится маркировка с указанием типа резистора, его 
типоразмера, номинала, допуска. Например: ВМС-18 (1206) 1002 ЕВ, где 


буквой после номинала обозначен допуск (Е = +1%; 1 = +5%; О = +0,5%), а 
буква В означает, что резисторы упакованы на бумажной ленте в бобине. 


1.4. Особенности применения переменных 
резисторов 


Переменные резисторы применяются в качестве внешних устройств настройки и 
регулировки сигналов: в качестве регуляторов громкости, тембра, уровней, на- 
стройки на частоту в радиоприемниках с перестройкой частоты при помощи 
варикапов. 


Подстроечные резисторы применяются в схемах радиоэлектронных устройств для 
того, чтобы обеспечить их настройку во избежание многократных замен, связан- 
ных с необходимостью подбора постоянного резистора. 
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Переменные резисторы выпускаются в различном исполнении. По типам они 
делятся на резисторы с угольной дорожкой, дорожкой из кермета (металлокера- 
мики), проволочные и многооборотные проволочные. По причине наличия по- 
движного контакта переменные резисторы являются источников шумов, и порой 
напряжение создаваемых ими шумов может достигать десятков милливольт 
(15...50 мВ). Поэтому при применении переменных резисторов следует придержи- 
ваться следующих правил: 


® избегайте использования переменных резисторов с угольной дорожкой: они 
сильно шумят и ненадежны; 

» в регуляторах громкости аудиоаппаратуры применяйте потенциометры с лога- 
рифмическим законом регулирования сопротивления; 

® не применяйте переменных резисторов с угольной дорожкой в устройствах 
электропитания для регулировки выходного напряжения. Из-за несовершенства 
дорожки возможно мгновенное появление полного выходного напряжения. 


В современной зарубежной технике применяются подстроечные резисторы серии 
РО73, имеющие номинал от 200 Ом до 2 МОм. Средний вывод у них расположен 
обособленно и имеет большую ширину, чем крайние выводы. Некоторые варианты 
исполнения таких переменных резисторов показаны на рис. 1.4. 


На приведенном рисунке крайнме выводы обозначены цифрами | и 3, а сред- 
ний — цифрой 2 (поворот — по часовой стрелке от выв. 1 квыв. 3). 


Я © = 





По часовой стреле | - 


Рис. 1.4. Внешний вид и расположение выводов переменных резисторов 
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1.5. Постоянные нелинейные резисторы 


1.5.1. Термисторы 


Термисторы — полупроводниковые резисторы с нелинейной вольт-амперной 
характеристикой, сопротивление которых резко зависит от температуры окружа- 
ющей среды. 


Одним из основных параметров термисторов является температурный коэффици- 
ент сопротивления (ТКС), отражающий зависимость их сопротивления от изме- 
нения температуры окружающей среды. 


Термисторы подразделяются на две группы: термисторы с отрицательным ТКС 
(ОТК) и термисторы с положительным ТКС (позисторы, или сокращенно ПТК). 
ОТК термисторы в диапазоне температур от 25 до 100 °С изменяют свое 
сопротивление от нескольких сот или тысяч ом до нескольких десятков или сот 
ом, то есть с повышением температуры их сопротивление снижается. ПТК 
термисторы обычно в диапазоне температур от 0 до 75 °С свое сопротивление 
сохраняют примерно на уровне 100 Ом. Однако начиная с температуры 80 °С их 
сопротивление начинает быстро расти до значений порядка 10 кОм при 120 °С. 
Такие свойства термисторов обусловили их широкое применение в устройствах 
термостабилизации и автоматики, устройствах защиты от перегрузок и пожарной 
сигнализации. На корпусе термистора наносится значение его сопротивления при 
температуре 20 °С (а для термисторов с рабочими температурами до 300 °С — 
при 150 °С). Конкретные значения сопротивлений устанавливаются в основном 
по ряду Еб или Е!12. 


1.5.2. Варисторы 


Варисторы — полупроводниковые резисторы, сопротивление которых уменьшает- 
ся при возрастании напряжения. Их назначение — защита от бросков напряже- 
ния, возникающих. например, в телефонных линиях или при коммутации индук- 
тивной нагрузки. Могут они применяться и для стабилизации напряжения, 
регулирования усиления в системах автоматики, в схемах размагничивания 


кинескопов и т.д. 


Рис. 1.5. Варисторы 





На корпусе варистора наносится его рабочее напряжение. В табл. 1.14 и 1.15 
приведены основные параметры распространенных варисторов отечественного и 
зарубежного производства, 
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Таблица 1.14. Основные параметры варисторов отечественного производства 
Коэффициент | Классифика- 



























































































Номинальная Классификационное Допуск по клас- 
мощность, напряжение, сиф. напряжению, | нелинейности, | ционный ток, 
Вт |=) +% не менее МА 
=== — 
560 3,5 
СН-1-1 1 680, 820, 1000, 1200 10 4 
1300, 1500 4,5 
560 3,5 
СН1-1-2 0,8 680 10 4 
1300 4,5 
56, 68, 82, 100, 120, 150, 
СН1-2-1 1 180, 220, 270 10, 20 3,5 
15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 3 
СН1-2-2 1 68, 82, 100 10, 20 35 
33 10 4 
20 000, 25 000 — 6 
240, 270, 300, 330, 360 5 5 
15, 18 10 3,2 
22, 27, 33, 39, 47 3,5 



























































[9 Поглощае- | Емкость 
Е мая энергия, (Е=1 МГц), 1 
й А нФ 














\\2501А10 


\2751А4 
\\2751А10 
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2. Конденсаторы 


2.1. Общие сведения 


Электрические характеристики конденсатора определяются его конструкцией и 
свойствами используемого диэлектрика. 


Основными параметрами конденсатора являются: 


® номинальное значение емкости (мкФ, нФ, пФ); 

» рабочее напряжение — максимальное значение напряжения, при котором 
конденсатор может работать длительно без изменения своих свойств; 

» допуск — возможный разброс значения емкости конденсатора; 

» температурный коэффициент емкости (ТКЕ) — зависимость емкости конденса- 
тора от температуры окружающей среды. 


В табл. 2.1 приведены основные характеристики конденсаторов различных типов. 


Твблица 2.1. Характеристики конденсаторов 























Диэлектрик 
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Допуск, +% ре ь.: [20 | 
Рабочее 
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Диапазон рабочих 
температур, °С 




















2.2. Обозначение и маркировка 
конденсаторов 


2.2.1. Отечественная система обозначения 


Сокращенное обозначение состоит из букв и цифр, например, К5З-4, где буква 
указывает на тип конденсатора, первое число — на материал диэлектрика, 
последнее число — на конструктивное исполнение. 


В табл. 2.2 приведена система обозначения конденсаторов в зависимости от 
материала диэлектрика. 
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Таблица 2.2. Система Обозначения КОНО НСО ров в зависимости от мае рЫНИа ОНОНРЫКЯ 











Подкласс БУВННОе 
|__конденсаторов обозначение 


Керамические на напряжение ниже е 1600 В 
Керамические на напряжение 1600 В и выше 
Стеклянные 
Стеклокерамические 
Тонкопленочные 
Слюдяные малой мощности 
Слюдяные большой мощности 
Бумажные на напряжение до 2 кВ, фольговые 
Бумажные на напряжение 2 кВ и выше, фольговые 
Бумажные металлизированные 
Конденсаторы Оксидные алюминиевые 
постоянной Оксидные танталовые, ниобиевые и др. 
емкости Объемно-пористые 
Оксидно-полупроводниковые 
С воздушным диэлектриком 
Вакуумные 
Полистирольные 
Фторопластовые 
Полиэтилентерефталатные 
Комбинированные 
Лакопленочные 
Поликарбонатные 
Полипропиленовые 


Вакуумные 
Подстроечные С воздушным дизэлектриком 
конденсаторы С газообразным диэлектриком 
С твердым диэлектриком 


Вакуумные 

С воздушным диэлектриком 

С газообразным диэлектриком 
С твердым диэлектриком 


Конденсаторы 
переменной 
емкости 





В основу обозначений по старой системе брались различные признаки: конструк- 
тивные, технологические, эксплуатационные и другие (например КД — конденса- 
торы дисковые, ФТ — фторопластовые теплостойкие и т.д.). 


Система обозначений конденсаторов зарубежных фирм-производителей не приво- 
дится, поскольку каждая их них имеет свою собственную систему. 


Наиболее широко применяются конденсаторы следующих номинальных рядов 
емкостей: ЕЗ, Еб, Е12, Е?24 (табл. 2.3). 


Таблица 2.3. Ряды номинальных емкостей 1? конденсаторов _ 














2.2.2. Маркировка конденсаторов 


Маркировка конденсаторов может быть буквенно-цифровой, содержащей сокра- 
щенное обозначение конденсатора, его номинальные напряжение, емкость, до- 
пуск, группу ТКЕ и дату изготовления, либо цветовой. В зависимости от размеров 
конденсаторов применяются полные или сокращенные (кодированные) обозначе- 
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ния номинальных емкостей и их допустимых отклонений. Бескорпусные конден- 
саторы не маркируются, а их характеристики указываются на упаковке. 


Полное обозначение номинальных емкостей состоит из цифрового обозначения 
номинальной емкости и обозначения единицы измерения (ПФ — пикофарады, 
мкФ — микрофарады, Ф — фарады). 

Кодированное обозначение номинальных емкостей состоит из трех или четырех 
знаков, включающих две или три цифры и букву. Буква из русского или 
латинского алфавита обозначает множитель: 

® П (р) — пико = 10712; 

» Н (п) — нано = 10-9; 

® М (пили т) — микро = 1078, 

Примеры: 2,2 пФ — 2102 (2р2); 1500 пФ — 1Н5 (115); 0,1 мкФ — М! (41); 
10 мкФ — 10М (10р). 


На рис. 2.1 показан внешний вид конденсаторов различных типов и исполнения. 





Рис. 2.1. Конденсаторы 


В табл. 2.4 приведены обозначения допусков. По новой системе они обозначаются 
латинскими буквами и соответствуют принятой международной системе обозна- 
чений, по старой — буквами русского алфавита. 


Таблица 2.4. Допустимые отклонения емкостей конденсаторов 
































| м | Е) | Кормыевый | —10+50 | т6Э) | = фр. ми РЯ 
| 22 | © | кы | -юю | ую | -— | | 

| 8 | м | Зеленый | -20+50 $(5) | Фиопетовый_ | | ] 
| +10 Г КС) Белый | -20+80 (А) Серый ] 
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2.2.3. Кодовая цифровая маркировка 


Кроме буквенно-цифровой маркировки применяется способ цифровой маркировки 
тремя или четырьмя цифрами по стандартам ЕС (табл. 2.5, 2.6). 


При таком способе маркировки первые две или три цифры обозначают значение 
емкости в пикофарадах (пФ), а последняя цифра — количество нулей. При 
обозначении емкостей менее 10 пФ последней цифрой может быть «9» 
(109 = [ пФ), при обозначении емкостей 1 пФ и менее первой цифрой будет «0» 
(010 = 1 пФ). В качестве разделительной запятой используется буква В (085 = 
0,5 пФ). 


При маркировке емкостей конденсаторов в микрофарадах применяется цифровая 
маркировка: | — 1 мкФ, 10 — 10 мкФ, 100 — 100.мкФ. В случае необходимости 
маркировки дробных значений емкости в качестве разделительной запятой ис- 
пользуется буква В: В1 — 0,1 мкФ, В22 — 0,22 мкФ, 3В3 — 3,3 мкФ (при 
обозначении емкости в мкФ перед буквой В цифра 0 не ставится, а она ставится 
только при обозначении емкостей менее 1 пФ). 


После обозначения емкости может быть нанесен буквенный символ, обозначаю- 
щий допустимое отклонение емкости конденсатора в соответствии с табл. 2.4. 


Таблица 2 5 Кодировка номинальной емкости конденсаторов тремя цифрами 
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Емкость 
Код [Е 
Пикофарады (пФ; рЕ) Нанофарады (нФ; пЕ) 
103 10000 10 
153 15000 15 
—_ 
223 22000 22 
333 33000 33 
473 47000 
683 68000 
104 | 100000 
154 150000 
224 220000 
334 330000 
474 470000 
684 680000 
105 





1000000 














Таблица 2.6 Кодировка номинальной емкости конденсаторов четырьмя цифрами 


и 








Емкость 


Пикофаралы (пФ; рг). Нанофарады (нФ; Пг) | Микрофарады (мкФ; иг) | 








1620 | ли [1 6200 2 Е 2 | 002 __ | 





ТКЕ тЫ коэффициент емкости) — параметр конденсатора, который 
характеризует относительное изменение емкости от номинального значения при 
изменении температуры окружающей среды. Этот параметр принято выражать в 
миллионных долях емкости конденсатора на градус (10-8 / °С). ТКЕ может быть 
положительным (обозначается буквой «П» или «Р»), отрицательным («М» или 
«№), близким к нулю («МП») или ненормированным («Н»). 


Конденсаторы изготавливаются с различными по ТКЕ типами диэлектриков: 
группы МРО, Х7В, 259, УБУ и другие. Диэлектрик группы МРО(СОС) обладает 
низкой диэлектрической проницаемостью, но хорошей температурной стабильно- 
стью (ТКЕ близок к нулю). $МР конденсаторы больших номиналов, изготовлен- 
ные с применением этого диэлектрика, наиболее дорогостоящие. Диэлектрик 
группы Х7В имеет более высокую диэлектрическую проницаемость, но меньшую 
температурную стабильность. 


Диэлектрики групп 250 и У5У имеют очень высокую диэлектрическую проница- 
емость, что позволяет изготовить конденсаторы с большим значением емкости, но 
имеющие значительный разброс параметров. ЗМО конденсаторы с диэлектриками 
групп Х7В и 750 используются в цепях общего назначения. 


Обозначение группы ТКЕ наносится на корпус конденсатора или в виде непосред- 
ственного обозначения, или буквенного кода, или цветовой маркировки. Цветовая 
маркировка может быть выполнена в виде одной или двух цветовых полос (точек, 
меток), причем второй цвет не обязательно наносится — он может быть представ- 
лен цветом корпуса конденсатора. В табл. 2.7, 2.8, 2.9 показан порядок обозначе- 
ния ТКЕ конденсаторов различных групп. 
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Таблица 2.7. Керамические конденсаторы с ненормируемым ТКЕ 


Допуск при Цветовая маркировка 


Буквен- 
Т= -60...+85 °С, > Старое обозначение 
+% ный код Новое обозначение р 

















Группа ТКЕ 
по ГОСТ 





Цвет корпуса 














Н1О Оранжевый+черный Оранжевый 





Оранжевый+красный Оранжевый 


Оранжевый+зеленый _| Оранжевый | __ Зеленя | 
Оранжевый голубой 
Оранжевый+фиолетовый 

= _[  Оранжевый+бельй __[| Оранжевый | 

















Таблица 2.8. Керамические и металлостеклянные конденсаторы с линейной зависимостью 
от температуры 


Цветовая маркировка 





Группа ТКЕ ТКЕ 
(международное 110-8С 
обозначение) 





ный код 

















[ Черная__] 
Голубой 
Голубой®красный __| Голубой | | 


Красный Красный Красная 














Оранжевый Красный Оранжевая 








Желтый Красный Желтая 


Зеленый Красный Зеленая 
Голубой Красный Синяя 
[ сиолетьый — [ный | — | 
Оранжевый+оранжевый | Зеленый |  — | 


Желтый+оранжевый Зеленый 




















Таблица 2.9. Конденсаторы с нелинейной зависимостью от температуры 


Г а ТКЕ опуск, Темпе а, я | 
вл МАЮ | Амер | брооныйнов | цоотовя мороки 












































У5Е 5 | 30 +5 = 

У5Р #10 —30. .+85 Серебристый 
У5В -30...+85 Серый 
\5$ +22 —30...+85 Коричневый 
У54 +22...-56 -30 ..+85 

У5\У +22..-82 —30...+85 

Х5Е +7,5 —55. .+85 

Х5Р +10 —55...+85 

Х55$ +22 —55...+85 

Х5Ц +22...-56 -—55...+85 

Х5М +22.—82 -55...+85 
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Г гру  руппа а ТКЕ > — Допуск, > — Температура, и 
по станда ааа в НА °С Буквенный код Цветовая маркировка 

















Некоторые фирмы пользуются собственной системой обозначений, отличающейся 
от приведенной в таблицах. 


2.2.4. Цветовая маркировка 


Вследствие того, что площадь поверхности корпуса конденсаторов зачастую 
недостаточна для нанесения маркировки, широко применяется цветовая кодовая 
маркировка либо в виде цветных полос, либо в виде цветных точек. Количество 
маркировочных меток может составлять от трех до шести, а кодироваться могут 
как основные параметры конденсатора (емкость и рабочее напряжение), так и 
дополнительные (допуск и ТКЕ). Как правило, первые две или три метки 
обозначают значение емкости, а следующие за ними соответственно множитель, 
допуск и ТКЕ. 


Определить рабочие параметры конденсаторов по цветовой маркировке можно, 
пользуясь рис. 2.2, 2.3 (см. цветную вклейку). 


2.3. Особенности маркировки некоторых 
типов ЭМО конденсаторов 


2.3.1. Керамические 5МО конденсаторы 


ыы 21 о. 


РЕЙ Е ЕО А СЕТИ 
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Маркировку на керамические ЗМР конденсаторы иногда наносят кодом, состоя- 
щим из одной или двух букв и цифры. Первая буква (необязательно) — код 
изготовителя (например, К для обозначения конденсаторов фирмы КЕМЕТ, и 
т.д.), вторая буква — мантисса в соответствии с приведенной выше табл. 2.10 и, 
наконец, последняя цифра — показатель степени для определения емкости в пФ. 


Например, $3 — 4,7нФ (4, 7103 пФ) конденсатор неизвестного изготовителя, в то 
время как КА? — 1001Ф (1,010? пФ) конденсатор производства фирмы КЕМЕТ. 


2.3.2. Оксидные 5МО конденсаторы 


Таблица 2.11 


ие ыы 


Емкость и рабочее напряжение оксидных ЗМР конденсаторов часто обозначают- 
ся их прямой записью, например 10 6У — 10 мкФ х 6 В. Иногда вместо этого 
используется код, который обычно состоит из буквы и трех цифр. Буква указыва- 
ет на рабочее напряжение в соответствии с табл. 2.11, а три цифры (2 цифры, 
обозначающие номинал, и множитель) обозначают значение емкости в пикофара- 
дах. Полоса указывает на вывод положительной полярности. 












































Например, маркировка А475 обозначает конденсатор емкостью 4,7 мкФ с рабочим 
напряжением 10 В. 


475 = 47х105 пФ = 4,7х106 пФ = 4,7 мкФ 


В некоторых случаях значение емкости кодируется буквой и цифрой. Буква (см. 
табл. 2.12) обозначает номинал емкости, а цифра — множитель — количество 
нулей, которые необходимо добавить к номиналу для определения значения 
емкости конденсатора. 


Таблица 2.12 
Буква А Е г м З м | 
| Емкость, пФ 1.0 1,5 22 3,3 47 6,8 


2.3.3. Танталовые $МО конденсаторы 









































Танталовые конденсаторы выпускаются пяти типоразмеров: А, В, С, Ш, Е (см. 
табл. 2.13). 


таблица - 1 ` 





тех 
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Рис. 2.4. Буквенно-цифровая маркировка 5МО конленсаторов 


Маркировка танталовых конденсаторов типоразмеров А и В состоит из буквенно- 
го кода номинального напряжения в соответствии с табл. 2.14: 


Таблица 2.14 








За ним следует трехзначный код номинала емкости в пикофарадах, в котором 
последняя цифра обозначает количество нулей в номинале. 


Например. маркировка Е1О5 обозначает конденсатор емкостью 1 000 000 пФ = 
1.0 мкФ с рабочим напряжением 25 В. 


Емкость и рабочее напряжение танталовых 5МО конденсаторов типоразмеров С, 
О, Е обозначаются их прямой записью, например 47 6У — 47 мкФхб В. 


2.4. Подстроечные конденсаторы 
зарубежных фирм 
Основными поставщиками подстроечных конденсаторов (Нититег саразЙог$) яв- 
ляются фирмы РНИР$ и МОКАТА. 


На рис. 2.5 изображены подстроечные конденсаторы, произволимые фирмой 
РНИЛР$. 


Такие конденсаторы предназначены для работы в диапазоне температур от —40 °С 
до +70 °С и при напряжении постоянного тока до 100 В. 
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гв 


Рис. 2.5. Подстроечные конденсаторы фирмы РНИ4Р$: 
а) миниатюрный подстроечный конденсатор: 6} подстроечный конденсатор 
лиаметром 5 мм 





В табл. 2.15 и 2.16 дана цветовая маркировка и основные параметры миниатюр- 
ных и с диаметром корпуса 5 мм подстроечных конденсатров фирмы РНИР$. 


Табпица 2.15 








Подстроечные конденсаторы фирмы МУВАТА также маркируются окраской 
корпуса. Ниже приводятся их рисунки и габаритные размеры. 


2.4.1. Миниатюрные керамические подстроечные 
конденсаторы (табл. 2.17) 


Работают в диапазоне температур —55...+85 °С и рассчитаны на рабочие напря- 
жения 50 или 100 В. 


Сопротивление изоляции 10 ГОм (минимальное). 


Рис. 2.6. Миниатюрные керамические подстроечные 
конденсаторы фирмы МИВАТА 
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Таблица 2.17 
































2.4.2. Керамические подстроечные конденсаторы 
для поверхностного монтажа с шириной корпуса 4 мм 
(табл. 2.18) 


Рис. 2.7. Подстроечный 5МР конденсатор с шириной корпуса 4 мм 


Таблица 2.18 
































88888888 





2.4.3. Керамические подстроечные конденсаторы 
с шириной корпуса 3 мм (табл. 2.19) 


> 


Рис. 2.8. Подстроечный 5МО конденсатор с шириной корпуса 3 мм 


Таблица 2.19 


Емкость, ПФ ` Рабочее напряжение, В Добротность на 7=1 МГц | 
100 300 
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2.4.4. Керамические подстроечные конденсаторы 
с шириной корпуса 2 мм (табл. 2.20) 


» ® 


Рис. 2.9. Подстроечный 5МР конденсатор с шириной корпуса 2 мм 


Таблица 2.20 


бы |. нЕ | 
т 300 











2.5. Другие типы конденсаторов 


С целью миниатюризации радиоаппаратуры и снижения времени на ее производ- 
ство некоторые фирмы предлагают гибридные устройства на основе использова- 
ния конденсаторов. Среди них можно выделить: 


® Т-образные фильтры; 

® конденсаторы-варисторы; 

® помехоподавляющие конденсаторные сборки для коллекторных электродвигате- 
лей переменного тока. 


Т-образный фильтр представляет собой трехвыводный элемент, состоящий из 
конденсатора и двух ферритовых ячеек, включенных последовательно. Такие 
фильтры предназначены для подавления ВЧ помех в цепях постоянного тока, 
цифровых схемах с высоким входным сопротивлением и трактах УПЧИ теле- 
визоров. 


На рис. 2.10 изображен такой фильтр и приведена его схема. 


Конденсаторы-варисторы (рис. 2.11) предназначены для защиты схем от воздей- 
ствия кратковременных выбросов напряжения частотой выше 50...60 Гц, а также 
для защиты цифровых КМОП и ТТЛ микросхем от статического электричества. 


—- = 


49 бл 


< 
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Помехоподавляющие конденсаторные сборки (рис. 2.12) служат для подавления 
помех, возникающих при работе коллекторных электродвигателей переменного 
тока (электроинструмент, бытовая техника). 





Рис. 2.12. Помехоподавляющая конденсаторная сборка 


2.6. Советы по практическому применению 


Если задано постоянное рабочее напряжение конденсатора, то это относится к 
максимальной температуре. Поэтому конденсаторы всегда работают с определен- 
ным запасом надежности. Тем не менее, нужно обеспечивать их реальное рабочее 
напряжение на уровне 0,5...0,6 от допустимого значения. 


Если для конденсатора определено предельное значение переменного напряже- 
ния, то это относится к частоте 50...60 Гц, Для более высоких частот или же в 
случае импульсных сигналов следует дополнительно снижать рабочие напряже- 
ния во избежание перегрева конденсаторов из-за потерь В диэлектрике. 


Конденсаторы большой емкости с малыми токами утечки способны довольно долго 
сохранять накопленный заряд после выключения аппаратуры. Для обеспечения 
большей безопасности следует подключить параллельно конденсатору цепь раз- 
ряда на корпус через резистор сопротивлением 1 МОм (0,5 Вт). 


В высоковольтных цепях часто используется последовательное включение конден- 
саторов. Для выравнивания напряжений необходимо параллельно каждому из них 
подключить резистор сопротивлением от 220 кОм до 1 МОм. 


При использовании оксидного конденсатора в качестве разделительного необхо- 
димо правильно определить полярность его включения. Ток утечки такого конден- 
сатора может существенно влиять на режим работы усилительного каскада. 
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3. Индуктивности 


3.1. Общие сведения 


Катушки индуктивности позволяют запасать электрическую энергию в магнит. 
ном поле. Типичное их применение — сглаживающие фильтры и различные 
селективные цепи. Их электрические характеристики определяются конструк: 
цией, свойствами материала магнитопровода, его конфигурацией и числом 
витков катушки. 


При выборе катушки индуктивности следует учитывать следующие характе- 
ристики: 


® требуемое значение индуктивности (Гн, мГн, мкГн, нГн):; 

* максимальный ток катушки; 

® допуск индуктивности; 

* температурный коэффициент индуктивности (ТКИ), 

® активное сопротивление провода катушки; 

® добротность катушки, которая определяется на рабочей частоте как отношение 
индуктивного и активного сопротивлений; 

® частотный диапазон катушки. 


Катушки индуктивности подразделяются на катушки с постоянным значением 
индуктивности и на катушки с подстраиваемым ферромагнитным сердечником 
значением индуктивности. 


Первый тип применяется, как правило, во входных цепях телефонных аппаратов, 
в сглаживающих фильтрах, дросселях в цепях ВЧ. Второй тип катушек использу: 
ется в резонансных цепях — ВЧ трактах приемных и передающих устройств. 


3.2. Маркировка катушек индуктивности 


Маркировка катушек индуктивности осуществляется путем нанесения на их 
корпус основных параметров — значения индуктивности и допустимого отклоне 
ния индуктивности от номинального значения. 


При кодовой маркировке на корпус катушки индуктивности наносится цифрова; 
или буквенно-цифровая маркировка. Номинальное значение индуктивности коди 
руется цифрами, после которых следует (или отсутствует вообще) буква, обозна 
чающая величину допуска. 


При определении величины индуктивности следует знать следующее: 


® цифры обозначают значение индуктивности в микрогенри; 
® если индуктивность обозначается в наногенри, то после цифр наносится букв: 
м (9№ = 99 нГ‹К)- 


3. Индуктивности 29 





® если величина индуктивности менее | мкГн или выражается дробным числом, 
измеряемым в микрогенри, то применяется разделительная буква В (В47 = 
0,47 мкГн; 185 = 1,5 мкГн); 

® при маркировке значений индуктивности от 10 мкГн после двузначной цифры 
проставляется множитель, указывающий на количество нулей после указанного 
двузначного числа (150 = 15 мкГн; 151 = 150 мкГн; 122 = 1200 мкГн = 1,2 мГн); 

® указанный выше способ маркировки применяется и для маркировки $МР 
катушек индуктивности (дросселей); 

® в отдельных случаях применяется отличающееся от указанного выше обозначе- 
ние индуктивности — индуктивность в микрогенри просто обозначается одно-, 
двух- или трехзначным числом без множителя, или дробным числом (560 = 
560 мкГн; 3,3 = 3,3 мкГн). 


Допуск катушек индуктивности обозначается одной из четырех букв: 


О — для допуска +0,3 нГн; К — =!10%; 


"==. 2596 М — +20% (или не наносится вообще, что 
соответствует допуску =20%). 


В табл. 3.1 приведены основные данные ЗМР катушек индуктивности, произво- 
димых фирмами ЗАМЗОМ@ и МС. 














- Го 
и | Сопротивление по- | Максимальный 
измерении О, МГц _ |Стоянному току, Ом ток, МА 














Катушки с низкими значениями индуктивности 























5,6...12,0 
15,.0...33,0 




















1,5 100 
1,58...180 








Цветовая маркировка наносится на корпус катушки индуктивности в виде трех 
или четырех цветных колец или точек, которые обозначают следующее: 


® первые два кольца — номинал индуктивности; 
® третье кольцо — множитель; 
» четвертое кольцо — допуск (или не наносится при величине допуска +20%). 


Пример цветовой маркировки катушек индуктивности изображен на рис. 3.1 
(см. цветную вклейку). 
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4. Кварцевые резонаторы, 
пьезоэлектрические фильтры и 
фильтры на ПАВ 


4.1. Общее назначение и маркировка 


Кварцевые резонаторы служат для стабилизации частоты электрических колеба- 
ний на основе эффекта пьезоэлектрического резонанса. Так как кварцевые 
резонаторы производятся многими фирмами и четкой системы их маркировки нет, 
ограничимся рекомендациями по их подбору и замене. 


Кварцевый резонатор — это двухэлектродный прибор, выполненный в герметич- 
ном металлическом или стеклянном корпусе. На корпусе наносится значение 
резонансной частоты — основной характеристики кварцевого резонатора. 


Пьезоэлектрические фильтры относятся к приборам селекции частоты. Благодаря 
их применению удалось снизить габариты некоторых типов радиоэлектронных 
устройств. 


Отечественные пьезоэлектрические фильтры маркируются буквенно-цифровым 
или цветовым кодом. 


При буквенно-цифровой маркировке на корпус фильтра наносятся: 


® буквы ФП — фильтр пьезоэлектрический; 
® цифра, обозначающая материал фильтра: 


| — керамика; 
2 — кварц; 
3 — пьезокристаллы другого вида; 


® буква, обозначающая функциональное назначение: 
П — полосовой: 


Р — режекторный; 
Д — дискриминаторный; 
Г — гребенчатый; 


О — однополосный; 
® цифра, обозначающая конструктивные особенности фильтра: 
— дискретный; 
— гибридный однослойный; 
— гибридный пьезомеханический; 
— гибридный монолитный; 
— гибридный прочий; 
— интегральный однослойный; 
— интегральный пьезомеханический; 
— интегральный монолитный; 


00 —4 © мн Фь -- 
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9 — интегральный на ПАВ (поверхностно-акустических волнах); 
10 — интегральный прочий; 
* двузначное число — номер разработки; 
» цифра, обозначающая номинальную частоту: 
1 — до 60 кГц; 
2? — 60...400 кГц; 
3 — 400...1200 кГц; 
4 —1.2...3 МГш; 


05 —3...5 МГу 
6 — 5...25 МГц; 
7 — 25...35 МГ: 
8 — 35...90 МГц; 


9 — более 90 МГц. 


К цифре может добавляться буква, указывающая на единицу измерения ча- 
стоты; 


цифра, обозначающая ширину полосы частот (соотношение 4Ё/ 1): 
| — узкополосный (до 0.05%); 
2? — узкополосный (0,05...0,2%); 
3 — широкополосный (0,2...0,4%); 
4 — широкополосный (0,4...0,8%); 
5 — широкополосный (более 0,8%); 
* буква, обозначающая допустимые условия эксплуатации: 
В — всеклиматические; 
Т — тропические; 
М — морские; 
» буква, обозначающая допустимый диапазон рабочих температур: 
А — +1...+55 °С; 
Б — -10...+60 °С; 
В — -40...+70 °С; 
Д — —0..+85 °С; 
Е — -60...+85 °С; 
Ж— -80...+100 °С. 


При недостатке места на корпусе применяют сокращенную маркировку, состоя- 
щую из первых пяти элементов. 


Для маркировки керамических фильтров применяется и цветовая маркировка 
(табл. 4.1). 





Рис. 4.1. Пьезоэлектрический фильтр 
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Таблица 4.1 

‚ Цеет корпуса или цифра на корпусе | Цветные метки | Тип фильтра Применяемость 

РИ... _ | Юя — | 9110644 | УП радиоприемников УКВЮМ_ 
70 Желтая | _ $П1П6-12 Е ТЖ 
54 Желтая ФП1П6-1.3 -"- 
































Голубой Желтая $ФП1П8-62.01 | УПЧЗ телевизоров 

ВМ. ВА А.Н. 28 И 
ИИ... № — миома п. 
| Блпеднозвленый Красная _ | ©П1786302 | а 

Голубой | $П1Р8-63.03 -*- 

Голубой Красная+белая ФП1Р8-63.04 -“- 


Цветовая маркировка керамических фильтров показана на рис. 4.2 (см. цветную 
вклейку). На зарубежных пьезофильтрах наносится значение средней частоты 
полосы пропускания и буквы, определяющие функциональное назначение 
(табл. 4.2). 


Таблица 4.2 














мм ви ощаеная 6 длде поетаниалицу фи пьтпла запубежного пооизволства 


5. Маркировка полупроводниковых приборов 33 





5. Маркировка полупроводниковых 
приборов 


5.1. Отечественная и зарубежные 
системы маркировки полупроводниковых 
приборов 


Маркировка полупроводниковых приборов — это информация на их корпусе, 
которая позволяет определить тип полупроводникового прибора. 


Вид маркировки зависит от типа корпуса полупроводникового прибора и в первую 
очередь от его геометрических размеров, например, площадь корпуса транзистора 
КТ825 позволяет нанести на нем полную маркировку, в то же время нанесение 
маркировки обычным способом на небольших по габаритам транзисторах, особен- 
но в пластмассовых и ЗОТ корпусах затруднительно. Поэтому маркировка может 
представлять собой либо полное, либо сокращенное обозначение: буквенно-циф- 
ровое, символьную цветовую маркировку, маркировку условным кодом (применя- 
ется в основном для маркировки ЗМО компонентов), состоящим из одного или 
более знаков. Каждый тип полупроводникового прибора имеет свое условное 
обозначение. 


Существует несколько систем обозначений полупроводниковых приборов. 


Отечественная система обозначений полупроводниковых приборов состоит из 
семи элементов: 


1-й элемент  — буква или цифра, обозначающая применяемый полупро- 
водниковый материал; 

2-й элемент — буква, обозначающая подкласс полупроводникового при- 
бора; 

3-й элемент — цифра, определяющая основные функциональные возмож- 
ности прибора; 

4-й, 5-й, — цифры, обозначающие порядковый номер разработки, а 

6-й элементы для стабилитронов и стабисторов — напряжение стабили- 
зации; 

7-й элемент — буква, определяющая классификацию полупроводниково- 


го прибора по параметрам. 
Например: КТ201Д, 2Т904А, КВ10ЭБ. 


В отсутствие справочника определить назначение и основные параметры полупро- 
водникового прибора можно по его маркировке, пользуясь приводимыми ниже 
табл. 5.1 и 5.2. 
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Таблица 5.1 
ЗИ ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
ты - Применяемый материал о а Применяемый материал 
Г или 1 Германий А или3 | Арсенид галлия 














. Кили 2 Кремний 





Индий 





И или 4 

















Подгруппа приборов 






Подгруппа приборов 





Транзисторы биполярные 


Оптопары 





Транзисторы полевые 
Диоды 
Стабилизаторы тока 








Динисторы 





Тиристоры 





Туннельные диоды 





Выпрямительные столбы и блоки 





Генераторы шума 





Диоды Ганна 





Диоды СВЧ 























Таблица 5.2 











Назначение прибора 


Туннельные обращенные 


Стабилитроны, стабисторы и огр. 
сет < 108 {<0,3 Вт) 


Стабилитроны, стабисторы и огр. 
са 10..100 В (<0,3 Вт) 








Выпрямительные столбы с пр <0,3 А 


Стабилитроны, стабисторы и огр. 
с Ост >100 В (<0,3 Вт) 








Выпрямительные столбы с р 3...10 А 


Стабилитроны, стабисторы и огр. 
се <10В (0,3...5 Вт) 





Выпрямительные блоки с пр. <0,3 А 


Выпрямительные блоки с [пр 0,3..10А 


Стабилитроны, стабисторы и огр. 
с Ца. 10..100 В (0,3...5 Вт) 


Стабилитроны, стабисторы и огр. 
с Ос >100 В (0,3...5 Вт) 








Импульсные с фьосст. 2500 нс 








6 
7 Стабилитроны, стабисторы и огр. 
саг. < 10В (5...10 Вт) | 
| 
Стабилитроны, стабисторы и огр. | 
5 Импульсные с Ъосст 150...500 нс | с Це 10...100 В (5...10 Вт) 
| 


Стабилитроны, стабисторы и огр. 


ЕЯ с Чет. >100 В (5...10 Вт) 


Га | Варикапы подстроечные Н 
[2 | Варикапы умножительные (варакторы) | 
а | Излучающие ИК диоды | 
[2 | | 


Излучающие ИК модули 
3 Светодиоды 


Знаковые индикаторы | 


5 | Знаковые табло 
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Назначение прибора 











Экраны 








Оптопары резисторные 





Оптопары диодные 


[р | 
Гд | 
Оптопары тиристорные 
ве 








Оптопары транзисторные 


Транзисторы 
Назначение прибора | 


Полевые малой мощности НЧ 














2 Полевые малой мощности СЧ 








з Полевые малой мощности ВЧ и СВЧ 


ВЕ 
[+ [Биолярные средней мощесиня___ [4 | Поревьв средней мщюеинн | 
Биполярные средней мощности СЧ 
Ге | Биполярные средней мощности ВЧ и СВЧ | 6 | Полевые средней мощности ВЧи СВЧ ____ | 
[7 | Биполярные большой мощности нч______| 7 | Полевые большой мощности нч_ | 
| Биполярные большой мощности сч | 8 [Полевые большой мощности С4_________ 
Биполярные большой мощности ВЧ и СВЧ 1.19 [ Полевые большой мощности ВЧиСвч _ | 








В типовых корпусах для микросхем выпускаются транзисторные сборки, которые 
в составе обозначения имеют буквы НТ (набор транзисторов), например: 
198НТУБ, 125НТ/|. Зарубежные фирмы-производители полупроводниковых прибо- 
ров применяют одну из трех распространенных систем маркировки — европей- 
скую РВО-ЕТЕСТВОМ, американскую ЗЕОЕС (3ош{ Еесгоп Оемсе Епетеейпе 
Соицпсй) или японскую Л$ (Уарапезе [пдиз+1а] З4апаага). 


Европейская маркировка полупроводниковых приборов РВО-ЕГЕСТВОМ 
(табл. 5.3) состоит из трех элементов — двух букв и трех- или четырехзнач- 
ного числа. Первая буква обозначает тип используемого при производстве 
полупроводниковых приборов материала, вторая — тип полупроводникового 
прибора (некоторые фирмы используют еще одну букву, так, фирма РНИР$ 
при обозначении некоторых типов полупроводниковых приборов, например, 
транзисторов В1-Т50, В1.Т8О применяет три буквы), а цифры от 100 до 9999 
обозначают его серийный номер (обозначения 210...А99 относятся к приборам 
промышленного и специального назначения). 


Иногда наносится и четвертый элемент — буква, обозначающая группу по 
коэффициенту усиления: А — низкий коэффициент усиления; В — средний 
коэффициент усиления; С — высокий коэффициент усиления. 


Таблица 5.3 
























ПЕРВАЯ БУКВА — ТИП МАТЕРИАЛА _ 


Германий (Се) |165] Индий с примесью сурьмы (м5$Ъ) 


Кремний ($!) 















Сульфид кадмия (материал для элементов 
Холла и фотоэлементов) 














Арсенид галлия (СаА$) 
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ВТОРАЯ. БУКВА — ВИД ПРИБОРА. 


Вид прибора 


Оптопары 


Фотодиоды оптического и ИК диапазона 



















Детекторные, переключательные или смеси- 
тельные диоды 















Излучающие диоды оптического 
или ИК диапазона 









Маломощные переключательные ПП приборы 












Маломощные биполярные ключевые 
транзисторы 










Динисторы, тиристоры, симисторы 




















Мощные биполярные ключевые транзисторы -| 


Магнито-чувствительные диоды Умножительные диоды (варакторы и др.) 



















Элементы Холла открытого типа для 
регистрации магнитных полей 






Выпрямительные диоды, столбы, мосты 









Мощные биполярные ВЧ транзисторы Стабилитроны и стабисторы 














Элементы Холла закрытого типа_ 


Пример: ВС108 — кремниевый маломощный биполярный НЧ транзистор с 
серийным номером 108. 


По американской системе 7ЕОЕС транзисторы обозначаются буквенно-цифровым 
кодом (табл. 5.4). Кроме того, система ЗЕОЕС предполагает цветовую маркировку 
диодов, которая наносится на корпус в виде 3-5 цветных полос, смещенных к 
катоду диода, при этом первая цифра и буква опускаются. 


Так, номера из двух цифр (1168...) обозначаются одной черной полосой и двумя 


цветными, из трех цифр (1№256...) — тремя цветными полосами, из четырех 
цифр — четырьмя цветными полосами. При наличии в обозначении буквы, она 
обозначается дополнительной цветной полосой: 

0 — черный 5 или}Е — зеленый 

1 или А — коричневый 6 или — синий 

2 или В —  Касный 7ТилиС — фиолетовый 

ЗилиС  — оранжевый 8илиН — серый 

4 или) — жемтый 9 или | — белый 


Таблица 5.4 
= ЕАН 














а 






3-й элемент — цифра 4-й элемент — буква 











Число р-п переходов: — 
1 — диод 

| 2 — транзистор 

| 3 — тиристор 

4 — оптопара 






Серийный номер 


100...9999 Модификация прибора 































Пример: 2№2158 — обозначение транзистора. 


Японская система маркировки транзисторов Л$ состоит из следующих элементов: 


1-й элемент — цифра, обозначающая тип прибора; 


2-й элемент — две буквы, указывающие на функциональную принадлеж- 
ность полупроводникового прибора согласно табл. 5.5. 
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Таблица 5.5 


1-й элемент — |2-й элемент — в 4-й элемент —|! 5-й элемент — 


Тип прибора: 
А — ВЧРМР транзистор 








В — НЧРМР транзистор 

С — ВЧ МРМ транзистор 

О — НЧ МРМ транзистор 

Е — диод Есаки (4х слойный МРМР) 
Е — тиристор 






0 — фотодиод б 
ы — диод Ганна Я 
фототранзистор Н — однопереходный транзистор Серийный Одна или две бук 
1 — диод Е номер вы — модифика- 
2— транзистор ] — полевой транзистор с М-каналом 10.9999 ция прибора | 
3— тиристо К — полевой транзистор с Р-каналом 7" 
р р М — симметричный тиристор (симистор) 


О — светоизлучающий диод 
В — выпрямительный диод 


$ — малосигнальный диод 
Т — лавинный диод 
\ — варикап 

2 — стабилитрон 


























Так как маркировочный код транзисторов всегда начинается с 2$, то 
эти два символа при обозначениях на корпусах транзисторов опуска- 
ются: например, если на корпусе транзистора стоит маркировка 
21970, то полностью тип транзистора определяется как 2$С1970. 


Помимо систем маркировки ЗЕПЕС, Л$, РВО-ЕГЕСТВОМ фирмы-производители 
часто вводят собственную маркировку. Это делается либо по коммерческим 
соображениям, либо при маркировке специальных типов приборов. Наиболее 
распространены следующие обозначения: 


М] —— мощный транзистор фирмы МОТОВОГА в металлическом корпусе; 

МУЛЕ — мощный транзистор фирмы МОТОВОГА в пластмассовом корпусе; 

ВСА — приборы фирмы ВСА; 

ВС$ — приборы фирмы ВС$; 

ТР —— мощный транзистор фирмы ТЕХА$ ПМ$ТВУМЕМТ$ в пластмассовом 
корпусе; 

ТТРГ. — мощный планарный транзистор фирмы ТЕХА$ ПЧ$ТВОУМЕМТ$; 

Т1!$ — —  малосигнальный транзистор фирмы ТЕХА$ ПУЗТВУМЕМТ$ в пласт- 
массовом корпусе; 

7Т — — приборы фирмы ЕЕВВАМТГ,; 

ТТХ — приборы фирмы ЕЕВВАМТЕИ. 


Например: 2ТХ302, ИРЗ1А, МЛЕЗ055, 11$43. 


Свою систему маркировки имеют и полупроводниковые приборы японской фирмы 
МЕС (МРРОМ ЕТЕСТВС СОМРАМУ). Маркировка состоит из двух элементов: 
одной-двух букв, обозначающих тип полупроводникового прибора и цифр, обоз- 
начающих его регистрационный номер. Список буквенных сокращений приведен 
в табл. 5.6. Следует отметить, что фирмы-производители могут выпускать на 
своих заводах по лицензии транзисторы, разработанные другими фирмами под их 
фирменным названием, но со своим логотипом. 
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Таблица 5.6 








т аиииианииииния 


Сокращение Тип полупроводникового прибора фирмы МЕС 



































Лавинно-пролетные диоды 













Диоды Ганна 










Смесительные Се диоды 








Фототранзисторы 





Оптопары 








Малосигнальные диоды 





Инфракрасные диоды 













Светодиоды зеленого свечения 








Точечные $; диоды 









АзСа диоды Шоттки 









Светодиоды красного свечения 









Варакторы 












































Маркировка полупроводниковых приборов наносится на их корпус одним из 
следующих способов: 


° в виде полного (КТ92О0А) или сокращенного (С1970) наименования полупровод- 
никового прибора; 

» цветовым выделением (окраска корпуса или его части, нанесение условных 
графических знаков и букв, цветных точек или полос}; 

е в виде условного буквенного, цифрового или смешанного буквенно-цифрового 
кода (применяется для маркировки ЗМО компонентов); 

» нанесением условных графических знаков и букв (при этом на часть корпуса 
может быть помечена цветовой окраской). 


5.2. Диоды общего назначения 


5.2.1. Типы корпусов и расположение 
выводов диодов 


Диоды выпускаются в различных корпусах. Причем разновидностей корпусов 
настолько много, что нет никакой возможности полностью привести их в данной 
книге. Только стандартизованных отечественных корпусов диодов для навесного 
монтажа насчитывается более ста типов, но кроме них выпускаются еще диоды 
для поверхностного монтажа, а также специальные силовые диоды. То же можно 
сказать и о диодах зарубежных производителей. Поэтому здесь показаны лишь 
некоторые типы корпусов диодов для навесного монтажа (рис. 5.1) и для 
поверхностного ($МО) монтажа (рис. 5.2). 


5. Маркировка полупроводниковых приборов 








70252 ТО-263 ТО220АС 
к 
к 
х 
| КА ы КА 
т0251 
АТ К А? 
2 ы 
то247 кк а 
Рис. 5.1. Диоды различных типов 
500 123 50т-23 





500410 


40 5. Маркировка полупроводниковых приборов 


5.2.2. Цветовая маркировка отечественных диодов 


На диоды наносится буквенно-цифровая маркировка в соответствии с таблицами, 
приведенными в разделе 5.1. Полярность выводов обозначается либо символом 
диода на его корпусе, либо отдельной маркировкой на корпусе, либо его конст- 
руктивными особенностями (выемка, например). Затруднения при определении 
типа диода вызывает цветовая маркировка. В табл. 5.7 приведены варианты 
маркировки для наиболее широко распространенных точечных и выпрямительных 
диодов. 


Табпица 5.7 
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5.2.3. Цветовая маркировка зарубежных диодов 


Цветовая маркировка диодов по системе РКО-ЕЕЕСТКОМ 


По системе РВО-ЕГЕСТВОМ диоды маркируются четырьмя цветными полосами 
(табл. 5.8), причем вывод катода расположен у широкой полосы. 





















































Таблица 5.8 
Цвет полосы Тип диода 
РЕ" широкая полоса | 2-я широкая полоса 
Коричневый 
| Красный ВА ь Е 
Оранжевый $ з Е 
Желтый | т у ЕБИНР? БИИ 
Зеленый \ : Пи” СИ 
Синий М р Г в | 
Фиолетовый 
Серый у 5 - 
Белый г Р 


























До принятия системы РВО ЕГЕСТВОМ существовала старая европейская буквен- 
ная система обозначения. Маркировка состояла из первого элемента — буквы 
“О”, второго элемента, обозначающего тип прибора: А — диод; АР — фотодиод; 
АГ — стабилитрон и третьего элемента — цифры, обозначающей серийный 
номер. 


Цветовая маркировка диодов по системе УЛЕРЕС 


в цветовой маркировке по системе ЛЕПЕС (табл. 5.9) первая цифра | и вторая 
буква М не маркируются; 

® номера из двух цифр обозначаются одной черной полосой и двумя цветными, 
дополнительная четвертая полоса обозначает букву; 

® номера из трех цифр обозначаются тремя цветными полосами, дополнительная 

четвертая полоса обозначает букву; 

номера из четырех цифр обозначаются четырьмя цветными полосами и пятой 

черной или цветной полосой, обозначающей букву; 

. цветные полосы находятся ближе к катоду или первая полоса от катода — 
широкая; 

® тип диода читается от катода. 


Таблица 5.9. Цветоаая маркироака диодоа по систаме УЕБЕС 


да _ Черный Кое Кьй [иолет.| Серый | Белый | 
5 
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5.2.4. Цветовая маркировка отечественных 
стабилитронов и стабисторов 
(табл. 5.10) 


Стабилитроны и стабисторы предназначены для стабилизации напряжения. Раз- 
личие этих полупроводниковых приборов состоит в том, что стабилизация напря- 
жения происходит при его подаче на стабилитрон в обратном направлении, а на 
стабистор — в прямом. 


Таблица 5.10. Цветовая маркировка стабилитронов и стабисторов отечественного производства 





Д814Д1* | 








нити 
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2С139Б 3,9 
КС147А | 47 | 
| 27 
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* — на корпусе имеется либо черное кольцо, либо его торцевая часть окрашена 
в черный цвет. 
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5.2.5. Цветовая маркировка отечественных варикапов 


Варикапы представляют собой вид полупроводниковых приборов, в которых под 
воздействием напряжения изменяется емкость РМ перехода. Варикапы вседа 
включаются в обратном направлении, и чем болыше приложенное обратное 
напряжения, тем меньше емкость варикапа. 
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5.2.6. Буквенно-цифровая кодовая маркировка 
$МВ диодов зарубежного производства 


Из-за недостатка места на корпусе $МО компоненты очень часто маркируются 
буквенным, цифровым или смешанным — буквенно-цифровым кодом. Это спра- 
ведливо и для маркировки $МО диодов. Ниже приведены таблицы для определе- 
ния типа диода по маркировке на его корпусе. В этом разделе даны таблицы 
только для диодов, имеющих двухвыводные корпуса: РО-214, РО-215, $ОО-23, 
500-91. Для удобства пользования маркировка диодов и диодных сборок, имею- 
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щих одинаковые с транзисторами корпуса ЗОТ-23, 5ОТ-323, 5ОТ-346 и другие, 
приведены в одной таблице с транзисторами. 


Вывод катода 5МО диодов маркируется полосой, точкой или выемкой 
на корпусе. 


В табл. 5.12, 5.13, 5.14 дана расшифровка кодовой маркировки диодов в корпусах 
РО-214А. Внешне эти корпуса похожи, но отличаются размерами, в связи с чем 
обозначаются соответственно 2О214АА, 2О214АВ, 2О214АС. 





Рис. 5.3. Внешний вид Рис, 5.4. Внешний вид Рис. 5.5. Внешний вид 
и размеры корпуса и размеры корпуса и размеры корпуса 
2О-214АА 00-214АВ 2О-214АС 


Таблица 5.12. Кодовая маркировка диодов в корпусах ОО-214АА 


4=45,1 А 

отв | щ=бооА 
Мвия7.5 В  |и=420А 
Овт=7,5 В №=46,5 А 


$5МВ48.5С 
$МВ.!8.5СА 
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ре 
Код Тип диода Производитель Назначение Основные параметры 

ом $МВ70С [ев ава | 

ОР ЗМВ.70СА о-в [ь=6зА 

00 $МВ/75С виЕ75В — |№=45А 

ОВ ЗМВ.75СА Ивле75В — |№=49А 

0$ $МВ.78С ви=78В  |11=4.ЗА 

от ЗМВ/78СА —— Иви=78В | +=47А 

и $МВ/85С = вьл=85 В __ |1:=3,9 А 

оу 3мв/856А__ | _ -"- | Увл=85 В — |1:=44 А 

ом мае р. [в [№8А___ 
ПЕНИ ТЯ СИ ИСТИНОЙ СЕВ ТН 

Оу $МВ.100С |-=3,4 А 

07 Чвт1ОО В | ЗА | 

ЕА овр=60 В р=аА 

ЕВ 

ЕС о в | | тю [\5вов [№2А 

ЕО ИъеИ1О В | ЗА 

ЕЕ |=3.4 А 

ЕЕ $МВ)120С |= 2 Ме ов:. ЕВА 

ЕН \ш130 В 

ЕК $МВ.130СА Ивил=130 В  |1.=2.9А 

Е $МВ.50С Цвкл=150 В _ |11=2.2 А 

ЕМ $Мв.1506А__|  -"- | Ивк=150В  |1,=2,5 А 

ЕМ $мв1606 | -"- | Увкл=160 В | м=21 А 

ЕР $МВ/160СА вш=160В  |1=2.3А 

ЕЯ $МВ/170С Ивкл=170 В | и=2А 

ЕВ $МВ.70СА н=22А 

Ко змв/5о | -". | Чвкл=б В |1=62,5 А 

КЕ [_ эмвё | Ум | [ев [№652А 
+ | м0 | ма в 
КЕР_____| 1ТР3мв75 _| бебет | -". [ый В | вЕЗА 
ке эм | мм | -". [ев [в=б8зА 

КОР | ТРЗМВ7 5А___|  бебет | -".  |бав [ЗА 

кн 985 | мм |. [уеебв [в А 

КНР - тР3мв82_ |  бепзет | "| ЕбвЗВ [№48 А 

кк \знау 153.6 А 

ККР бете ПРЕ 1549.6 А 

к эмо м |. [утв [Га | 

км ‚эми | уу |". [Мы [№=б0А 

КМР — ТРЗМВОЧА | бебет |". [Мые778 В [448А 


























| 
| 








52 5. Маркировка полупроводниковых приборов 




















Г. Тил диода Производитель 
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Г Код Тип диода Производитель Назначение Основные параметры 
ЗМВ.17А \зпау Пви=17В | =21.7 А 












Увк=25,6 В 


Ови=26,8 В |1=12.6А 
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Код Тил диода Производитель Назначение Основные параметры 
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3 
| 



































Е ЕН 
гс [эм || [ев [рые | 








Таблица 5.13. Кодовая маркировка диодов в корпусах ОО-214АВ 


Код Производитель 





| 


Назначение Основные параметры 























| Производитель _ 

[62 | 3445 |  Мзву — | Подавитель выбросов | ЦшябВ | =156.2 А 

| 06 «мА [6 [6=468А | 
вон эм [65 [6=122А 

| вок $МС46 5СА -"- еб в | вызз9А 

| вом эметосА | -". | Ивке7 В |1=125А | 
ВОР ЗМС. 5СА -". ПвлЕ7,5 В |1=116,3 А 
Во $МС.8 0С Чьют8В — |=100 А 





Цвил=8 В |1=110,3 А 
Иви=8,5В |1=943А 
Увюе8,5В |1=104,2А 
Цви В |1=88,7 А 
Цвкл=9 В 11=97,4 А 


ВОК $МС.8 ОСА 
ВО$ $МС.8.5С 
вот $МС.8 5СА ый: 
воу $МС.9 0С 
во\у $МС.9 ОСА зы 
ВОМ/ $МС.10С -"- Увк=10 В 10=79,8 А 

Вох $МС.10СА -"- Увкл=10 В 11=88,2 А | 
ВОу $МС.11С -“- -"- Увк=11 В 11=74,6 А 
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Код Тип диода Производитель Назначение Основные раме 
[в07 $МС.11СА ти \Увил=11 В 
[ею | змс | вита В _ | и=68.2 А 
[вЕ______ | $МСи2СА ыз12 В | =75ЗА 




















вес _ _ |  ЗМСАИЗСА |, =69,7 А 
| $МС.14С |1=58,1 А 
$МС.14СА |=64,7 А 











$МС./15С 


Гошннев ев 
1521 А 
ви=16 В | в=577 А 
Увле17 В | =492А | 
Увю=17 В | =533А _ | 


Увк=18 В |'=46,6 А 


|вЕм |  ЗМСИ5СА 
|[вЕм____|  3МСИвс 


$МС./16СА 
$МС.17С 
$МС.17СА 
$МС.18С 
$МС.18СА 
$мС.20С 
$МС./20СА 


$МС./22С 
$МС./22СА 













































Увкл=18 В |=51,4 А 
Ивк=20 В |=41,9А 
Узк=20 В „=46,3 А 
Увк=22 В |1=38,1 А 
Увкл=22 В 1'=42,2 А 


34,9 А 
вл=26 В _| 1532.2 А 
=35.6 А 
1-30 А 
ы=ЗЗА 
$мс.30с Чекле30 В _ | в=28 А 
$МС/30СА Чзи=30 В | к=31А 
$Мс133С Ув=33В | 1=25,2 А 
ЗМС.33СА = 28 А 
$Мс.36С |=23,3 А 
$МС.36СА 
$МС!40С 
$МС.40СА 


$МС143СА 
| ВО $МС.45С 
ВЕ\ $МС345СА 








































































































































Ивк=40 В 11=21 А 


=232А | 
|=19.6 А 
121.6 А 
1=18,7 А 
|=20,6 А 
|:=17,5 А 
11=19,4 А 
и6БА | 
|;=18,2 А 


Увкл=54 В 11=15,6 А 
11=17,2 А 
п=14,6 А 












[27| $М6:516 
ВЕР $МС./51СА 
всо $МС54С 


| ВСЕ $МС;54СА -". -"- Ившл54 В 
Е ее -"- вк58 В 
$МС.58СА г 5 





[#* 
[2 
= 








Я ое 
[#*] 
[®) 
[®) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 











| 
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Код Тип диода Производитель Назначение Основные параметры 
























































































































































































































































































































































Гвен $мс.60с 5 -". 
[во $МС.64С Ей =13.2 А 
| ВСМ $МС.64СА ы ее |=14.6 А 
ГВСм $мС.70С Е 
ВСР $МС.70СА -"- 
| ВО $МС.75С за 1=112А | 
ВСВ УМС. 5СА ви | =12,4 А 
в6$ $МС.78 С ом 11=10,8 А | 
вет $МС.78СА -’- Увкл=78 В | 
вси $МС.185С =". 
| вб\ $МС.185СА той 
вс\м/ $МС.90С ты Ивкл=90 В 
‘вех $МС.190СА 5 вк=90В  |11=10,3А 
ВСУ -"- Мви=100В |1=84А | 
867 $МС100СА ВИЙ 
[вно $МС.110С [быв [в=77А 
ВНЕ $МС.110СА Г -.  [Мыжиов [в584А__| 
ВНЕ амер р. [ов [А | 
ВНб Гама м. [зов [№=79А___ 
внн Г змеи || [Чыевов [яввА | 
вне __ $МС.150С вю=150 В |1,=56 А 
ВНМ $МС.150СА Уькл=150 В |11=6,2 А 
ВНм $МС.160С Увкл=160 В п 
ВНР $МС.160СА вк =160 В |11=5,8 А 
вно $МС.170С ПвыЕ170 В | 5=49А__ | 
| ВНЕ $МС.170СА | =5,5 А 
* ОР ТРМ$С6 8 =139 А 
РЕР 11=143 А | 
ОЕР ТРМ$С7 5 Увкл=6,05 В |1.=128 А 
ОбР ТРМ$С7 5А Увюев.4 В |в=133А | 
Гон тРмЗ582 Гоыееовзв [изо | 
ОКР ТРМЗСВ 2А [7.02 В | №мавА | 
СЕР ТРМ$С9 1 | 
ОМР ТРМ$С9 1А 
ОМР ТРМ$С10 | 
ОР ТРМ$С11 
РР ТРМ$С10А 
ОВР ТРМ$С11А 
О5Р ТРМ$С12 
ОТР ТРМ$С12А -"- и 
бОР ТРМ$С13 -"- оны 
[СУР ТРМ$С1ЗА -"_ -". 
ОМР ТРМ$С15 ов и вк=12,1 В |1.=68,2 А 


















































© 
[=] 
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Тип диода Производитель Назначение Основные параметры 











— 














ТРМ$С18 
ТРМ$С18А 
| ЕРР ТРМ$С20 
ЕСР ТРМ$С20А 

ТРМ$С22 
ТРМ$С22А 

ТРМ$С24 
ТРМ$С24А 

ТРМ$С27 
ТРМ$С27А 

ТРМ$С30 
ТРМ$С30А 

ТРМ$С33 


Ивк=14,5 В |11=56,6 А 
вкл=15,3 В |1'=59,5 А 
в зк=16,2 В | 1=51,5 А 
-"- Увкл=17,1 В |1=54,2 А 
11=47 А 
1=49 А 


Подавитель выбросов 








т 
— 





| 
Ге Ее ее ее 
Ге Ев [тоже аеюов [ыА | 
| 
| 
[| 





"- Швкл=17,8 В 
Увкл=18,8 В 
вкл=19,4 В |1=43,2 А | 
Увк=20,5 В |1.545,2 А | 
Увкл=21,8 В |11=38,4 А 
Швкл=23,1 В |1=40 А 

Шк=24,3 В |1.=35,4 А 
Увкл=25,6 В |1'=36,2 А | 
ШУвкл=26,8 В |1=31.4 А | 


т т т 
о 9 г 
8 > э 


ЕТР ТРМ$СЗЗА Цвы=28.2 В [1.=32.8 А 
ТРМ$С36 Иыл=29,4 В | =28,8 А 
[ЕР | ТРМ$СЗ6А вкл=30,8 В |11=30.1 А 
[ЕР |  ТРМс39 в31,6 В |15=26,6 А 
[ЕХР__ |  ТРМЗСЗЭА |=278 | 
[р _ |  ТРМЗСЗ4 Сота. в В [№5242 | 
[ЕРР____ | ТРМЗС4ЗА Чуылез6.8 В | и=25ЗА | 
[605 | $МС.5.0 зпау Пвле5 В |м=156.2А | 
160Е __ | $МС.5.0А То же Чыеё В [п=163А | 
[606 ___ |  3МС/60А УвеёВ  |1=1456А | 
$МС.6.5А Иьклеб,5 В 
ЗМСЛ.0А быте В | 47128А | 

$МС.7.5 Ивш=7,5 В | в=1049 А_\| 


$МС.7.5А 
600 $мМС.48.0 


© |< 
оо 
э = 


Увкл=7,5 В |=116,3 А 
Овк=8 В 11=100 А 
Увкл=8 В |1=110,3 А 
Увкл=8,5 В 1,=94,3 А 


СОК $МС.8.0А 
$МС.8.5 





























сот ЗМС.8.5А Чвк8,5 В _ | 1=104,2 А 
оу $мс.9.0 |=88,7 А 
оу 11=97.4 А 
0% ЭМС. |:=79.8 А 
ох ЗМС.ЛОА ть |.=88,2 А 


© 
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Назначение Основные параметры | 
Мвкл=11 В |15=746А | 
Ивил=11 В |1=82,4 А 
Увкл=12 В 1=68,2А | 
вкл=12 В 11=75,3 А | 
Увил=13 В  |1=63 А | 
Увк=13В  |15=69,7 А 
Ивкле14 В [=581А__ | 
Увю=14В |1=647А | 
вю=15 В __ | 1255,8 А __| 


| Мвл=15 В _ [в=615А | 
Уи =16 В [№=577А__] 
[Машлел7 В | 549.2 А 





Тип диода Производитель 
[ей $МС.11 
602 $МС.11А 
СЕО $МС.12 
СЕЕ $МС./12А 
СЕР $МС.13 
УМС.ЛЗА 
СЕН $МС.14 
СЕК $МС.14А 
СЕЁ $МС.15 
СЕМ $МС.15А 
СЕМ $МС.16 
СЕР $МС.16А 


‚ 


2] 
т 
[2 


| 
ПИ 


























СЕО $МС.17 
СЕТ $МС.18А -"- В Увкл=18 В 11=51,4 А 














СЕУ [эмо [то В 548 ЗА 
СЕМ $МС.22 ее [Мышт22 В _[и=з8ЛА 
[СЕР $МС:24А [ыое24 [езавА__| 
[вто РТ В ГЕЛИ 
ЕЕ $МС.26А Готов  [в=356А | 


[2 
т 
т 


Зо А 











$МС/28 
[СЕ $МС.28А Е". ЗА | 
[ен | 5460 Б=2вА__ 
[ск | $МС.30А ыЕА___| 
СЕ $МС.33 52 | 


[Мыл=33 | =281А 
Гы =36 — |11=23,З3А 
вк =36 — | и=25.8 А 
[ео | вЕТА | 
|быле4о | 55232 А__| 
[блыле43 | 5=196А | 


Укл=43 11=21,6 А 


т 
а 
= 


Ее 
= 
[22 
= 
о 
= 
[2 
[> 


< 
ям 
|= 


|= 
| 
22 
= 
о 
=— 
© 
Ги] 





и=156А 
ИА 
[2146 А 


| СРО $МС.45 и=187А | 
$МС.45А 1=20,6 А 

[Ех ЗМСАВА Гав Ты | 
РУ $МС.51 ПИ СЕУЛ 





| 
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ВАНН А ВЕЕР ЕН 


Тип диода Назначение Основные параметры 
Эмс | [быв [в=6А_ | 











" 


6 
[2 
[< 













66+ $мМС./64 


$МС.464А 
$мС.70 
ме 
$МС/75 
$МСЛ5А 


66$ ОИ ВИНЕ 


сбн $МС.60 Е Чвляво В | и=14А__ | 
9ск Змеев "| еб 
ВЕСА быиаёа В [13а | 


=14ВА 
Увкл=70 В__| =12 А 
Увле70 В | 1=13,3 А 


о | о 
© |< 
=|= 


(9) 
(2) 
э 


© 
Ф 
>) 


вЕаАА 
пЕОВА__ 
213,4 А 
=9.ЭА 
Чвл=85 В _ | 0=10,4 А 
и=94 А 
|1=10,3А 


Пвле100 В |=84А | 
Увие100 В |1,=93А | 
ТА 
Уви=110 В |1,=84 А 
=? А 
|=7.9А 
=6.5 А 
и=72А__| 
й 


Цак=150В |6=58А | 
ви =150 В |1=6.2А 


Увю=160 В |1=5,2 А 
Мвк=160 В |1,=5,8 А 
вю=170В |1=49А | 


Увл=170 В |1=55А | 


[2 
о) 
х 


Ивкл=75 В |1=112А | 


ЕСИ ПИТТ ЕСИ 
ЕН ИВ т ПИН ОН ВАНИЕ 
| в6х ма 

66% ме р. 





о 
тг 
и 
[#2] 

12] 
5 = 
ее 2 
Ра | 
$ о 


о 


но 
СНВ 













начение |: Основные параметры_ __ 
Цст=10 В 1==25 мА __ | 
Цат=11 В 1ы=23мА | 
Че=12 В 11221 мА | 
Цат=13 В 219 мА | 
Уа=15 В 1т=17 МА | 
Ча=16 В __ |=15.5мА | 
Ус =18 В 12214 мА | 
Ча=20 В 1ст=12.5 мА | 
Ца=22 В 1с7=11,5 мА 
Ца=24 В 1ст=10,5 МА 
Уа=27 В 1==9,5 МА 
Цет=30 В 


у Назначение 


Стабилитрон 


$МЕ4744 
$МЕ4745 


$МЕ4746 


| 
[вме 
2 | 
#2 



















| $М(4749 
1 27 $МЕ4750 


ЗМЕ 751 


| 
| 
| 
| 
| 


В: 
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6 


—Ъ 














Код Тип диода Производитель Назначение Основные параметры 


= 














| 

| 33 $МЕ4752 и Цст=33 В 
36 $МЕ4753 Цст=36 В 
из 

| 








| 


|<т=7,5 МА 

кт=7 МА МА 
<'=6,5 мА | 
<'=6 мА 

1ст=5,5 МА | 


и 








[43 $м4755 | -". | Цст=43 В 





| 51 $МЕ4757 Ист=51 В 


58 ЕЕ ЗВООООО ООС ОСИ ТРЕЕ: 
[62 СТАЕ АОИ ПООИИЕИИИНИИ ПООИНЕЗСЕИНИИИИИ КТ 
68 это | вв 


| 622 $МЕ4735 
6Р8 $МЕ4736 








1ст=5 МА | 
|т=4,5 мА 
<т=4 мА 

|<т=3,7 МА 
|ст=41 мА 





| 75 $МЕ4761 Ост=75 В 








т=3,3 мА 





7Р5 $МЕ4737 
82 $МЕ4762 





Ост=82 В 














|ст=3 МА 





| 82 $МЕ4738 ==31 мА | 
[51 $МЕ4763 
9Р1 $МЕ4739 





| 
АОР ТРЗМА 
АЕР ТРЗМА 


акл=5,5 В 








Овкл=5,8 В 











АРР ТРЗМА 





- 
— 
|+ 
28 
Е: 











Овк=8,92 В 





|\=38,1А | 
1=34,2А | 
1=35,4А 
1=32А 
| 
[ 


п=33,1А 
"=29А 
1=29,3А 
11=26,7А 
|'=27,6А | 
1=24,7А 








11=25,6А 


























- 
В: 
$ 


РЕ] 
| 
+ 
|0 
[2852 
#5 








=". вкл=20,5 В 




































































Овк=10,5 В 11=21,1А 
а 

Цви=128 В |11=18,9А 

зк=12,9 В 11=17А | 


|(=17,8А 
11=15,1А 
1н=15,9А 
1«=13,7А 
=14,4А 
| =12,5А 
11=13,1А 
11=11,5А 
п=12А 
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ати 






















`_ Кд |  Типдиода | Производитель Назначение Основные параметры | 
м [аеивв [мол | 
м [мзь юм | 
ор там о [аль ют | 
ам | [жвв ша | 
тм [ав [ывал | 
м [ов ыы | 
| [ав | 
ом [ыивв [ем | 
[в [о [ьероеиюиший [шов [ьмА | 

| 


Е$З ТО 
$МА.) 5.0 
$МА.5.0А 
$МА. 6.0 
$МА.6.0А 


-"- Цобр=200 В 1пр=1А 
Мзпау Подавитель выбросов | Цькл=9,6 В 11=35,1А 


То же Чвкл=9,2 В 14=38,8А | 
вкл=11,4 В =32,5А | 
Чвкл=10,3 В 1=35,7А | 

: | 














То же 








ШИ 
о мм |9 |о| 







:=23.6А 

Увкх=16,9 В |1=21,2А 

11=23,5А 
|=20А 

|=22А 

= 

[ 

- | 


$МА\ 8.0А 
$МА\ 8.5 
$МА\8.5А 
$МА. 9.0 
$МА\9.0А 
$МА. 10 
$МА)10А 
$МА) 11 
$МА}11А 
$МА.12 
ЗМА/12А 
$МА. 13 
$МА)13ЗА 
$МА\14 
$МА)14А 
$МА. 15 
$МА}15А 
$МА} 16 







| 
=27.7А | 
| 
р 





ЗВ ВАННЫ: 
| в оо вов рыла | 
м | вмлиоя о ев А | 
ты мА = [аемав изд | 
Ге ВМА = [ав нА | 
мо [еее ев | 

рые 

Вы 


ттт 
>И >) 







ттт 
< >= < 


Овкл=20,1 В п=18,1А ' 
Увк=18.2В |1.=201А 


Г 
м 









:=16.8А 
| 

1=15.5А 
=14ВА | 
=16.4А___| 
и=1З.8А | 
и=15ЗА | 


Увкл=28,8 В 11=13,1А 


п=18,6А 
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Код Тип диода Производитель Назначение Основные параметры _\ 
Ю $МА\17 Чвкл=30,5 В 
В 
т $МА!18А 


Увк=29,2 В 1'=12,ЗА 
| 


Чвкх=35,8 В 11=10,1А 
Овк=32,4 В п=11,2А 












































































| 

№ ЗМА}20А 

м $МА122 |бь39.4 В 1 ь=93А____| 

| МА 2А Гоыеаввв ьчозА | 

|0 $МА]24 Овк=43 В 

| ЗМА/24А Ивкл=38,9 В 
0 $МА!26 Чвк=46,6 В 
Е ьшл=42.1 В 







ЧЕ $МА\] 28 
Гб $МА!28А 
УН $МА.! 30 
К $МА/З0А 


г 
г: 
о 
[я 
о 
| эмм 

















Овк=45,4 В 
Овкл=53,5 В 











1 =7,5А 
Ивкл=59 В _ | м=6,2А 
Ивкл=53,3 В _ | =6,9А 

1=5.ВА 

|8 2А 

и 52А 

БТА 

А 











35 ЗМА:43 риа 
[от ЗМА}4ЗА вил=69,4 В 


Чвкх=80,3 В 11=4,7А 
Ивкл=72,7 В 11=5,2А 
ал 


Го $МА/45 
м $МА!45А 
РМ $МА.48 
Вх ЗМА\48А 


№ $МА!51 


2 эм 














|=4.6А 
в=963В |=3,9А 
|=3.7А 
|=4.1А 

ви =107В  |1:=3,5А | 
и=З.3А 
[=3.2А 
№=3,5А 

|=ЗА 

и=ззА | 
инд | 
№ =2.2А 
152 6А 
Ови=126 В |15=2.9А 


го 
- 

КЕ $МА/58 
ню оо 


ВК ЗМА!/60А 


ть 
ВМ $МА! 64А 

Е 
[р 
но 


ВВ ЗМА/75А 
В$ $МА\!78 


АТ ЗМА\78А -"- 
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Основные параметры 


веатА___| 
12.2 
в=2БА | 
гл 
ЗА 
|=2А 
|1=1.7А | 
ие 
БА 1 
№1. ЗА 
Цвил=259 В [151 4А 
|5=1.ЗА 
1:=41.ВА 
15=43,5А 
|=35,1А 
=388А | 
=32.5А___| 
=35.7А 
в=З0оА | 
в =33,ЗА 
и=28А 
ЕЗТА 
ф=26.5А___| 
=29.4А _ | 
и=254А | 
еаР.ТА 1 
1=23,6А 
|=2А 
1=21.2А 
| =23,5А 
|=20А 
ел 
Сеп5епту Быстродействующий 11р=1А 
Подавитель выбросов 11=18,1А | 
Подавитель выбросов |=20,1А | 
ЗМАИЗАС | -". | .=186А | 





ИИ ЕЕ 


Тип диода Назначение 
ИЕ” СИ ПОИИНЕСОИНИИ 
ме 










| 
р 
| 


х 
< 


ях 
И 






хо 
х 





МАНА | 
эми 
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5.6) серию стабилитронов. Расшифровка кодовой маркировки этой серии приве- 


дена в табл. 5.15 
[21 
548 


Рис. 5.6. Внешний вид и размеры корпуса ОО-215АА 





Таблица 5.15. Кодовая маркировка стабипитронов СЕМЗЕМ! в корпусах ОО-215АА 





3 
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5.2.7. Цветовая маркировка МР диодов в корпусах 
$00-80, ОО-213АА, РО-213АВ 


Диоды в корпусах $ОР-80, РО-213АА, РО-213АВ маркируются цветными коль- 
цами, причем ближнее к краю кольцо указывает на вывод катода диода (табл. 
5.16). 


Таблица 5.16 





















































Г __ Тип диода _ 1-е кольцо Е 2-е кольцо в Замена я 
| ВАб82 Красное Нет ВА482 
| ВАб83 Красное [ Оранжевое ВА483 | 
ВА$32 Черное Нет 1№4148 
ВА\100 Зеленое. Черное ВА\18 
| ВА\У101 Зеленое Коричневое ВА\19 , 
| вА\102 | Зеленое Красное ВА\20 | 
ВА\103 Зеленое Оранжевое - ВАУ?21 
и Белое Зеленое 


ВВ219 Белое Нет ВВ909 


| 
| 


5.2.8. Маркировка излучающих светодиодов 


Излучающие светодиоды можно разделить на две большие группы: светодиоды 
видимого излучения и светодиоды инфракрасного (ИК) диапазона. Первые приме- 
няются в качестве индикаторов и источников подсветки, последние — в устрой- 
ствах дистанционного управления, приемо-передающих устройствах ИК диапазо- 
на, датчиках. 

Светоизлучающие диоды маркируются цветовым кодом (табл. 5.17). Сначала 


необходимо определить тип светодиода по конструкции его корпуса (рис. 5.9), а 
затем уточнить его по цветной маркировке по таблице. 
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и с 00 -7 рп 
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Рис. 5.7. Виды корпусов светодиодов 


Таблица 5.17. Маркировка светодиодов 


Маркировка Тип светодиода | Цвет свечения 
Гоювятьле | АнеАП | Кысья | чреятьна | кипдроляк | Кжный | 
[озвалолья _| АННЫ | Кис | черытьна | кищевял | зеленый | 
Гоюеятоня__ АМНЕЮ | вноья _[ бомтье | длами | ей | 
юаня | Албл | Каоьй | Желе | меб | Желтый 
Гоюаитона [| Аливл _| Кжоьй | деюзоюетьни | мБ | Кжоьй | 
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Зарубежные фирмы выпускают широкий диапазон светодиодов различных типов. 


.— 
РР ча 


па 
м 


Рис. 5.8. Одноиветные светодиоды 


$ : 


Рис. 5.9. Трехцветные светодиоды 


КАТОД 


Н 
"Я р 


Рис. 5.10. Двухиветные лиодные сборки Рис. 5.11. Полноцветный ВОВ-светодиод 
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Рис. 5.12. $МО-светодиоды: 
а) одноцветный, 6) трехцветные, в) ВСВ-светодиод 


5.2.9. Маркировка знакосинтезирующих 
индикаторов 


Знакосинтезирующие индикаторы маркируются нанесением на их корпус надпи- 
си, обозначающей тип прибора. 









Некоторые группы индикаторов, например, АЛЗО5, АЛСЗ17, имеют маркировку 
‘цветными точками. Приводить ее нецелесообразно, поскольку тип такого индика- 
тора легко определить визуально, а основные параметры группы одинаковы (яр, 
Илр). Различие имеет только яркость свечения. Поэтому при замене таких 
приборов на однотипные или подобные следует обратить внимание в первую 
ередь на следующее: 


® приборы должны быть однотипны по внутреннему соединению (с общим анодом 
или с общим катодом); 

® параметры по постоянному току должны быть близкими; 

® яркость свечения должна быть одинаковой при работе в группе индикаторов. 


На рис. 5.13 изображены светодиодные знакосинтезирующие индикаторы веду- 
щих зарубежных производителей. 


На рис. 5.14 изображены точечно-матричные светодиодные индикаторы. 


В последнее время широкое применение нашли точечно-матричные индикаторы 
со встроенными дешифраторами (51ЕМЕМ$, НЕ\МТЕТТ РАСКАВО, ТЕХА$ 1\$Т- 
ВОМЕМТ5). 
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Рис. 5.13. Светодиодные знакосинтезирукяцие индикаторы зарубежных производителей 
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Рис. 5.14. Точечно-матричные светодиодные инликаторы 


5.2.10. Фотодиоды 


Фотодиоды служат для преобразования световой энергии в электрический ток и 
применяются в системах автоматики, дистанционного управления бытовой радио- 
аппаратурой. 

Фотодиоды выпускаются в различном исполнении: металлических или пластмас- 
совых корпусах, для навесного и поверхностного монтажа, со встроенным усили- 
телем, гибридные и другие. 


Фотодиоды в металлических корпусах имеют выступ у вывода анода. 


На рис. 5.15 изображены некоторые типы фотодиодов с указанием назначения их 
ВЫВОДОВ. 


На рис. 5.16 изображен гибридный фотодиод. включающий как приемный фото- 
диод, так и излучающий светодиод. 








> 10530САЁ 105ЗОНАЁ 
рых „мт ОВ. корпус - пит 
- * 
выкоя + пит пит вытод 


Рис. 5.16. Гибридный фотодиод 
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5.3. Транзисторы 


Транзисторы для навесного монтажа выпускаются в корпусах различного типа. 
На рис. 5.17 показана наиболее распространенная их часть. 





8 = 


130 ТОР! $ОТ227В 











Рис. 5.17. Корпуса транзисторов лля навесного монтажа 
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Среди новых типов транзисторов следует отметить появление так называемых 
«цифровых» транзисторов. Они отличаются от обычных транзисторов наличием 
встроенных одного или двух резисторов смещения, которые включаются или в 
цепь базы, или в цепь базы и цепь база-эмиттер (рис. 5.18). 





сз) ) 
к 
Е(2) Е[2) 

тил 22 тип 23 тип 24 


Рис. 5.18. Виды цифровых транзисторов 


5.3.1. Особенности кодовой и цветовой маркировки 
отечественных транзисторов 
Кодовая или цветовая маркировка наносится, как правило, на транзисторы в 


корпусе КТ-26 (ТО-92) или КТ-27 (ТО-126). В свою очередь кодовая и цветовая 
маркировки подразделяются на стандартные и нестандартные. 


_ Стандартная кодовая маркировка транзисторов 
 вкорпусе КТ-26 (ТО-92) 


_ Первый вариант маркировки 


При стандартной кодовой маркировке на корпус транзистора наносится информа- 
’ ция о его типе, группе, дате выпуска. 


_ Тип транзистора обозначается особым символом, группа — соответствующей 
буквой русского алфавита, год выпуска — буквой латинского алфавита, месяц 
выпуска — цифрой от | до 9 или буквой латинского алфавита (табл. 5.18). 





Год выпуска Месяц выпуска 
АБВГДЕЖИКЛМ —===---* =— 
1986 — Ц Январь — 1 
з 1987 —М Февраль —2 
* 1988 — \М\ Март —3 
с 1989 —Х Апрель — 4 
ы 1990 —А Май — 5 
с 1991 —О Июнь — 6 
К. 1992 — С Июль —7 
м 1993 —0 Август — В 
ы 1994 —Е Сентябрь — 9 
м 1995 —Е Октябрь — © 
“ 1996 — Н Ноябрь — М 
= 1997 —1 Декабрь — О 
>. 1998 —К 
1999 —& 
2000 —М 


Рис. 5.19. Кодовая маркировка отечественных транзисторов 
в корпусе КТ-26 (1-й вариант) 


76 5. Маркировка полупроводниковых приборов 


Второй вариант маркировки 


При втором варианте маркировки надписи на корпусе обозначают: верхняя — тип 
транзистора, нижняя — его группу. 


КТ2О8А\ 

КТЗОВАМ ктзэагм 
КТ325БМ КТ3102Г 
КТЗЗТА КТ3102Е 
КТ342Б КТ31075 
КТ35СА 

КТ3735 

КТЗ7ЗА 

КТ645А, 


Рис. 5.20. Кодовая маркировка отечественных транзисторов 
в корпусе КТ-26 (2-й вариант) 


Стандартная цветовая маркировка транзисторов 
ве корпусе КТ-26 (ТО-92) 


При стандартной цветовой маркировке на корпус транзистора наносится инфор- 
мация о его типе, группе, дате выпуска (см. рис. 5.21 на цветной вкладке). 


Второй вариант цветовой маркировки можно назвать упрощенным: маркировка 
состоит из двух точек, нанесенных на корпус транзистора. Одна из точек 
обозначает тип транзистора, вторая — его группу (см. рис. 5.22 на цветной 
вкладке). 


5.4. Рекомендации по замене диодов 
и транзисторов 


При замене выпрямительных диодов аналоги следует подбирать, исходя из того, 
что прямой ток и допустимое обратное напряжение аналога должно быть не 
меньше значений этих параметров оригинального диода. При работе диодов в 
импульсных цепях, например в импульсных блоках питания, следует обращать 
внимание на пиковые значения прямого тока и обратного напряжения. 


При подборе замены точечных диодов, обеспечивающих выпрямление слабых 
сигналов высокой частоты, необходимо обращать внимание на материал полупро- 
водника из которого изготовлен оригинальный диод. Наибольшее значение вы- 
прямленного напряжения обеспечивают германиевые точечные диоды. Особенно 
критичен подбор таких диодов в тех цепях, где выпрямленный высокочастотный 
сигнал является управляющим для какой-то схемы управления. Пример — 
управление режимами прием / передача внешнего дополнительного усилителя 
мощности радиостанции Си-Би связи. 
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При подборе аналога заменяемого транзистора в первую очередь следует опреде- 
лить выполняемую им функцию в схеме радиоэлектронного устройства. В цепях 
питания обращают внимание на такие параметры, как максимально допустимое 
напряжение коллектор-эмиттер, максимальный ток коллектора, максимально до- 
пустимую мощность рассеивания на коллекторе. В схемах управления, ключевых 
каскадах, схемах управления строчной разверткой, импульсных блоках питания 
подбирают транзисторы по наиболее близким параметрам оригинального транзи- 
стора, поскольку при неправильном подборе транзистор может перейти к актив- 
ному режиму работы вместо ключевого, что вызовет его перегрев и выход из 
строя. В последнее время в качестве ключевых используются так называемые 
“цифровые транзисторы” — транзисторы, имеющие встроенные один или два 
резистора смещения. Мощные ключевые транзисторы могут иметь встроенный 
диод, включенный в обратной полярности параллельно переходу коллектор-эмит- 
тер. При замене высокочастотных транзисторов следует учитывать предельную 
рабочую частоту транзистора. 


Перед тем, как заменить неисправный транзистор и испытать работу устройства, 
следует проанализировать причины, вызвавшие неисправность и возможный 
выход из строя других элементов. 
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6. Маркировка полупроводниковых 
ЗМО радиокомпонентов 


Маркировка некоторых типов ЗМО диодов была описана выше. В данной главе 
описана маркировка 5МО радиокомпонентов в корпусах с числом выводов более 
двух. 


6.1. Идентификация ЗМО компонентов по 
маркировке 


$МР компоненты слишком малы, чтобы на них можно было нанести полную 
информацию о типе прибора. Вместо этого производители компонентов использу- 
ют произвольную систему кодирования с простыми двух- или трехсимвольными 
идентификационными кодами. 


Идентификация типа ЗМЛ приборов различных производителей по их коду 
достаточно трудоемкая задача, связанная с необходимостью просмотра большого 
объема технической документации. Приводимая ниже система идентификации 
позволяет значительно облегчить эту работу. 


6.2. Типы корпусов $МО транзисторов 


$МР транзисторы выпускаются в корпусах ЗОТ23, $0Т323, $0Т223, $ОТ89, 
$01143, $01343, $0Т363, ТО-262, ТО-263, ТО-252, $С.63 (рис. 6.1) 


ЗОТ-223 $01143 $ОТ-23 
р з 3 
4 
— 2 2 
1 Я 4 
а Т0-262 Т0-252 
И $2 (В 


507-89 | к 
2 
3 
2 


Рис. 6.1. Типы корпусов ЗМР транзисторов 


ю 
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6.3. Как определить тип 
полупроводникового прибора 


Первое, что необходимо помнить при определении типа $МО полупроводникового 
прибора по его кодировке — это то, что часто различные по типам и параметрам 
полупроводниковые приборы имеют на корпусе одинаковую маркировку. Поэтому 
при определении типа прибора следует учитывать следующее: 


® к какой группе может принадлежать прибор (диод, транзистор, ИМС); 

. всегда обращать внимание на то, с какими фирмами-производителями радио- 
электронных компонентов работает фирма-производитель ремонтируемой Вами 
аппаратуры. Их может быть несколько и косвенно информацию можно полу- 
чить, проанализировав несколько образцов техники. Например, могут быть 
использованы цифровые ИМС от фирмы ТОЗШВА, транзисторы от фирмы 
МОТОВОГА, аналоговые микросхемы от фирмы АМАЕОС РЕУСЕ$. Соответ- 
ственно, при определении типа прибора для такой аппаратуры следует выбирать 
полупроводниковые приборы именно этих фирм; 

» обращать внимание на то, что некоторые фирмы-производители радиоэлектрон- 
ной аппаратуры имеют свои производства по всему миру. Поэтому круг постав- 
щиков радиокомпонентов для этих фирм может незначительно отличаться. 


Чтобы идентифицировать тип ЗМО компонента, сначала определяют код, нане- 
сенный на прибор. Затем находят первый символ кода в алфавитно-цифровом 
списке в левой части таблицы и по типу корпуса уточняют тип прибора. 


Цоколевку прибора можно определить по рисунку с соответствующим кодом 
цоколевки, указанным в таблице. К сожалению, код каждого прибора не обяза- 
тельно уникален. Например, код 1А имеют транзисторы ВС846А и ЕММТЗ904. 
Даже один производитель может использовать один и тот же код для маркировки 
различных приборов. В этом случае следует использовать дополнительную инфор- 
мацию для его правильной идентификации. 


Некоторые производители используют дополнительные буквы, указывающие на 
собственный код идентификации. Так, фирма РНИЛР$ обычно добавляет к коду 
строчную букву р, а фирма З1ЕМЕМ$ — строчную букву $. 


Например, если код прибора в корпусе $ОТ23 — 1Ар, то необходимо искать код 
1А. Согласно табл. 6.2 имеются шесть вариантов с таким кодом (пример — 
табл. 6.1). 





Таблица 6.1 


ВС846А РНИИТТ Мо $0Т23 $1-№ ВС546А 


ВС846А\М/ $1-М ВС546А 
ЕММТ3904 $1-М 2М№3904 
$1-М 40\У 200 мА 2№3904 


$1-М 2№3904 
М№-кан полевой 20 В 0.9 А 
























Эквивалент/ 


Цоколевка 
краткое описание 
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Однако наличие суффикса «р» говорит о производителе — фирме РНИР$, и 
прибор в данном корпусе однозначно определяется как транзистор ВС846А. 


Многие приборы фирмы ВОНМ, код которых начинается с буквы В или @, имеют 
прямым эквивалентом код, найденный в оставшейся части. Например, код ВА1, 
так же как и А], обозначает диод ВА\/56, а код а6В, так же как и 6В, обозначает 
транзистор ВС817-25. Код некоторых транзисторов этой фирмы имеет в конце 
дополнительную букву, указывающую на коэффициет усиления [Н2153. 


Некоторые из новых устройств фирмы МОТОВОГА имеют маленькую над- 
пись после кода устройства типа ЗАС, которая обозначает просто месяц 
изготовления. 


Дальнейшее уточнение может быть получено по типу корпуса прибора. Например, код 
1К на корпусе ЗОТ?23 относится к транзистору ВС848В (250 мВт), а код 1К на корпусе 
$0Т323 идентифицирует прибор как ВС848В\\ (идентичный, но с Р=200 мВт). 


Суффикс Г. обычно указывает на корпус с низким профилем, типа $ОТ323 или 
$С7О. 


Устройства с обратным расположением выводов часто имеют суффикс В (геуегзе) 
в обозначении типа. Например: 67 — код для ВЕР6б7 в корпусе $ОТ143, а 67В — 
код для варианта с обратным расположением выводов ВЕРб7В в корпусе 
ЗОТ14ЗВ. 


6.3.1. Эквиваленты и дополнительная 
информация 


В таблице, где это возможно, дается соответствующий данному ЗМО компоненту 
тип обычных приборов с эквивалентными характеристиками. Если такое устрой- 
ство достаточно известно, то подробная информация не дается, в противном 
случае иногда приводится некоторая дополнительная информация. 


Для приборов, не имеющих обычного эквивалента, часто дается краткое описа- 
ние, которое может быть полезно для его поиска и замены. 


При описании характеристик устройства некоторые приводимые данные обозна- 
чают, исходя из основных параметров прибора. Например, напряжение, указанное 
для диода, обычно обозначает максимальное обратное напряжение, а для стаби- 
литрона — напряжение стабилизации. Обычно в описании, где определены 
напряжение, ток или мощность, задаются максимальные их значения. 


Например, устройство, указанное как М-Р-М 20В 0,1А 1Вт — это МРМ транзистор 
с максимальным Окэ=20 В, максимальным током коллектора 100 мА и максималь- 
ной мощностью 1 Вт. 


Некоторые из транзисторов (цифровые транзисторы) имеют встроенные в их 
корпус резисторы. В таблице резистор базы означает резистор, соединенный 
последовательно с базой. Когда даны два значения резисторов, то первый соеди- 
нен последовательно с базой, а второй включен в цепь между базой и эмиттером. 


Цоколевки ЗМ полупроводниковых приборов (транзисторов, диодов, микро- 
схем) приведены в приложении 4 на стр. 210. 
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В табл. 6.2 приведена кодовая маркировка ЗМШ транзисторов (биполярных и 
полевых), диодов, диодных сборок, микросхем. 






























































Таблица 6.2 
Код | Наименование | Фирма Корпус | Цоколевка Эквивалент/краткое описание _} 
сов | ЗЭТРАО5 Г Ио | ЗОТ23 ВУИ | РАО-5 5пА — ток утечки диода г | 
010 | $5ТРАО1О ЭЗисопх 01Е РАО-10 10пА -— ток утечки диода 
02 | В$5Т82 РЫйр$ 719 №-кан. полевой МОП 80 В 175 мА 
02 | МВЕ57 11 Моюгоа Т4а $1 МРМ ВЧ МБЕ 571 








$1 МРМ 508 100мА ключевой + 10кОм 
(резистор в цепи базы) 


020 | $$ТРАО?20 Эйсопх $О0Т23 РАО-20 20пА — ток утечки диода 


$1! цифровой МРМ 508 100мА 
ие м 200мВт {>250МГц +4,7кОм (резистор в цепи базы) 
Т1а 


$ цифровой МРМ 508 100мА 
200мВт !>250МГЦ + 4,7кОм (резистор в цепи базы) 
[м | 0ТС114ТКА Вот $0Т346 
04 


$! цифровой МРМ 508 100мА 

150мВт {>250МГЦц + 4,7кОм (резистор в цепи базы) 
ОТС114ТЧА $01323 Т1а 
04 |0ТС114ТЕ $01416 Т1а 


$! цифровой МРМ 508 100МА 200мВт {>250МГЦ + 
10кОм (резистор в цепи базы) 
04 | МВЕ4427 $07143 
04_| МВЕБ2АЧЕ 30Т143 
047 


02 | ОТСС114Т Ворт $0Т23 71 


В 































$01416 










































$! цифровой МРМ 508 100мА 200мВт 1>250МГЦ + 
ЕСХ1047А ЗОт89 ТЗа 


10кОм (резистор в цепи базы) 
05 | ОТС143ТКА $01346 Т1а 



































































$! цифровой МРМ 508 100мА 150мВт {>250МГц + 
10кОм (резистор в цепи базы) 
| $07143 | З/МРМ 408 400мА 220МВт {=1600МГц 
| $01143 | ЗГРМР СВЧ МВЕ 521 208 70мА З00мВт 4200МГц 
$! цифровой МРМ 508 100мА 200мВт 1>250МГц + 
Я НАТА тая 22кОм (резистор в цепи базы) 
| 
| $1 цифровой МРМ 508 100мА 150мВт Р>250МГц + 
ЗОАВ а 22кОм (резистор в цепи базы) 
Т4а $1 МРМ 158 2мА 50мВт 3500МГц 
01# РАО-50 50пА — ток утечки диода | 
ТЗа 5! МРМ ключевой 408 ЗА | 
$! цифровой МРМ 508 100мА 150мВт >250МГц + | 
ОВ ТЕ ЗОТАлВ а 47кОм (резистор в цепи базы) 
$1 цифровой МРМ 508 100мА 200мВт +>250МГц + | 
Те 301325 т 100кОм (резистор в цепи базы) | 
$ цифровой МРМ 508 100мА 200мВт 1>250МГц+ | 
| ВрОНЫТКА отв Тя 100кОм (резистор в цепи базы) - 
$! цифровой МРМ 508 100мА | 
ОТС115ТЕ РОО Ча 150мВт >250МГц + 100кОм (резистор в цепи базы) | 
МУМ51110\/ Моюгоа | $01363 Т6с 2х$1 РМР 10кОм+10кОм (резистор смещения) | 
МУМ№51120\/ Моюгоа | $01363 Т6с 2х5 РМР 22кОм+22кОм (резистор смещения) 
МУМ51130\М/ Моюгоа | $01363 Т6с 2х$1 РМР 47кОм+47кОм (резистор смещения) 


$! МРМ ключевой 108 4А 
$1 цифровой МРМ 508 100мА 200мВт Ё>250МГц + 
| 
Та $1 цифровой МРМ 508 100мА 200мВт [>250МГц + | 
47кОм (резистор в цепи базы) 
МЫМ№51140М/ Моюгоа | $01363 Т6с 2х$1 РМР 10кОм+47кОм (резистор смещения) 


22кОм (резистор в цепи базы) 
$1 цифровой МРМ 508 100мА 200мВт {>250МГц + 
| 06 | 0ТС144ТЦА $0Т323 Тла Ом резистор в цели базы) | 
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== 


Цоколевка 


Эквивалент/краткое описание 





Е 


Наименование 
МУМ51150\/ 
| МУМ51 160\/ 
МЫМ№51300\/ 
МИМ№51310МИ 










Корпус 
$01363 











Мотого!а 2х5! РМР 10кОм (резистор в цепи базы) 















Моюгоа 2х5! РМР 4,7кОм (резистор в цепи базы) 












Моюгоа 2х5, РМР 1кОм+1кОм (резистор смещения) 








Моюго!а | $01363 
Моюгоа | $01363 
МУМ51330М/ Моюгоа $0Т363 Т6с 2х5: РМР 4,7кОм+47кОм (резистор смещения) 
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ММВО1503 Раиса 


ЕУЕ 

| 100 | $ТРАО100 Эйсогх | $0123 01+ 
| 10% | 249-10 Рейрз_| З0Т8 О 
и моютув | 30т143 | т4а [ЭРА вчагимАЕ 9 
| м | мумёзииоми _ моюга | $0т363 | Т6е — [$1 МРМРМР 10кОм+ИОкОм (резистор смещения) | 
| 11 | Ммво1501___| Раисвиа $ОТ23 $ диод 2008 100мА 
11У | В7\/49-С11 РЫйрз $0Т89 036 стабилитрон 1Вт 11В 
| 12 [момёз12оми__| маюгоа | $07363 Г тво [ЭМРМРАР 22комч2аком резистор омещения | 
$! цифровой МРМ 508 100мА 150мВт Р250МГц + 
| 12 | ОТА12ЗЕЕ Вовбт $01416 Т4а 2,2кОм (резистор в цепи базы) + 2,2кОм (резистор 
в цепи Б-Э) 
[ 12 | 202812 2еех | 30723 | 0 | 

1з | момёз1зоми _| Моюгов | 307363 | _т6с _ | &МРМРМР 47кОм+47кОм (резистор смещения) _| 
[ 






$ОТ23 ЕС И: Сдвоен диод 1808 200мА 


$1 цифровой МРМ 508 100мА 150мВт {>250МГЦ + 
4,7кОм (резистор в цепи базы) + 4,7кОм (резистор 
в цепи Б-Э) 


> 
> 







13 $01416 Т1а 


ОТА14ЗЕЕ 


Вопт 


$О0Т23 
$01323 

$0Т89 
$01363 


Таех 





Сдвоен диод Шоттки 
Диод Шоттки 258 100мА | 


036 Стабилитрон 1Вт 13В 
Т6с $1! МРМ/РМР 10кОм (резистор в цепи базы) | 


$РМР ключевой 10кОм + 10кОм (резистор 
смещения) 


$1 цифровой МРМ 508 100мА 150мВт 1>250МГЦ + 
10кОм (резистор в цепи базы) + 10кОм (резистор в 
цепи Б-Э) 





пйпеоп 
РЫЙрз 
Моюгоа 
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[72 
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> |< 
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ее 

№ 

[Ч 
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14 Кобт $0Т23 ТЛа 















14 Ворт $01416 Т4а 


а 
о 


| 14 | Ммво1504 Раисвиа | _$ОТ23 Сдвоен диод с общ катодом 180В 200мА 
| 

|" | 2еех | ЗОтв9_| ТЗа — [5 РМР ключевой 108 4А 

14$ | ВАЗ125-04\/ 307323 | 0 _ | Сдвоен диод Шоттки 258 100мА 

| 







> 


5 


$! РМР ключевой З0В 50мА + 22кОм (резистор в це- 
ОТА124Е Вовт $0123 пи базы) + 22кОм (резистор в цепи Б-9Э) 

$1 цифровой МРМ 508 100мА 150мВт #>250МГц + 
ОТА124ЕЕ Ворт $01416 Тла 


22кОм (резистор в цепи базы) + 22кОм (резистор в 

цепи Б-Э) 
момезтебяя | иыов | 075 | 16 [зем том еиоорощембны | 
| | ЕсхиБлА | 7еех | $0т89 | ТЗа | $.РМР ключевой 408 3А____________ | 
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7 |ЕСХ1147. гаех $0т89 ТЗа 
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Корпус | Цоколевка Эквивалент/краткое описание 
$0Т89 ОЗЬ Стабилитрон 1Вт 15В 
$! РМР ключевой ЗОВ 50МА + 47кОм (резистор в це- 








Код | Наименование 
15\У | В7\/49-С15 




















РЮйр$ 




















18. }9Т5934Е Войт ЗОт2з Ча пи базы) + 47кОм (резистор в цепи Б-9) 
$! цифровой МРМ 508 100мА 150мВт {>250МГц + 
ОТА144ЕЕ Вовт $0Т416 ТЛа 47кОм (резистор в цепи базы) + 47кОм (резистор 





в цепи Б-9Э) 





| 36 | мим5зчеоми _| Моютов | $07363 
| 163 | ВАЗ125-06\/ илбпеоп | $01323 
| 16% | В7\/49-С16 Рыйрз | $ОТ89 Ь — | Стабилитрон 1Вт 16В 


17 | ВАЗ125-07 | Зетелз | 307143 4 | Сдвоен диод Шоттки 258 100мА 
179 | ЕММТ5179 $ОТ23 Тла__ | 2№5479 
| 





6с $1! МРМРМР 4,7кОм (резистор в цепи базы) 
Сдвоен диод Шоттки 258 100мА 
З 


т 
О. 
04 








МВЕ 93З3З1ЕТ1 Моюгоа | $01143 Т4а $! МРМ СВЧ { = 8ГГц 158 2мА 


8 
8 | МВЕ 9411 ВЕТ1 $01143 Т4а $ МРМ СВЧ { = 8ГГц 208 50мА 
8 
8 

















Моюгоа 





МВЕ 9411 ВЕТЗ Моюгоа | $01143 Т4а $1 МРМ СВЧ [= 8ГГц 208 50мА 
ВЕР181Т таеюлпкеп| $01143 Т4а $1 МРМ СВЧ {= 7,8 ГГц 108 20мА 


18А | ММВ25221В Моюго!а О1а Стабилитрон 0,225Вт 284 
18В | ММВ25222В Моюгоа Ола Стабилитрон 0,225Вт 285 
18С | ММВ25223В Моюгоа Ола Стабилитрон 0,225Вт 287 
Ола Стабилитрон 0,225Вт 2В8 
О1а Стабилитрон 0,225Вт ЗВО 


Стабилитрон 1Вт 18В 
[вот Зицифровой МРМ 508 100мА 150мВт 1>250МГЦ + 
$01416 Т1а 100кОм (резистор в цепи базы) + 100кОм 
{резистор в цепи Б-Э) 
'А | ВС846А 
ЧА | ВСВ46АУМ Могогота 
1А | ЕММТЗ904 гаех $0Т23 
1А | $ХТ3904 пйпеоп $0Т89 
1А_]| ТМРТЗ904 А!ед 
1А |1РЕМЕ2402 
| АМ | ММВТ3904 Моюгоа Т1а 
8С846В РТТ Т1а 
В Т1а_ | МРМ ВС546В 
18 $. МРМ 2№2222 
$. МРМ 242222 
тв [ме | № [$0723 | ме [Рам полевой мопзвоА 
ив | всв4ёвв_____| РыИт | $0728 | ма [9ммвсв 
З.МРМ ВС5468 
Ге ЕммтАзо | Февх | 30728 | ма [мА 
[16 |ммвтазоь | маююв | $0728 | ма [мам 
[16 |1®имьвз02 — | в | 80123 | тие  |Ржан полевой мо 20в0вА_ | 
[16 |кзто_ | Затвипо | $0723 | ма [эмемз00в50мА 
в 


ВС846 Рвирз | $0Т23 Т1а __| ВС456 
ММВТА42 ЗОТ23 3. МРМ МРЗА42 3008 


1 
1 
1 
1 

























180 | ММВ75224В Моюгоа 
18Е | ММВ75225В 


18% | В2\/49-С18 















Моюгоа 
РЬНр$ 























19 !ОТА115ЕЕ 





$1 МРМ ВС546А 

$1 МРМ ВС546А 

$1 МРМ 2№3904 

$! МРМ 408 200мА 2№3904 

$! МРМ 608 300МГц 

М-кан полевой МОП 208 0,9А 
$! МРМ 2№3904 

$! МРМ ВС546В 


а 





71 
т1 





а 








1а 


т 
ТЗа 
т 
т 














а 





1 
1с 
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- 
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ВСВАТАМ т 
2864084 опт 
Свт 
ВС847 СМ 
ист | 0Ао6 
ЕММТ-А05 
ММВТАОЯ 
та 

1а 

Т4 

Т4 


о 


4 
ЕМ 


т 


а о, 
|-> 


> 





т 


С 











о 


= 
а РР В О 
оф |т м 





ЕО Ч Е 
шт 


т 


ВСВаВАМ Иа 
ВСУВА 30ти4з | та |5: МРМ токовое зеркало ^иь180_ | 
ВС848В РВ ТТ $. МРМ ВС548В 
Всыв 
ММВТ6428 
кз | всувив 
8С848С 

41 

4 

та 


— 
[28 


> 


> 


[28 


в. 
в. 







^ 


^ 


^ 


^ я |э 


[2 






> 
= 






= 


т 
т 
[оттеет | зотаз [Тя _ [ЭМРН тоовое зерно | 


$1 МРМ МР$АЛЗ схема Дарлингтона 

$ОТ23 (составной транзистор) 
$! МРМ МР$АЛЗ схема Дарлингтона 

РММТА8 От (составной транзистор) 


В 
| 
[в 


> 


> 


р ЕТО О О В > 
к 


М 


[*) 
15 
21< 
я |? 
о 
[95 


1М 






6. Маркировка полупроводниковых ЗМО радиокомпонентов 85 





Код | Наименование | Фирма Корпус | Цоколевка Эквивалент/краткое описание | 

1Мр | ВС848 РАрз | $0123 Т1а  |ВС548 

$1 МРМ МР$АЛ4 схема Дарлингтона 

1№ | ЕММТ-АЛ4 $0Т23 Т1а (составной транзистор) 
$1 МРМ МР$А14 схема Дарлингтона 


10$ | ВС846РМ |пбпеоп $0Т363 Тб6с РМР /$1 МРМ сборка НЧ 


1Р | ЕММТ2222А $0123 Т1а $1 МРМ 2№2222А 
1Р | ММВТ2222А Моюгоа $0Т23 Т14а $ МРМ 2№2222А 


ММВТ2222А\\ 307323 | Т1а  |ЯМРМ2№2222А 


1Рз | ВС847РМ иийпеоп | $07363 Т6с 
ММВТ5088 Моюгоа | $ОТ23 Тла МР5$А18 Чкэ ЗОВ | 
ММВТ5089 ЗОТ23 Т1а_ | $ МРМ МР$А18 Цкз 258 | 
Ма ет! $0Т23 | 
































РМР /$1 МРМ сборка НЧ 














































ММВТ2369А Т1а $! МРМ 2№2369А 500МГц ключевой 
М$С3130 Моюго!а $С59 Т1а $1 МРМ ВЧ {= 1,4ГГц 108 
ММВТ3960А $0Т23 Т1а 2№3960А 

ММВТ2484 $ОТ23 Т1а $1 МРМ МР$А18 


$! МРМ 2№6426/7 схема Дарлингтона 
ММВТ6427 Моюгоа $0Т23 и) (составной транзистор) 


ту $ОТ23 Т1а — | МРМ 3008 30мА 
Вт [ ЕММт3903 ЗОТ23 т1а  |2№3903 
1Вт | ВЕё21 ЗОТ23 Та 
тах | ммвтезое зот2з | ма  |МР83904 
[хо ВЕ822 ЗОТ23 | Т1а | МРМ 2508 З0мА 
| 1 |Ммвт390з 30723 | ма _ | 2№3903 
12 | ВА$70-06 2еех $0Т23 01} Пара диодов Шоттки 


ММВТ6517 Моюгоа $0Т23 ТЛа $! МРМ 2М№6517 Цкэ 3508 


12| ММВт6517____ 
20 | МВЕ 5811 Моюгоа | $01143 Т4а $1 МРМ СВЧ {= 5ГГц 0,2А 
20 Т1а $1 РМР МР$2907 


ММВТ2907А\М/ | Моюгов | $01323 
200 | $5ТРАО200 Зисогих $ОТ23 01 РАО-200 200пА — ток утечки диода 
[ 20 [Т30Е1220 Тейелипке| $07143 | _Т4а _ | $ МРМ!= 12ГГц 6В 20мА 


20% | В7\/49-С20 РЫйрз $0тТ89 О3Ь Стабилитрон 1Вт 208. 


$! цифровой МРМ 508 100мА 150мВт #>250МГц + 
$01416 Тла 2,2кОм (резистор в цепи базы) + 2,2кОм 
(резистор в цепи Б-Э) 


$0Т23 Т4а $ МРМ ключевой 850МГц 2№4209 
$0Т89 
$0Т23 




































Моюго!а 








Моюго!а 











х 
де] 
2 
и) 
> 
о 
о 
[**) 
> 
Е 
































ОТС123ЕЕ 


22 | ММВТ4209 
В2\/49-С22 РА! 
ММВт3646 Ма!Зети! 


23 
23 | 0ТС143Е Вовт 
| 23 | ОТС143ЕЕ Вовт 


24 | ММВО2101 Ма(Зепу 





Борт 


Стабилитрон 1Вт 22В 
$1 МРМ ключевой 350МГц 2№3646 


$ МРМ ключевой 508 100мА + 4,7кОм 
(резистор смещения) 


$1 цифровой МРМ 508 100мА 150мВт #>250МГц + 
$01416 ТЛа 4,7кОм (резистор в цепи базы) + 4,7кОм (резистор 
в цепи Б-Э) 


ТЛа 


$0Т23 Т1а 


р 


ЗОТ23 


$! диод 1008 200мА 


$1 МРМ ключевой 508 100мА + 10кОм 
(резистор смещения) 


1а 





24 | ОТС114Е Ворт $0Т23 Т1а 





$1 цифровой МРМ 508 100мА 150мВт Р250МГц + 
24 | ОТС114ЕЕ Кобт $01416 Т4а 10кОм (резистор в цепи базы) +10кОм 
(резистор в цепи Б-9) 
































































































| Код | Наименование | Фирма | Корпус | Цоколевка |_____ Эквиваленткраткое описание 
| 24% | В2\/49-С24 Рнирз | $0Т89 Стабилитрон 1Вт 24В 
$1 МРМ ключевой 508 100мА + 22кОм (резистор 
0ТС124Е $ОТ23 в цепи базы) + 22кОм (резистор в цепи Б-Э) 
ОТС123ЕЕ Вот $01416 Т1а 22кОм (резистор в цепи базы) + 22кОм 
| (резистор в цепи Б-9Э) 
| 
$1! МРМ ключевой 508 30мА + 47кОм 
[27| ММВО2104 Ма(Зети | 30723 Сдвоен диод ММВО1201 | 
| 28 |ВЕР28оТт ‹ _ |Теемпкеп| $07143 3 МРМ СВЧ { = 7ГГц 8В 10мА 
ММВО2105 ЗОТ23 Сдвоен диод ММВО1201 
100кОм (резистор в цепи базы) + 100кОм 
_ 29 | ммвО1401 Раисе | $0123 | 01а _ | За диод 1758 200мА 
Ммвт3906 30Т23 Т1а _ | &РМР 2№3906 


86 6. Маркировка полупроводниковых ЗМО радиокомпонентов 
`25 | ММВО2102 _ | Маепи | $0Т23 Э! диод 1008 200мА 
$1 цифровой МРМ 508 100мА 150мВт {>250МГц + 
] 
26 |ММВО2103 30Т23 Сдвоен диод ММВО1201 
В7\/49-С27 Рнирз | ЗОТ89 Стабилитрон 1Вт 27В 
| $1 цифровой МРМ 508 100мА 150мВт Р>250МГц + 
ОТС115ЕЕ Вовт | $01416 
| (резистор в цепи Б-9Э) 
3хт3906 ЗОт89 /РМР ключевой 408 200мА 243906 





| 


2А 
2А 


688 


та | 
`ММВт390б\у | Москов | $07323 | тиа  |$.Р№.2№3906 
|_2А_| ЕММт3906 | 2еех | $0723 | а __ | 9РМР 2№3906 
Я МРМ ВС5498 
в [Еммт257_ | 7х | 30723 | Ма [242907 
та 
ВИ 


Иа | &№РМВС549С 

МРЗА?О 

ММВТА92 | Моюгов | $0723 | 11а _ | ®РМР МРЗА92 Икэ 3008 
Э РМР МРЗАЗЗ Цко 2008 
2Е | ЕММтАз | 29ек | $0723 | Ма  [МРЗА®З 

ВС850В РВиТТ 1. МРМ ВС550В 


ЕММТ2907А гаех $О0Т23 $1РМЮР 2№2907А 


ЗХТ2907А зот89 Я РМР ключевой 608 600мА 
т 
т 


о 


юм 
оо 


т 


74а 
01) 
ТЛа 
Ола 
ТЗа 
Т1а 
Т1а 
Т1а 
Т1а 
Т1а 

Та 
Т1а 


ю 
> 








> 


а 
А ин та Э1РМР МРЗ2907А 
ВС850С 31 МРМ ВС550С 

м 3 РМР МРЗА56 
26т 9 РМР МРЗАБВ 

н ЗГРМР МРЗА5 
к 2№4402 

м |ЕММТ5087 Реех __| $0723 Т1а__ | 2№5087 

2М | ММВТ404 Моюгоа $0Т23 Т1а $! РМР ключевой 248 150мА 


С 


ю 
ВВ 











2 


юм 
[© т т 


ю 
ра 
5 


ю 
[29 


® 


Т1а 
За 
Та 
1а 

Т1а 

Т1а 


^ 


м |ю]ю]|ю 
гг 











| 














6. Маркировка полупроводниковых МО радиокомпонентов 


8 


т] 


























ММВТ404А 
2Р | ММВт5086 

2Р | 3ХТ2222А 
20 |ММВТ5087 Моюгов | $0723 | а | 
28 |н3М$-8202 НР 
2т | $04403 36$ 
2т | МмВт4403 
2т [нт2 

20 | ММВТА6З Могюго ть 
[2 | мматевао 
2х | 504401 [$68 | $0723 | та __ 
2х | ммвт44о! 
294 | В2\49-С2\/4 РИИ!рз 
27 | в2\49-с2у7___| Рвирз | з0твз | 03 | 
22 | ВАЗ70-04 7еех | 30723 | 019 | 
22 | ММВТ6520 Моютгоа 
Зотов _ 
те | 


























Диод Шоттки смесит пара 10-14ГГц 


ЯРМР 2№4403 
$ РМР 2№4403 
$1 РМР 808 100мА 


МР$А6бЗ схема Дарлингтона 


(составной транзистор) 


$! РМР МР$Аб4 схема Дарлингтона 


(составной транзистор) 
2№3905 

$! РМР 2М№4125 Цкэ 808 
$1 МРМ 2№4401 

$1 МРМ 2№4401 
Стабилитрон 1Вт 2,4 В 
Стабилитрон 1Вт 2,7 В 
Пара диодов Шоттки 

Зи! РМР 2М№6520 Цкэ 350 В 
Пара диодов Шоттки 


2м $0Т23 | ма | Э!РМР ключевой 358 150мА | 
зотзз | та  [2№086 


3 $! МРМ ключевой 408 600мА 
ТЛа $! РМР 2№5087 
1 





$1 МРМРМР 1кОм+1кОм (резистор смещения) 
М-кан цифровой полевой 25В 0,22А 


Р-кан цифровой полевой 258 0,12А 


М-кан цифровой полевой 25В 0,68 А 





Р-кан цифровой полевой 258 0,46А 





$! МРМ 11В 8мА 
Стабилитрон 1Вт 30В 













310 | АТ-31011 











32 


$0т363 


не [вт 


МУМ№53320М/ Мобюгоа 


30 Т6с 

301 12Е0\301М Рагсвиа $О0Т23 71а 
302 | Е0\302Р Еаиспиа | $0Т23 Тв 
303 | ЕОУЗОЗМ 
304 | Е0М304Р Еансвид 
305 | АТ-30511 НР $07143 ВЕСЕ 
| 30у | В2\/49-СЗ0 РВШрз | ЗОТ89 о3Ь 

31 | МУМ№53310МИ Моюгоа | $01363 Т6с 
31 | ММВО1402 


ВЕСЕ 
Т6с 



























32 | ММВО1403 
| 320 | АТ-32011 
33 | МУ№53330МИ 









ОТА14ЗХЕ 


РагсииЯ $0Т23 


[ нР [ 80143_ 
[33 | ммво1404 — | Расе | $0723 | 









Ворт $01416 








№0$331М 





Раисви9 












011 
ВЕСЕ 


Т6с 
18 











Тл4а 


$1! МРМ/РМР 2,2кОм+2,2кОм (резистор смещения) 





$1 диод 2008 100мА 
$! МРМ 11В 16мА 











$! МРМРМР 4,7кОм+4,7кОм (резистор смещения) 





Сдвоен $! диод 175В 200мА 


$ МРМ 118 32мА | 
$! МРМРМР 4,7кОм+47кОм (резистор смещения) 


Сдвоен $ диод 1758 200мА | 


(резистор в цепи Б-9Э) 


$1 цифровой МРМ 508 100мА 150мВт !>250МГц + 
4,7кОм (резистор в цепи базы) + 10кОм 












М№-кан полевой МОЛ 1,3ЗА 208 

















№0$332Р 





Рансви9 








№0$335М 








Раисвиа 








Р-кан полевой МОП 1А 208 








М-кан полевой МОП 1,7А 208 

















№0$336Р 





Раисниа 











В7\/49-С33 





РНИ!рз 











МУМ53340\/ 








Моюгоа $01363 








ММВО1405 








Раисвиа $ОТ23 









01) 


Стабилитрон 1Вт 33В 


М№-кан полевой МОЛ 1,2А 208 








МИМ53350\М/И 








Моюгоа $01363 












$1! МРМРМР 22кОм+47кОм (резистор смещения) 


Сдвоен $! диод 1758 200мА 
Т6с $1! МРМ/РМР 2,2кОм+47кОм (резистор смещения) 
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| Наименование | Фирма | Корпус | Цоколевка |_____ Эквиваленткраткое описание_____ 
Т1а 
71а 













$1 цифровой МРМ 508 100мА 150мВт {>250МГц + 
$01416 22кОм (резистор в цепи базы) + 47кОм 
{резистор в цепи Б-9Э) 





| амсма | $0723 | т1а__[мжан полевой МОП ЛАЗ 
[351А [ Еаисме | З0Т2з |116 __[ Мжан полевой МОП 12АЗВ_ 
| 352 | №05 Раиса 
[352А | №05352АР___ | Раксме | $0723 | 11  |Ржан полевой моповА зв | 
| 355 | 053554 ___ | Раиаме | $0723 | 118  |№жан полевой моп18А ЗВ | 
[355А | М05355АМ _ | Раиамо | $0723 | та 
|356 | №05356Р____| Раябме | $0723 |118  |Р-ан полевой моп\лА2В_ 
Раис 
[зву | в2%48-с36___| Рыв | 80788 | 035 — | Стабипитрон 18" | 
[39 [в2\49с3 | Рмёрё | Отв | 035 |Стабиитонт в | 
[ з^_| всвбвА____ | РЪИТ | $0723 | ма |эрмРВоёвА 
Г з^ | вовбвлму | Мобиа | 507323 | ‘ма [9РМРВО5А 
Г зА_[ммвтн4____| моча | з0т2з | ‘Ча  [® МРМ ВЧ омесит 1=в00_ | 
[зв |всвёв | Ръпт | $0723 | ма [вР№8656в 
[зв |всвбем_ | мови | 507323 | ма [5 РАРВо5еВ 
[зв [мм | 2ёх | $0728 | ма [м 
| зв | мата | Моиов | $0723 | ма ам 
| 3Сз | 8857$ | ибпеоп_| 807363 | тв [25 РМРобоманч_ 
| зо [80856 | Ри4рё | $0723 | ма [ВС556№ь вт 
| зо |ммвтне? | Моюов | $0723 | ‘ма [зРМРСВЧ=в0ММ с 
|305 | 808565 | ибпеси | 507363 | тве [2 РмРебранн 
[зе |всеёА_____| 94 | 80723 | ма |®РМРВСА 
[зё | всвбтдм | Мокида | $07323 | ма [аРМРВА | 
ЗЕ |ммвтнто | Мои | $0723 | ‘ма [мезниявм 
| ЗЕ | ЕММТ.42 2 ТТ С ГИУ 





| зе | 
[з= 808578 ___ | РмПТ | $0723 | та 
| мокков _ 







та | 
[р |всуёгА_____\ Рм | 807143 | т%  |ЭРМР308 100мА 
| 55 | ВСуё2А_____| мноеоп_| $07143 3. РМР токовое зеркало пан» 180 
[зк [вСё5вв __ | РыПТ | $0723 | Ма  |ЭРМРВС568В 
| зк |вСвввм/_ ___| мокиоа | $07323 | Ма |®РМРВС558В 
[эко [всуёв | Рм | $01143 | т& | 
| зкз $07143 | 14 — | МРМ токовое зеркало Мот» 290 
[эк [ зотаз | ме [аРмВс5е | 
[эк [507323 | ма [аРмР8с58с | 
ЕП [вотиз [| та [тир зов осы 


6. Маркировка полупроводниковых 5МО радиокомпонентов 
















































































































































































































































































































































Код | Наименование Фирма Корпус | Цоколевка Эквивалент/краткое описание —] 
ЗЕ$ `[ВС\2с |пйпеоп $01143 Т4 Зи РМР токовое зеркало Н21» 520 | 
ЗМ | ВС858 РИШрз $О0Т23 Ла $! РМР ВС558 
ЗМр | ВС\Уб2 Ры $01143 Т4 $! РМР 308 100мА | 
ЗМ | ММВТ4402 Ма(Зепи $О0Т23 Тла $! РМР 2№4402 | 
ЗВ |ММВТ5571 Ма!Зепи $ОТ23 Т1а $ РМР ключевой 850МГц | 
3$ | ММВТ5551 Раигсвиа $0Т23 ТЛа $ МРМ 1608 200мА 
| зт | нтз 7еех | $0Т23 Т1а__ | & МРМ 808 100мА | 
ЕЛЕ 2 баех Тла МР$А12 | 
3%3 | В2\/49-С3\3 РНирз О3Ь Стабилитрон 1Вт 3,3В 
36 | В7\/49-С3\6 Рвирз О3Ь — | Стабилитрон 1Вт 3,6В | 
Г 3\9 | В2\/49-С3З\9 РЫйрз ОЗЬ Стабилитрон 1Вт 3,98 | 
414 | АТ-41411 НР $01143 Т4а $! МРМ 208 50мА | 
43 | ОТА!4ЗЕЕ Мобюго!а Тла $1 РМР 4,7кОм +4,7кОм (резистор смещения) 
СЯ $и цифровой МРМ 50В 100МА 150мВт 1>250МГЦ + 
43 | ОТС143ХЕ Борт $01416 Т1а 4,7кОм (резистор в цепи базы) + 10кОм 
(резистор в цепи Б-9Э) 
435 | ВАЗ40 |пйпеоп Ола Диод Шоттки 408 100мА 
43\У | В7\/49-С43 РЮИр$ О35 Стабилитрон 1Вт 43В 
44$ | ВАЗ 40-04 1пяпеоп 01! Сдвоен ВА$40 
44$ | ВАЗ40-04\\/ |пйпеоп $0Т323 041 Сдвоен ВАЗ40 | 
о Зицифровой МРМ 508 100мА 150мВт >250МГц+ | 
45 |0ТС124ХЕ Корт $0Т416 Т1а 22кОм (резистор в цепи базы) + 47кОм | 
(резистор в цепи Б-9Э) | 
455 | ВА840-05 пелетона | 
45 [ВА540-05 — | милеоп | зотзаз | Бь | бдвоен ВА 
46 |мвт3946ом! | Моюгоа | $07363 | тва 
465 | ВАЗ 40-06 |пблеоп $0Т23 01} | 
463 | ВАЗ40-06\/ пйпеоп | $01323 01; 
| 473 | ВАЗ40-07 Зетепз 049 й 
47у | В2\49-С47 03Ь 
491 | ЕММТ491 2еех | $0123 Тла 
| 493 | РММТ493 баех $0Т23 Ла 
| 4А | ММВУ109 Моюгоа $0Т23 О1а М\209 варикап 
4А | НОЗА Геех 01а 75В 100мА переключат диод 
4А |ВС859А РВИТТ $0Т23 Т1а $ РМР ВС559А 
4Аз | ВС85ЗАМ/ пйпеоп $01323 Тла $ РМР ВС559А 
4В |ММВ\У432 Моюго!а О1в Сдвоен варикап 1,5-45пФ 
4В |ВС859В РЬИТТ Тла $!РМР ВС5598В 
48$ | ВС859В\М/ |пблеоп $01323 ТЛа $РМР ВС559В 
В 4С |8ВС859С РН ПТ Т1Ла $ РМР ВС559С 
4С | ММ\Ув3102 Моюгоа Ола Варикап 6-351Ф 
| 4С$ | ВС859С\М/ пблеоп $01323 Т4а ЗРМР ВС559С 
| 40 | ММВ\3401 Моюгоа 01а __ | ВЧРИМ диод 
40 | НОЗА 7аех О1а Переключат диод 758 100мА 
[4 | ВС86ОА РРирз | $0Т23 Т1а__ | $ РМР ВС560А 
ЕММТ-А92 2еех | $0723 МР5ЗА92 
| _4Е_| ММВ\105С Моюгоа $0Т23 Ола 
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Гося пишите [ оция [ коре [цены — Знзииирнкостоми — | 
Ге Пива [мов | воз | 59 [юный | 
[ак [вовов — | вме [вот [ пе [Рома о | 
Гакь воввову_— [умивот Г вотаа | пе [вто о | 
Гав [мывунот_— [ мая [ зота | бла [мм | 
Гав [вовос | рва | зов | та [ав о | 
Гося [воввосту [тео [вот [па [Ревю | 
Ган [имено [ мажов | вота [ое [мною | 
ПЕСО Я Е ЕС ОИ 
Газ имвуно _— [мовою | вот [ое [мери | 
[ак [мизолож — [ моюов | 56015 [68 [влюдзво о | 
ам [ммволо"_—_ [ макое | вотз | © [меонилюашети о | 
ам [мызон | маав [ в00нз | 68 [мвонилкишети о | 
Ган [ммвузто — | маиав [| вотз [бе [РНаавчав  | 
Ге [мера мощные | вот [а [ми | 
Гат_[мывозот_— мова | зотз | са [мвози свчаияшти о | 
Гат [мивози | мов [ 8001 [ 66  [Мвоз Свчюдштя | 
Гат ммвсззо | мешком | вот | ба [свчамишти | 
Гао [маме | моооь [ вот | бла мени 
ммеменов_— Гмевиов | З0т2а | Ба [ме — о | 
Гон [ммемето_— | мова [ вота [ль [мунотвныю — 
Га [ммвузни | мобов | вот [ бт мутованый | 
у [ммвмной_— [ мовлов | Зое | бль [мм 
Гоа вливску || рышв | вот [ 0% [бмв о | 
Гут [вузов | Рыюз | зоте | © [бин | 
[а [ммвунн — | мавощ [ вот | ла [муноваыы | 
Гвоо [5ТРАББЮ _— | Воля | вот [ 6" | 
Гете Гемчьсь | Ривз | вотю [ 6% [бпбытюныв 


ия МРМ 508 100мА 150мВт #>250МГц + 
ОТА123УЕ $01416 ‚2кОм (резистор в цепи базы) + 10кОм 
о рн в цепи 6-9) 


[53 |вАт’_ | мбеой | 50723 | Ола | Диод Шоттки 4в 130А_______ 
|535 | ВАТЧТМ | ибео | 507323 | _Оза_ | Диод Шотни48130мА___________ 
ат 


5+ цифровой МРМ 508 100мА 150мВт !>250МГц + 
ОТА114УЕ $01415 10хОм (резистор в цепи базы) + 47кОм 
(резистор в цепи Б-Э) 


Кара Гане Сдвоен ВАТ? 


Г алтооя пики [бота [ов бан ват 
Гввь [вто _— | ибившл | отззз | Вл [Саво ВАТ 


Га [влтетов имя вота [65 _— Сдвоен ВАТ? 

|565 | ВАТА7-06/ _ | мес | $07323 | Оу | Сдесен ВАТА? 

| 56% | 82449-56 | Р№ир5 | $ОТ89 | 036 | Стабилитрон 1Вт 588 

|_57_| ВАт17-07___ | Фетель | $01143 | _ 044 | Сдвоен диоды Шоттки 408 130А 

[59 | ОтАУЕ | Мохов | 360 | ма | РНР 10хОмча?кОм (резистор смещения) 
[591 | Еммт59'___| 2х | $0123 | ма | 21Х550551 

АТ 553 

[_5^ 18680746 ___ | Ры36$ | 50123 | та |РМРВСЗ27-16 


— 


6. Маркировка полупроводниковых ЗМО радиокомпонентов 9 





5А 
58 
5В 
58 


50 
5С 
56 
50 
50 


Код | Наименование Цоколевка 
58 | ММВТ4123 $0Т23 та 


5вМ | ММВО6100 $0Т23 


Эквивалент/краткое описание 


ММВО6050 $0Т23 


Переключат. диод 708 0,2А 

2№4123 

$! РМР ВС327-25 

С общ. катодом сдвоен. диод 708В.0,2А 


[мир _— [| авех | ЗО | 


С общ. катодом сдвоен. диод 708 0,2А 


С общ. катодом сдвоен. диод 708 0,2А 


Т1а__ | ЯРМР ВС327-40 

2 посл.диода 1008 0.2А 
ЕМВО7000 2 посл.диода 1008 0,2А 
ММВО914 Диод 14914 


ЕМВО914 1а Диод 1М№914 


ММ$0914 $00123 Диод 1№914 


[22] 
[®) 
ч 
ю 
© 
|=) 











НО?А | 2еех | $0123 Сдвоен. НО2 758 100мА 
8806-16 РН $$ | $0723 Т1а__ | З!РМР ВС328-16 


$! РМР ВС328-25 














МВО501 — диод 


Сдвоен. МВО101 








5Е_| ВС808-25 РМ 36$ | $0123 

52 | ММВО501 Моюгойа | $ЗОТ23 

55 [ево — 

[56 | ММвОз53 Моюгоа 

БН | ММВО701 Мо'огола 

ы 

БН | ММВО4148 Раиспйа О1а 


ЕММТЗЗВ 











5К 


МВО701 СВЧ диод Шоттки 
МВО701 СВЧ диод Шоттки 
СВЧ диод Шоттки 

144148 

ВСХЗ8В 

Варикап 











$0Т23 Тла 
ММВ\809 Моюгоа $0Т23 01а 











та 
ВЕН 
ВИЙ 
са | 
МИ 
ров | 
оо 
ИН 
8808-40 3! РР ВС328-40 
Го 
ое | 
ЗИ 
Гора 
оо 
[та __| 
сора | 
ии 
оо 
ов 










































































5. | ММВ\У609 Моюго!а Сдвоен. с общ. катодом варикап 

БМ | ММВО452Е Моюогоа | $0123 СВЧ диод Шоттки 
| 5%6 | В7\/49-с5мё _ | Рнирз | з0т89 | 035 | Стабилитрон 1Вт 5,68 
| во | ВАВбо мблеоп | $01143 | 045 — [ЗРИМ диода 1008 140мА 

61 | ВАКб1 \пйпеоп $01143 04е ЗРИМ диода 1008 140мА 

610 | №М0$0610 Раиспиа $ОТ23 7119 Р-кан. ключевой полевой МОП 608 0,18 А 

617 | ЕММТ617 $0Т23 Т1а $1 МРМ ключевой 15В ЗА 

618 | ЕМмт616 
61А | ММВЕ4119 Ма!Зет Полевой с №-кан. 
61/ | ММВЕ4091 | МаЗети | $0723 | Тс | Полевой с М-кан. ключевой /коммутир. 

61К | ММВЕ4092 | Ма5ети | $0т23 | тТ1с | Полевой с М-кан. ключевой /коммутир. 

611. Полевой с №-кан. ключевой /коммутир. | 
сим | му8Р4852___ | Мабет | З0т2з | Тис | Полевой © Ман ключевой кому, | 
м | ММВЕБ514 | Мабету | 50723 | т\с  |Р-ка. полевой ключевой ломмуир. | 





61а | ММВЕ5516 Ма епт $0Т23 Т1с 
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|615 | ммвЕ5458 _ | Мабети 

| в1и | ммвЕб4е1 __ | Мабети | 50123 | тче 

ММВЕ5462 

ВАТЕ2 | мблеоп | 507143 | 048 | Диод щепки 4020 | 

В [во $1 цифровой МРМ 50В 100мА 150мВт 1>250МГц + 

ОТС123УЕ 501416 Тла 2.2кОм (резистор в цепи базы) + 10кОм 

(резистор в цепи Б-Э) 

62Р Т1е — | Полевой с Мкан 3201 





= 
- 
ЗВ 


ОА 


ИЕН ВЕНКА 


с Н-кан 4203 


> 
.> 
о 


- 
- 


с 


И 
и 
Е 





$ 

| 
Е 
у 





| 
ь 


и цифровой МРН 508 100мА 150мВт {>250МГц + 
Т1а 40кОм (резистор в цепи базы) + 47кОм 
в цепи Б-9) 


$ МРМ СВЧ { = 7,5ГГц 108 5ОмА. 


В 
: 


|: 953 |: 318 
АЗ АЗ ЗВЗЕЕЕ 


5 
В 


Та $! цифровой МРМ 508 100мА 150мВт {>250МГЦц + 
400кОм (резистор в цепи базы) 


Т1с 244416 М-кан ВЧ полевой 
| 5659 | та | &РМР 10кОм+10кОм (резистор смещения) 
Тза $ РМР 10кОм+10кОм (резистор смещения) 


$. МРМ ВС337-16 

Полевой с кан 25484 

$ №РНВС337-25 

ЭРМР 22кОм+22кОм (резистор смещения) 
$1 РМР 22кОм+22кОм (резистор смещения) 
1740___ | Рыпт | 50723 | па |5&1РНВС33740 

[вс |ммвлузло || Мокиое | $0723 | Тс | Полевой с Ман 310 

[вс |мумиз | моюов | 5059 | ма [5 РМР47жОме4?кОм (резистор смещения) 
[вс | мумёиз | мове | 507323 | Ма | 5 РМР 47кОм+чТАОм (резистор смещения) 
[во | ммвЕ5457_ | Мою | $0123 | 11е | Полевой с №жан 245457 

[60 | мимо __ | Моюов | 505 | ма [5 РМР 10кОм+47кОм (резистор смещения) 


[= 


тс 


— 
ры 
м 
5 
= 
Г: 


| Е 
ЗНННЗНЕВЕЕ 
ЕЕ Е 
5585888 |818 
ВЕЕВЬВ В 


Е 
5 
13 


- 
. 


= 

8 
19 
Е: 


3 


: 
р 
> 
© 


з 
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Еккы 































































































вн | ММВЕ5486 $ОТ23 
вн | М0№2131 $659 
вн | МИМ5131 $0Т323 
ЗОТ23 


Полевой с М-кан 2№5486 


$ РМР 2,2кОм+2,2кОм (резистор смещения) 


$ РМР 2,2кОм+2,2кОм (резистор смещения) 
Полевой с М-кан 2№4391 














Код | Наименование Фирма Корпус | Цоколевка Эквивалент/краткое олисание 
60 | МИМ5114 Моюогоа | $0Т323 $ РМР 10кОм+47кОм (резистор смещения) | 
6Е | ММВЕ5460 Моюгоа $0Т23 Т1е Р-кан полевой 2№5460 
6Е |ВС818-16 РВ ТТ $0Т23 Т14а $1 МРМ ВСЗ38-16 
6Е | МИМ2115 Моюгоа $659 Т1а Зи РМР 10кОм (резистор в цепи базы) | 
6Е | МУМ5115 Моюгоа | $0Т323 Т1а $! РМР 10кОм (резистор в цепи базы) 
6Е | ММВЕ4860 Моюгоа $0Т23 Т1с Полевой с М-кан 2№4860 
Г Е ВС818-25 РВ ТТ $0Т23 Т1а $1 МРМ ВСЗ38-25 | 
6-Е | МУМ2116 Моюгоа $659 Т1а $1РМР 4,7кОм (резистор в цепи базы) 
62 | МИМ5116 Моюгоа | $01323 Т1а $: РМР 4,7кОм (резистор в цепи базы) 
6С | ВС818-40 РВиТТ $ОТ23 Т1а $1 МРМ ВСЗ38-40 
6С | ММВЕ4393 Моюгоа $ОТ23 Т4с Полевой с М-кан 2№4393 
66 Моюгоа $С59 $ РМР 1кОм+1кОм (резистор смещения) 
вс МУМ5130 Моюгоа | $0Т323 $ РМР 1кОм+1кОм (резистор смещения) 





6/ | ММВЕ4391 Моюгоа 















$! РМР 4,7кОм+4,7кОм (резистор смещения) 


| та | $ РМР 4,7кОм+4,7кОм (резистор смещения) 


6/ | МУМ2132 Моюго!а 
6) | МИМ5132 Моюгоа 


=: 
т 

вк Полевой с Мкан 244932 
т 
т 
т 












$0Т323 


а 
а 
с 
6К $ РМР 4,7кОм+47кОм (резистор смещения) 
вк ЗРМР 4,7кОм+47кОм (резистор смещения) 
5 Полевой с Ман 245459 
а 
а 
ы 
[2 
с 




























6. | МИМ2134 Моюгоа $659 $! РМР 22кОм+47кОм (резистор смещения) | 
6 | МИ№134 Моюгоа | $01323 т $1РМР 22кОм+47кОм (резистор смещения) 
6М |! ММВЕ5485 Ранспид Полевой с М-кан ВЧ 2№5485 















ММВЕ4861 Ма(Зепт т Полевой с М-кан ключевой /коммутир 
ММВЕ. 111 Раксвид $ОТ23 1 Полевой с М-кан 4111 35В 50мА 
т 


ва |ММвЕ305 _ | МаЗеп | $0Т2з | _11с _ | Полевой с № кан ВЧ 4305 

вв |ММВЕ112 — | Раиса | $0723 | 11! _ [Полевой с Ман 112 58 50мА 
63 | ММВЕ.413 _ | Раисвиа | $0Т2з | т | Полевой с №кан 4113 358 50МА 
вт Полевой с №кан СВЧ 310 


ТА! 
ти! 
60 | ММВЕ/309 Моюгов | $0123 Полевой с М№жан СВЧ 4309 
5\ | ММВЕ. 174 МайЗети | 0123 )174 Р-кан полевой ключевой /(коммутир | 
1с 


















































1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Т1 
1 
т 
1 

















6м | ММВЕ. 175 Р-кан полевой ключевой 175 
6у | ММВЕ.177 Моюгота Р-кан полевой ключевой 177 
62 | В7\/49-С6\2 Ришрз | $0769 | 03ь _ | Стабилитрон 1Вт6.2В 


6у8 | В2\/49-С6\8 Риирз | ЗОТв9 | 035 _ | Стабилитрон 1Вт 6,88 


| 52 | ММВЕ17О Моюгов | $0Т23 | 
702 | 27002 Моюгоа | $ОТ23 М-кан полевой 60В 0,5А 
717 | ЕММТ717 ЗОТ23 1 РМР ключевой 0,625\\ 2.5А 128 
а .] 

14 


718 | ЕММТ718 ?еех | $0723 | Т1а _ | ®РМР ключевой 0,625\\ 1,5А 20В 
[72 |2№7002 Зисомх | $0123 М-кан полевой МОП 608 170мА 



































—+- 
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Наименование Цоколевка 

20 | ЕММТ720 30Т23 1а _ | ЯРМР ключевой 0,625\/ 1,5А 
735 | ВАЗ70 30Т23 1а__ | Диод Шоттки 708 50мА 
1 


$1 цифровой МРМ 508 100мА 150мВт Р>250МГц + 
ОТА114ММЕ Вопт $01416 


10кОм (резистор в цепи базы) + 4,7кОм 
(резистор в цепи Б-Э) 
745 | ВАЗ70-04 $ОТ23 011 
| 755 | ВА$70-05 | мблеоп | $0123 


Сдвоен. ВА$70 
75\У | В2\49-С75 РыНр$з $0189 







= 
—8 


= 
[о о 












т 
О 
т 


74 а 











Сдвоен. ВА$ 70 
ОЗ Стабилитрон 1Вт 75В 


$1 цифровой МРМ 508 100мА 150мВт !>250МГц + 
ОТА144\МЕ Войт $01416 Т1а 
1 





76 


47кОм (резистор в цепи базы) + 22кОм 
пйпеоп $0Т23 


{резистор в цепи Б-9Э) 
76$ | ВАЗ 70-06 . 
ВА$70-07 $07143 | 54 


9 Сдвоен. ВА$70 


Сдвоен. ВАЗ7О 
7 [бдвоен. ВАО 
ВА$70-07 $07143 Сдвоен. ВАЗ70 


7 
8 | ММВТ4258 та 
А | мумвачтоми 
МИМБ2120Уи 
ММВЯ9З0 | 
ЕЕ |281. МРМ 47кОм47кОм (резистор смещения) 
ММЗ 
МУ№52140МИ с _ | 2х5 МРМ 10кОм+47кОм (резистор смещения) 
ММВЕ2060 а | &МРМ ВЧ! = 1ГГц Ц» 308 50мА 
МИ№52150\ 
МИ№5211 0 
МИМ52300МИ 
ММВЕ5179 
МУМ52315УМ 
ЕММТ38С т 
мМИ№52320\И 
МИМ523З0МИ 
МИ№52340\И 
МОМ5235 ОМИ 
ММВВ941 ВИ. 
ММВВ9111. т 
00 | №С7300М5 
302 | №С7502М5 
304 | №С7504М5 
теля [1мс7508М5 Баисниа 


5-) 










Ф 


= 











[#3 


6. 

а 
6с 
6 


с 
а 
с 
а 


|=) 


т 
т 
т 
т 


| 7Е 


6с 2х$1 МРМ 10кОм (резистор в цепи базы) 


1 
1 
1 
6 
1 
1а $1 МРМ ВЧ {= 1,2ГГц 30В З0мА 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


р 


аа Г ра ата ам мы 
ям т э|ооо|5 


с 2х$1 МРМ 4,7кОм {резистор в цепи базы) 


$ МРМ ВЧ {= 1ГГц 108 20мА 


С 2х$1 МРМ 1кОм+1кОм (резистор смещения) 


т 


$ МРМ ВЧ 2М№5179/ВЕ\90 


вы 


2х$1 МРМ 2,2кОм+2,2кОм (резистор смещения) 


ВСХ38С 


2х$1 МРМ 4,7кОм+4,7кОм (резистор смещения) 


6 
6 
6 
6 
1 


$1 МРМ ВЧ 1 = 1ГГц Чьз 15В 40мА 


сх 


2х1 МРМ 4,7кОм+47кОм (резистор смещения) 
2х$1 МРМ 2,2кОм+47кОм (резистор смещения) 


= 


2х$1 МРМ 22кОм+47кОм (резистор смещения) | 


р И 


$ РМР ВЧ МВЕ 521 


т 
т 
т 
т 
т 
т 
т. 
т 
т 
т 
т 
т 
т 
т 
т 
т 
т 
т 


$1 МРМ СВЧ {= 8ГГц МКЕ 941 


в) 


$1 МРМ ВЧ МБЕ 536 
-х входовая ячейка И-НЕ 


$ МРМ СВЧ [= 6ГГЦ МЕЕ 914 


[62] 


м | 
ры 









а 
с 
а 
с 
а 
с 
а 
бс 
6с 
6с 
а 
а 
а 
а 
а 


2. 
2-х входовая ячейка ИЛИ-НЕ 
Инвертор 


и 


я 









ыы 
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Эквивалент/краткое описание 


Райспиа Инвертирующий триггер Шмитта 
Райсии9 2-х входовая ячейка ИЛИ 
Раиспи9 | 30723 | ма | 2-х входовая ячейка ИСКЛ.ИЛИ 
Ратсвйа Г зот23 | мь _ Инвертор 

Моюгоа $1 МРМ СВЧ { = 8ГГц МВЕ 571 
















— 


Код | Наименование Фирма 
7$14 | МС7$14М5 
7$32 | МС7$32М5 
7586 | №МС7586М5 


№7$004М5 





































7х | ММВВ571 
7\ | ммВВо4АЕ Моюгоа | $0Т23 !МРМ СВЧ 1= ГГц МВЕ 941 











а 

[А | ммв252508 | моюоа | 50723 ма — 
Мо!ого!а Стабилитрон 0,225Вт 24В 
[во [ммв25253в Моюго!а Стабилитрон 0,225Вт 25В 
[Е |ММВ252548 | Моюго}а Стабилитрон 0,225Вт 27В 
ое 
оба 
Гора 


Стабилитрон 1Вт 7,5В 

$! МРМ СВЧ { =7,5ГГц МВЕ 951 
Стабилитрон 0,225Вт 20В 
Стабилитрон 0,225Вт 22В 





т 
т 

75 | В2\/49-С7\/5 

72 Т1а 

[) 








81Е | ММВ25255В Моого!а $0Т23 Стабилитрон 0,225Вт 28В 
Е 81С | ММВ25256В Моюго!а $0Т23 Стабилитрон 0,225Вт 30В 
АН 


8 ММВ275257В Моого!а $0Т23 Стабилитрон 0,225Вт ЗЗВ 
| 81) | ММВ25258 В Моюгоа $0Т23 


а 
а 
Стабилитрон 0,225Вт 36В 


ММВ252598 Моюгоа | $0Т23 Стабилитрон 0,225Вт З9В 
ММВ75260В Моюгаа | $0723 Стабилитрон 0,225Вт 438 


ММВ25261В Моогоа $0Т23 Стабилитрон 0,225Вт 47В 
ММВ25262В Моюгоа $0Т23 Стабилитрон 0,225Вт 51В 


[ иР | ММВ75263В Моюгов | $0723 | _Б1а _ | Стабилитрон 0,225Вт 568 

































1Р 
81 | ММВ25264В Моюго!а $0Т23 Стабилитрон 0,225Вт 60В 
|8 ММВ75265В Моюго!а $0Т23 Стабилитрон 0,225Вт 62В 


1В 
} 815 | ММВ25266В Моюого!а $0Т23 Стабилитрон 0,225Вт 68 В 
81Т | ММВ25267В Моюго!а $0Т23 14а Стабилитрон 0,225Вт 75В 
810 | ММВ75268В Моюгоа $0Т23 01а Стабилитрон 0,225Вт 82В 
О1а 
Т4а 
Т4а 
Т1а 
О1а 
Т4а 
О1а 
Т4а 
011 
Тла 
01; 
01а 
Т1а 





ММВ25269В Моюго!а $0Т23 Стабилитрон 0,225Вт 87В 
Моюго!а $0Т23 


81Вт | ММВ75270В 
Теевилкеп | $01143 31 МРМ СВЧ {= 5,2ГГц 6В 8мА 


оо 
ИИ 
МИ 
| $07143 | Т4а _ |5 МРМ СВЧ! = 7,57Гц 10В З5мА 
тв: 
Гора | 
та | 


Стабилитрон 0,225Вт 91В 









| 83 | ВАТб8 пбпеоп Диод Шоттки 8В 130мА 
| 3Р | ВЕР18ЗТ __ |Таелкел $1 МРМ СВЧ Г = 7,4ГГц 108 65МА 
| 833 | ВАТЕЗМ/ пбпеоп | $01323 | Ола _ | Диод Шоттки 8В 130МА 


ОТС114\Е $01416 


1пблеоп 
Маиети 
852 Тайелкел $1 МРМ СВЧ 1 = 5,2ГГц 6В 8мА 

пблеоп Сдвоен. диод Шоттки 8В 130мА 
| $0723 | 01 | Сдвоен. диод Шоттки 8В 130мА 


Я МРМ 24400 




















+ 
©. 
Ф 
© 
= 
5 

>. 
Ф® 
5 


$! МРМ З6В 200мА 





Сдвоен. диод Шоттки 8В 130мА 


| $1 цифровой МРМ 508 100мА 150мВт #>250МГц + 
| 10кОм (резистор в цепи базы) + 4,7кКОм 


(резистор в цепи Б-Э) 


[0% | Сдвоен. диод Шоттки 8В 130мА 


Сдвоен. диод Шоттки 8В 130мА 


Быстродейств. $1 диод ЗОВ 50мА 







[86 | ВАТ68-06 1лбпеол 
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[код [ Наименование | Фирм» | Корпус | 
| 86 | МмВо!702_ _ | Мабеи | 50723 | 01 | Быстродейств. /диод 308 504А__________| 


$ цифровой МРМ 508 100мА 150мВт {>2504ГЦ + 
07С144мМЕ $01416 Т1а 47кОм (резистор в цели базы) + 22кОм 
(резистор в цепи Б-Э} 


| чпбоеся_| [0% 

| 87_| ВАТбё-07_ ___ | бесп | $07143 | 044 | Сдвоен. диод Шоттки 88 130мА | 

[ в7_| ммво170з __ | Мабел | 50123 | От | Сдвоен мм 

| 88 |ммво1704 | Мибелу | 50723 | 0®  [Сдвоен ммвотй_ 

| в9 |ммво1705 | Мабели | 50723 | 05  |Сдвоен мм 
Стабилитрон 0,225Вт 3,38 

| вА [мою | Моююе | 507323 | ‘па | МРМ 10ОмьчокОм резистор смещения) 

[88 |ммв252278 _ | Мою | 50723 | йа  |[Стабилитроно225тзев 

[88 | мИм2212 _ | маю | 5059 | Ма  |$МРМ22кОм+22кОм фезистор смещения) 

[ов [мове [ маса | вотзез | па _[ЭнРаомеаом фимстрсменеый | 

Моюгов | $0123 | 01а | Стабилитрон 0.22581 3,98 





: 
| 
1 





$ МРМ 10кОм+47кОм (резистор смещения) 


Мохов | $0123 | 01а  |Стабилитрон 0.22581 4,38 








$ МРМ 10кОм (резистор в цели базы) 


| 8059 _ 
| мокиоа | 507323 | ма _| 5 МРМ 1060м (резистор в цепи базы) 


Т1а 


ВыыУаНиОааВы 
] 
| 
Н 
Е 
Е 


МИМ5216 $01323 ' Т4а — | МРМ 4.7кОм (резистор в цепи базы) 
ММ8252328 — | Моююв | $0Т23 | 01а  |Стабилитрон 0.2258т 5.68 


| $ МРМ 10Ом (резистор в цели базы 
| $ МРМ 1060м (резистор в цепи базы) | 
| Стабилитрон 022587 54В_____ 
| 2МРМ 47кОм (резистор в це баы 
| МРМ 4.7кОм (резистор в цели базы________ 
[Стабмлитрон 0.2258" 588 | 
$07323 | Та __[ Я МРМ 1иОмлкОм (резистор смещения) 
[Стабилитрон 02258628 | 
| Стабилитроно.2258т6в | 
| $ МРМ 4.7кОм+47КОм (резистор смещения) ___ 
| $ МРМ 4.7к0м+47кОм (резистор смещения) | 


ны 


НЕТУ 
ны 
И 
| 


Е 
| 


Е 
: 
: 


Ё 
, 


` $01323 | 11а |9 МРМ220м+47кОм (резистор смещения) 
| 01а | Стабилитрон 0,2258т 8,28 
| $0723 | 01а | Стабилитрон 0.2258т 878 
| $0723 | са | Стабилитрон 0,225Вт 9,18 


Е 


| 
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Наименование | Фирма | Корпус [Цоколевка | ____ Эквивалентираткое описание | 
ММВ752408 Моюгов | $0723 | 01а _ | Стабилитрон 0,225Вт 10В 
ММВ25241В 30т23 | 01а _ | Стабилитрон 0,225Вт 11В 
ММВ2752428 30723 | 01а _ | Стабилитрон 0.225Вт 12В 


300 | МС7ЗТООМ5 $0Т23 | Ма _ | 2-хвходовая ячейка И-НЕ 

302 | МС7ЭТО2М5 З0Т23 | Ма | 2-хвходовая ячейка ИЛИ-НЕ 
[8504 | МС7$Т04М5 зот2з | мБ | Инвертор 

8508 | МС7ЗТОоВМ5 30723 | Ма _ | 2-хвходовая ячейка И 
8$14 | №С7$Т14М5 $0Т23 | мь | Инвертирующий триггер Шмитта 
МС7$Т32М5 30Т23 2-х входовая ячейка ИЛИ 
8586 | МС7$Т86М5 $0Т23 2-х входовая ячейка ИСКЛ ИЛИ 
вт | ММВ75243В $0Т23 Стабилитрон 0,225Вт 13В 

80 |ММВ25244В ЗОТ23 Стабилитрон 0,225Вт 148 

ву | ММВ25245В ЗОТ23 Стабилитрон 0,225Вт 158 
8\М | ММВ25246В $0Т23 Стабилитрон 0 2258т 168 

вх | ММВ25247В $0Т23 Стабилитрон 0,225Вт 17В 
ММВ75248В ЗОТ23 Стабилитрон 0,225Вт 18В 
8у2 | В2\49-С8У? __| Рнирз | 30Т89 Стабилитрон 1Вт 8,28 
87 | ММВ25249В 3ОТ23 Стабилитрон 0,225Вт 198 








Не : 
с | © | 

с | © | 

фм | 




















О1а 

















О1а 


[* 
< 








ВЕР92А Таеипкеп|! $01143 74а $1 МРМ СВЧ 6ГГц 16В 30мА 
$1 цифровой МРМ 508 100мА 150мВт {>250МГц + 
НГ ТЕ | комп а Ш 4,7кОм (резистор в цепи базы) 


[= 


$1 РМР ключевой 508 100мА + (резистор 
ТА114Т $0Т23 Т1а в цепи базы) 


$1 цифровой МРМ 508 100мА 150мВт {>250МГц + 
НЕ ЗО т 10кОм (резистор в цепи базы) 


$ РМР ключевой 50В 100мА + 22кОм 


отлзит — | помп | зотз | те [ЗМ илочевой 08 


(] 
м 


$1 цифровой МРМ 508 100мА 150мВт !>250МГц + 
ОТАЗ24ТЕ $0Т416 Т1а 22кОм (резистор в цепи базы) | 


$1 цифровой МРМ 508 100мА 150мВт Р>250МГц + 
96 | ОТА!44ТЕ $01416 Тза 47кОм (резистор в цепи базы) 99 


155355 | Вопп | $00323 | Переключат диод ВОВ 100мА 
_ З0т23 _ 
[мР__| з0т2з | 
_30Т323_ 
[ З0т2з 


> 


> 


МВЕ 947 З0Т23 11а _ | $! МРМ СВЧ 8 ГГц 501-323 
АО |Н$М5-2800 НР2800 диод Шоттки 
Ао | НЗМ$-280в _ | НР | НР2800 диод Шоттки 

ВАМУ56 $0723 | 01) | Сдвоен с общ анодом ВАМ? (1№4148) 
А1_| ВАМИБ6М $07323 | 01, | Сдвоен собщ анодом ВАМ? (14148) 
А1 | $123010$ $0Т23 [049 | Р-кан полевой МОП 
ММВО1501А ЗОТ23 
А13 | ММВО150ЗА 30Т23 
А14 | ММВО1504А $0Т23 
ММВО1505А 30Т23 
ВАМ56 $0Т23 
ВАМ М $0Т323 
А1Х | МВАУБ6 3ОТ23 


Н$М5$-2802 НР $0Т23 
Н$М$-280С $0Т323 


НР 
НР 


В 











В 


Диод 1808 200мА 
Сдвоен диод 180В 200мА 
Сдвоен диод с общ катодом 1808 200мА 


Сдвоен диод с общ анодом 180В 200мА 
Сдвоен собщ анодом ВАМ? (1№4148) 
Сдвоен собщ анодом ВА\\2 (1№4148) 
То же самое 

Сдвоен НР2800 

Сдвоен НР2800 


>> > 
от 


> 
‘2 


ВВ 
| ю 
| 
| 
| 
| 


Е 
|") 


| 
| 


[ 
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Код | Наименование Фирма Эквивалент/краткое описание 
А2 | $123020$ Зисопих $0Т23 | 049 | М№-кан полевой МОП 
| А2 | ВАТВ ЗОТ23 Переключат диод 35В 100мА ВА482 
[2 ММВО2836 $0Т23 Сдвоен переключат диод с общ анодом 758 
Г А2_ | ЕМВО2836 ЗОТ23 
[ А2 |МВт3906оМ $0Т363 Т6с 
лак ММВО2836 ЗОТ23 51) 
Газ | Н$М$-2803 $ОТ23 
| Аз | Н3М$-280Е 301323 1; | НР2800 последов включ пара 
Г Аз | ММВО1005 $0Т23 | 01, | Сдвоен $! диод с малым током утечки 
ВАТ17 Р®Ийрз | $0Т23 Ра 
ЗОТ23 01} 
Н$МЗ-2804 $0Т23 ов 
ГА | Н$М$-280Е 301323 
Ад | ВАМТО Рнирз ТТ | 30123 
А4 | ВАУТОМ 307323 
А4 | ВВ404А ОТ23 
А43 | ВАМТОМ 307323 
А4Х | МВАУТО ЗОТ23 
АБ | Н$М$-2805 $07143 
АБ | ММВО1 010 ЗОТ23 
`— А5 | ММВО2837 30Т23 
Н$М$-2805 $0Т-143 
А5 | ЕМВО2837 2еех | $0723 
Аб | ВА$16 2аех Мо | $0123 
ВА$16\У\ $0Т323 
ВАЗ28 СЕМТ$ | $07143 
АВА | ММУ№?2111 Моюго!а $0Т23 
АВВ | ММИМ2112 ЗОТ23 
АВС | ММИМ2113 $0Т23 
АВО | ММУМ2114 $ОТ23 
АВЕ | ММИМ2115 ЗОТ23 
| АвЕ_| ММУМ2116 $ОТ23 
` АС | ММИМ2130 $0Т23 
АвН | ММИМ2131 $0Т23 т 
| Аб} | ММИМ2132 3От23 
АВК | ММИМ2133 ЗОТ23 
| АвЕ | ММО№2134 ЗОТ23 
`Абз |ВА$16 1пблеоп | $0723 
Авз | ВАЗ16\М\ $0Т323 
| Авз | ВАЗ163 $0Т363 
| Авх | ММВО2838 $0Т23 
| А7 | ВА\УЭ9 РВ её | 3З0Т23 
Н$МЗ-2807 $07143 
$0Т23 0} 











| 
| 
| 
| 


















Сдвоен переключат диод с общ анодом 75В 
2х$ РМР 2№3906 
Сдвоен переключ 75В 100мА 15п$ 


НР2800 последов включ пара 


























Сдвоен переключ 35В 100мА 15нс 





Сдвоен НР2800 диод Шоттки 


| 
Голввн нызовитшети | 
Гевливаимимы 
Говлаиии 
Гони 
Гевливаииии 
Гвинеи 
Поваыи 
Голон нрзелиишети | 
Голвов Злиелысови аще | 
Голон виды оби нетивизов вов 
ан | 

| 

| 


Сдвоен НР2800 диод Шоттки 
2хВАМ\62 (1№4148) 

2ХВАМ2 (1№4148) 

Сдвоен варикап 

2хВАМ\Б2 (1№4148) 

2хВАМ? (144148) 

То же самое 

Сдвоен НР?2800 диод Шоттки 
Сдвоен $1 диоды собщ катодом 


ОВ 
О48 











Сдвоен диоды с общ катодом ЗОВ 150мА 
Сдвоен диоды Шоттки 





Сдвоен диоды с общ катодом ЗОВ 150мА 
$1 переключ 75В 100мА 

ВАМ? (1№4148) 

04 Два быстродейств имп диода 75В 250мА 
т 


























а $ РМР 10кОм+10кОм (резистор смещения) 








а $ РМР 22кОм+22кОм (резистор смещения) 






т 
т 
т 


а $ РМР 10кОм+10кОм (резистор смещения) 


1 
1 
1а $РМР 47кОм+47кОм (резистор смещения) 
1 
1 


а $РМР 10кОм (резистор в цепи базы) 


т 
Т1а $! РМР 4,7кОм (резистор в цепи базы) 
т 


1 
1а $ РМР 1кОм+1кОм (резистор смещения) 
1 


а $ РМР 2,2кОм+2,2кОм (резистор смещения) 


а $ РМР 4,7кОм+4,7кОм (резистор смещения) 








1 

1а Я РМР 4,7кОм+47кОм (резистор смещения) 

1а ЗиРМР 4,7кОм+47кОм (резистор смещения) 
$1 переключ диод 75В 100мА 

1а ВА\//6?2 (1№4148) 

05 


т 
т 
т 
|) 


Три $! переключ диода 75В 100мА 
Сдвоен переключ диод 508 100мА 


Сдвоен диод ВАМЮ2 






НР2800 кольцевое включ 
Сдвоен диод ВАМ92 
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| Код | Наименование Фирма Корпус | Цоколевка Эквивалент/краткое описание | 
| А7з | ВАМУЭМ мбпеоп | 307323 01; _ | Сдвоен диод ВАМЮ2 





























А8 | Н$М5-2808 НР НР2800 диодный мост 

А8 | ВА$19 РВЯ 2е{ ВА\У19 

А81 | ВАЗ 20 РВ 2е{ ВА\20 
АВ2 | ВА$?1 РВ 7е! ВА\/21 
АЗА { ММЫМ2211 Моюгоа $1 МРМ 10кОм+10кОм (резистор смещения) 















АЗВ | ММИМ?2212 $1 МРМ 22кОм+22кОм (резистор смещения) 
АЗС | ММУМ?2213 
АЗО | ММУМ2214 
АВЕ | ММИМ?2215 
АЗЕ | ММУМ2216 
АЗС | ММИМ2230 
вн [1 ММОМ№2231 
АЗ/ | ММУМ2232 
АЗК | ММИМ2233 
АЗЬЕ | ММУМ2234 
ЕММО2835 
А91 | ВА$З17 

74АНС1С00 


АА 
АА 
с 
а 


Моюгоа 











$1 МРМ 47кОм+47кОм (резистор смещения) 





Моюгоа 








Моюгоа 





$! МРМ 10кОм+10кОм (резистор смещения) 














Моюгоа $! МРМ 10кОм (резистор в цепи базы) 











$1 МРМ 4,7кОм (резистор в цепи базы) 





Моюгоа 















Моюго!а $1 МРМ 1кОм+1кОм (резистор смещения) 









Моого!а 











Моюгоа 























Моюгоа 












































ААА | ММВЕ4856 Моюгоа | $0Т23 Полевой с М-кан коммутир 2№4856 
ААС | ММВВУБ1АЕ ЗОТ23 $! МРМ СВЧ 8ГГц 


АВ | 74АНС1С02 Рыйрз $01353 На 2-х входовая ячейка ИЛИ-НЕ 
АВ | ВСМ6ОВ РВИТТ $0Т23 Тла $1 МРМ ВС548В 

АС |74АНС1С04 РИ!рз $01353 и) Инвертор 

АС | ВС\М60С РВ ТТ $0Т23 Т1а $1 МРМ ВС548С 

АС | ВСХ51-10 пйпеоп $ОТ89 $РМР 45В 1А | 


74АНС16004 Ришрз | $0т353 |  мь | Инвертор | 
АО | ВС\!0О Ры тт | $0723 | _Тча__ | &МРМ ВС5480 
АО | ВСХ51-16 ‘пйпеоп | ЗОТвЭ | Тза _ | $ РМР 45В1А 


Тза 
Тла 
Тза 
АОМ | 25С3838К Вонт Т1а _ | &МРМ41В 3,2ГГц для ТВ тюнеров 
АЕ З.РМР 608 1А 
1а 
1а 
Ма 
1а 
За 
Ма 
1а 
За 
за 

































































- 
АЕМ | 2563839К | Вопм | $0723 т $ МРМ 208 2,ОГГц для ТВ тюнеров 
$01353 | мы | Инвертирующий триггер Шмитта 
т $! МРМ 328 100мА 
ы 
= 
= 
- 
- 


[та | | 

Е 
$ МРМ ВС547А 
$/РМР 608 1А 
2-х входовая ячейка ИСКЛ ИЛИ 











НЧ | 74АНС1С14 
НЧ $ | ВСМ/6ОЕЕ 
АС | 74АНС1С632 


Ри!рз 


1пйлеоп 










$01353 














Рнйрз 





















АС | ВСХ70С РВИТТ 
АС | ВСХ52-10 пйпеоп 
АН | 74АНС1С86 РНИрз 
АН | ВСХ7ОН РН ПТ $! МРМ ВС547В 









р 
| 
$ РМР 808 1А | 
Зи РМР усилит 80В 150мА 
$1 МРМ 45В 100мА | 






АН | ВСХ53 
АН | ВСР56 Маого!а 
[Анр ВСХ7ОН РВИр$ $0Т23 Тла 


к 


пйпеоп 
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—= ак —= = 


Эквивалент/краткое описание 
$5 МРМ 458 100мА 
$1 МРМ ВС547С 

$ МРМ 45В 200мА 


| 
$1 МРМ 458 200МА 


$ МРМ ВС5470 


Наименование 








Цоколевка 


РВ ТТ Тла 
АК РТТ | $0723 | та 

| вСХ53-10 |пйпеоп ТЗа __| &РМР 80В 1А 

| АКр | ВСХ7ОК Риз Т1а__ | &МРМ 458 200мА 
ль мясе — 
[АМ 74АНС16125 

















| 
| 
| 
| 











































































|пйлеоп ТЗа $ РМР 608 1А 
Моюго!а Т1а $1 МРМ 808 0,6А |= 60МГЦ 
Рыйрз Тла $! МРМ 808 0,8А {= 60МГц 


ГАР [паАнстбто_— [| Рив О ОИ 


[9 | Моогоа Т2а а Дарлингтона (составной транзистор) 
АТ | ВАТ18-08 иппеоп | Сдвоен переключат диод 358 100мА ВА4ё2 
АИ | ВАТ18-04 1ппеоп [Сдвоен переключат диод 358 100мА ВА4ё2 | 
[80 чобы пере | 

[всхтобя____| 





































А\/ | ВСХ70СВ гаех $0Т23 Тл1а $ МРМ 45В 200мА 
ВСХ70/В 28{ех $0Т23 т1 $1 МРМ 45В 200мА 
АРГО | КТА1505 ЕС $0Т23 т1 $ РМР 35В 500мА 

Е 


а 
а 
АРУ | КТА1 505 С $0Т23 Тла $, РМР 358 500мА 
МВЕ 957 Моогоа $0Т23 Т1а $ МРМ СВЧ { = ЭГГц $0Т323 
Н$М$-2810 Р $0Т23 
[> 
с 
[> 





К 
К 





[=> 


н 
т 
Эисотх 1 - 


[е 


[Евы полой | 
| 


3 | Н$М$-281Е Р $0Т323 Сдвоен собщ анодом НР2810 диод Шоттки | 





|") 
меч 


м 
| 
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——= 
















































Код | Наименование | Фирма Корпус | Цоколевка Эквивалент/краткое описание | 
Г вз | Н$М$-2843 НР $ОТ23 [0% | Сдвоен собщ анодом НР2810 диод Шоттки 
В4 | Н$М$-2814 НР $0Т23 Сдвоен НР?2810 диод Шоттки | 
В4 $0Т323 и" Сдвоен НР2810 диод Шоттки 
в4 [8в40в пт [ з0тз | ов [бани | 
| в5 |Н$М$-2815 НР _| $01143 Сдвоен НР2810 диод Шоттки 
В6 | ВАТ54А Моюгоа $0Т23 |0 | Сдвоен с общ анодом ЗОВ диод Шоттки 
Г в Н$М5-2817 НР $0Т143 04с НР?2810 кольцевое включ 
88 | Н$М5-2818 НР $0Т143 04а НР2810 диодный мост 
в9 72564617 Моюго!а Т1а $ МРМ корпус $С-90 




















ВА | ВСМ1А РАН бп Т1а__ | $ МР ВС558А 
ВА |ВСХ54 Тза _ | & МРМНЧ 458 1А 
ВА | РАМ217 | Ковш | $0123 | Сдвоен диод ВОВ 100мА 
вв Т1а_ _ | ЯРМР ВС558В 
та ___ | !Р№Р ВС558С 
ВС |ВСХ54-10 Тза  |ЯМРМНЧ458 1А 
та__ | $ Р№Р 805580 

т3 

з 

1 



































| во | 

` во |ВСХ54-16 __ | пйпеоп а_ | ЯМРМ НЧ 45В 1А 
ВЕ | ВАЗ70 
_вЕ | 8055 ___ [ МИпеоп | з0тво | тза |9 мМРАНЧ6ОВАА 
[ве | ВСмвЕЕ | РА | 30123 | 11а  |ЯРМР 328 100мА 
Т1а___| $. РМР ВС55ТА 
в 1пблеоп ТЗа _ | $ МРМ НЧ 60В 1А 


ВН | ВСХ71Н РН пп Т1а Я РМР ВС557В 

ВН | ВСХ56 |пбпеоп $0Т89 ТЗа $ МРМ НЧ усилит 80В 1А 

ВН | ВСР56 Мо{ого!а $01223 Т2а $! МРМ усилит 80В 150мА 
ВСХ71 Т1а__ | &РМР ВС557С 

ВСР56-10 пйпеоп ТЗа $1 МРМ усилит 80В 1А 

ВСХ71К РВ 17160 Т1а $РМР ВС5570 

МВО540\/ Моюго!а $01363 О5а Сдвоен детекторн диоды Шоттки 


ВЕ Тза _ | &МРМ НЧусилит ВОВ 1А 
вм | ВСХ55-16 Тза _ | &МРМНЧ 608 1А 
` ВМз | В5563  __ | мйпеоп | $0723 | Та | РМР НЧ переключ 1008 0,8А 
т 
1 
1 
1 
1 
з 





Диод Шоттки переключат 





т 
т 




















































В№ а __ | ЭРМР 328 100мА 

в |236241ж _ | Вопт | $0723 | Т1а _ | &МРМ 508 150МА пип Вань 180 

ВВ Т1а__ | Как25С2412К, но в корпусе ИМТ 

Г ВВ | 2$64617___ | Вот | $0723 | Т1а _ | Как2$С2412К, но в корпусе ЕМЗ 
ВЯ а__| ЭРМР458 


$ РМР схема Дарлингтона (составной транзистор) 
В$3 | В$Р62 $0Т89 т. О,5А Ва 2000 
В$3 | В$Р6ё2 $0Т223 2а 
З 


$! РМР схема Дарлингтона (составной транзистор) 
0,5А П21» 2000 | 
ВТ2 | В5Р16 Моюгоа $0Т89 
С |К\/1832Е Токо $00123 
Со |Н$М$-2820 НР $0Т23 
С0 | Н$М$-282В НР $0Т323 





а 
а 


а 
6 
О1а 
01а 








т 
т 
[9 





СВЧ варикап 4-171Ф 
НР2835 диод Шоттки 
НР2835 диод Шоттки 














$РМР — 3008 1А 


98 
ыы 
| 
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[Код [ Наименование | Фирма Цоколевка 
2х входовая ячейка И-НЕ 
| С11 Т1с 4111 М-кан полевой 

Го ЗОТ23 Т1с _ | 3112 №жан полевой 


Эквивалент/краткое описание 














| 
ты 




























































4112 - аналог ключевой полевой с М-кан 








$$1113 Зисотх Т4с 3113 М-кан полевой 
С2 | ТС4$581Е Тозрфа Ма 2-х входовая ячейка И 
С2 | ВС\\З0 Рыйрз Т1а ВС178В 
Н$М$-2822 $0Т23 Сдвоен НР2835 диод Шоттки 
Н$М$-282С Сдвоен НР2835 диод Шоттки 


Тозньа | $59 
сз | НЗМ$-282Е 


Гозв [5575538 _ | Э№овх | 30723 | 
[сз [ зэтввз [Г мковх | ЗОтз 
|4 | тсавЕ | товвьа | 3059_| 
Ш Сдвоен НР2835 диод Шоттки 
С4 | ВВ404С Ш Сдвоен варикап 
тис 
С41 | 3914091 Т1с 
тис 
тие 
с 


2-х входовая ячейка ИЛИ-НЕ 


} Сдвоен НР2835 диод Шоттки 
Сдвоен НР2835 диод Шоттки 





4113 — аналог ключевой )полевой 











с 2М№5638 


а 


с 
а 
с 
с 

2-х входовая ячейка ИЛИ 
ы 


Сдвоен НР2835 диод Шоттки 
|) 


Т1 
и 
01 
Т1 
Т1 
Т1 
и 
01 
1 
01 


244091 
244092 


Инвертор 


5 
С5 | ММВАВ11С5 $0Т23 Т1а _ | $РМР 2№5086 п» 135-270 
с5 | Н$М$-2825 $07143 Сдвоен НР2835 диод Шоттки 

6 
8 
9 
Р 


[656 | 5914856 | Зисопх | 50723 | т\с |2№4856 
57 | $574857____| Эйоопк | $0723 | _11е |2№857 

58 | 5914858 __ | Эиоопк | 50723 | те [2№4858 

[659 | 3574859 | Зиоотх | $0723 | тс | 244859 

св ИБ Инвертор ° 

Т1а _ | 3. РМР 2№5086 Кр. 200-400 


[$9т48в0____| Зиоотк _ $0723 | те  |2№860 
моогов _ 











С6 
С60 


> 


81 | 3574861 | 5\0опх | 30723 | Тис [24881 
На 2-х входовая ячейка И-НЕ 
Моюгоа Т1а _ | &РМР 2№5086 Пг» 300-600 
04с НР2835 кольцевое включ 
НР2635 диодный мост 
та___| 865598 

- НР 


о 


с ро | |Ш|-= 


2-х входовая ячейка ИСКЛ ИЛИ 


| (2 


р 
] 
|| 


Т1а___ | $ РМР 25086 Нач» 450-900 
483-229 | НР | 30143 | 04 |4 диода Шотки 


[® 


Двунаправленный ключ 


2-х входовая ячейка И-НЕ 
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| Код | Наименование 
СА 
























Цоколевка Эквивалент/краткое описание 


Триггер Шмитта 
2 












1ТС4$584Е Тозтра $659 

$$14391 Зисогих $07123 
ВСРб8 Моюгоа | $01223 
74АНСТ1С02 РЬйрз $01353 
5514392 Эйсогих $07123 
ВСХ68-10 1пйпеоп $07143 
74АНСТ1С04 РНир$ $01353 
5514393 Зисогих $07123 
вСх68-16 $0тТ143 
74АНСТ1604 Рыйрз $01353 
ВСХ68-25 пбпеоп $07143 


855818 50723 
74АНСТ1608 Рнирз | $01353 
ВСРб9 $01223 


8$$798В 1пбпеоп $0Т23 









В 
2а $1 МРМ 208 1А 

а -х входовая ячейка ИЛИ-НЕ 

С 

а $1 МРМ НЧ 208 1А 

1 Полевой с М-кан 2№4393 
Е 
За 

1а 














т 
т 
И 



















т3 


































1пбпеоп 

























т 
" 
т 
т 


$ РМР 208 1А 

$1 МРМ 408 0,8А П21з 40-120 
Инвертирующий триггер Шмитта$ 
ТЗа $ РМР НЧ 208 1А 

Т1а $1 МРМ 35В 0,8А П21э 100 мин 


т 


| 





Т2а 
ТЛа 











СЕ$ 
СЕ |74АНСТ1С14 Рыр$ $01353 


1 

1 
$0т143 
СЕ $0723 
$01353 2-х входовая ячейка ИЛИ 
$01143 73а — |5 РМР НЧ 208 1А 
65 
сн [74АНСТ!686 | РВрз | $07353 | Ма | 2жвходовая ячежаислии | 
сн 
сн 
[74АНСТ1668 | РВирз | $07353 |___ИЗ | Двунаправенныйккя | 




















































25С2411К $0Т23 $1 МРМ схема Дарлингтона (составной транзистор} 
М$07100 3659 З!РМР 258 150МА 

















14] 
Т1а 


М№-кан цифровой МОП полевой | 


8ВС108В 















$0723 | 01а _ | 258 100мА диод Шоттки 
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Эквивалент/краткое описание 


&В4110 Вонт $0Т23 О1а 208 500мА диод Шоттки 
258 100мА диод Шоттки 
[23е | 88700-40 __| Вот | $0723 | с1п  [Сдвоен 458 З0мА диод Шоттки 


| 04 | Н$МР-3804 НР $0Т23 в Сдвоен НР3800 РИМ аттенюаторн диод 
| 04 1884040 $0Т23 

















1 
1 


ыы 


Сдвоен варикап 












































Тла $ РМР 328 0,8А 121.>100 


$1 МРМ 2508 30мА 


м 
11 | 2ВАВ43 
_ З0т23 | 


о 
30Т23 Т1а__ | $ РМР 328 0,8А в>100 
Т1а __ | $ РМР 328 0,8А Н21з>160 
3 
о 
1 
р 


> 


ВС\МЕ67ТА 
А | ВЕ622 
| ОА | ВАВ43$ 
А$ | ВСМЮ7А 
| ВС\7В 
ВЕб23 
` ОВ1 | ВАВЗ4А 
ОВ2 | ВАВ43С 
ВС\М67В 
ВС\М7С 
ВЕ720 
ВЕбё20 


Ни ае 
ов 
[ся [ммвоалмевЕ | Раиса | з0т2з | би [десен дидамив | 
Гов [з9тв _ | ох | зотмз | та [Мен цифровой МОП | 
[05 | ммволлавсс | Рамема | зот2з | отн [бдвоен диам | 
[05 |021 | 2евх | $0123 | ©" | Смалым током утечки сдвоен_ 9: диод 
| 06 | ММВО4148СА__| Раисва | $0123 Сдвоен_ диод 144148 | 
ка ММВС162206 МР53904 Ннь 200-400 г 
|063 [240263 __ | 2х | $0723 | 0% | С малым током утечки сдвоен $! диод 
[07 _[ммвс162207 _| маюге | $0т23 | а  [МР53904 наь, 300-600 
Диод Шопки 708 30мА 
31 МРМ 328 100мА 250мВт 
[ Овр | ВСЕЗЗ 8С146/03 
094 | ВАВ42 Диод Шоттки ОВ 100мА 
|095 | ВАВ4З Диод Шоттки З0В 100мА 
ВА570-04 2хВАВ18 
97 | ВАЗ70-05 2хВАВ18 
| 098 | ВАЗ70-06 2хВАВ18 

эт 1 

з 


О 
т 


а 





пйпеоп 


В 





в 


Тза _ | РМР 2508 ЗОмА 
ы 

ь 
пбоеоп Т1а 
та 
Моюгоа ТЗа 
тза 


2хВАК43 

2хВАВ4З 

Зи РМР 328 0,8А [21.>160 
$ РМР 328 0 ВА 1?1.>250 
$ МРМ 3008 1,5\М/ 

$1 МРМ 3008 30мА 


| 


| 





$7ТМ 
$7ТМ 
$7М 
$ТМ 
$7ТМ 


= 


9190 
о о|о 








0Сз | ВС\№7С шппеоп | 30123 1 РМР 328 0 ЗА [21;>250 
| Е а __ | $ РМР45В 0,8 Н215>100 





ВС\68Е тм Н 
б Зотве 


3 
1 
1 
ВЕб21 ЗОТв9 тза _ | &РМР 3008 30МА 
ВЕ721 Моюгоа За _ | Э1РМР 1,5/300В 
Её | ВСМВЗЕ 1пйпеоп 1а | $ РМР 458 О,ВА |215>100 
1 
1 
1 
Г 


В 
я 


З 





Б] 
я 





о 






т 
т 
т 


ВС\8С $ТМ $0Т23 а $ РМР 45В 0,8А 1?21з>160 
ВС\М8С 1пйпеоп $0Т23 Т1а Зи РМР 45В 0,8А 121.>160 
ВС\68Н $ТМ $0Т23 Т1а $ РМР 45В 0,8А 1215>250 


ММВО2000 Моюгоа | $01323 О1а 
ВСМ8Н 1пйпеоп $0123 
ММВО2005 Моюогоа |} $0Т323 


о 
8 


6$ 


8 





в 


$ переключат диод 208 0,2А 
Я РМР 458 0,8А |21->250 
$1 переключат диод ЗОВ 0,2А 


Н 


Н$ Т1а 








оВВЕ 
2Е 


| 
| 
| 
| 
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Цоколевка Эквивалент/краткое описание 
ОК$ | ВСХ42 $07123 Т1а + РМР НЧ переключ 1258 0,8А 
ММВО2010 Мо{ого!а $0Т323 Сдвоен собщ катодом ММВО2000 


155380 $00323 06 __ | Диод 40В 100МА с малым током утечки 


1МВТ3904 ИТТ Та $1! МРМ 2№3904 
1МВТ3906 1а $ РМР 2№3906 

Н$МР-3810 НР НР3З810 РИМ аттенюаторн диод 
Н$МР-381В НР $0Т323 НР3З810 Р1М аттенюаторн диод 
ТС7$00Е ТозмБа 2-х входовая ячейка И-НЕ 
ТС7$00ЕУ 2-х входовая ячейка И-НЕ 
ВЕ$517 Т1а — | ВЕ\У90 ВЕМЮ2 

ТС7$08Е 2-х входовая ячейка И 

ВЕЗ17А та 
ВАО 
2 | НЗМР-3812 
Гез [тотзае | тозьв | 3088 | 
Гвз | тсузо2ку | това | $0т35з_ 2-х входовая ячейка ИЛИ-НЕ 

| Е3 |[в^в99 | 2аек | $0723 | сие | Переключат диод75810мА | 














` Код Наименование 












1пбпеоп 








































+ 




















1 


2 
2 





> > 


2-х входовая ячейка И 
$1 МРМ СВЧ ЗГГц 25мА 
Переключат диод 75В 100мА 


ю|ю 





Сдвоен НР3810 Р!М аттенюаторн диод 
Сдвоен НР3810 РИМ аттенюаторн диод 
2-х входовая ячейка ИЛИ-НЕ 





ЕЗ |Н$МР-313 | НР | $0123 | 0% | Сдвоен НРЗВ1О РМ атенюаторн дид_ | 
[ Ез_| нзмР-за1Е__ | НР__| $07323 | 0%  [Сдвоен НРЗВ1О РИМ атенюаторн дд | 
[ 64 | тс7зз2=____| тозньа | 3659 | из  [2жеходоваяячейаии | 
Ев [тстззато _ | товньа | 50753 | из [2хьомямивии | 
64 |Н$МР-3814 _ | НР | $0723 | 0 | Сдвоен НР3810 РИМ аттенюаторн диод 
[ Её | НЗМР-зв1Е__| НР_ | 307323 | в | Сдвоен НР3810 РИМ аттенюаторн диод 
| 4 |вв4мЕ ____| МГ | 80723 | 01в | Сдвоен варикап 
её |тствыЕ __ | Тозмьа | 50% | иь [Инвертор 
Г Её |тс7304" | тозньа | 505 | ИБ [Инвертор 
её [ро _ | 2евк | зоте | 01а [нрав 
[тс758вЕ _ __| Тозмьа | 3659 | Ма | 2-х входовая ячейка ИСКЛ ИЛИ 
[ма | 
оса | 




















р 

| ЕВ | ТС7$86РИ $0Т353 2-х входовая ячейка ИСКЛ ИЛИ 
| Е | 2С2811Е $0Т23 НР2811 

| м 

[в | ТС7$66Е $659 | ме | Двунаправленный ключ 








ТС7$566ЕЦ ТозмБа $0Т353 Двунаправленный ключ 
7С5800Е 7мех | $0723 НР5800 
ТС7$14ЕУ $01353 | и | Инвертирующий триггер Шмитта 
| ЕАз | ВСМВЗА ЗОТ23 $1 МРМ 328 800мА Н21з>100 
| ЕВ | НЗМР-4810__ | НР | $07123 0,5-ЗГГц РИМ сдвоен собщ катодом 
| ЕВ_| НЗМР-481В $07323 | 01"  [0,5-3ГГц РИМ сдвоен собщ катодом 
[Ев _ М$С1022-В 3659 3 РМР ВЧ 150МГЦ { = 208 
т м 


Инвертирующий триггер Шмитта 







ВС\У65В пбпеоп | 30123 $ МРМ 328 800МА П21:>160 


Зи РМР ВЧ 150МГц {= 208 
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Код | Наименование Цоколевка Эквивалент/краткое описание 
ВС\65С бпеоп | $0123 Т1а | $ РМ 32В 800мА Н21з>250 


С\29 ТЗа __ | &МРМ 308 0,5А 
ВСУ6Е Т1а _ | & МРМ 458 800МА Н2з>100 
ВС\49 ТЗа _ | РМР 608 0,5А 
ЕС | ВСМ66С Т1а | МРМ 458 800МА Н21>160 
ЕН$ | ВСМ66Н Т1а |9 МРМ45В 800МА К21>240 
вСх41 1пбпеоп Т1а__ | &МРМ НЧ переключ 1258 0,8А 
К\1831Е СВЧ варикап 2,5-22пФ 
МВЕ 927 Т1а _ | &МРМ СВЧ! = 8ГГц 
Н$МР-3820 НР О1а __ | 358 ВЧ РИМ переключат диод 
Т$0Е1205 Т4а __ |1=12ГГц $1 МРМ СВЧ 48 12мА 
ВЕ$18 Т1а__ | в2495 

1 


Е1 | ММВС1009Е1 Моюго!а $О0Т23 Т1а $! МРМ ВЧ {= 150МГц П21э=30-60 


Е2 | ВЕ$19 $6$ Рм $0Т23 Т1а ВЕ184 ВЕ494 


Н$МР-3822 _ | НР | 30123 Сдвоен НРЗ820 РИМ переключат диод 


Е? | 501220 Т4а__ | & МРМ!= 12ГГц 6В 20мА 

Н$МР-3823 НР ЗОТ23 01, — | 35В ВЧ РИМ переключат диод 

ММВС1009ЕЗ Т1а _ | ЯМРМ ВЧ! = 150МГц К21.=60-120 

Н$МР-3824 | НР | $0123 | Сдвоен НРЗ820 РИМ переключат диод 

Н$МР-4820 __| НР | $0123 | [1е 
| лпбпеоп_| 








ы 





| 
| 
| 
| 
| 





п 
| 


| 


п|мм 








- 
|" 


т 
2 
[5 


т 
> 





п 
ю 











т] т 
| ю 


п 
> 











0,5-ЗГГц РИМ сдвоен с общ анодом 








> 


Н$МР-482В | нР__| $01323 0,5-ЗГГц РИМ сдвоен собщ анодом 
ВЕО17 РНи!р$ $0Т89 ТЗа $1 МРМ ВЧ 1 5ГГц 300мА 


т 
> 





ВЕ 


РАз | ВЕРВ пбоеоп | 301143 | 14а _ |3 МРМ ВЧ 168 ЗОмА ВЕО69 
| тм | $0123 та 


РО | ВС\У26 $: РМР схема Дарлингтона (составной транзистор) 
РЕ | ВС\46 $0123 ТЛа $1 РЮР схема Дарлингтона (составной транзистор) 


ЕЕз | ВЕРЭЗА 14а | МРМ ВЧ 128 50МА ВЕВЯТА 
ВС\У?27 | этм | $0723 | Т1а $: МРМ схема Дарлингтона (составной транзистор) 
ВС\47 ТЛа $1! МРМ схема Дарлингтона (составной транзистор) 
Ебз | ВР019$ ТЗа _ | &МРМ ВЧ 158 75МА ВЕВ96$ 
25А1037АК $0т23 Т1а__ | Э'РМР Вяз усилит 
25А1576А Т1а__ | Аналог — 25А1037К 
23А1774 Т1а | Аналог — 25А1037К 
с | Квт $00123 06 — | СВЧ варикап 2-161Ф 
6 Т1а__ | & МРМ СВЧ 8ГГц 
60 | Н$МР-3899 _ | НР_ | $0123 | О1а НР3890 РИМ переключат диод 
60 | НЗМР-З89В $07323 | 01а _ | НРЗВ90 РИМ переключат диод 
6! Ча ___| ВЕ199 
с1 | ММВТ5551 Т4а__ | & МРМ 2№5551 /кэ 1608 
С1 | ТС7ЗЕТООР $659 Ма 2-х входовая ячейка И-НЕ 
а 307353 
Го [вом | вып [ вот 


$0Т23 


[615 | вс84вА $ОТ23 


[<1 К | ВС848В Войт $0Т23 





НР 
| 
ТМ 
ТМ 
| 
этм | 
ТМ 
| 


т 
т 


© 





т 
я 


= 
я 


р] 








2-х входовая ячейка И-НЕ 
$1 МРМ ВС547А 
Т1а $ МРМ ВС547В 
Т1а $! МРМ ВС547С 
Т1а $1 МРМ ВС548А 
ТЗа $ МРМ ВС548В 

















ТЛа 


© | © 
© | п 
[*°) 
о 
[.] 
> 
м 
р] 
[2] 
Г. 
Е 


В 
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Код | Наименование Фирма Цоколевка Эквивалент/краткое описание 
СЛК | ВС848 ВМ Войт $01323 ТЛа $1 МРМ ВС548В 
СЛЕ | ВС848С Корт $0123 Т1а $ МРМ ВС548С | 


| 

С2 | Н$МР-3892 $0Т23 011 Сдвоен НР3890 Р!М переключат диод 
Н$МР-389С $0Т323 041 Сдвоен НР3890 РИМ переключат диод 

| 

| 

| 

| 







































62 

С2 | ТС7ЗЕТОВЕ Тора $659 Иа 2-х входовая ячейка И 
С2 | ТС7ЗЕТОВЕУ ТозмБа $0Т353 2-х входовая ячейка И 
С3 | Н$МР-3893 НР $0Т23 





Сдвоен НР3890 РИМ переключат диод 
01) Сдвоен НР3З890 Р1М переключат диод 























[ма | 

оо 
63 | НЗМР-389Е | НР | $01323 | 0% _ 
Зот2з | ола | РМ диод 100850 | 
3059 | ма [2х входовая ячейа ИИНЕ 
63 тозвба | $07353 |__ Иа | 2жвходовая чей ИИНЕ 
СЗЕ | ВС857А Вонт _| $0123 Т1а___ | &РМР ВС557А | 
СЗЕ | ВС857В Вонт _| $0123 Т1а _ | &РМР ВС557В | 
3) | ВС858А Вонт __| $0123 Т1а _ | &РМР ВС558А 
сзк | ВС858В Вонт _| $0723 Т1а __ | &РМР ВС558В 








Т1Ла $! РМР ВС558В 


т1 $ РМР ВС558С 
Сдвоен РИМ диод 1008 50мА 
Сдвоен НР3890 РИМ переключат диод 


СЗК | ВС858 ВМ Корт $01323 
СЗЕ | ВС858С Копт $0123 


64 | ВАВ6З-04 $0т23 
64 | НЗМР-3894 | НР | 30123 










о 





























С4 | НЗМР-389Е НР $07323 Сдвоен НР3890 РИМ переключат диод 
С4 | ТС7ЗЕТЗ2Е ТозрБа $659 2-х входовая ячейка ИЛИ 
С4 | ТС7$ЗЕТЗ2Е Ц ТозНМБа $0Т353 2-х входовая ячейка ИЛИ | 


64 | ВАВ63-04\/ $0Т323 
С5 | ВАВ6З-05 ЗОТ23 
65 $0Т143 
нь 
ТС7ЗЕТО4ЕУ 
65$ ппоеоп $0Т323 
66 01; _ | Сдвоен РИМ диод 1008 50мА 

Тиа___| $ МРМ ВС337-16 

сев Та _ | 9 МРМ ВС337-25 

С65 Сдвоен РИМ диод 1008 50мА 

С7 | ВЕ579 Тееипкеп|! $0123 Т1а $ РМР ВЕ979 СВЧ{= 1,75ГГЦ 

[в | тс7зЕТёвЕ | тозиьа (5059 | Ма  [2хвходовая ячейв иклии 
68 | СтЗЕТВеРО | Тознва | $07353 | ма | 2жеходовая чека ислии 
са [намеаню | вв | воза [ с [оватидюин РМоренииттынани — 
СА $01323 О1е 0,5-ЗГГц сдвоен РИМ ограничительный диод 

6С1 Т1а | ВС178А 

сз [Вслвы 
60 
602 вс1овв 

СЕё | ВЕВЗБАР пйпеоп $! МРМ ВЧ 158 ЗОМА ВЕВЗ4А 

СЕз | ВЕВ92Р иийпеоп | $0123 Т1а__ | &МРМ ВЧ 158 30МА ВЕВ90 


СН2 | ВСУ Корт $0Т23 Та ВС177В й 


Сдвоен РИМ диод 1008 50мА 
Сдвоен РИМ диод 1008 50мА 
Сдвоен НР3890 РАМ переключат диод 





Инвертор 





Инвертор 
Сдвоен РМ диод 1008 50мА 
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[Код | Наименование | Фирма | Корпус 
6к1 $0Т23 


$0Т23 
$0Т23 
$6059 





Цоколевка Эквивалент/краткое описание 
Тла 


Т1а 





ВС107А 
ВС107В 2ХТ300 


ВС338 | 
Гы [мееытв — [оьоа | ОТ Гменевчети | 
Гат ети — | Томь | 5656 ЗОО ОИ 


Н1 | ТС7$НООРУ ТозРиБа $01353 Ма 2-х входовая ячейка И-НЕ 
Н1 | ВСМ9 Р—йрз $0Т23 Тла ВС177А 
Н 


1 |$$14416 Зисогих $0Т23 Т1с Полевой с М-кан 2№4416 


$1 МРМ/РМР пара 10кОм+10кОм 
(резистор смещения} 


| 
| 
| 








Мо‘ого!а 








Моюго!а 





Т1а 
Т1а 
Т1а 
Т1а 
Т1а 
Т1а 

1а 


т 














Н11 | ОМНТМ Вот $01363 Тб6с 


Н2 | ТС7ЗНОВЕ $С59 
Н2 | ТС7ЗНОВЕИ Тознба | 301353 
нг | всмто ЗОТ23 
нз | ТС7ЗНО2Е $659 
нз | ТСУЗНо2ЕУ $0Т353 
нз | всм9 30Т23 
н4 | тС7$НЗ2Е $659 
Н4 |ТС7$НЗ27Ц $0Т353 
н4 | 5575484 ЗОТ23 
ТС7ЗНО4Е $С59 
ТСУЗНО4ЕИ Тозпра | $01353 
3515485 0Т23 
н5 | МВО7700М $0Т363 
нё | тС7$НИО4Е $С59 


6 | ТС7$НИО4ЕИ $0Т353 


$$15486 | Зисох | $0123 
| Тозба | 


ТС7$Н86Е Тозмра $659 


ТС7$Н86РИ $0Т353 
А | 74НС1600 $0Т353 
А | ТС7ЗН14Е $С59 
А | ТС7$ЗН14ЕУ $0Т353 
74НС1602 $0Т353 
ВЕМ22 зот89 
74НС1604 $0Т353 
ВЕМ23 зотв9 
74НС16004 $0Т353 
74НС1608 | РВирз | 301353 
[Риз _ 





| 
| 
} 
| 
| 


2-х входовая ячейка И 












2-х входовая ячейка И 





т 


ВС177В 


2-х входовая ячейка ИЛИ-НЕ 


а 





2-х входовая ячейка ИЛИ 
2-х входовая ячейка ИЛИ 


Полевой с М-кан 25В 10мА 2№5484 


Инвертор 
Полевой с М-кан 25В 10мА 2№5485 
Сдвоенный СВЧ диод Шоттки 


2-х входовая ячейка ИЛИ-НЕ 
ВС556 





р 
Т1а 
Т1с 











ие 





Инвертор 








Инвертор 
Т1с Полевой с М-кан 25В 10мА 2М№5486 
2-х входовая ячейка ИСКЛ ИЛИ 











88 [5 
[2 


2-х входовая ячейка ИСКЛ ИЛИ 





2-х входовая ячейка И-НЕ 


[2х виновя нейл | 
ею О | 


в я 


= 


С Инвертор 


ТЗа $РМР Цкэ 2508 


НЕ |74НС1С14 РЫйр$ $01353 Инвертирующий триггер Шмитта 
НС |74НС1С32 Р—НИрз $01353 


2-х входовая ячейка ИСКЛ ИЛИ | 
Сдвоен варикап, аналог ВВ\51 


74НС1С86 Р—йрз $0Т353 
ВВ\51-07 |пйпеоп $01143 


2-х входовая ячейка ИЛИ 


Н$ 


Г 


х 


| т |: 
о 
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Корпус | Цоколевка 






Код | Наименование Фирма 
74НС1С66 РЫр$ $01353 119 Двунаправленный ключ 


Не 
[нм | 74нс16125 __| Рвйрз | $07353 | Ме — | Драйвер шины буфера линии, 3хуровне __ | 
[ню [4нси61 | Рырз | 507353 | ие [Драйвер шины буфера линии. Зжуровное — | 
на К Ва т. Э.РМР 500мА 
| $$1108 Зисогих $0Т23 Полевой с М-кан 4108 
[® | 557109 | 5иопх | $0723 | ‘Ме | Полевой с №кан 3109 
[201 | 3029068 | [| 80723 | ма [22906 
из 
2С830 7ейех 24а  |7С820 варикапы 
41 |В$5$1384 Моюгоа $0123 Т1а № кан полевой 
2х входовая ячейка И 
/2 | ТС7$208ЕЦ Тозыьа 
42 | 20833 $0Т23 
43 |1ТС73202Е Тозньа 
2-х входовая ячейка ИЛИ-НЕ 
рта _ | 26821 
.30 Т1а_ | &РМР ВЧ! = 0,6ГГц 
2-х входовая ячейка ИЛИ 
ТС7$204ЕЧ ТозтБа $01353 Инвертор 
2еех 2824 
г сна [диод 1006 
$0Т23 21а __ | 26825 
Переключат диоды 
















Эквивалент/краткое описание 

































































2-х входовая ячейка И 
720823 
2-х входовая ячейка ИЛИ-НЕ 





























2-х входовая ячейка ИЛИ 
20823 
29пФ ВЧ варикап диод 









Инвертор 




































Драйвер шины буфера линии, 3-х уровнев 


|019 | Диод 70В 











































[8 
т 





Г.С |1С7$2126Е $659 
УС | ТС7$2126РЧ Тозпра $0Т353 
С 
С$ | ВАЁ74 пяпеоп 
1ТС7$205Е ТозрБа $059 
ВАЗ $ОТ23 
ВА! 99 1пйпеоп 


.вз | ВАВ74 ийпеоп_ | $0723 
ВАЁ74 2аех $0Т23 
ЗЕ | ТС7$205РИ $0353 
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Наименование Фирма Эквивалент/краткое описание 
3Сз | ВАВ99 1пбпеоп | $0123 Диод 70В 
ВЕ1009 пйпеоп $01143 М-кан цифровой полевой МОП 1ГГц 9В 
МВЕ 949 моюгов | $С90 $ МРМ СВЧ 1 = ЭГГц 
ВЕ1009$ мбпеоп | $01143 М-кан цифровой полевой МОП 1ГГц ЭВ 
ТА! 





= — 
< 
х 
м 


и" 
[7 

[3] 
> 
5 
© 
= 












3Рз | ВА$19 пйпеоп $0Т23 Диод 1008 250мА | 


| орз | ВАО | пяпеоп $01143 Сдвоен переключат диод 3008 250мА 
]Вз | ВА$ 20 |пйпеоп $0Т23 Диод 1508 250мА 


ВА$21 1пйп Мо! $0723 Диод 2008 250мА 


ВАМ 00 'пИпеоп | $01143 | 14 | Сдвоен переключат диод 758 200МА 


ВА$28 РЫЙрз $01143 7149 Сдвоен переключат диод 75В 200мА 
ВА$28 1пйпеоп $01143 Т4а 


ВА$116 ибп Мо: | $0723 | 01а | 
ВА\17О Мо! пйп 
ВА\/199 Мо! Ипйп 
ВАМ/156 Моюго!а 
МВЕ 917 Моюгоа 


Н$МР-3830 НР $0723 | 01а | 
ВС\М71 Рышрз | $0723 | Ма | 


< 
г. 
о 


= 
г 





< 
[42] 
















Сдвоен переключат диод 75В 200мА 
Диод 250В 75МА 1о6р 5НА 

Сдвоен с общ катодом $1 диод с малым !обр 
Сдвоен с общ анодом $1 диод с малым |обр 
$1 МРМ СВЧ {= 6 ГГЦ 
РИМ диод НР3З830 
ВС107А 


РМР переключ 50В 100мА с резистором 
в цепи базы 



















































| к 
















К14 | ОТА114С 


$0Т23 


Ковт $0123 
РЫИр$ $0Т23 
НР $0Т23 


Конт | $0723 | ма | 









К15 | ОТА1!24С 
ВС\\72 
Н$МР-3832 


РМР переключ 50В 50мА с резистором в цепи базы 
ВС107В 2ХТ300 
Сдвоен НР3830 РИМ диод 


$! МРМ ключевой 508 100мА с резистором 
в цепи базы 























5 





К24 | ОТС1146 









Тла 
Тла 
Т1а 
ТЛа 
Тла 
011 
Тла 
Т1а 






РМР ключевой 508 50мА с резистором в цепи базы 
Сдвоен НР3830 РМ диод 
$1 МРМ 508 0,1А 0,2Вт [21 420 
Сдвоен НР3З830 РИМ диод 
ВС546А 

ВС546В 

$! МРМ 80В 


ОТА124С 
Н$МР-3833 
ВС\481 











в 






РВир$ 








Н$МР-3834 НР 














РНирз $0723 

РЬйр$ 
Моюго!а 

Роз Умо 


В$Т84 РЬрз $0189 М№М-кан МОП 2008 0,25А 


01) 

Т1а 

ов 

в$Т86 РВИрз М-кан_МОП 1808 0,ЗА 

и 

Ма 
[ма 

Т1а 
ты 
Ра 

011 


х 
[>] 












| 


ММВТ80991. 
В$Т80 








ВЕВЕВЕВ 


г 
> 


Н$МР-З86В ВЧРМ диод 
Н$МР-3860 НР $0Т23 Сдвоен РИМ диод 
ТС7ЗЕ00Е Тозыьа | $659 

ТС7$:00РИ Тозньа 


В$$65 $0Т23 
ТозтБа $659 


ТС7$108Е 
ТС7$-08 РЦ ТозрБа $0Т353 
$0Т23 


Н$МР-3862 


о 





о 








2-х входовая ячейка И-НЕ 


$ РМР 128 0,1А 400МГц ключевой 

2-х входовая ячейка И 
ЕАН 

Сдвоен ВЧ РМ диод | 


> 





= 
> 


98 











2 
12 













НР 
Р 




















Н$МР-386С Н $0Т323 011 Сдвоен ВЧРИМ диод 
[+2 | в5$69 2еех | $0723 Т4а__ | &РМР 408 0,1А 200МГц ключевой 
20 | ВАЗ29 Ма!Зети | $0123 01а — | Эдиод 1208 50мА 














6. Маркировка полупроводниковых ЗМО радиокомпонентов 111 















































3 








Код | Наименование Фирма Корпус | Цоколевка Эквивалент/краткое описание | 
121 |ВА$31 Ма{5ети $0Т23 011 2хВА$29 диод 
Е Вы 
122 | ВА$З5 Ма{5ети $0723 2хВА$29 диод 
13 |ТС7$102Е Тознфа $659 2-х входовая ячейка ИЛИ-НЕ 















ТС7$102ЕЧ ТозрБа $01353 Ма 





2-х входовая ячейка ИЛИ-НЕ 











13 





В$$70 7е\ех $0Т23 Тла $! РМР 40В 0 1А 200МГц ключевой 








13 | ММВС162313 


$1 МРМ 40В 











Моогоа $0Т23 Тла 
НР $0Т23 01; 









































































































































































































































































































































































13 | Н$5МР-3863 С общ анодом ВЧ РИМ диод 
13 | Н5МР-386Е НР $01323 01) С общ анодом ВЧ РИМ диод | 
130 | ВАУ23 Гры [807143 | 049  [2диода200в22А 
 |тстязае | тозва | $059 | ма  |2жвходовя чении 
ТС7$:32РЦ Тозньа | $01353 1а ___ | 2-х входовая ячейка ИЛИ 
Н$МР-3864 С общ катодом ВЧ РИМ диод 
| 4 Н$МР-386Е Н С общ катодом ВЧ РИМ диод 
14 |ВАТЗ4 РЬ!рз ВАТ85 диод Шоттки 
14 | ММВС162314 Моюгоа $1 МРМ 408 
1.41 | ВАТ74 РЫйрз 2хХВАТ85 
142 | ВАТ54А РВ 2 Сдвоен с общ катодом диод Шоттки 
1.43 РВЕ2е{ Сдвоен с общ катодом диод Шоттки 
144 | ВАТ54$ РВ 2е{ Сдвоен диоды Шоттки с посл вкл 
147 | ВАТ54 $0Т23 ВАТ85 диод Шоттки бо 
15 |В$$565В $0723 $! РМР 128 100мА 330мВт 
15 |К$Т162315 Загтзипа $0723 $! МРМ 508 100мА 350мВт 
15 |ТС7$1.04Р> Тозбфа $659 Инвертор 
[5 | ТС7$104ЕУ ТознБа | $01353 Инвертор 
15 | ММВС162315 Моюгоа МР$3904 П21э 135-270 
151 | ВАЗ 56 Сеги$ Два быстродейств имп диода 60В 200мА 
151 | ВАЗ 56 Два быстродейств имп диода 60В 200мА 
16 |1ТС7$404Е Тозбфа Инвертор 
| 16 |ТС7$4104ЕЧ ТозвБа Инвертор 
16 шйпеоп РАМ диод 1008 140мА 
16 | в$5$569В Тла $1 РМР 40В 0,1А 200МГц ключевой 
16 |ММВС162316 Моюго!а Тла МР$3904 П21з 200-400 
17 |8В$$70В Тла $ РМР 408 0,1А 200МГц ключевой 
ы7 Т1а__ | МР$3904 зн» 300-600 
-7_| ВАВ141 | шбпеоп | $0723 | 0 | Сдвоен РИМ 100МА макс | 
18 и о Сдвоен РИМ 100мА макс 
: 
тв М-кан ВЧ полевой МОП 200МГц 
ьв |ВЕ999 мйпеоп | $0123 М-кан_ВЧ полевой МОП 300МГЦц | 
10$ | ВЕ543 пйпеоп $0Т23 Т1е М-кан ВЧ полевой МОП 300МГц 
ТЕ$ | ВРббО 1пйпеоп $0Т23 Тла $1 РМР ВЕбОБА ВЧ генераторный { = 800МГц 
16$ | ВЕ775А 1пйпеоп $07123 Т1а $ МРМ ВЧ 16В 30мА 
ЕН$ | ВР569 пбпеоп $0123 Т1а $! РМР ВЧ ВЕ970 
1К | ВЕ799 пвпеоп $0Т23 $1 МРМ ВЧ 208 35мА ВЕ959 
(к В 1пйпеоп $01323 $1! МРМ ВЧ 20В 35мА ВЕ959 























112 6. Маркировка полупроводниковых ЗМО радиокомпонентов 








| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 





Код | Наименовани Фирма Корпус | Цоколевка Эквивалент/краткое описание 


ЬМ [в5$Т120 РЫЙр$ $0Т89 Тзе Р-кан полевой МОП 608 0,ЗА 
В$Т122 Рырз | ЗОТ89 Тзе _ | Р-кан полевой МОП 508 0 25А 
1 


ЕО | ВЕ775 |пйпеоп Т1а_ _ | $ МРМ ВЧ 158 ЗОМА ВЕО69 
ВЕ775М шйпеоп | $01323 | _Тла | МРМВЧ 158 з0МА ВЕО69 
ГВз | ВЕБ17 Т1а | $ МРМ ВЕТ6З 2,5 ГГц 
13$ | ВЕ77ОА |пбпеоп т $ МРМ ВЧ 128 50МА 
ВАК6б5-07 шйпеоп $07143 Диод ВЧ переключат ЗОВ 100мА 


м 

м1 | ВЕВЗО 1 ВЕМЛ1 ВЕ245 
| м1В | ММВТ22221 Моюгоа ча | МРМ 2№2222 

ММВТА4ЗЕ 1а — |5 МРММРЗА4З 2008 Цкэ 

М1Е | ММВТ5550Е 1а _ | 2№5550 51 МРМ 140В 

| З0т2з | т! 

- 

Г 

Г 


| 
| 
| 
| 
| 
| 








с 











М1. | ММвТ2369 $ОТ23 $ МРМ 2№2369А 


ВЕВЗ1 | РыМо! | $0123 | с  |ВЕМИ2 ВЕ245 

М2В | ММВТ2907 а_ |5 РМР2№2907 

М2С | ММВТА?О Т1а__ | &РМР МРЗА7О 

МЗ | ВЕТ46 Т1с М-кан полевой мапосигн усилит 
мз | ММВА812МЗ Тла ___]| $ РМР 2№5086 тэ 60-120 

МЗ1 | В$020 Т4} М-кан ключевой полевой МОП 108 
14 М-кан ключевой полевой МОП 208 
МЗА | ММВТН24 а _ | Э МРМ ВЧ усилит 400МГц{ = 30В 
мзв | ммвт918 а — |$МРМ 2№918 СВЧ усилит 

мз, | ммвтн69 Т1а ___| $ РМР СВЧ усилит 2ГГц!= 158 
М4 | В3В56 Т1с _ | 2№4856 М-кан полевой 

м4 | МВО1100м Сдвоен СВЧ диод Шоттки 

МАА | ММВУ109 
М4А | ММВ\109 Моюгоа о 
ммВУ42 
ммвуУЗ102 
МАЕ | ММВ\1 056 
МАЕ | ММВОЗ53 
мм8У2101 
м5 | 5957 
М5 | ММВА812М5 
ММВО70о 
м56 
85958 
м6 | ммвАё12м6 
мб | в3366 7ецех 
МбА | ММВЕ4416 
М6В | ММВЕ5484 
Мёс | ммвгуз10 т 
МЕЕ | ММВЕ5460 т 
МЕН | ММВО354 Сдвоен МВО101 с общ катодом 

М7 | в5567 т 3 МРМ 40В 0,1А ключевой { = з00МГц 


1 
М ММВА812М7 Моюгоа $0Т23 Т1а $1РМР 2№5086 Н21з 300-600 


т 
т 
ТЛа 
т 


т 
т 
т 


[25 
ю 


т 
ти 











Варикап 





Варикап 
Сдвоен с общ катодом варикап 451пФ/2В 
Варикап 








Варикап 

Сдвоен МВО101 с послед вкл 
Варикап 6,8 пФ М\У?2101 
215457 М-кан полевой 


1 
1 





а $! РМР 2№5086 П21» 135-270 
2х переключат диодз 1008 
2хмМВО101 диод 


а 
с 
с 214858 М-кан полевой 


1 
1 
1а $! РМР 2№5086 |21з 200-400 

1а $1 МРМ 40В 0,1А ключевой # = 250МГц 
4 

р 

4 


с Полевой с М-кан ВЧ 2№4416 
с Полевой с М-кан ВЧ 2№5484 
с Полевой с М-кан ВЧ Ц310 

с Полевой с М-кан ВЧ 2№5460 


Е 
= 
= 
= 
= 
= 
”- 


а 





























© 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 


Наименование | Фирма | Корпус | Цоколевка |_____ Эквивалентуираткое описание _ 

ВЕ989 

ВЕ9ЗО та вв 
вв 
[ве 
ПО 


| 
| 


- 


М74 





Р.4 
А 
5 
т 
5 
5 
= 
| 
| 
|е) 
> 
[| 
э 
э 
г 
|: 
о 
> 
= 
[®) 
я 


Мо1 | ВЕ991 Та _ | ВЕ981 
М92 | ВЕ992 ВЕ982 
М1МА15ТА 
Мвтз9о4рми 
м1МА152АТ | Маю | $0723 | _01с |808 100мА переключ ид | 
метзео4оме | маюгоа | $07363 || бдвовн 294 
Мсз | ВЕЗ17Р 
Мсз | ВЕЗТУМ 
[2$ МРМ ВЧ 158 25мА ВРУ 
[А-кан полевой МОП 1008 10 
[ВЕ964 №-кан цифровой ВЧ полевой МОП_____| 
[ВЕ966 №жан цифровой ВЧ полевймоп_ | 
[ Переключат диод 4081009 
[ Переключат диод 408 100мА__________ 
-80В 100мА переключат ид 


[+ 
п 
© 
[2 
> 


= 


> 


А 





МС$ | ВЕ$17$ пяпеоп $01363 т6ь 2х$! МРМ ВЧ 15В 25мА ВЕМЮ2 


МЕ | 7/№3310Е М-кан полевой МОП 1008 100мА 
МС | ВР994$ ВЕ964 М-кан цифровой ВЧ полевой МОП 
мн | ВЕ996$ 149 __| ВЕ966 №-кан цифровой ВЧ полевой МОП 
мн [мамык — | Мою |309 | ма | 
М! | М1МА142к _ | Моюгов | $01323 | _О1а _ | 80В 100мА переключат диод 
М1МА152К Моюгоа Г $659 | ма | 80В 100мА переключат диод 
2Р3306Е 2айех т1а __| Ран полевой МОП 60В 90мА 
мМАзатВтА__ | моюгаа | 307323 | 0% _ 
ММА5ВтА | Мою |309 | 0и | 
М1МА1 42\/ | Моюгов | $07323 | 0 | Сдвоен диод с общ анодом 80В 100мА 
ммм | Моюю | $0723 [0% | 
ВЕ998 74а _ | №кан ВЧ цифровой полевой МОП ВЕ988 
МВ | 7\Р3310Е Т14 _ | Р-чкан полевой МОП 1008 75мА 
м | СЕ739 Цифровой СаАз полевой 2ГГц 
мт | мумАзивт | Моюго | 507323 | от | 
МТ | М1МА151ВтК | Моюгоа | 3659 | 01е | Сдвоен диод с общ катодом 408 100мА 
оо 
Горе 


= 
[о 
и 
Ф 
5 
5 
ра 
РЯ 
= 
з 
5 
з 
> 
о 
[+] 
- 
[= 
|=) 
= 
> 


























| 


Му | м1МАт42Ми $07323 [Сдвоен диод собщ катодом 808 100мА_ 
Му | МУМАт52Ми $059 [Сдвоен диод собщ катодом 808 100мА_______ 
Му | МУМОЕЕ $0Т2з | ма _ | №жкан полевой МОП 60В 150мА 


Муз | ВЕ1012 М-кан цифровой полевой МОП 1ГГц 128 

М2 | 2\/№4106Е М-кан полевой МОП 60В 200мА 

М23 | ВЕ1005 Мкан цифровой полевой МОП 1ГГц 5В 

М | РАМ202К | Конт _ 

№ |ВЕ6505\/ | Рвирз | $0Т34з | Т5ь _ | & МРМ СВЧ 9ГГц 158 18мА 
№ | тмо200т 
Гноь | вов 
ВЕС505МИХ 1 МРМ СВЧ 9ГГц 158 18мА 
ММВТ100 $0123 1 МРМ ключевой 500мА 








в 
х 
5 
т 
3 
[2] 
5 
о 
с 
о 
> 
= 
|) 
= 
о 
© 
> 
= 


114 6. Маркировка полупроводниковых ЭМО радиокомпонентов 






































| Код | Наименование | Фирма Корпус | Цоколевка Эквивалент/краткое описание 
№ | ММВЕО201 М Моюго!а $0123 М-кан полевой МОП 208 0,3А 14 


та 
ММВЕ2201М 30323 14 _ | Мкан полевой МОП 208 0,ЗА 14 

та 

ь 

: 

1 

й 


_ 

















ы 
- 

т №-кан полевой МОП 0,ЗА 14 0,2Вт 

ВИ АИ ИВ И ИВИЖНИНИЙ 

ое ватик ити нию 

мазо [вм [вот [а ме 

эти [воть [па [ммм | 

тм 


| №8 
№ | мозЕТМО2 
№ | ММВТ200 $! МРМ ключевой 500мА 
Тла 
Тла 


] 
ММВС!653№2 | Моюгое | $0723 | Та _ | $ МРМ 1308 50МА пзчз 50-130 
$02222А зтм _| $0723 | Т1а__ | &МРМ 2№2222А | 
$01893 _. 30Т23 2№1893 | 











, 
[$05] 
о 





г 
ю 












| №28 | ВЕВ520 РВирз | $0Т23 3 МРМ СВЧ 9ГГц 70МА 








































ВЕВ540 РЬ!р$ $ МРМ СВЧ ЭГГц 120мА 
М3 [| ММВС1653№3 Мотогоа $1 МРМ 1308 50МА 121» 100-220 
— 





М-кан полевой МОП 308 0,75А 
$1 МРМ СВЧ ЭГГц 15В 18мА 
$1 МРМ СВЧ ЭГГц 15В 18мА 
$1 МРМ СВЧ ЭГГц 70мА 

$1 МРМ СВЧ ЭГГц 120мА 


$0Т23 
$0Т23 
$01143 
$01143 
$01143 


№ | МС$Е1МОЗЕ 
ВЕВ505 


Мо!огоа 
Рыйр$ 
Ри!рз 
РЮ!р$ 
РНи!рз 



































































РЬйрз $01143 $1 МРМ СВЧ 5ГГц 15В 0,2А | 
РЫИр$ $01143 Т4а $! МРМ СВЧ ЭГГц 15В 18мА 
№4 | ММВС1653№4 Моогоа Т1а $1 МРМ 1308 50МА [?1» 150-330 





мад | вт050х | Рошрз | $01143 | та | э.мем свч епц1ввоА 
№ | ММВС1654№5 Т1а __ | 5 МРМ 1608 50МА На» 50-130 











Моюгоа 









Моюго!а 























































№70 | ВЕС10 Рнирз | 507143 | 14  [ЭмМРМ8В250МА 1.8ГГцдля усилит мощн | 
№71 | $03904 ТЛа 2м№3904 | 
ВЕС10Х РВИ!р$ $0Т143 Т4а ВВ 250мА 1,8ГГц для усилит мощн | 
$01143 Т46 ЗВ 400мА 1,8ГГц для усилит мощн | 


| №7 
|172 ВЕС11 
| 




































































$ОТ23 
Г №3 | ВЕС11Х 8В 400мА 1,8ГГц для усилит мощн 
| №9 | $05550 тм 2№5550 | 
№0 | $05551 тм | Та __ | 2№5551 | 
№81 $02369А Т1а 2№2369А 
№ | ОАМ222 Моюго!а О18 Сдвоен с общ катодом $1 диод $01416 
№1 | 50642 Т1а __ | & МРМ Цюэ 3008 0,1А 
№4 [30517 | [| 30723 | Ма | $! МРМ схема Дарлингтона (составной транзистор) 
мс ЗОТ23 З/МРМ ВЧ 408 35мА 
$. МРМ ВЧ 408 З5мА 
те М-кан цифровой полевой МОП 1ГГц 12В | 

[те 


МСЗЕ1 №02 $0Т23 114 _ | Мжан полевой МОП 








] 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





| 
| 
| 
| 
| 
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Эквивалент/краткое описание 








ии 


М-кан полевой МОП двухзатворный 
































Т2а $1 МРМ 2№2222А ключевой 


Т1а $1 МРМ 15В 30мА ВЕК90 


































































































ТЗа $РМР МР$АЭ2 3008 


М-кан полевой МОП 808 175мА 
СВЧ варикап 7-15пФ 

80В 100мА сдвоен 

Р-кан полевой МОП 0,5А 12В 











С нулевым смещ - диод Шоттки 
С нулевым смещ - диод Шоттки 








201 М-кан полевой 
4202 М-кан полевой 





4203 М-кан полевой 





4204 М-кан полевой 











4201 полевой с М-кан 
$! МРМ 15В 30мА ВЕВ90 








В! 





$ МРМ МР$А42 10мА 3008 





$1 МРМ схема Дарлингтона (составной транзистор) 


Сдвоен Н$М$-285В 


Сдвоен Н$М$-285В 














$! РМР 2№2907А ключевой 
$ РМР 2№2907А ключевой 
МР$А64 схема Дарлингтона 





















(составной транзистор) 


еее 


$! РМР МР$А6б4 схема Дарлингтона 
(составной транзистор) 


Р-кан полевой МОП 0,3А 208 
Р-кан полевой МОП 0,3ЗА 208 
Р-кан полевой МОП 0,3А 208 








Я РМР 2№5401 





$1 РМР Цкэ=3008В 0,1А 


"Код Наименование Фирма Корпус | Цоколевка 

№25 | ВЕ1005$ пйпеоп | $01143 Т4а 

в$Т82 РРшрз | $0723 БЕ 
пе И ИВ 

РО 

РО | Н$М$-285В НР __| $01323 | ма | 

РО | $02906 Тм _| 30123 Та 

Ро! 

РО2 | $51202 Зисогих $0Т23 Т1с 

РОЗ ЗОТ23 Т1а__ | 2№2907А 
РОЗ | $51203 Зисопх | $0123 Т1с 

Р04 | $51204 $ОТ23 

Ро | $02907 этм _| $0723 | ма  |2№2907 
[Роб | 502894 этм | $0723 | та  |2№2894 
Р1 | $37201 Тетис Т1с 

Р1 | ВЕВ92 РРирз | 30Т23 

Р12 | $02906А ТМ 242906А 
Р1О | Р2ТА42 Моюгов | $01223 

РЕ Моогоа 

Р1М | Р2ТА14 Моюго!а Тга МРЗА14 
Р1з | ВЕЯ92м | йпеоп | $07323 | ма | 

Р2 ВЕЯОА 
Р2 | НЗМ$М-2852 $0Т23 

Р25 | $03906 2№3906 
Р26 | $03905 Т1а__ | 2№3905 
Р20 | Р2ТАЗ? Могюгоа и 

Р2Е | Р2Т2907А Мо'ого!а 

Р2Е | Р2Т2907А Та 

Р2\ | Р2ТАБ4 Т2а 

Г Гамвкожир_—[ мыс | зотв [мя | 

РЗ | ММВЕ?202Р Моюгоа 

РЗ | ТРО202Т Тетис | $0723 т1а 

РЗ2 | $05400 ТМ 245400 
233 | $05401 ТМ 

Рз8 | 5514338 24338 
РЗ | 5062 | 5 | 80123 

РА | $514341 Тс 

Р5 | ЕММТ2369А 2еех | $0723 Т1а__ | 2№2369А 


























116 6. Маркировка полупроводниковых З$МО радиокомпонентов 



























Цоколевка Эквивалент/краткое описание 


| НР | $07143 | 04 _ | Сборка Н$М$-2850 
57 |$875457____| Эйопх | $0723 | Тс  |2№5457 
Зисопх Т1с 245458 
Тс | 2№5460 
261 $ОТ23 Т4с _ | 2№461 
30123 Т1с__ | 2№5462 
763 тс 


$$Т5464 
$$15465 
20258 
2АР222 















215464 
245465 
С малым током утечки сдвоен $! диод 




















ВВВВЕВЕВВВ 


Сдвоен с общ анодом переключат диод $0Т416 
пйпеоп $0т23 Ола РАМ диод 508 50мА 


С Р-кан полевой МОП 
РНЗ с | 244303 

на 2м4304 

Сдвоен РИМ диод 1508 200мА 
РАМ диод 2008 100мА 

Сдвоен_ РИМ диод 2008 100мА 
| ВАВ64-05 __ | пйпеоп | $0723 | 01ь _ | Сдвоен РИМ диод 2008 100мА 
| ВАВ64-05\/ __| мбпеоп | $0Т32з | _ 01" _ | Сдвоен РИМ диод 2008 100мА 
[283 | ВАЯ64-08\/___| пеоп_| $07323 | Оу  |Сдвоен РМ диод 2008 100мА 
| РТз | ВАВ64-07 _ | мйпеоп | $07143 | 04а | Сдвоен РИМ диод 2008 100мА 















[3 
> 
© 
© 
© 





р" 


же 


Р-кан полевой МОП 





Р-кан полевой МОП 


7119 
7Т1а 
Т1а 
Т1с 
1 
1 









д? 








5 | ММВС132195 Моюго!а $0Т23 Т1Ла $1 МРМ ВЧ усилит {= 0,6 ГГц 
ВА585 РАМ диод 50мМА макс 
н$М5-8101__ | НР | $0123 | р1ь | 10-14ГГц диод Шоттки смесит 

1 | ТС75200НЧЕ _| Тозмьа | $690 | ма _\ 2-х входовая ячейка И-НЕ 

1ТС7$208НЧ Е | Тозыьа | 3С99 | ма | 2-х входовая ячейка И 


ВЕВЭЗА $0Т23 3 МРМ ВЧ 128 50МА ВЕВУЧА 
ВЕВОЗАМУ $0Т323 1 МРМ ВЧ 12В 50МА ВЕВЧА 
04с 
1а 
















х 


я 


3 
4 





1С7$202НЧ Е 2-х входовая ячейка ИЛИ-НЕ 
1ТС7$732НЧ Е ТозРБа | 3690 | ма | 2-х входовая ячейка ИЛИ 
[не _[зотиз [6м [вания о | 





х 


х 


с -|- 





— 
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Код | Наименование | Фирма Корпус | Цоколевка Эквивалент/краткое описание 
ВАз | ВЕО81 1пйпеоп ое ноет $ МРМ ВЕОб9 1 = 5,8ГГЦ 
ВЕ771 1пйпеоп 
3 1пйпеоп $ МРМ СВЧ { = ВГГц 

сз 1пйпеоп $ МРМ ВЕО82 1 = 8ГГц 


Тла 
ВСз |пйпеоп $ МРМ ВЕОВ2 1 = 8ГГЦ 
та 




























$1 МРМ СВЧ {= 8ГГЦ 


о | с 
® 











Всз 1пйпеоп $ МРМ ВЕО82 1 = 8ГГц 

ВС$ 1пбпеоп $ МРМ ВЕО82 1 = 8ГГц 
1пйпеоп $ МРМ ВЧ 88 4 мА 

1пйпеоп 1 МРМ ВЧ 8В 4 мА 

1пйпеоп $ МРМ ВЧ 8В 4 мА 

пйпеоп $! МРМ СВЧ усилит {= 7,5ГГЦ 
йпеоп | $01323 | Т1а _ | $ МРМ СВЧ усилит {= 7,5ГГц 
1пйпеоп | $01143 | _Т4а _ | &МРМ СВЧ усилит {= 7,5ГГц 
1пйпеоп | $07363 | _ т6ь _ | 2х МРМ СВЧ 8В 10МА 
[та 
[тв 





КО$ 
КО$ 











ВЧ $ 
ВЧ $ 
ВЧз 


ВЧ$ | ВЕ5481 1пйпеоп 
иппеоп 
1ппеот 
КС$ плпеоп $1 МРМ СВЧ усилит #= 8ГГЦц 
Вбз 1пйпеоп 2х5! МРМ СВЧ 128 35мА 


ВЕК181 вбпеоп | $0723 | Та |5 МРМ СВЧ усилит {= 8ГГц 
ВНЗ | ВЕВ183 пйпеоп | $0723 | Та _ | &МРМ СВЧ усилит 1= ГГц 


ВЕВ181Вт мйпеоп $0Т323 
ВЕР181 пйпеоп $01143 


$1 МРМ СВЧ усилит #= 8ГГЦц 














$1 МРМ СВЧ усилит #= 8ГГЦц 

















2х$! МРМ СВЧ 128 20мА 


$1 МРМ СВЧ усилит {= 8ГГЦ 
$1 МРМ СВЧ усилит #= 8ГГц 





















ВНз |пйпеоп $ МРМ СВЧ усилит {= 8ГГЦ 
ВН$ пйпеоп $1 МРМ СВЧ усилит {= 8ГГЦ 
ВНЗ | ВЕ$483 мйпеоп | $01363 2х5: МРМ СВЧ 128 65мА 
&15 | ВЕР196 1пйпеоп $ МРМ ВЧ СВЧ 128 100мА 
1пйпеоп $ РМР ВЧ СВЧ 158 100мА 
ВК 1пйпеоп Э/РМР СВЧ усилит с 20-80мА 1,5ГГЦ 
НР РИМ переключат диод 
Эисогих Тс 
500 | №с7500Р5 | Раисвиа Ма 2-х входовая ячейка И-НЕ 
|802 | 

Иа 

1 




















Т1а 
Т4а 
т6ь 
Т1а 
Т1а 
Т4а 
т6ь 
Тла 
Тла 
Т4а 
т6ь 
Т1а 
Т1а 
Т4а 
твь 
Т4а 
Т4а 
1а 





Р-кан полевой /270 










Гоа | 
Г те | 
ма 
Рагсвиа | $07353 | ма | 2-х входовая ячейка ИЛИ-НЕ 
[ма 
[са 








[вот [тю [Рен нии о | 
вот [6 и 








г 
я 

3515116 исопх | $0Т23 

з1А | $МВТ3904$ 1пйпеоп | $01363 2х МРМ40в20мА | | 
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| Код | Наименование Фирма Корпус |! Цоколевка 
3МВТ3904 пйпеоп | $0723 Тла 
$1А | $МВТ2222А 1пйпеоп | 30123 


Т1а 













































ЗМВТА20 
ЗМВТАОб 
$МВТ6428 
$МВТ6429 


пйпеоп 















$! МРМ НЧ 808 0,5А 
$ МРМ МР$А18 508 
$ МРМ МР$А18 45В 


пйпеоп 











пйпеоп 




















1пйпеоп 
Рийрз 




















$1 МРМ ВЧ 15В 0,1А 
2х$! РМР 40В 200мА 
$1 РМР НЧ 40В 100мА 
Я РМР НЧ 60В 600мА 
$! РМР НЧ 1008 500мА 
$ РМР 2№5087 
Сдвоен с общ катодом варикап 


ВЕОЗ1 
$МВТ39065 
ЭМВТА70 
УМВТ2907А 
УМВТА56 
$МВТ5087 |пйпеоп 


$3 | ВВУ\51 1пйпеоп $0Т23 
№С7$32Р5 Раиспиа | $01353 2-х входовая ячейка ИЛИ 
$МВТ3904РМ | пйпеоп | 307363 З'МРМРМР пара 40В 200мА 


ВВУ62 Ри _ | 301143 Варикап 1.6 17 пФ К=8,3 
| 34 | ВЕОЗЛА 7еех | $0723 | Т1а  |9МРМВЧ15В ОЛА 
$$1174 Зисогих $0Т23 Г 16 | Р-кан полевой 4174 











1пйпеоп 





























|пйпеоп 


















пйпеоп 


















пйпеоп 




































































— $5 | $$Т175 Зисогих $0Т23 Ге | Р-кан полевой 4175 | 
| 35 | ВАТ15-099 пйпеоп | $01143 | 049 _ | Сдвоен диод Шоттки 4В 110МА 


В$850 $0Т23 Р-кан полевой МОП 608 0,25А 
$№МВО6050 пйпеоп $0Т23 Переключат диод 70В 250мА 
пйпеоп $0Т23 


$58 | $МВО6100 
$5С | $МВО7000 1пйпеоп 


Т4а 

Т1с 

Т1с 

049 

Т1а 

01а 

О1И 

011 

$50 | $МВО914 Т1а 
$5$ | ВВУ52 О1И 
Т1е 

1с 


р 














Сдвоен переключат диод 70В 200мА 
Сдвоен переключат диод 1008 200мА 
























Переключат диод 708 250мА 





1пйпеоп 


















Сдвоен с общ катодом варикап 





1пйпеоп 





Сдвоен диод Шоттки 4В 110мА 
ВЕ410А 
Р-кан полевой 1176 





ВАТ15-0998 307143 | | 
36 


36 |$37176 Эисогих т 
[2 






















Сдвоен диод Шоттки 4В 90мА 
ВЕ410В 
4177 Р-кан — аналог ключевой полевой 
















Р-кан полевой /177 

М№-кан полевой МОП 2008 0,23А 
№-кан полевой МОП 608 0,25А 
М-кан полевой МОП 608 0,25А 
Сдвоен с общ катодом варикап 






04 
Т1 
Т4 
$7 |5$$1177 Эисогих $ОТ23 Т1с 
Т1 

04 

Т4 

Т1 

1 
































пйпеоп 



























Сдвоен диод Шоттки 4В 90мА 
ВЕ410С 


ВАТ14-099 В. 1пйпеоп 












Риирз 
Раигсииа 
Риирз 


2№7002 ЗОТ23 4 
Ы Оли 
$0Т143 9 


( 
$7 

е 

е 





















$0Т353 


№С7$86Р5 2-х входовая ячейка ИСКЛ ИЛИ 
$59 |ВЕ513 


39 | ВАТ14-099 пйпеоп | $01143 | 049 _ | Сдвоен диод Шоттки 4В 90мА 
835123 1пйп МОЕ | 30123 №-кан полевой МОП 1008 0,17А 





















| 
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Код | Наименование 
$А2 | $МВО2836 
ЗАЗ | $МВО2835 


3МВО2838 


зА5 | $МВО2837 





$СЗ | $МВТ4126 
$0$ | В5$284 
$М$ | ВВ914 
$Рз | В$$84 














В$$131 
В$$138 
В$$139 
МС7$Ц04Р5 
$МВТ4124 
ТРО601Т 
Н$М$-2860 


$Т5 

$14 

$2С 
то 
то 
































1пйпеоп 
1пйпеоп 





$0Т23 


ответ | зоте [та 
тете [вот [те 
Р 





01} 
01; 
[х] 
[ха] 
ТЛа 
714 
[1] 
Т18 
Т1а 
7114 
Т18 
ИБ 
Т1а 
Т1а 
1а 


Эквивалент/краткое описание 


Сдвоен переключат диод 50В 200мА 
Сдвоен переключат диод ЗОВ 200мА 
Сдвоен переключат диод 50В 200мА 





Сдвоен переключат диод ЗОВ 200мА 
$! РМР ключевой 25В 200мА 
-кан полевой МОП 508 0,13А 





Р. 

Сдвоен варикап для приемников ЕМ 
Р-кан полевой МОП 508 0,13А 
М№-кан полевой МОП 2408 0,1А 
М№-кан полевой МОП 508 0,22А 
М№-кан полевой МОП 2508 0,04А 
Инвертор 

$! МРМ ключевой 25В 200мА 

Р-кан полевой МОП 608 0,12А 

С нулевым смещ - диод Шоттки 


С нулевым смещ - диод Шоттки 
-х входовая ячейка И-НЕ 


-х входовая ячейка ИЛИ-НЕ 


2-х входовая ячейка И 











2х$1 РМР 2$А1037АК 
Зи РМР 1008 0,1А 
Инвертирующий триггер Шмитга 


$РМР 2х2$А1037АК пара 
Сдвоен НЗМ5$-286В 
Сдвоен Н$М$-286В 


С общ анодом сдвоен диод Н$М$-286В 
С общ анодом сдвоен диод НЗМ$-286В 


2-х входовая ячейка ИЛИ 


С общ катодом сдвоен диод НЗМ$-286В 
С общ катодом сдвоен диод НЗМ$-286В 


Сдвоен СВЧ диод Шоттки 
Сдвоен диод НЗМ$-286В 


Полевой с М-кан 


Полевой с №-кан 


| 
| 


| 


ы= 








2-х входовая ячейка ИСКЛ ИЛИ 




















74НСТ1С00 





























14НС11602 












РИйрз 


$0Т353 
$0Т35 


Ма 


Полевой с М№-кан 


то 

Тоо Раисииа | $07353 | ма |2 
То2 Раислиа | $07353 | ма [2 
Т08 30Т353 Ма 

т РИИрз | $0Т23 ИЕ 
т 

т 

т2 ВС328 
та [мтгА | вом | 307363 | ов _ 

т 

т 

т 

73 [н8м-2863_ | нР [| $072 | 5 | 

та 

та 

| т4 | МВозз0м! | Моюгв | $07363 |052 | 

[3 [немення [вр [воз [ом 

т 

Т8 Зисогих $0Т23 Т1с 

Т8_| в3816 этм | $0723 Тла__ | 2№2907А 
Т86 Раиси!а | $01353 Иа 

Т9 | $$14119 Зисогих $0Т23 Т1с 

Т92 | ВВЧ8А Риирз | $0723 Т1а __| 2№3904 


2-х входовая ячейка И-НЕ 
2-х входовая ячейка ИЛИ-НЕ 
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Эквивалент/краткое описание 













Код | Наименование Фирма | корпус | Цоколевка 
ТС |74НСТ1604 РИИ!рз $01353 МБ 


7АНСТ16104 ИБ 
74НСТ1С08 Иа | 


7АНСТ1614 307353 |  иь | Инвертирующий триперШмита | 
7АНСТ1632 РИир$ $0Т353 Иа 2-х входовая ячейка ИЛИ 

74НСТ1686 Ма 2-х входовая ячейка ИСКЛ ИЛИ | 
74НСТ1С125 РИИрз Драйвер шины буфера линии, 3х уровнев 
74НСТ1С126 РИИрз | $от353 | ме | Драйвер шины буфера линии, 3х уровнев 
ММВЕ112- Т1с ВЧ попевой 

всх19 Т1а__ | Всзз7 

013 | ВСХ5ОА | пйпеоп | $01143 | 04а _ | Диодный мост 508 140мА 


вСХ20 Риирз | 30123 Вс338 | 
85564 Рнирз | $0Т23 120В 0,25А 0,2Вт 





Инвертор 












Инвертор 
















[=] 





| ТЬ 





Е: 





| ТМ 


з 


—* т мо 








ЕВЕ 
В$В14 1 МРМ 2№2222А 
| 992 | ВЗВ17А т1а 


$ РМР схема Дарлингтона (составной транзистор) 


Гус |м3С2404-С 3С59 1 МРМ ВЧ 450МГц 208 
01 | М\50зоот Эшсотх | $0723 М-кан полевой МОП 5008 22мА 
Зисопы 


02 | УМ0О605Т $0Т23 М№-кан полевой МОП 608/0,18А 


та 
| Мо4 | М№45350Т З0Т23 11а _ | №жан полевой МОП 450В 20мА 
1 


[2 


о |ю 












< 


1 | ТС7$АООЕР | Тозньа | 3659 | ма | 2-х входовая ячейка И-НЕ 
ТС7ЗАОСОЕУ | Тозньа | $07353 | ма | 2-х входовая ячейка И-НЕ 

ВЕТ25 Т1а__ | 3. МРМ СВЧ 58 6,5мА 2.3ГГц 
МВЕ 959 Т1а | МРМ СВЧ! = ЭГГц 

ТС7ЗАОВЕ | тозмьа | $659 | ма | 2-х входовая ячейка И 
ТС7ЗАОВЕЦ | Тозмьа | $07353 | ма | 2-х входовая ячейка И 

ВЕО67 Т1а | МРМ СВЧ! = 7,5 ГГц 50МА 
ВЕС67 14а — |9 МРМ СВЧ 1 = 8ГГц 50МА 
ВЕС197 | Рнирз | $07143 | 14а _ | МРМ СВЧ 7,5ГГц 100мА 

\5о | МРО61ОТ 714 — | Р-кан полевой МОП — 60В 120мА 
М$С3930 $0Т323 $! МРМ 208 150МГц 

М$С2295-В $. МРМ СВЧ 150МГц! = 208 
М$С2295-С Э/МРМ СВЧ 150МГц { = 208 
ВЕР181ТМ $! МРМ СВЧ { = 7,8ГГц 10В 20мА 
ВЕТ92 3! РМР 15В 25МА ВЕО51/ВЕО76 
ВЕТ92М 1. РМР 15В 25мА ВЕО51/ВЕО76 
$8227 $ МРМ СВЧ {= 5,2 ГГц 6В 8мА 

8 | ВЕР28ОТМ $! МРМ СВЧ { = 7 ГГц 8В 10мА 

2 3! МРМ СВЧ { = 5,2 ГГц 6В 8мА 

7 | ВЕР67\М 1 МРМ СВЧ { = 7,5 ГГц 10В 50мА 


| 2х <ОТ23 Го | Сдвоен быстродейств переключат диод 50В 


Тае‘ипкеп| $01343 $ МРМ СВЧ 1 = 7,5 ГГц 108 35мА 


= 






















2 


[6 







| УВ 


[= 
+ 
> 
> 


< 
о 


НЕВЕ 88 


ЕЕ 


8 
$ 


= 


5 
2 


[-] 
= 
[4 
> 


| 


2 


ЕЕ 
с 
НЕ 





ВЕР182Т\\ 
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хх | хх 


хх 


| 
В 


ВВЕЕ 






































5 


> 





В2Х284-В6\/2 
В2Х284-В6\/8 
1МХ1 


РЫйр$ 
РИр$ 
Войт 


$00110 
$00110 
$01363 


оС 


Код | Наименование Корпус | Цоколевка 
[лез 
т 
. г 
ты 
ре 
ео ТВОРНБИ 
М2 
УМЕ _ ВЕРЗЗА 
\\о | вгх2ва-вам4 | Рнирв | $0010 | 06 | 
\\Р | В2Х284-в2у7 | Рийрз | 3000 | 06 | 
МР 
О | В2Х284-ВЗ\о | Рнирё | 300110 | 05 | 
В 
\мя | в2х24-63\з | Риирё | 50010 | 06 | 
ива 
МВЕ | ВЕВ280ТМ\ $0Т23 ТЛа 
У\ВЧ | ВЕВ181Т\М/ Тееипкеп | $0Т23 Т1а 
Ва 
МАН | ВЕРУЗТУ/ 
\\5 [В2х2в4-взуё | Рийрз | 500110 | 06 | 
УТ | В2Ж284-83у9_ | Рийрз | $000 | 06 | 
ках [ веховквлуя_[ ры [воно [6 _— 
УМУ | МВЕ 2947А 
ил врховевн | Рымрн Гвобно [68 —| 
М2 | ВЕО67\\ теегипкеп| $0123 
МММ! | В2Х284-В5\/1 РВирз | $00110 | 06 | 
МХ | В2Х284-В5\6 РВирз | 300110 | 06 | 
в 
ТИ 
о 


1 


© 


В 


| ХС 


= | = 


хк 


| 


ВЕТЭЗ 


ММВ\/409С 
В2Х284-В7\/5 
В2Х284-В8\/2 
В2Х284-В9\/1 
В2Х284-В10 
В2Х284-В11 
В2Х284-В12 
В2Х284-В13 
В2Х284-В15 
В2Х284-В16 
В2Х284-В18 
В2Х284-В20 


х 
ю 


В7Х284-В22 


пйпеоп 
Войт 
Моого!а 





РИи!р$з 
РНИр$ 
Рийр$ 
РН! р$ 
Рийр$ 
РНЫйрз 
РИШрз 
РЫыйр$ 
РНйр$ 
Рии!р$ 
РНи!рз 
РНйр$ 


ЗОТ23 
30т36з | 06 | 
$0Т23 О1а 
$00110 06 


$00110 
$00110 
$00110 
$00110 
$00110 
$00110 
$00110 
$00110 


$00110 
$00119 


06 








Эквивалент/краткое описание 
$1 МРМ СВЧ {= 7,4 ГГц 10В 65мА 
$: МРМ СВЧ { = 6 ГГц 15В 30мА 


$1 МРМ схема Дарпингтона (составной транзистор) 
аналог — 2$8852К 


$ МРМ СВЧ {= 2,1ГГц 5ОТ-323 
$ МРМ СВЧ Г!= 3,2ГГц $ОТ-323 
12ГГц $1 МРМ 5мА 4В 

12ГГц $1 МРМ 6В 20мА 

$! МРМ ВЕРЭЗА (ЕЕ) 6ГГц 
Стабилитрон 0,4Вт 2,4В Е?24 +2% 
Стабилитрон 0,4Вт 2,7В Е?24 +2% 
ВЕВ9ОА 





Стабилитрон 0,4Вт 3,ОВ Е24 +2% 
$! МРМ 25В 150мА 

Стабилитрон 0,4Вт 3,3ЗВ Е24 +2% 
ВЕКУ1А 

$1 МРМ СВЧ {= 7,5ГГц 

$1 МРМ СВЧ {= 7,8ГГц 

$1 МРМ СВЧ {= 7ГГц 

$1 МРМ СВЧ {= 7,4ГГц 
Стабилитрон 0,4Вт 3,6В Е24 +2% 
Стабилитрон 0,4Вт 3,9В Е24 +2% 
Стабипитрон 0,4Вт 4,ЗВ Е24 +2% 
Сдвоен МБР 941 $1 МРМ СВЧ ЭГГц 
Стабилитрон 0,4Вт 4,7В Е?24 +2% 
$ МРМ СВЧ {= 7,5ГГц 
Стабилитрон 0,4Вт 5,1В Е24 +2% 
Стабилитрон 0,4Вт 5,6В Е24 +2% 
Стабилитрон 0,4Вт 6,2В Е24 +2% 
Стабилитрон 0,4Вт 6,8В Е?24 +2% 
2х$! МРМ 2$С2412К 

$ РМР 12В 35мА ВЕО23 ВРО75 
2х5! МРМ 25С2412К 


ани: а" 





Варикап 
Стабилитрон 0,4Вт 7,5В Е24 +2% 
Стабилитрон 0,4Вт 8,2В Е?24 +2% 
Стабилитрон 0,4Вт 9,1В Е24 +2% 
Стабипитрон 0,4Вт 10В Е24 +2% 
Стабипитрон 0,4Вт 11В Е24 +2% 
Стабипитрон 0,4Вт 12В Е24 +2% 
Стабилитрон 0,4Вт 13В Е?24 +2% 
Стабилитрон 0,4Вт 15В Е?24 +2% 
Стабилитрон 0,4Вт 168В Е24 +2% 
Стабипитрон 0,4Вт 18В Е24 +2% 
Стабипитрон 0,4Вт 208 Е?24 +2% 
Стабилитрон 0,4Вт 228В Е?24 +2% 
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| Код Наименование Фирма Корпус | Цоколевка Эквивалент/краткое описание 


ХМ | В2Х284-В24 РИ\р$ $00110 06 Стабилитрон 0,4Вт 24В Е?24 +2% 
ХМ | В2Х284-827 Риирз | $00110 | 06 | Стабилитрон 0,4Вт 27В Е?4 +2% 











ато | 















































ХО | В2Х284-В30 РиШрз $00110 Стабилитрон 0,4Вт ЗОВ Е?24 +2% 

ХР |ММВО3000 Моюгоа $659 $1 диод ЗОВ 0,2А | 

ХР | В2Х284-В33 Риир$ $00110 Стабилитрон 0,4Вт ЗЗВ Е24 +2% | 

хо | ММВО3005 Мо‘ого!а $659 Сдвоен с общ анодом ММВОЗ000 | 
[я | В2Х284-В36 РИрз $00110 Стабилитрон 0,4Вт З6В Е?4 +2% 

ХВ | В7Х284-В39 Риирз $00110 Стабилитрон 0,4Вт 39В Е?24 +2% 

хв [МВЕ 2947КА Моого!а $0Т363 Т6Ь 2х МРМ МБР 941 СВЧ 9ГГц 





Х$ | ММВО3010 Моогоа $659 О1е Сдвоен с общ катодом ММВО3000 
Х$ | В2Х284-В43 РНрз $00110 06 Стабилитрон 0,4Вт 43В Е?24 +2% 


рт 
Гм [вехавнвзв — [Рывь | З05то [ 65 [баблироновевеных | 
Ги [вехававее | Бирь | зо6то [68 [стбимпонольтовемы | 

хх вгхозавев | Бмрь | зоо | 06 [собиитеноньтовеныи | 
Госу [вахавлвть— вм» | зобтю[ 68 | стобымронояьтв км» о | 
нот вахвсат | еыа [вот [бы —_[бивимтеноавае | 
Гат вовсю рыв Гота [он оееменоиня 
| 
































В7Х84-С33 Ри!рз | $0Т23 Стабипитрон о,ЗВт 33В | 
[из В2Х84-С36 Риирз | $0123 Стабилитрон о,ЗВт з6В 
в2Х84-С39 Рирз | 30123 | 01а _ | Стабилитрон о,ЗВт З9В | 
БН В7Х84-С43 Риз | 30Т23 Стабилитрон о,ЗВт 43В 
- В2Х84-С47 Риирз | $0723 | 01а _ | Стабипитрон О,3Вт 47В 

[97 В2Х84-С51 РВирз | 30Т23 Стабилитрон 0,3Вт 518 
| У18 | В2Х84-С56 РВИрз | 30Т23 Стабипитрон о,ЗВт 568 
87Х84-С62 РиИрз | 30723 | 01а | Стабипитрон о,ЗВт 628 

87Х84-С12 РАИрв | $0123 Стабилитрон 0,3Вт 128 

[20 В7Х84-С68 Рнырз | $0723 | 01а _ | Стабилитрон о,ЗВт 68В 
| У21 | В2Х84-С75 РВирз | $0Т23 Стабипитрон 0,ЗВт 758 
[уз [в2хв4-с1з РАирз | $0723 | [ла __ | Стабилитрон о,ЗВт 13В 
| %4 | В2Х84-С15 РИИрз | 30Т23 Стабилитрон о,ЗВт 158 
[ У | в2Х84-С16 РВИрв | $0123 Стабилитрон 0,ЗВт 168 
| № | В2Хв4-С1в Р!Ирв | 30Т23 Стабилитрон 0,ЗВт 18В 





Стабилитрон 0 4Вт 3,0В Е12 +5% | 
М$0601В $С59 $1 МРМ 25В 


| 
В2Х284-СЗ\З РИ!рз $00110 06 Стабилитрон 0,4Вт З,3В Е12 +5% | 
М$0601$ Моюго!а $С59 Т1а $1 МРМ 25В 
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| 
















































































29 


2В 
2В 
2С 
2С 
20 
20 
20 
2Е 


СЕ 


ЕН 


















































2Е 
2Е 


2С 





В2Х84-С10 


Рпирз | $0723 | 01а _ [| Стабилитрон 0,ЗВт 108 | 
2А_]| В2Х284-С7\5 РВИрз | $00110 | 














24 
25 |В2х84-С6\8 | Рпирз | $0723 | 01а | Стабилитрон о,ЗВт6,8В 

28 
27 Стабилитрон 0,3ЗВт 8,2В 

28 |35738 | Эиюопх | $0723 | ме [Полевой смжан 308 
28 | вахва-сву | Риирв | $0тз | Бла  [Стабилитрнозволв 
29 [59739 | Эисотк | $0723 | Ме | Полевой ман 39 


| 06 _ | Стабилитрон 0,4Вт 7,58 Е12 #5% 


`82Х284-С8у2 | РИйрз | $00110 | 
| 2Х284-С9\1 _| РАирв | $00110 | 06 | Стабилитрон 0,4Вт 9,1В Е12 +5% 
244125 


В2Х284-С11 РНИрз 


| Зортио | 


В2Х284-С12 РИШрз $00110 


В2Х284-С13 РИйрз $00110 


В2Х284-С15 


21 |В2Х284-С16 РИИрз $00110 


Т1а 


Т1а 


Стабилитрон 0,4Вт 8,2В Е12 +5% 


244125 
Стабилитрон 0,4Вт 10В Е12 +5% 


244123 

Стабипитрон 0,4Вт 11В Е! 2 +5% 
Стабилитрон 0,4Вт 12В Е12 +5% 
Стабилитрон 0,4Вт 13В Е12 +5% 
Стабилитрон 0,4Вт 15В Е12 +5% 
Стабилитрон 0,4Вт 168В Е12 +5% 


_ ИВ | 





Код | Наименование | боны Корпус Эквивалент/краткое описание 
УЧ [В2Х284-С4\З РИ!р$ $00110 06 Стабилитрон 0,4Вт 4,3В Е12 +5% 
Г уу В2Х284-С4\/7 РИйр$ $00110 06 Стабилитрон 0,4Вт 4,7В Е1?2 +5% 
У\М/ | В2Х284-С5\1 РИрз $00110 06 Стабилитрон 0,4Вт 5,1В Е12 +5% 
УХ |В2Х284-С5\6 РИНр$ $00110 06 Стабилитрон 0,4Вт 5,6В Е12 +5% 
У\УУ |8В2Х284-С6\/2 РИШрз $00110 06 Стабилитрон 0,4Вт 6,28 Е12 +5% 
УЕ | в2Х284-С6\8 РИйр$ $00110 06 Стабилитрон 0,4Вт 6,8В Е12 +5% 

Гм | в2ж84-с4м7 __| РАйрв | $0723 | ра _ | Стабилитронозвт47в | 
211 | В2Х84-С244 __ РИИр 
212 
213 | В2Х84-СЗ\О РАИрз Стабилитрон о,ЗВт 3.08 
214 | В2Х84-С3У3 Риирз | $0723 | Бла _ | Стабилитрон 0,ЗВт 3,3В 
215 | В2х84-С3у6 | РИйрз | $0123 
716 | В2Х84-СЗ\9 РАИрз Стабилитрон о,ЗВт 3,9В 
217 | В2Х84-С4\УЗ РИйрз Стабипитрон 0,3Вт 4,3В 
22 |в2хё4-с5\1 | Рив | $0723 | ма | Стабилитронозвьав | 
22 
23 | В2Х84-С5%6 


2Аб | ЕММО2838 | 2еех | $ОТ23 Гот | Сдвоен переключат диод 75В 0,2А 
| 


| 
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Эквивалент/краткое описание 
ЕЕ Е И ЕСТ СИС ОИ 
к | в2Х284-С20 | Рпирз | $00110 | 06 — | Стабилитрон 0,4Вт 208 Е12 +5% 

д 06 _ | Стабилитрон 0,4Вт 228 Е12 +5% 

и 2М 06 Стабилитрон 0,4Вт 248 Е12 +5% 


2 В2Х284-С27 Рийрз $00110 06 Стабилитрон 0,4Вт 27В Е1?2 +5% 
2 В7Х284-С30 РНйрз $00110 











2. 


























м 
[@) Стабилитрон 0,4Вт ЗОВ Е12 +5% 


|3 
[22 _| В2Х284-С33 _ | Ри йрз | $00110 | 06 — | Стабилитрон 048т338 125% | 
[29| 2х284-с36 | Рийрз | $0010 | 06 | Стабилитрон 048т368 125% | 
| 28 [8В2Х284-с39 | РИШрз | $00110 | 06 _ [ Стабилитрон о,4Вт З9В Е12 +5% | 
73 |В2Х284-С43 _ | РИйрз | $00110 | 06 _ | Стабилитрон 0,4Вт 43В Е12 +5% 
|2нс3100_ | смех | 






















$1 | 2НС$1000 2еех | 30723 | 01а _ | Диод Шоттки 1А ЗОВ 
7 | 2нс8750____| 29 | $0723 | 01а | Диод Шопки 075А 308 
у | В2Х284-с51__ | РИШрв | $00110 | 06 — | Стабилитрон 0,4Вт 51В Е12 +5% | 
у Гвожамьсяя — | рые | вор [сё [бнбмтин метан — | 
Е ИИ ИИ НЕТ НИИ 
| 2х | в2Х284-С68 РнИрз 06 _ | Стабилитрон 0,4Вт 68В Е12 +5% 
[ 2* $0011 р 0,4Вт 758 Е12 +5% 













| 
| 





















ВВ 
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7. Микросхемы 


Микросхемы выполняют в радиоэлектронных устройствах самые разные функции. 
Они подразделяются на две большие группы аналоговые микросхемы и цифровые 
микросхемы. 


При производстве микросхем ориентируются на выпуск серий микросхем опреде- 
ленного назначения, на основе которых возможна разработка устройств с задан- 
ными функциями, например, серия видеопроцессоров фирмы РННАР$ ТРА8362 
или отечественная ТТЛ-логика серии К155. 


7.1. Маркировка отечественных микросхем 


Отечественные микросхемы имеют буквенно-цифровую маркировку. 


1 


4 
5 


— буква (буквы) — К или сочетание КР обозначает микросхему. В отдель- 
ных сериях буква К присваивается микросхемам в металлокерамическом 
корпусе, а сочетание КР — в пластмассовом корпусе. Имеют место 
случаи, когда внутри одной серии первая буква (буквы) не присваиваются 
для микросхем в металлокерамических корпусах; 


— трехзначное число, обозначающее номер серии; 


— две буквы обозначающие функциональное назначение микросхемы дан- 
ной серии, например, ЕН — стабилизатор напряжения, УД — дифферен- 
циальный усилитель, КН — аналоговый коммутатор, ИД — дешифратор 
ит.д.; 

— цифра, обозначающая номер микросхемы в серии; 


ее буква, обозначающая особенности применения микросхемы, например, 
отличия по напряжению питания. 


Некоторые заводы-изготовители на металлокерамические (табл. 7.1) или пласт- 
массовые корпуса КТ-26 (рис. 7 1) стабилизаторов напряжения наносят сокращен- 
ную маркировку. 












Таблица 7 1 


Тип стабилизатора напряжения | Маркировка | Тип стабилизатора напряжения | 
КЗ5 
КЗ7 
КЗ8 
КЗ9 
К47 








07 


К142ЕНАБ К142ЕНЗД 
[кв | К142ЕН2А К142ЕНВЕ 
К142ЕН2Б К142ЕНЭГ 
















КА! К142ЕНЗА К142ЕНОЕ 
[к2__ [| К142ЕНБА К142ЕН12 
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Маркировка | Тип стабилизатора напряжения Тип стабилизатора напряжения 
‚ К142ЕНБВ 
К142ЕНБГ 


чан Е 





















К142ЕНВА 







К142ЕНЯБ 
К142ЕНЭВ 




















КЗ2 К142ЕНЗБ 


К142ЕНЕВ 43 142ЕНВГ 
К142ЕНЕГ 47 142ЕН12 
КР1171ЛЕН пучинитих 


КР1157ЕН тетя 
КР1170ЕН ее нк 


КР1168ЕН ет 


Рис. 7.1. Маркировка стабилизаторов напряжения в корпусах КТ-26 
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7.1.1. Маркировка зарубежных микросхем 


Каждая фирма-изготовитель микросхем имеет свой способ обозначения. Обычно, 
условное обозначение микросхемы состоит из префикса, указывающего на изго- 
товителя или тип прибора, цифробуквенного обозначения типа микросхемы и 
суффикса, уточняющего модификацию прибора, условия эксплуатации и тип 
корпуса. Многие фирмы, покупая лицензию на изготовление той или иной 
микросхемы, либо оставляют ей прежнее условное обозначение, либо заменяют 
префикс фирмы, разработавшей эту микросхему, на собственный, поэтому одно- 
значно определить тип микросхемы по ее условному обозначению довольно 
трудно. Однако, зная систему условных обозначений микросхем различных фирм, 
можно найти аналог микросхемы другой фирмы для имеющейся и косвенным 
путем получить необходимую информацию. 


Для получения необходимой информации по конкретным типам микросхем можно 
рекомендовать следующий способ: 


по префиксу в обозначении микросхемы или логотипу на ее корпусе определить 
ее производителя; 

* с использованием поисковых систем в |{егпе{ или ссылок на сайты производи- 
телей, которые можно найти на \м\м\м.сЬ1ри о.ги или ммм. рготеес.ги, 
выйти на сайт производителя; 

с помощью поисковой системы на сайте производителя ввести тип необходимой 
микросхемы, а затем «скачать» по ней информацию. 


Большое количество информации по радиокомпонентам предлагают указанные 
выше российские сайты. 


В табл. 7.2 приведены префиксы микросхем различных фирм. 


Таблица 7.2 































Фирма 
№ С; РИЩзи; ВЕТ 
ранспИа 
М№$5С; ВСА 
=] Тпотз$оп 
Вапеаза ЗА 











Префикс 
















































































АМО;№$С;0$] ЗоШгоп; Мке! 





Евы 





















































АМРАЕ —__[ АМО | $МС 
АМ Маизика СОР м$С 
| АТЕ ВВ | СВТ ЭМС — 
АУ с Сгуза! Зеткопаисюгз 
В Рижзи; ВЕТ Спеггу Зеписопдисюгз _| 
| ВА Войт 
[в Вгокгее Сор. 









































ВИЕ ГРМ! 




















128 


7. Микросхемы 











` Префикс. Фирма. 
СУ Сургез$ Зетисопаиюгз 


ВЕТ, 1мегзи, Зшсогих 
№ С, ВВ, Н$, №М$С 


_1 













ы 





ОА$ 


х 


оо >22) 
ом оо 









Зисогих 
Зиисогих 





=) 
[2] 
= 


Зисогих 


|=) 
т 


С, ВЕТ 
№5С, ЗЕЕСЯ 


= 


Г" ОМРАЕ 


ЗЕЕО 
М№$С, ©! 
ВЕТ, $6$ 
Зумапиа 
Твотзоп 
Тпотз$оп 
Тпотзоп 





Тротзоп 
Твотзоп 
Тпот$оп 
Тпотзоп 
Тпотзоп 


Анега 


Тпотзоп 
Твотзоп 
Тпотзоп 


Тиотзоп 
Рачгсвиа, МЕ 
МуЙага 
\Уамо 





\Уамо 

\Уамо 

Раисвиа 
\Уамо 

_| ВТС, Зетепз_ 

































Рансвиа 
МуПага, ВТС 


Зетепз 








= 
с 




















т 


Е 












Раса 


Сопзитег Мегосисий$ Ца 


Зетеп$ 
\Мамо 
Мамо 


\Уамо 
\Мамо | 


Зисогих, ИМегзи | 


х 


т Жз 





= 
ы 
т 


п 
м 
= 













[2] 
|=) 


х т 
с 





| СЕС СЕ 










Упига 
Со!9$аг 


Зетепз, Уамо 
\Уамо, Рыйрз, ВТС 


р 


2 






| НАЗ 





[НВ 





| НСЕ 
| НСМР 


Наглз, РСА, Нопеуме! 





Нагпз, Нас 
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Нопеумей 


МиПага, Райр$, ВТС, Уамо | 
Нат$ | 


ПС т: ООО 

[Нат Ниасм 
: 

М Нкаси! 

НРЕ Нате 


неком на 
ном [Нав 


Нат$ 
№ С, Наги$ 







т 





тт 
5} 
= 
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8. 
& 
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тт т 
= >| м 
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: 
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52 
[92 
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Ве 


ты ЗЕЕС 
№0С, Зпагр, ЗИсогих 


| М № С, Запуо, Зисотх, ЗЕЕС 


[мс Гатьда 











Иимегзи 





1гщегзн 





Мазизика 


== Сов З4аг 


х = 
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= в) 
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К$ 























—- 
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|) 
г 
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ЕЯ 
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хи) 





МСВС 








РМССЕ 
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мо [пе метз 
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8. Особенности тестирования 
электронных компонентов 


При ремонте любого электронного изделия приходится сталкиваться с проверкой 
радиоэлементов. При кажущейся простоте этот процесс имеет свои особенности. 
Возникают вопросы, касающиеся тестирования и тогда, когда радиолюбитель 
решает заменить старенький тестер на новый, с цифровой индикацией, когда 
появляются новые типы полупроводниковых приборов, таких как цифровые 
транзисторы, и т.д. В этой главе приведены ответы на многие вопросы, связанные 
с тестированием радиоэлементов. 


В главе изложены основные вопросы их тестирования как с применением 
стрелочных или аналоговых мультиметров (АММ), так и с применением цифро- 
вых мультиметров (ЦММ). 


8.1. Тестирование конденсаторов 


Тестирование кондесаторов при использовании мультиметров, имеющих режим 
проверки конденсаторов, проблем не вызывает. Если же мультиметр такого 
режима не имеет, то для проверки используется омметр (только при использова- 
нии АММ). Он позволяет определить пробой или утечку конденсатора. К оммет- 
ру, включенному на верхнем пределе измерения, подключают конденсатор. О про- 
бое свидетельствует низкое (несколько Ом) сопротивление конденсатора. Если 
конденсатор исправен, то стрелка АММ сначала отклонится (если емкость 
конденсатора примерно 0,47 мкФ и более), а затем вернется на нулевую отметку. 
Величина и время отклонения стрелки зависит от емкости конденсатора по 
принципу: чем больше, тем больше. При проверке электролитических конденса- 
торов следует соблюдать полярность подключения мультиметра. Если же стрелка 
отклонилась на какую-то величину и АММ показывает какое-то сопротивления, 
то это говорит об утечке конденсатора. ЦММ такие измерения производить не 
позволяет. Этот способ проверки не обеспечивает 100%-й гарантии того, что если 
отклонений при проверке не выявлено, то конденсатор исправен, и требует 
обязательного выпаивания его из схемы. Главным критерием работы конденсато- 
ра является выполнение им своих функций в работающей схеме. Полученные в 
результате такой проверки результаты могут говорить об исправности конденса- 
тора, однако он может быть неисправен и работать в схеме не будет. 


Оптимальным способом быстрой проверки емкостей, без выпаивания их из схемы, 
на работоспособность является следующий. Необходимо произвести внешний 
осмотр схемы. Конденсаторы с раздутым корпусом, с потеками электролита, 
коррозией у выводов, с греющимся во время работы корпусом необходимо 
проверить заменой. Особенно критична такая проверка для импульсных блоков 
питания. Дополнительной информацией о неисправностях конденсаторов фильт- 
ров питания является пониженное напряжение питания, специфические помехи 
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на изображении телевизора, повышенный уровень фона аудио тракта. Хороший 
результат дает подключение параллельно проверяемому исправного конденсатора 
(подключать следует при отключенном питании устройства). При неисправностях 
конденсаторов в импульсных схемах, например в задающем генераторе кадровой 
развертки телевизора, проверку конденсатора на работоспособность можно про- 
извести путем подключения заведомо исправного и по характеру изменений на 
экране принимают решение о необходимости его замены. 


Наиболее часто выходят из строя электролитические конденсаторы, иногда 
полиэтилентерефталатные в высоковольтных цепях строчной развертки. Редко — 
керамические, слюдяные конденсаторы. 


Наилучшие результаты при тестировании конденсаторов дает использование 
простого генератора импульсов, построенного на интегральном таймере типа 
КР1ОО6ВИ! (зарубежные аналоги — таймеры серии 555). При проверке конден- 
сатор включают во времязадающую цепочку и по периоду следования импульсов 
при известном значении В вычисляют значение емкости по формуле: 


С =Т/В 


Следует быть очень осторожными при проверке конденсаторов в высоковольтных 
схемах (схемы строчной развертки, импульсных блоков питания). После выклю- 
чения устройства с помощью разрядной цепи конденсаторы необходимо разря- 
дить. Для этого используют разрядную цепь из резистора сопротивлением 
2 кОм...1 МОм, соединенного одним выводом с корпусом или общим проводом 
схемы. Рекомедуемые значения сопротивления резистора: 


® для низковольтных цепей с емкостями до 1000 мкФ и рабочими напряжениями 
до 400 В (блоки питания телевизоров и мониторов, электронные лампы-вспыш- 
ки) — 2 кОм (25 Вт). Время разряда составляет примерно | с на 100 мкФ 
емкости; 

® для цепей с емкостями до 2 мкФ и со средними рабочими напряжениями до 
5000 В (высоковольтные конденсаторы микроволновых печей) — 100 кОм 
(25 Вт). Время разряда составляет примерно 0,5 с на | мкФ емкости; 

» для высоковольтных цепей с емкостями до 2 нФ и рабочими напряжениями до 
50 кВ (цепи питания второго анода ЭЛТ) — 1 МОм (10 Вт). Время разряда 
составляет примерно 0,01 с на 1 нФ емкости. 


На рис. 8.1 приведена схема разрядника со светодиодной индикацией. 


К пробнику 





Корпус 


Рис. 8.1 


В качестве включенных встречно-параллельно диодов применяются кремниевые 
плирлн! обг егл назначения Паление напражениа на пиолев прам м апоа ле ции 
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составляет около 0,75 В, поэтому на сборке из четырех диодов оно составит около 
2,8...3 В. В пробнике применяется два светодиода для того, чтобы обеспечить 
индикацию независимо от полярности его включения. 


Говоря о проверке электролитических конденсаторов, следует упомянуть об их 
так называемом эквивалентном последовательном сопротивлении (ЭПС). На его 
величину влияет, а с течением времени не в лучшую сторону, состояние обкладок 
конденсатора, внутренних контактов, состояние электролита. При соответствии 
емкости номиналу иногда оказывается, что ЭПС возросло, а это приводит к тому, 
что схема либо не работает, либо работает неправильно. За рубежом выпускаются 
специальные приборы для проверки ЭПС, но на практике оценить ЭПС электро- 
литического кондесатора можно довольно просто с помощью осциллографа. Для 
этого следует подать на осциллограф с генератора импульсов или звукового 
генератора сигнал частотой около 100 кГц (некритично) и включить в разрыв 
сигнального провода испытуемый конденсатор, если он используется в схеме как 
разделительный, или замкнуть сигнальный провод через испытуемый конденсатор 
на общий провод, если он используется как конденсатор фильтра. В первом 
случае уровень сигнала не должен ни измениться, ни исказиться. Во втором 
случае вместо меандра или синусоиды наблюдается прямая линия. Если этого не 
происходит — конденсатор необходимо заменить. 


8.2. Тестирование полупроводниковых диодов 


При тестировании диодов с помощью АММ следует использовать нижние пре- 
делы измерений. При проверке исправного диода сопротивление в прямом направ- 
лении составит несколько сотен Ом, в обратном направлении — бесконечно 
большое сопротивление. При неисправности диода АММ покажет в обоих направ- 
лениях сопротивление близкое к 0 или разрыв при пробое диода. Сопротивление 
переходов в прямом и обратном направлениях для германиевых и кремниевых 
диодов различно. 


Проверка диодов с помощью ЦММ производится в режиме их тестирования. При 
этом, если диод исправен, на дисплее отображается напряжение на р-п переходе при 
измерении в прямом направлении или разрыв при измерении в обратном направле- 
нии. Величина прямого напряжения на переходе для кремниевых диодов составляет 
0,5...0,8 В, для германиевых — 0,2...0,4 В. При проверке диода с помощью ЦММ в 
режиме измерения сопротивления при проверке исправного диода обычно наблюда- 
ется разрыв как в прямом, так и в обратном направлении из-за того, что напряжение 
на клеммах мультиметра недостаточно для того, чтобы переход открылся. 


8.3. Тестирование транзисторов 


В общем тестирование транзисторов аналогично тестированию диодов, так как 
саму структуру транзистора р-п-р или п-р-п можно при проверке представить как 
два диода (рис. 8.2), с соединенными вместе либо выводами катода, либо анода, 
представляющими собой вывод базы транзистора. При тестировании ЦММ пря- 
мое напряжение на переходе исправного транзистора составит 0,45...0,9 В. 
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Дополнительно следует проверять сопротивление (падение напряжения) между 
коллектором и эмиттером, которое для исправного транзистора должно быть 
определено как очень большое, за исключением описанных ниже особенностей. 
Однако есть свои особенности и при проверке транзисторов. На них мы и 
остановимся подробнее. 


к к 
к к 
5 = Б 5 = Б 
э э 
э э 


п-р-п транзистор р-п-р транзистор 
Рис. 8.2 


Одной из особенностей является наличие у некоторых типов мощных транзисто- 
ров встроенного демпферного диода, который включен между коллектором и 
эмиттером, а также резистора номиналом около 50 Ом между базой и эмиттером. 
Это характерно в первую очередь для транзисторов выходных каскадов строчной 
развертки. Из-за этих дополнительных элементов нарушается обычная картина 
тестирования транзисторов. При проверке таких транзисторов следует сравнивать 
проверяемые параметры с такими же параметрами заведомо исправного однотип- 
ного транзистора. При проверке ЦММ транзисторов с резистором в цепи база- 
эмиттер напряжение на переходе Б-Э будет близким или равным О В. 


Другими “особенными” транзисторами являются транзисторы, включенные 
по схеме Дарлингтона (составные транзисторы). Внешне они выглядят как 
обычные, но в одном корпусе имеется два транзистора, соединенные по схеме, 
изображенной на рис. 8.3. От обычных их отличает очень высокий коэффициент 
усиления — более 1000. 


Тестирование таких транзисторов особенностями не отличается, за исключением 
того, что прямое напряжение перехода Б-Э составляет 1,2...1,4 В. Следует 
отметить, что некоторые типы ЦММ в режиме тестирования имеют на клеммах 
напряжение меньшее 1,2 В, что недостаточно для открывания р-п перехода, и в 
этом случае наблюдается разрыв. 


Другими необычными транзисторами являются цифровые транзисторы (транзисторы 
с внутренними цепями смещения). На рис. 8.4 изображена схема такого цифрового 
транзистора. Номиналы резисторов В! и В2 одинаковы и могут составлять либо 
10 кОм, либо 22 кОм, либо 47 кОм, либо иметь смешанные номиналы. 


К 
А! 


А2 





э 


Рис. 8.3 Рис. 8.4 


Тестирование цифровых транзисторов затруднено. И если с помощью АММ можно 
наблюдать отличия в прямом и обратном сопротивлениях переходов, то проверка 
с помощью ЦММ результатов не дает. В этом случае лучший вариант при 
сомнениях в работоспособности — замена на заведомо исправный транзистор. 
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8.4. Тестирование однопереходных 
и программируемых однопереходных 
транзисторов 


Однопереходный транзистор (ОПТ) отличается наличием на его вольт-амперной 
характеристике участка с отрицательным сопротивлением. Наличие такого участ- 
ка говорит о том, что такой полупроводниковый прибор может использоваться для 
генерирования колебаний (ОПТ, туннельные диоды и др.). 


ОПТ используется в генераторных и переключательных схемах. В отечественной 
литературе автор не встречал понятия “программируемый ОПТ”, только — ОПТ. 
Однако ввиду большой насыщенности рынка зарубежной электронной техникой 
и элементной базой следует научиться их отличать. Это несложно: 


» общим для них является трехслойная структура (как у любого транзистора) с 
двумя р-п переходами; 

» ОПТ имеет выводы, называемые база | (Б1), база 2 (Б2), эмиттер. Он переходит 
в состояние проводимости, когда напряжение на эмиттере превышает значение 
критического напряжения переключения, и находится в этом состоянии до тех 
пор, пока ток эмиттера не снизится до некоторого значения, называемого током 
запирания. Все это очень напоминает работу тиристора; 

» прогаммируемый ОПТ имеет выводы, называемые анод (А), катод (К) и управ- 
ляющий электрод (УЭ). По принципу работы он ближе к тиристору. Переклю- 
чение его происходит тогда, Когда напряжение на управляющем электроде 
превышает напряжение на аноде (на величину примерно 0,6 В — прямое 
напряжение р-п перехода). Таким образом, изменяя с помощью делителя 
напряжение на аноде, можно изменять напряжение переключения (“программи- 
ровать” его) такого прибора. 


Чтобы проверить исправность ОПТ и программируемого ОПТ следует измерить 
омметром сопротивление между выводами Б] и Б2 или А и К для проверки на 
пробой. Но наиболее точные результаты можно получить, собрав схему для 
проверки ОПТ (для ОПТ — рис. 8.5, для программируемого ОПТ — рис. 8.6). 


+5В 
+5 В 













ВАЗ К осциплографу 
1к или УНЧ, 11 кГц 







А4 Косциплографу 
1к или УНЧ, 151 кГц 





0,01 мк 


Рис. 8.5 Рис. 8.6 
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8.5. Тестирование динисторов, тиристоров, 
симисторов 


Динисторы, тиристоры, симисторы представляют собой полупроводниковые при- 
боры четырехслойной структуры р-п-р-п. Часто при пояснении принципа работы 
их изображают в виде соединенных между собой, как показано на рис. 8.7, 
транзисторов разной проводимости. Как видно из рисунка, тиристор имеет три 
вывода: анод (А), катод (К) и управляющий электрод (УЭ). Напряжение, 
приложенное к р-п переходу одного из транзисторов, обеспечивает отпирание 
тиристора. 


С помощью мультиметра динистор можно проверить только на пробой между 
выводами А и К (при исправном тиристоре участок А-К не прозваниваются), а 
тиристор и симистор, кроме того, и на исправность р-п перехода между УЭ и К. 
Наилучшие результаты проверки тиристоров и симисторов обеспечивает испыта- 
тельная схема, изображенная на рис. 8.8. 


В качестве источника питания используется источник постоянного тока напряже- 
нием 12 В с допустимым током нагрузки не менее 200 мА. Резистор В] 
ограничивает ток через испытуемый прибор, а резистор В2 — через его управля- 
ющий электрод. Схема обеспечивает тестирование тиристоров и симисторов 
малой и средней мощности. Для проверки прибора необходимо: 


1. Включить его в схему, как показано на рис. 8.8. 


2. Кратковременно соединить его УЭ с резистором В2. Прибор должен открыться, 
напряжение +тест. станет равным нулю. Прибор остается открытым и при 
отключенном от В2 управляющем электроде. 


3. Разорвать цепь питания анода (уЭ при этом соединен с К) и замкнуть ее вновь. 
Прибор должен находиться в закрытом состоянии. +Чтест. при этом равно 12 В. 


При тестировании симисторов следует повторить п.п. 2, 3, и В2 при этом должен 
быть запитан от отрицательного полюса источника питания. 


Результат такого тестирования позволяет убедиться в исправности прибора. Тем 
не менее окончательным результатом тестирования следует считать исправную 
работу полупроводникового прибора в том устройстве, где он установлен. 


Динисторы (по другому их называют еще диаки и сидаки) не имеют вывода УЭ, 
и они открываются при превышении напряжения на аноде некоторого значения, 
указываемого в параметрах на данный тип прибора. Как было сказано выше, 
проверка с использованием мультиметра достоверного результата не дает. Для 
того, чтобы точно знать исправен динистор или нет, его следует проверить, 
включив в испытательную схему (рис. 8.9), которая питается от регулируемого 
источника напряжения переменного тока. 


В 1 100 \04 
у: "А т в В лес В1_47к 


УЭ 
Упит —Ц упр. 12 В К 
тб ут2 
+ упр. к - —Утест 


Рис. 8.7 Рис. 8.8 Рис. 8.9 
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Диод Р| представляет собой однополупериодный выпрямитель, конденсатор 
С| — сглаживающий, резистор В[ ограничивает ток через динистор. При провер- 
ке следует плавно увеличивать напряжение на динисторе. При достижении 
некоторого порогового значения он откроется, при уменьшении напряжения по 
достижении протекающего тока значения заданного тока удержания — закроется. 
После такой проверки необходимо ее повторить, изменив полярность приложен- 
ного к динистору напряжения. При проверке в качестве источника напряжения 
переменного тока во избежание опасности поражения следует использовать 
трансформатор. 


8.6. Определение структуры и расположения 
выводов транзисторов, тип которых 
неизвестен 


При определении структуры транзистора, тип которого неизвестен, следует путем 
перебора (шесть вариантов) определить вывод базы, а затем измерить прямое 
напряжение на переходах. Прямое напряжение на переходе Б-Э всегда на 
несколько милливольт выше прямого напряжения на переходе Б-К (при 
пользовании АММ сопротивление перехода Б-Э в прямом направлении несколько 
выше сопротивления перехода Б-К). Это связано с технологией производства 
транзисторов, и правило применимо к обыкновенным биполярным транзисторам, 
за исключением некоторых типов мощных транзисторов, имеющих встроенный 
демпферный диод. Полярность щупа мультиметра, подключенного при измерени- 
ях на переходах в прямом направлении к базе транзистора укажет на тип 


#_» 


транзистора: если это “+” — транзистор структуры п-р-п, если “—” — структуры 
р-п-р. 


8.7. Тестирование полевых 
МОП-транзисторов 


Существует несколько разных способов тестирования полевых МОП-транзисто- 
ров. Например такой: 


1. Проверить сопротивление между затвором — истоком (3-И) и затвором — 
стоком (3-С). Оно должно быть бесконечно большим. 


2. Соединить затвор с истоком. В этом случае переход исток — сток (И-С) должен 
прозваниваться как диод (исключение для МОП-транзисторов, имеющих встроен- 
ную защиту от пробоя — стабилитрон с определенным напряжением пробоя). 


Характерной неисправностью полевых МОП-транзисторов является короткое 
замыкание 3З-И и 3-С. 


Другим способом является использование двух омметров. Первый включается для 
измерения между И-С, второй — между И-3. Второй омметр должен иметь 
высокое входное сопротивление — около 20 МОм и напряжение на выводах не 
менее 5 В. При подключении второго омметра в прямой полярности транзистор 
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откроется (первый омметр покажет сопротивление близкое к нулю), при изменении 
полярности на противоположную транзистор закроется. Недостаток этого способа — 
требования к напряжению на выводах второго омметра. Естественно, ЦММ для этих 
целей не подходит. Это ограничивает применение такого способа тестирования. 


Еще один способ похож на второй. Сначала кратковременно соединяют между 
собой выводы 3-И для того, чтобы снять имеющийся на затворе заряд. Далее к 
выводам И-С подключают омметр. Берут батарейку напряжением 9 В и кратко- 
временно подключают ее плюсом к затвору, а минусом — к истоку. Транзистор 
откроется и будет открыт некоторое время после отключения батарейки за счет 
сохранения заряда. Большинство полевых МОП-транзисторов открывается при 
напряжении 3З-И около 2 В. 


При тестировании полевых МОП-транзисторов следует соблюдать особую осто- 
рожность, чтобы не вывести его из строя статическим электричеством. 


8.8. Тестирование светодиодов 


Электрическая проверка исправности светодиодов видимого и инфракрасного 
(ИК) излучения аналогична проверке обычных диодов. Отличие заключается в их 
более высоком прямом напряжении при тестировании с использованием ЦММ. 
Типовыми значениями прямого напряжения на переходе являются: 


® для ИК диодов 1,2 В; 

» для светодиодов красного свечения [,85 В; 
® для светодиодов желтого свечения 2 В; 

® для светодиодов зеленого свечения 2,15 В; 
® для светодиодов синего свечения около 3 В. 


Это средние значения, которые могут отличаться на 0,5...0,6 В, и способ нельзя 
назвать надежным при определении цвета свечения светодиода по прямому 
напряжению на его переходе. 


8.9. Тестирование оптопар 


Любая оптопара состоит из двух частей — источника излучения (обычно ИК 
светодиод) и фотоприемника, который открывается при работе источника излуче- 
ния, — фотодиода, фототранзистора, фототиристора. Для проверки исправности 
оптопары можно использовать схему, изображенную на рис. 8.10. 





Рис. 8.10 


При подаче напряжения на вывод светодиода фотодиод открывается, и выходное 
напряжение становится равным О В. В закрытом состоянии фотодиода оно равно 
напряжению источника питания. 
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8.10. Тестирование термисторов 


Термисторы (терморезисторы) являются одним из видов полупроводниковых 
приборов. Одной из главных характеристик термистора является температурный 
коэффициент сопротивления (ТКС). 


Существуют термисторы двух видов — с положительным ТКС (сопротивление 
термистора растет с увеличением температуры) и с отрицательным ТКС (сопро- 
тивление термистора с ростом температуры уменьшается). Для проверки следует 
подключить к выводам термистора омметр и следить за изменением его сопротив- 
ления при нагреве. Для этого можно подержать его над паяльником или исполь- 
зовать другой способ нагрева. Если термистор неисправен, его сопротивление 
либо не будет изменяться, либо будет равно нулю, либо — бесконечности. Тем 
не менее, при проверке термисторов следует учитывать их функциональное 
назначение в тех схемах, где они работают. 


8.11. Тестирование стабилитронов 


Стабилитроны при их проверке с использованием АММ ведут себя как обычные 
диоды. Проверить их при помощи ЦММ можно только если напряжение стабили- 
зации стабилитрона составляет доли вольта. В противном случае ЦММ показы- 
вает разрыв цепи. Наиболее надежный способ — проверка напряжения стабили- 
зации стабилитрона в схеме (рис. 8.11). 


В1 2к 


24в \01 Уст 


Рис. 8.1 


Значение резистора В2 справедливо для стабилитронов с напряжением стабили- 
зации до 20 В. В любом случае рассчитать его несложно, имея под рукой 
справочник. [ст — справочное значение тока стабилизации: 


В = Циет / ст. 


Наиболее часто встречающейся неисправностью является пробой стабилитрона. 


8.12. Расположение выводов транзисторов 


При тестировании транзисторов необходимо знать их расположение выводов. 
Наиболее точную информацию дает справочник. Однако, если сузить вопрос 
наиболее часто встречающимися неисправностями транзисторов, то можно ска- 
зать, что наиболее часто выходят из строя транзисторы выходных каскадов 
строчной развертки, выходных каскадов усилителей мощности радиопередающих 
устройств и транзисторы блоков питания. 


Транзисторы для выходных каскадов строчной развертки выпускаются в основном 
в корпусах двух типов: металлическом ТО-3 и пластмассовом — ТО-ЗР. 
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На рис. 8.12 изображено расположение выводов для корпуса ТО-3 (вид снизу} и 
корпуса ТО-ЗР (вид со стороны маркировки). Следует помнить, что у таких 
транзисторов, имеющих встроенный демпферный диод сопротивление между Б-Э 
в обратном направлении будет около 50 Ом, и транзистор считается исправным, 
если измеренное значение сопротивления составляет не менее 10 Ом. 


В оконечных каскадах усилителей мощности чаще всего применяются транзисто- 
ры в металлокерамических корпусах с крестообразным расположением выводов 


(рис. 8.13). 


В некоторых радиоэлектронных приборах в оконечных каскадах усилителей 
мощности передающих устройств и устройствах электропитания используются 
транзисторы в корпусах для поверхностного монтажа (З$ОТ23, $0Т323 и т.д.). 
Чаще всего они имеют расположение выводов, изображенное на рис. 8.14. Оно 
может быть либо нормальным (изображение слева), либо обратным (изображение 
справа). 


5 (э\ г — 
оо , 
БЭ 
БЭ э Б 
а) 5) 
Б 


Рис. 8.12 Рис. 8.13 Рис. 8.14 
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Приложение 1 
Логотипы фирм-производителей 
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Логотипы фирм-производителей 
(продолжение) 
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Приложение 2 
Краткие справочные данные 
по зарубежным диодам 


СЕ — германиевый; 
$ — кремниевый; 


САА$ — арсенид-галлиевый; 


Описание 


Тип прибора 
1К6о СЕ-0 45В 35мА/О,2А(пик ) | 


141021 СЕ-0 3808 0,25А 


| 


141022 СЕ-О 3808 0,ЗА 
141023 СЕ-0 3808 0,35А | 
141024 СЕ-О 3808 0,4А 


141028 $1-0 508 0,5А 


1№1029 51-0 1008 0,5А 
1№1030 $1-0 1508 0,5А 





11031 [8-2 200805А | 

141032 $1- 3008 0,5А 

11033 31-2 4008 0,5А 
ЕО Е ОИ 

141036 31-0 1508 1А 

1№1038 $1-0 3008 1А | 


31-0 4008 1А 
1м1040 ЗЕ-О 508 1А 

141041 31-0 1008 1А 
НО 1508 1А 
1-0 2008 1А 
31-0 3008 1А 
ЗЕ-О 4008 1А 
51-0 508 1А 

31-0 1008 1А 


141039 






| 


141044 





141046 
141047 











р — Диод; 


О-$ — диод Шоттки. 




































| Тип прибора Описание | 
| 1М1056 31-0 3008 1,5А | 


[141057 31-0 4008 1,5А 
| 141058 31-0 508 5А 
| 141059 31-0 1008 5А 








| 141060 51-0 1508 5А 


[имо 1 9-020085А________ 
[мов [93008 5А | 
[141063 [31-04008 5А 

[1м1065 | 952100в5А 1 
[1м10в7_____|95220085А________| 
а ваиев = 
[141069 ____ | 31-24008 5А 
ое они 
аа 


| 141072 $1-2 1508 5А 
| 141073 $1-0 2008 5А 








Гент — а — | 
ет вова | 
[141077 |510 1008 15А 
[1м1078 ____  [3-0150815А 


| 141079 31-0 2008 15А 








1-0 1508 1А 
91-0 2008 1А 
31-0 3008 1А 
$1-0 4008 1А 
31-0 50В 1,5А 
$1-0 1008 1,5А 
31-0 1508 1,5А 
$1-0 2008 1,5А 


141048 
141049 
141050 
11051 
141052 
1№1053 
141054 
1№М1055 


С 





| 
| 


| 
| 





и 31-0 1008 0,5 0,75А 
[141082) __ [39-02008 0,5 О,75А 
| 141083(А) ___ | 3523008 0,5 0,75А 
[нчоми- — [вова | 
ЕВА ЕТ Е 
[пмовв)___ [52200815 2А_____ | 
| 141087) __ | 31-0 3008 1,5 2А | 


| 141088(А) 91-0 4008 1,5 2А 
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Описание 


51-0 1008 5А 


Тип прибора 
‚ 141089(А) 








Описание 
$1-0 7,2кВ 0,06А 


Тип прибора 



















СЕ-О 15В 500нс 
$1-0 5008 0,75А | 


141096 91-0 6008 0,75А 
| 1м1100 $1-0 1008 0,75А 


| 1м1101 31-0 2008 0,75А 
1141102 31-0 3008 0,75А | 


1№1103 $1-0 4008 0,75А 
1№М1104 $1-0 5008 0,75А 


| 141093 
| 141095 














































1№1090(А) $1-0 2008 5А $1-0 8кВ 0,045А 
1№1091(А) 51-0 3008 5А $1-0 12кВ 0,045А 
1№1092(А) 51-0 4008 5А 1№1148 $1-0 14кВ 0,05А 


$1-0 1008 20А 


$1-0 508 35А 
$1-0 1008 35А 









| 11149 $1-0 16кВ 0,045А 






























1№1105 51-0 6008 0,75А 














$1-0 2008 35А 


$1-0 3008 35А 
$1-0 4008 0,79А | 








1№1110 $1-0 16008 0,4А 
1№М1111 $1-0 20008 0,38 А 


141112 51-0 24008 0,35А 








1№1170 СЕ-О 508 
1М1171 51-0 аналог 1№1157 


| 141172 $1-0 аналог 1№1158 




















141113 31-0 28008 0,3ЗА 
81-0 1008 1,5А 
31-0 2008 1,5А 
















$1-0 3008 1,5А 





$1-0 4008 1,5А 


81-0 5008 1,5А 


51-0 6008 1,5А 


| 141120 
| 1№1124(А) $1-0 2008 3..3,ЗА 























51-0 аналог 1№1159 

1М1175 $1-0 аналог 1М№1161 

11176 $1-0 аналог 1№1162 

| 141177 $1-0 аналог 1М1163 

| 141178 $1-0 аналог 11164 

| 141183 $1-0 508 35А/48ОА(пик ) 
1№1184 $1-0 1008 35А/480А(пик ) 


141173 - 













































1№1125(А) 51-0 3008 3 .3,ЗА 
1№1126(А) 91-0 4008 3 .3,ЗА 
| 1№1127(А) 81-0 5008 3..3,ЗА 








1№1185 $1-0 1508 35А/4ВОА(пик ) 


| 141186 $1-О 2008 35А/48ОА(пик } 
| 141187 $1-0 3008 35А/48 ОА(пик ) | 


1№1188 $1-0 4008 35А/48ОА(пик.) 
















1№1128(А) $1-0 6008 3 3,ЗА 
И ЕЕ ИИ 
Пн [ответы | 
[пма6 | вотво | 
ми [аозмво | 
Пн [зв | 
Пыимо [56 36воА | 
пы [эблвво | 
Гы [абаывом | 
Главы 



























| 141489 $1-0 5008 35А/4ВОА(пик ) 
141190 31-0 6008 35А/4ВОА(пик ) 
1№1183А 90А $1-0 аналог 1№1183 1190 40А 
1411838 908 $1-0 аналог 1№1183 1190 


нива вот_—_ зьоанальчыез и | 
мт — [але | 
Пноему_— [аюхювю — | 
Пнок _— [аюзие | 
Пннюви, [юж — | 
Гомитоля.ввя_— [но анологамизот98 | 
мень [ввв^ | 
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ион В) 
пов 
АИ В) 
о.) 
тов 
зов.) 
1№1220 $1-0 2008 1,6А 


11221 1 
$1-0 4008 1,6А 
















, 






, 













141222 


















1№1229 $1-0 1508 1,6А 
1№1230 51-0 2008 1,6А 


51-0 300В 1,6А 
31-0 4008 1,6А 










1№1231 
141232 
















ев —  аотвА | 
лаз [ви | 


141239 2х$1-0 28008 0,5А 
1№1240..1250 91-0 аналог 1№1251..1261 


1№1251 $1-0 508 0,5А 
1№1252 51-0 1008 0,5А 
1№1253 $1-0 2008 0,5А 














[1м1254 | 840 3008 0.5А 





11255 $1-0 4008 0,5А | 
11256 51-0 5008 0,32А 


11257 51-0 6008 0,ЗА | 
11258 51-0 7008 0,28 А | 
11259 51-0 8008 0,27А | 






31-0 1008 37А 


1№1260 51-0 9008.0,25А 








| 


И 


Тип прибора 
1№1304 
1№1306 
1№1329 
1№1341(А,В,С) 
1№1342(А,В,С) 
1№1343(А,В,С) 
1№1344(А,В,С) 
1№1345(А,В,С) 

| 141346 (А,В,С) 
| 141347(А,В,С) 
| 141348 (А,В,С) 


[военно | 
вове  | 


31-0 1008 6А 
31-0 1508 6А 

ЗН-0 2008 6А 

31-0 3008 6А 

$1-0 4008 6А 

$1-0 5008 6А 

$1-2 6008 6А 

$1-0 508 70А 

$1-0 1008 70А 
31-0 1508 70А 
$1-0 2008 70А 
$1-0 3008 70А 
31-0 4008 70А 
З1-0 5008 70А 
31-0 6008 70А 
31-0 6008 0,125А 
31-0 8008 0,125А 
31-0 10008 0,125А 
31-0 12008 0,125А 
51-0 15008 0,125А 
1-0 18008 0,125А 
$1-0 20008 0,125А 
31-0 24008 0,125А 
31-0 4008 10А 
31-0 4008 1А 

31-0 508 30А 

$1-0 1008 30А 
1-0 2008 30А 
31-0 4008 30А 
$1-0 6008 30А 
$1-0 1008 0,75А 
$1-0 2008 0,75А 
$1-0 3008 0,75А 
31-0 4008 0,75А 
31-0 10008 0,95..1,6А 
$1-0 10008 0,95..1,6А 
31-0 3008 0,2А 
$1-0 1008 1,5А 
З1-0 2008 1,5А 
31-0 3008 1,5А 
31-0 4008 1,5А 


| 141397 
| 141398 


141400 
| 141401 
[141402 
| 1м4403 











| 11407 
[1№1408 
Г1№409 
ЕТУ 
| 11411 
| 141412 
141413 
1№1414 
1№1415 
11434 
141435 
1№1436 
11437 
1№1438 





1№1440 


1№1443(А,В) 
1№1444(А,В) 
141445 


| 141447 
1№1448 


== 
| 
| 
| 
| 
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Тил прибора 
141450 
| 141451 
141452 
141453 
| 141454 


Описание 
$1-0 1008 1,5А 
$1-0 2008 1,5А 
51-0 3008 1,5А 
51-0 4008 1,5А 
$1-0 1008 25А 










| 












Тип прибора 
[ 141563(А) 
| 141564(А) 
| 1№1565(А) 
| 141566(А) 
1№1567(А) 


$1-0 1008 1,5А 
$1-0 2008 1,5А 
$1-0 3008 1,5А 
$1-0 4008 1,5А 
$1-0 5008 1,5А 










| 11455 
141456 
| 141457 
| 141458 
| 11459 
111460 
| 11461 
[141462 
1№1463 


51-0 2008 25А 
1-0 3008 25А 
1-0 4008 25А 
1-0 1008 35А 
$1-0 2008 35А 
1-0 3008 35А 
1-0 4008 35А 
1-0 1008 50А 
51-0 2008 50А 
51-0 3008 50А 
НО 4008 50А 
| 141466 51-0 1008 75А 
| 141467 $1-0 2008 75А 


[1м4ев [9-2 300875А 
[№469 [94-04008 75А__ | 
[№46 [3505008078 | 
[1№487 | 3501008075 
| 1м1488 | 51-02008 0,75А 
[14149 [| 9-03008 0,75А 
[141490 | 91-04008 0.75А 
[141491 ЭН-0 5008 0,75А 
31-0 6008 0,75А 


| 1М1537 $1-0 508 1,6А 


[1457 
| 11538 31-0 1008 1,6А 


141539 НО 1508 1,6А 
1№1540 51-0 2008 1 6А 






1№1465 














[141544 _ [| 3-03008 1.6А 
[141542 ЭН-0 4008 1,6А 
[14153 [5.05008 1.6А 
[141544 | 91-06008 1,6А 
[141551 _ [51-01008 1А 
[141552 ___ [91-02008 1А 
[141553 [9503008 1А 
[141554 _ [31-24008 1А 


$1-0 5008 1А 
51-0 1008 0,75А 
$1-0 2008 0,75А 
$1-0 3008 0,75А 
$1-0 4008 0,75А 
$1-0 5008 0,75А _ 

























$1-0 6008 1,5А 
$1-0 1008 1А 
$1-0 2008 1А 
$1-0 3008 1А 
$1-0 4008 1А 
$1-0 5008 1А 
$1-0 6008 1А 
$1-0 1008 3,5А 
$1-0 2008 3,5А 
$1-0 3008 3,5А 
$1-0 4008 3,5А 
$1-0 5008 3,5А 
$1-0 6008 3,5А 
$1-0 50В 10А 
$1-0 1008 10А 
$1-0 2008 10А 
$1-0 3008 10А 
$1-0 4008 10А 
$1-0 5008 10А 
$1-0 6008 10А 
$1-0 508 15А 
$1-0 1008 15А 
$1-0 2008 15А 
$1-0 4008 15А 
$1-0 6008 15А 
$1-0 1008 1,5А 
$1-0 2008 1,5А 
$1-0 3008 1,5А 
$1-0 4008 1,5А 
$1-0 1008 10А 
$1-0 2008 10А 
$1-0 3008 10А 
51-0 4008 10А 
$1-0 50В 0,75А 
$1-0 1008 0,75А 
$1-0 1508 0,75А 
$1-0 2008 0,75А 
$1-0 2508 0,75А 
$1-0 3008 0,75А 
$1-0 3508 0,75А 


| 141568 (А) 
| 141569 
| 141570 
| 141571 
| 141572 
1№1573 
[141574 
[141575 
| 141576 
11577 
1№1578 
11579 
| 141580 
141581 
















[141583 
11584 
[141585 
| 141586 
| 141587 
|[1м1612(А) 
Г 1мч61з(А) 
141614 (А) 
1М1615(А) 
1№1616(А) 
1М№1617 






— — — - 
р 4 р: г 
5 5 5 
С. С. Е. 
4 ь ю 
| я © 


5 |- 
= 
|= 
о | © 
м] ь 
о | © 










| 141621 
| 141622 
| 141623 


141644 






1М№1646 
1№1647 
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| Тип прибора 
1№1651 


1№1652 $1-0 5008 0,75А 
141653 51-0 6008 0,75А 
141680 51-0 1508 50А 












1№1681 $1-0 2508 50А 








1№1683 
1№1684 
141685 


1№1686 31-0 5008 50А 
1№1687 51-0 6008 50А 
141688 31-0 7008 50А | 











ЭН-0 8008 50А 
1-0 9008 50А 
31-0 10008 50А 
ЭЕ-О 1008 0,75А 
има [9502080 | 
и ЕС 
1№1695 51-0 4008 0,75А | 
не _— [вочьвоы — | 
[5 12кв ов 
[50 50в оз 
[О 1008 ЗА 




















ЭН- 12кВ 0.05А 

ЗО 508 0,ЗА 

ЗО 1008 0,ЗА 
|З-О 50805 
|852 1008 03а 
| 802008 03А____ 
























[141707 _____ | 51-0 508 0,5А 
[11708 | 51-0 1008 0,ЗА 
[1м709 ___ [95-02008 0ЗА 
мо ерзовозА 
[мм [950400возА 
ИИ ТЕТ ИН 
[та [абв | 
ИЕН ЕСО ЕЙ 

[950 54802^_ | 













| 14173ЗА 91-0 зкВ 0,35А 
| 141734 91-0 5кВ 0,2А 






















1№1749 51-0 2,4кВ 0,23А 
1№1750 
1№1751 
1№1752 
| 11753 
| 141754 
1№1755 
1№1756 
1№1757 
1№1758 
1№1759 
14№1760 
1№1761 
| 141762 
1№1763 
| 141764 
| 141907 
| 141908 





| 
$1-0 3,6кВ 0,36А 
$1-0 4,8кВ 0,3ЗА | 
| 


$1-0 4,8кВ 0,32А 
$1-0 6кВ 0,29А 
$1-0 6кВ 0,36А 


[ото | 
$1-0 8кВ 0,25А 
Готвоя — | 


$1-0 2,4кВ 0,38А 


$1-0 3,6кВ 0,37А 








31-0 4008 0,5..1А 
51-0 5008 0,5..1А 
$1-0 508 1,5А 


Грозова | 
Гозо | 
$1-0 4008 1,5А 


1№1910 
1№1911 
141912 
1№1913 
141914 
1М№1915 
1№1916 
141917 
1№1918 






${-0 8008 1,5А 

зов о | 
ЕЕ ООО 
ЕО 
кз | 
[вод | 
Гео 
ово | 
[зов | 
51-0 8008 4А 
[вов | 
[ково | 
вом | 
Говно | 


$1-0 2008 0,2А 






> 

= 
= 
© 
ю 
- 











Е 
ЕЕ 
НЕЕ 
© © | 1 






142016 ] 
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[| типприбора | —  Опиание | 
Е 
Г аа | 
С ие 
о 
реа аа 
51-0 2508 10А 

1№2023 $1-0 3008 10А | 


1№2024 $1-0 3508 10А 


, 
0 
, 
, 











Тип прибора 
























| 1№2107 $1-0 4008 0,75А 

[мена авывА 

| 1№2110 31-0 1008 2А | 
1№2111 $1-0 2008 2А 


| 12112 
| 142113 
| 12114 


$1-0 3008 2А 
$1-0 4008 2А 











1-0 4008 10А 
ЭН-О 508 1А 
а пои 
ИА2028_ [50а 
КЕННЕТ ВИН 
Е Е 
| 





















[142073 [5521008028 








‚12076 $1-0 2508 0,75А 
1№2077 ЗЕ 3008 0,75А 


1№2078 $1-0 4008 0,75А 
1№2079 $1-0 5008 0,75А 


| 12080 $1-0 50В 0,5А 
$1-0 1008 0,5А 


1№2082 $1-0 2008 0,5А 
1№2083 $1-0 3008 0,5А 


] 
| 
| 
| 


Пи  ызвоы | 





] 
| 
| 
| 
| 
Й 
} 


Е 
Е: ог Пия 
ЭН-О 5008 0,75А 


| 





$1-0 365В 0,ЗА 


| 12115 
| 142116 
[1№2147 
| 142128 
142129 
1№2130 
| 142131 
1№2132 
| 1№2133 
[142134 
| 12135 
12136 
| 12137 
| 1№2138 
| 142139 
| 142146 
Г 1№2147(А) 
| 1№2148(А) 
Г 1№2149(А) 
Г 1№2150(А) 
| 142151 (А) 
[142152(А) 
| 1м2153(А) 


ИЕН 
, 
, 
, 
, 
, 










[вова | 
[рвы | 
вов о | 
[ев | 


51-0 2008 6А 
$1-0 3008 6А 























$1-0 4008 6А 








$1-0 5008 6А 


$1-0 600В 6А | 
$1-0 508 25А | 









$1-0 1008 25А 
$1-0 2008 25А 


| 12155 








[зовив^ | 
вы | 
[о ова | 


| 142157 
| 142158 
1№2159 
12160 
1№2172 
[142173 


| 


























| 142096 51-0 6008 0,75А 
1№2103 $1-0 50В 0,75А 


1№2104 51-0 1008 0,75А 
1№2105 $1-0 2008 0,75А 




























1№2174 
1№2176 
1№2177 
| 142178 





$1-0 508 ЗА 
$1-0 1008 ЗА 


$1-0 2008 ЗА 


| 
$1-0 2008 50А | 
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а 





































































































































































































































































































Тип прибора Описание | Тип прибора Описание 
142179 [5-2 30083 | [ 1№2226(А) 31-0 12008 1А 
12180 51-0 4008 ЗА 1№2227(А) 51-0 12008 1А 
[12181 51-0 5008 ЗА | [1№2228(А) 51-0 508 5А 
142182 51-0 6008 ЗА | [| 142229(А) 31-0 508 5А 
[142183 51-0 1008 ЗА | | 142230А) 31-0 2008 5А 
12184 51-0 50В ЗА 1№2231(А) 1-0 2008 5А й 
12185 51-0 1008 ЗА 1№2232(А) 51-0 3008 5А 
[142186 31-0 1508 ЗА [142233(А) 
142187 1-0 2008 ЗА |  [1№2234А) | 9404008 5А 
В 31-0 4008 ЗА _ 31-0 5008 5А 
[142190 1-0 5008 ЗА | 1 1№2237(А) 31-0 5008 5А 
[142191 1-0 6008 ЗА | [| 142238 (А) ЭН-0 600В 5А 
12192 1-0 8008 ЗА Э|-0 6008 5А | 
142193 51-0 10008 ЗА 1№2240(А) ЭН-О 8008 5А 
12194 31-0 50В А 1№2241(А) 31-0 8008 5А 
[142195 1-0 1008 6А | | 142242) ЭНН 10008 5А 
142196 3-0 1508 6А | | 1№2243(А) ЭНН 10008 5А 
[1м2197 | 3-0 2008 6А | | 1№2244А) Э1-0 12008 5А 
142198 9-0 3008 6А |[142245(А) 31-0 12008 5А 
[142199 51-0 4008 6А | 1№2246(А) 51-0 508 10А 
142200 51-0 5008 А | | 142247 (А) 51-0 508 10А | 
[142201 51-0 6008 6А | | 142248(А) ЭНО 1008 10А 
142202 51-0 8008 6А | 1№2249(А) 31-0 1008 10А 
1№2203 ЕО 10008 6А | | 1№2250(А) ЭН-О 2008 10А 
[142204 1-0 508 12А | [1225 51-0 2008 10А 
+2205 ЗО 1008 12А | | 1№2252(А) ЭН-О 3008 10А 
[142206 1-0 1508 12А 1№2253(А) 51-0 3008 10А 
[142207 [З-0 2008 12А___ | ЭН-О 4008 10А | 
[№20 | 5-0500812А_ | [1№225) 3-0 5008 10А 
[1№2211 оке [ково | 
(м2 [эр | [14259 [90608 | 
[№2213 9.010008 12| [142260 — [9508081 | 
ео вони | [ыы воваи 
ВЕГА в Вох 
1№2218(А) | 1№2263(А) 











$1-0 10008 10А | 
$1-0 12008 10А 


| 1№2264(А) 





142219 (А) 51-0 5008 1,5А 
[1№2220(А) ___ | 9-0 6008 1,5А | 
ме2ацА) | 9508008154 | 
пм [эввА 
Ир 





















| 1М2266 $1-0 508 1А 

| 142267 31-0 508 1А | 
1№2268 51-0 5008 1А 

маю [аюви  | 
1№2270 


$1-0 6008 1А 


152 Краткие справочные данные по зарубежным диодам 











| Тип прибора 
| 1№2271 

[ 

1№2272 





Описание | 
$1-0 6008 1А 


$1-0 508 6А 


$1-0 1008 6А 



















| 142316 $10 350В 35А 
| $1-0 4008 35А 












1№2273 
| 142274 





$1-0 2008 6А 





| 142318 


Тип прибора Описание 
1№2315 $1-О 3008 35А | 


$1-0 508 35А 











$1-0 3008 6А 





| 
| 1№2275 









| 1№2319 $1-0 1008 35А 














$1-0 4008 6А 


$1-0 8008 6А 
$1-0 12008 6А 
$1-0 3008 20А 


| 12276 
1№2277 
1№2278 
1№2279 
| 142280 
| 142281 
12282 















| 12284 
| 1№2285 
| 142286 
| 142287 

| 142288 
[1№2289.2293 
| 12289 
| 1№2290А 
| 1№2291А 
| 12292А 
1№2293А 





















1№2294 $1-0 508 22А 
1№2295 $1-0 1008 22А 
1№2296 $1-0 1508 22А 


| 12297 
| 142298 





$1-0 2008 22А 
















| 1№2320 31-0 1508 35А 
| 142321 ЭНО 2008 35А 

[№2322 31-0 2508 35А 

| : 


О ЕО 
нам [возывым  | 
142325 $1-0 4008 35А 

Гы [воином | 


| 12349 ЗН-0 1008 ЗА 
1№2350 $1-0 1508 ЗА 
| 





Па [амиво | 
О О 
Пн [авео | 
Пн [воно | 
О ОИ 
Пе [вом о | 
Газе [вю | 
пам [аи | 


О ОО 
Гнев [абв | 
Пе [аби о | 














$1-0 3008 22А | 


$1-0 4008 22А 


1№2299 
| 12300 
| 142301 
1№2302 
| 12303 
| 142304 
|} 142305 
| 142306 
| 142307 
| 142308 
| 1№2309 
| 142310 
[142311 
Г 142312 
| 12313 
| 142314 


$1-0 2508 22А 







[очи | 
ов | 






| 12370 $1-0 20008 1А | 
| 142371 $1-0 20008 1А | 











| 1№2362А..71А $1-0 аналог 1М№2362..71 5А 
| 1№23628..71В $1-0 аналог 1М№2362..71 10А 


1М№2373 $1-0 6008 0,25А 


| 142372 $1-0 10008 0,2А 
| 142374 $1-0 10008 0,25А 


1№2375 $1-0 15008 0,2А 


| 142376 $1-0 20008 0,2А 
142377 $1-0 24008 0,15А 
| 1№2378 $1-0 30008 0,15А 


| 

й 

ме — 31-0 40008 0,15А 
[ 142380 $0 60008 0,1А 


| 
| 1№2382 $1-0 4кВ 0,15А 
$1-0 4кВ 0,35А 





1№2382А р 
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51-0 8кВ 0,07А 
$1-0 8кВ 0,275А 


Э|-0 10кВ 0,07А 
[1№2385А____ [55 10во2А_______ 
2х51-0 16008 0,6А 

[маза 19501008154 | 
пазы — [вова — | 
1-0 3008 1,5А 
маза) 


1№2394(А) 
































51-0 4008 1,5А 


142395(А) $1-0 5008 1,5А 
1№2396(А) $1-0 6008 1,5А | 
1№2397(А) 51-0 7008 1,5А 








| 
] 
| 
| 


1№2448 $1-0 1508 45А | 
Гм возм | 
ков [эюеваыи | 


12451 $1-0 3008 45А 

мы [чо | 
ма о [вов | 
[м5 [обв | 
ков [отв | 
Гм [зом | 
$1-0 508 60А 
Е по 
ноюо [вов | 






































142398(А) $1-0 8008 1,5А 
142399 (А) 51-0 508 1,5А 






1№2463 51-0 3008 60А 
$1-0 3508 60А 


142464 


$1-0 5008 60А 





| 142462 51-0 2508 60А 


1№2466 





| 142400(А) $1-0 1008 1,5А 








ЭН-0 2008 1,5А 
ом ани 
ножи [рен | 
ЕЕ ии 
мов 






тео [аовнм | 
Гаем [отв | 
Пныомо [авиа | 
ТОО ЕО 
маток [ое | 
Гнев | 
мет [аозие  | 
нами [вова | 
ЕО Е ОО 
О ООО 
О Е ОО 
ЕТО ЕТ ООО 
Гмевок — [возив  | 
ТОО Е ООО 
ое [вова | 
пени [абв | 
ны авы о | 






























































‚12467 
1№2468 








$1-0 6008 60А 

$1-0 7008 60А 
ме [вов | 
ле [воином | 
лева абон | 
Ганы [абв | 
ные  [зожювом | 
Пааво | 
мы абвоА | 
О ЕО 
Пн [або | 
лев ывбвюво | 
Пк [зовем | 


































№242 | 94010086 
[12493 ___  |91-02008 6А 
Гм [зов | 
1№2495 $1-0 4008 6А | 
1№2496 31-0 5008 6А 
но [вов | 
[1251 [эюзвовА | 
меш [воины | 
лем [вова | 
Гл вю | 
Гаю аючивок | 
И иИИЩЕ 





1№2507 
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51-0 508 2,5А 

$1-0 1008 2,5А 
$1-0 2008 2,5А 
$1-0 3З00В 2,5А 


51-0 7008 2,5А 
51-0 8008 2,5А 
$1-0 9008 2,5А 
51-0 10008 2,5А 





Тип 


нов [ВбчовавА 
Гловю [вв | 
кет [вов 
нее — [вом о | 
лем [зови | 
Главе [вов о | 
Глезв — [вов | 
лав [воем | 
Гкаею — [вом | 
нано [зовем | 
наз — [вов | 
О вов вл 
Гмеыв — [аочвл  | 
мые [аомвл | 
нет вю | 
Гмезв _—  [возменл | 
О ЕЕ ООО 
в [воем | 
142584 $1-0 8008 12А 

1№2585 51-0 9008 12А 
[лозв [вн новая 

ВЕЕТИЛ 
[невьв— —  [внотоовлал 

1№2589 $1-0 2008 12А 
[меню _— [возвел 
[мезт — [возвел 
лев —  [внобобвчел 
лев [вковоовал 
лем [вкотобвчел 
Гленв —  [Зовюовчел 
но вов 12А 
Гомезет_— [Знотобовлал 

142598 $УН0 508 12А 


[1м2599__ | 3.01008 12А 
12600 


$1-0 2008 12А 
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Тип прибора Описание Тип прибора Описание 
12601 $1-0 3008 12А 142677 51-0 3008 3,6А 
1№2602 $1-0 4008 12А №2681 51-0 4008 3,6А 
12603 $1-0 5008 12А 1№2685 $1-0 6008 3,6А 
12604 $1-0 6008 12А 1№2687 $1-0 8008 3,6А 
142605 $1-0 7008 12А 1№2689 $1-0 9008 3,6А 
142606 1№2690 Э1-О 12008 3,6А __] 
12607 $1-0 9008 12А | 142691 51-0 16008 3,6А 
1№2608 $1-0 10008 12А 142692 $1-0 1008 7,2А 
1№2609 $0 508 0,75А 1№2694 $1-0 2008 7,2А 
12610 $1-0 1008 0,75А 1№2696 $1-0 3008 7.2А 
12611 $1-0 2008 0,75А 1№2698 $1-0 4008 7,2А 

1№2612 $1-0 3008 0,75А 142700 $1-0 6008 7,2А 
1№2614 $1-0 5008 0,75А 142702 $1-0 1008 ЗА 
12711 31-0 4008 ЗА 
[ме Тр воА  | 12714 $0 6008 ЗА 
|[1№2619 ___ [5:015008078А_ | | 1№2717 31-0 8008 ЗА 
142720 3-0 12008 ЗА 
[№2628 ___ | ФЕ-0 настроечный СВч58___{ | 1№2722 3-0 16008 ЗА 
[1№2630 | 29-0 15008 0,085А___ |  |1М2724 31-0 24008 ЗА 
1№2634 иво 142734 51-0 4008 ЗА 
142635 2х51-0 15008 0,085А 1№2737 51-0 6008 ЗА 
12738 $-0 8008 ЗА 
1№2739 3-0 12008 ЗА 
[ме [50200815А | [142742 3-0 2008 3,6А 
1№2659 $1-0 16008 1,5А | 1№2753 51-0 2008 ЗА 
51-0 20008 1,5А | 142756 51-0 3008 ЗА 
[12668 ___ | 5-0 32008 15А________| [| 1№2762 $0 6008 ЗА 
[№2668 $1-0 48008 1,5А 1№2764 51-0 12008 ЗА 
[1№2669____ [5-010836А___ | [1№2772 3-0 7008 0,75А 
[1м267з_______|9-22008 36А_________| [1№2773 31-0 8008 0.75 











и 

















Описание 


| | 
| 142774 51-0 9008 0,75А | 
| 142775 51-0 10008 0,75А | 
| 1№2776 51-0 11008 0,75А | 
| 













1№2777 $1-0 12008 0,75А 
1М№2778 $1-0 13008 0,75А 


Пнао— [атвювов | 
Га [авео | 
кем [абв | 


Га [абв | 
Гназедв, — [вЕббвчюн | 
Гео [зрывем | 
Гео [зовем | 
не [взвым  | 
Гы [возвым | 

















ею [арвем | 
Гео [рем | 
Гмево —  вкоов юж | 
ОИ ЕТ ОИ 
Гнев [возм | 
Плеве | 
Гвен [азивя | 
поваи [арен | 











й 


1№2858(А) ЗО 508 0,75..1А | 
1№2859(А) 51-0 1008 0,75..1А | 


Геза [аживовА | 
Гаевеци [рвов | 
Пани [авивовА | 
Гнев [амвол | 
нае [во | 


1№2860(А) $1-0 2008 0,75..1А 











Гаю [воовох | 


дь1лао4 $П ПОПА а 2АА 






















Описание 


Гнев [вбюво | 
нам [вмово | 
Пи [а мово | 
нав _—[вововнам 

















Геза [зо товом | 
Гнев [вотювы | 
Пако або | 
Пн [9еюво | 











нею [воно | 
кем [абв | 
нев [возюовом | 
Смею [озоном | 
Смею звон | 
Глав —  [возвовом | 


1№2895 $1-0 24008 0,25А 
1№2896 $1-0 25008 0,25А 
















1М№2910 $1-0 40008 0,25А 
| 142911 $1-0 40008 0,25А 
| 142912 $1-0 42008 0,25А 


1№2913 $1-0 42008 0,25А 
| 142914 $1-0 45008 0,25А 


[1м2915 185045080 | 
| 12918 | 51-0 50008 0,25А 

нано — [вювива 
[ню _— [возювом — | 
наи [воином | 
№2922 [5-080008025А_ 
ЕВЕ 
Газ [воажвели— | 


4№2927{А. <1-В туннельный пиод 
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[ тетива _] — омже  | 
Глен [отельный — | 
Гнев [ертунелььй и — | 














Пиво [В.отрнелььйли | 
Ген | э5бтинельньйдии — | 
Пей — [5 тннельыйдии | 
Пнеощи, — [ОЕОтунельыйдия 
Гнемок, — [Еотуннелььйдни — | 
Гнезчиу_—  [Еотинельыйдии — | 





















ое [ар 
Гловер 
ом [рвом 


Гое — [бзвом | 
Плов [вов | 
мов — [арывом | 
Гоа —  [арвом | 
Глзою — [арво | 
Гнзо— [возиво | 
Гмвом — вкз отеле — | 
плов [эрзвотею | 
мое [эюзвонеч | 
Голов" [экзовоесью | 
[мов [возвоотвлюе | 









1№3066 


1М№3070 $1-0 2008 0,15А <50нс 
1М№3071 $1-0 2008 0,225А <50нс 


[1м3069 $1-0 658 0,225А <50нс 
[143072 $1-0 508 0,2А 


1№3073 51-0 1008 0,2А 
1№3074 $1-0 1508 0,2А 
1М№3075 $1-0 2008 0,2А 


ово [вв | 
вое — [вю | 
Плоть [вожвом  | 
Пн [або | 
Гиват [звоном 
Глоб 


- | 


1№3080 





| 13084 $1-0 6008 0,5А 
| 1М3097 СЕ-О 308 0,05А <500нс 





























Описание 
$1-0 8008 0,75А 

$1-0 12008 0,5А 

$1-0 8008 1,5А 

$1-0 12008 0,7А 
СЕ-О 128 0,05А 


Тил прибора 
1№3106 
| 1№3107 
| 143108 





1№3113 СаА$-О туннельный диод 

| 1м3114 СаАз-0 туннельный диод | 
СаА$-0 туннельный диод 

1№3116 СаА$-О туннельный диод | 

1№3117 СаАз-0 туннельный диод | 


| 13118 
1№3119 
1№3120 

| 13121 

1 143122 
1№3123 
1№3124 
1№3125 
1№3128 
1№3129 


СаАз-О туннельный диод 


| 
| 
| 


СаА$-0 туннельный диод 
СаАз-0 туннельный диод 
СЕ-0 508 0,11А <500нс 
СЕ-0 208 0,18А <3500нс 
$1-0 40В 0,05А <4нс 

$1-0 408 0,05А <4нс 
СЕ-О 558 300нс 

СЕ-О туннельный диод 
СЕ-О туннельный диод 
СЕ-О туннельный диод 
СаАз-0 туннельный диод 
$1-0 508 70А 

$1-0 1008 70А 

$1-0 1508 70А 

$1-0 2008 70А 

СЕ-0 208 500нс 

СЕ-О 65В 

СЕ-О 25В <2нс 

СЕ-О туннельный диод 















1№3138 


143141 
143142 
143144 





1№3146 
1№3149(А) 
1№3150 
1№3151 
143152 





СЕ-О туннельный диод 
$1-0 7,2кВ 0,1А 

$1-0 СВЧ 36 ГГц 

$1-0 СВЧ З6ГГц 

СЕ-0 15В 0,08 А <300нс 
СЕ-О 608 0,03А 

$1-0 2408 

$1-0 1308 

$1-0 настроечный УКВ 
$1-0 2008 1А 

$1-0 4008 1А 

51-0 6008 1А 

$1-0 2008 0,75А 

$1-0 4008 0,75А 

$1-0 6008 0,75А 


1М№3159 


1№3179 










1№3189 


1 143194 


3 г 
| > = 
В © [95 

Э © 

© ю 

[22] [252 
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Тип прибора 
| 1м3196 
1№3197 
1№3203 
1№3204 
| 13206 
1№3207 
| 1М3208 
1№3209 
1 143210 
| 1№3211 










$1-0 3008 15А 


[2 
пм“ 
ре 

о | 
ю 
© 
[**) 
© 
© 
[4 
> 
| 
[= 
[= 

ЕЗ 

о 










наи [ао 
Г 13213 91-0 5008 15А 
нм [ао | 
| 4143215 $1-0 60В <250нс 








| типприбоа | —  Опжаию | 
| 
[№252 ара | 
=] 
[№24 [9-2 аналог 114 | 
В 
Вы ет 
СИГ 2 НИАЕИИЫ 
ЕВЕ ЕЯ 
ра овыы — 
1-0 6008 0,75А 
[НИЕ ВЯ 
















































1№3217 
| 13218 
1М№3219 СЕ-О туннельный диод 


| 4м3220 СЕ-О туннельный диод 
1М№3221 СЕ-О туннельный диод 






СЕ-О туннельный диод 











СЕ-О туннельный диод 












[1922 __ | СЕ-О туннельный диод 

[1№3225 | СЕ-040В 0,0ЗА <500нс 

| 

| 143227 $1-0 1008 0,5А | 
| 






143228 $1-0 2008 0,5А 
Глзаю_— [ввоза 


$1-0 6008 0,5А 
$1-0 8008 0,5А 









т Э-0 10008 0,1А 
13283 1-0 15008 0,1А 
ма рю | 
ев [ревом | 
[№326 [5козо0волА | 
[№3298 [З506возА_ | 
укзавА | 9кртовозА_____| 
за А | 
пм [ара | 
| 










| 1№3357 $1-0 508 ЗА 











| $1-0 10008 0,5А 












1№3235 
| 143236 









$1-0 50В 0,75А | 
| 143238 $1-0 1008 0,75А | 





И ЕЕ ОИ 
ла [вов | 
пав вм о | 
Па [вом о | 


























т 1-0 2008 0,75А 
| 1№3240 51-0 4008 0,75А | 
[имам | 3506008075 | 
Ге [зов | 
ное [зо вом | 
Грн [отв | 
[143245 [3-0 15008 075А_______1 
пе [мова | 
Ге [ара | 
Плов | 





























ева 
пмзю абв | 
Гат ава о | 
| 













мам [абв | 
лв [вова | 
И ООО 
зе [воем | 





| 
| 





Краткие справочные данные по зарубежным диодам 159 
































































Описание 
$1-0 60В 0,15А 
$1-0 1258 0,15А 
[143577 $1-0 1758 0,15А 
143578 $1-0 2258 0,15А 
1№3579 $1-0 2758 0,15А 





Тип прибора 
| 143575 
1№3576 
































| 143592 СЕ-О 308 0,05А <70нс 
1№3593 $1-0 408 0,05А 10нс 
$1-0 60В 6нс 


$1-0 1508 0,1А <Змкс 
$1-0 208 0,075А <4нс 
| 143597 $1-0 2008 0,275А <300нс 
| 143598 $1-0 508 0,075А <4нс 


| 1№3601 $1-0 758 <5нс 
| 143602 $1-0 758 0,115А <5нс 
{№3605 


$1-0 аналог 1№4153 
1№3607 $1-0 аналог 1№4151 
















| 13596 





























1№3608 $1-0 аналог 1№4152 | 
1№3609 $1-0 аналог 1№4153 
1№3611(СР) $1-0 2008 1А | 


| 143612(СР) $1-0 4008 1А 
| 1м3613(СР) $1-0 6008 1А 
| 1№3614(СР) 
| 1м3615 $1-0 50В 16А 


1№3616 $1-0 1008 16А 








$1-0 8008 1А 























Тип прибора Описание 
1№3379 $1-0 4008 20А 
1№3380 $1-0 5008 20А 
1№3464 $1-0 12кВ 0,06А 
1№3465 СЕ-О 60В 75мА 
1№3466 СЕ-О 40В 75мА 
1№3467 СЕ-О 18В <2нс 
1№3468 СЕ-О 18В <2нс 
1№3469 СЕ-О 35В 85мА 
143470 СЕ-О 35В 85мА 
1№3471 $1-0 40В 0,04А <2нс 
1№3485 51-0 175В <50нс 
1№3486 $1-0 10008 0,4А 
1№3487 $1-0 12008 0,4А 
1№3488 $1-0 настроечный УКВ 
143491 51-0 50В 25А 
1№3492 $1-0 1008 25А 
1№3493 $1-0 2008 25А 
1№3494 $1-0 3008 25А 
1№3495 $1-0 4008 25А 
1№3544 $1-0 1008 0,6А 
1№3545 $1-0 2008 0,6А 
1№3546 $1-0 3008 0,6А 
1№3547 $1-0 400В 0,6А 
1№3548 $1-0 5008 0,6А 
1№3549 $1-0 6008 0,6А 
1№3550 $1-0 1808 0,08А <1,5мкс 
1№3551 $1-0 настроечный УКВ 
1№3552(А) $1-0 настроечный УКВ 
1№3554 $1-0 настроечный УКВ 
1№3555 $1-0 настроечный УКВ 
1№3556 $1-0 настроечный УКВ 
1№3557 $1-0 настроечный УКВ 
1М№3560 СЕ-О туннельный диод 
1№3561 СЕ-О туннельный диод 
1№3562 СЕ-О туннельный диод 
1№3563 $1-0 10008 0,4А 
1№3566 $1-0 8008 1А 
1№3567 $1-0 758 0,06А <2нс 
1М№3568 $1-0 80В <4нс 
143569 $1-0 1008 3,5А 
14М№3570 $1-0 2008 3,5А 
143571 $1-0 3008 3,5А 
143572 $1-0 4008 3,5А 
1№3573 $1-0 5008 3,5А 
1М№3574 $1-0 6008 3,5А 









№3619 1-0 3008 16А | 
1№3620 $1-0 4008 16А | 
| 1№3621 $1-0 5008 16А 


| 1№3622 $1-0 6008 16А 
| 13623 $1-0 8008 16А 


[воинов | 
[Е ътреный ув | 
] 


| 13617 1-0 1508 16А 
1№3618 $1-0 2008 16А | 













| 
] 
| 
р 
[ 













$1-0 1008 0,75А 
$1-0 2008 0,75А 
1№3631 $1-0 3008 0,75А 


1№3632 $1-0 4008 0,75А 





, 
, 
О 
, 
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1№3636 


1№3641 
[9тлвюово2в, — | 


$1-0 25008 0,25А 
51-0 30008 0,25А 


$1-0 10кВ 0,35А 


$1-0 8008 3,ЗА 


$1-0 10008 З,ЗА 
$1-0 1008 <4нс 


1№3642 
1№3643 
| 1№3644 
1№3645 
1№3646 
1№3647 
1№3648 
1№3649 
1№3650 
1№3653 
1№3654 




















[Вов | 
СЕ-О 80В 0,07А <300нс 
$1-0 5008 1,5А 


$1-0 ЗОВ 0,075А <150нс 


1№3657 
| 143658 
13659 
| 1М3660 
1№3661 
1№3662 
1№3663 
143664 
| 3№3665 
1№3666 
| 143667 
| 143668 
| 1м3669 
1№3670(А) 
1№3671(А) 
| 143672(А) 
| 143673(А) 
| 143711 
[ 143712 
| 143743 
143714 
13715 
143716 
1№3717 

















$1-0 708 0,4А <200нс 
$1-0 7008 12А 
$1-0 8008 12А 





ов | 
Гарт | 


СЕ-О туннельный диод 
СЕ-О туннельный диод 


СЕ-О туннельный диод 








| 
| 














ай СЕ-О туннельный диод 
| 14№3719 СЕ-О туннельный диод 
Пмю —  [ВЕ.тунелььыйдюя | 


1М№3721 СЕ-0 туннельный диод | 
1М№3723 $1-0 10008 0,75А | 


1№3724 $1-0 12008 0,75А 

















1№3725 $1-0 14008 0,75А 


| 1№3726 $1-0 16008 0,75А | 
| 143727 $1-0 18008 0,75А | 


1№3728 $1-0 5508 0,2А 
| 143729 $1-0 6008 <500нс 
| 143730 $1-0 80В <15нс 
1№3731 $1-0 1008 0,175А <Знс 


НГ Е 
[1м375о_ [9-0600в05А______ 
| 1№3751 __ [31-08008 0,5А | 
1-0 10008 0,5А 

[443755 | 3-220080425А________1 
















































143756 $1-0 4008 0,125А 
1№3757 $1-0 2008 1А 
1М№3758 $1-0 4008 1А 





| 143759 НО 6008 1А 
1№3760 $1-0 8008 1А 
| 143761 $1-0 10008 1А 










Пн абы | 
Гы ав | 
Гнв [вов | 
лее [вое | 


1№3767 $1-0 9008 35А 


Газе [абв | 
тю [быв | 
О ОИ 
те [ео | 





й 
| 


О ЕЕ ОИ 
Пн [абв | 
ГПлыв —  [ОЕбтьнельыйлы — | 
Говыь — [ОЕбтьнельыйлы — | 
Гавно [ОЕОтинельыймм — | 
авы" [ОЕОтинельыйны — | 


| 143777 





[1№3853 | СЕ-О туннельный диод 
1№3854 СЕ-О туннельный диод ] 
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= 





| 


Тип прибора 


1№3855 СЕ-О туннельный диод 
1№3856 СЕ-О туннельный диод 
1№3857 СЕ-О туннельный диод 
СЕ-О туннельный диод 
мя | СЕ-О туннельный диод 
1№3860 СЕ-О туннельный диод 
1№3861 СЕ-О туннельный диод 


143862 СЕ-О туннельный диод 


1№3863 СЕ-О туннельный диод 
1№3864 $1-0 125В <900нс 
1М№3865 СЕ-О 80В 

1м№3866 $1-0 2008 1А 

1№3867 $1-0 4008 1А 


1№3868 $1-0 6008 1А 


143869 31-0 10008 0,5А 
1-0 15008 0,5А 

13871 ЗЕ-0 20008 0.25А 

143872 31-0 90В <15нс 


143873 
1№3874 
1№3875 
143876 
1№3877 
143878 
1№3879(А) 
1№3880(А) 
1№3881(А) 
1№3882(А) 
1№3883(А) 
143884 
143885 
1№3886 
1№3887 
1№3888 
| 1м3889(А) 
1№3890(А) 
1№3891(А) 
1№3892(А) 
1№3893(А) 
| 143894 
| 1м3895 
| 1м3899 
| 13900 
| 143901 
143902 


$1-0 90В 0,15А <4нс 
$1-0 аналог 1№3879 
$1-0 аналог 1№3880 
$1-0 аналог 1№3881 
$1-0 аналог 1№3882 
$1-0 аналог 1№3883 
$1-0 50В 6А <200нс 
$1-0 1008 6 А <200нс 
$1-0 2008 6А <200нс 
$1-0 3008 6А <200нс 
$1-0 4008 6А <200нс 
$1-0 аналог 1№3889 
$1-0 аналог 1№3890 
$1-0 аналог 1№3891 
$1-0 аналог 1№3892 
$1-0 аналог 1№3893 
$1-0 50В 12А <200нс 
$1-0 1008 12А <200нс 
$1-0 2008 12А <200нс 
$1-0 3008 12А <200нс 
$1-0 4008 12А <200нс 
$1-0 4008 0,4А 

$1-0 3508 0,4А 

$1-0 50В 20А <200нс 
$1-0 1008 20А <200нс 
$1-0 2008 20А <200нс 
З1-0 3008 20А <200нс 


























| 





а 
р.4 
© 
© 
© 
© 


й 
| 
| 








Тип прибора 
1№3903 


Описание 
$1-0 4008 20А <200нс 
$1-0 50В 20А <200нс 
$1-0 1008 20А <200нс 
$1-0 2008 20А <200нс 
$1-0 3008 20А <200нс 
$1-0 400В 20А <200нс 
$1-0 508 30А <200нс 
$1-0 1008 З0А <200нс 
$1-0 2008 30А <200нс 
$1-0 3008 30А <200нс 
$1-0 4008 30А <200нс 
$1-0 50В 30А <200нс 
$1-0 1008 3З0А <200нс 
$1-0 2008 30А <200нс 
$1-0 3008 3З0А <200нс 
$1-0 4008 3З0А <200нс 
$1-0 10008 5А 
$1-0 15008 5А 
$1-0 20008 5А 
$1-0 25008 5А 
$1-0 30008 5А 
$1-0 10008 10А 
$1-0 15008 10А 
$1-0 20008 10А 
$1-0 25008 10А 
$1-0 30008 10А 
$1-0 10008 1А 
$1-0 15008 1А 
$1-0 20008 1А 
$1-0 25008 1А 
$1-0 30008 1А 
$1-0 12008 10А 
$1-0 2008 2А 
$1-0 400В 2А 
$1-0 6008 2А 
$1-0 8008 2А 
$1-0 1008 2А/З0А(пик.) 
СЕ-О 15В <12нс 
$1-0 настроечный УКВ 


1№3906 
| 143907 
| 13908 
143909 


14№3911 
1№3912 
1№3913 
Е 143914 
1№3915 
143916 
1№3917 


1№3919 








14№3924 
1№3922 


1№3924 
1№3925 
| 143926 
13927 
1№3928 
1№3929 
1№3930 
1№3931 
| 143932 
1№3933 
13934 
13938 
1№3939 
1№3940 
| 143941 
1№3942 











| 1м3945 
$1-0 настроечный УКВ 


$1-0 настроечный УКВ 


— 
р: 
< 
© 
© 
я 


| 143948 
| 143952 


$1-0 туннельный диод 
$1-0 1308 0,2А 

СЕ-0 40В <300нс 
$1-0 50В <4нс 


> |-> 
55 
< | © 
д | м 
$ |®> 


] 
] 


| 
| 
| 
| 
| 
] 
| 
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изв) 






143958(С) . 9-0 1008 35А_________\ 
1№3959(С) 51-0 2008 3,5А 
1№3961 (С) 
[ 143962(С) | 
| 1М3963(С) 
| 143964 
1№3965 
[ 143966 
1№3967 
| 13968 
| 143969 
| 143970 
[143971 
| 1м3984 
[ 1м3982 
| 143983 
[143987 
| 143988 
| 13989 
[143990 
[144001 





$1-0 4008 3,5А | 
$1-0 5008 3,5А 
$1-0 6008 3,5А 


1-0 2008 22А 









$1-0 4008 22А 
$1-0 600В 22А | 
$1-0 8008 22А 





[вов — | 
[ово | 


$1-0 9008 6А 
91-0 10008 6А 
31-0 508 1А/50А(пик ) 













































топы | 
144093 $1-0 50В 
ПЕ С 


14141 $1-0 2008 ЗА 
144142 $1-0 4008 ЗА 


Описание 








































144144 $1-0 8008 ЗА 
144145 $1-0 10008 ЗА 
1№4146 $1-0 12008 ЗА 


$1-0 1008 0,2А <4нс 
444150 $1-0 50В 0,2А <4нс 


| 
Й 
| 
444152 1-0 40В 0,2А <4нс | 
| 
] 





























144153 


$1-0 758 0,2А <4нс 
1№4154 31-0 35В 0,2А <4нс 
1№4155 31-0 4008 0,2А <10мкс 


31-0 108 0,05А <0,75нс 











Панно [ара | 
Паыною [абв | 


1№4249(СР) $1-0 10008 1А 
1№4250 $1-0 8008 0,5А 






























| 144002 51-0 1008 1А/Б0А(пик ) 





[144251 51-0 10008 0,5А 












| 144003 

144004 
| 144005 
| 144006 
| 144007 

144008 
[1№4009 
| 144011 
| 144012 
| 144013 
| 144014 
| 144015 
| 144043 
| 144086 
144087 
| 144088 
| 144089 
| 144090 
144091 $1-0 настроечный СВЧ 


$1-0 2008 1А/50А(пик ) 


ГаочовтАвоны) | 
Готов тАвоык | 
| 


















СЕ-О З0В 
$1-0 4008 1,1А 


СЕ-О туннельный диод 














144252 $1-0 12008 0,5А 
1№4253 $1-0 15008 0,5А 


[1М4254 _ [91-01500 0.25А 
ЗН-0 20008 0,25А 
мен [вовивоаА | 




















| 144308 $1-0 1008 <2нс 

14309 $1-0 508 <2нс 
31-0 758 <2нс 

3-0 1008 <2нс | 
ме [арлываю | 
[м3 [9501084 


1№4314 $1-0 1008 <2нс 
| 1№4315 $1-0 508 <2нс 


14317 1-0 1008 <2нс | 
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Тип прибора Описание 
144322 91-0 75В <6нс | 
144361 31-0 9008 0,5А 


















мае [эаволлию | 
Глизе _—  [абвовА | 











нев — [вов | 
№376 | 850108 0.06446 
[пмз1___ | 9Е-0258 10% | 
$10 6008 1А 


144390 $1-0 20В <0,5нс 
$1-0 20В <0,5нс 


1№4391 


14392 $1-0 15В <0,5нс | 


144393 $1-0 туннельный диод 





















[ топов | — ом | 
Пыиы — [9бволень | 
нию [эоваыю | 


| 144457 $1-0 508 <1,5нс 
| 144458 51-0 800В 5А 

















ме [ва 
ма | З5левомА 
м8 350348 075А_____1 
[м4 | 9-о8в | 


[144505 | 50 68 ОЛА 
1-0 2008 12А | 
$1-0 4008 12А | 


| 144508 1-0 6008 12А 


= 
г 
> 
ее] 
о 
ю 
[2 
п 
о 
р 
о 
[**) 











[1№4509______[ 350 8008 12А 
[имаыо | 35210008 12А 
144511 $1-0 12008 12А 





| 144514 $1-0 8008 1,1А 
| 144547 1-0 2008 2А 


| 144523 СЕ-О 158 <8нс 
| 144524 СЕ-О 108 <Знс 
| 144525 51-0 2008 35А 
| 144526 51-0 4008 35А 






























































1№4394(А,В} $1-0 туннельный диод 





















1№4395(А,В) 
1№4396(А,В) 
1№4397(А,В) 
1№4398(А,В) 
1№4399(А,В) 


$1-0 туннельный диод 





$1-0 туннельный диод 





$1-0 туннельный диод 


$1-0 туннельный диод 








$1-0 10008 35А 
| 144530 $1-0 12008 35А 
| 144531 $1-0 75В 0,15А <4нс 


| 14527 $1-0 6008 35А | 
| 
$1-0 8008 35А 








1№4436 

1№4437 
[144438 
| 144439 
144440 
1№4441 
14442 
44443 
| 144444 
| 144445 
144446 
144447 
144448 
144449 
144450 


51-0 туннельный диод 

[вк | 
овен | 
[евро вьд сою — | 
[Возовою | 









$1-0 1008 0,2А <4нс 





$1-0 1008 0,2А <4нс | 


9-0 308 0,2А 4 | 









14532 1-0 758 0,15А <2нс 

ЭН-О 408 0,075А <2нс 
[14534 | 531-0758 0.075А <2нс 
[144536 [93-0258 0.075А <= | 
[пмазт [55 1вовзА 
Гы [аомовА | 
ав [возваа — | 
[м0 | 50 3600ВзА_________ 
пм [арм | 
[9м52 [9504008044 | 
Па [аювивом | 
| 144544 $1-0 8008 0,4А 

ва вожвА | 
[1№58 | $1-0 25В <2нс | 



























[| 
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Тип прибора Описание 


Главвысь [аби | 
Пмевавор,  [эююви | 
Пезвд, — [Эбыютроеныйуквые — | 
Главы [в-онвтюинный ука 06| 








| 

| 144607 $1-0 85В 0,35А <15нс | 
| 144608 $1-0 85В 0,35А <15нс | 
| 


144609(А) $1-0 настроечный УКВ 
1№4610 $1-0 80В <4нс 








=} 


Тип прибора 
| 144810(А 0) 
1№4811(А 0) 
1№4812(А 0) 
| 144813(А О) 
1№4814(А 0) 
| 144815(А 0) 
| 144816 
1№4817 
1№4818 
| 144819 


$!-0 настроечный УКВ 
$1-0 настроечный УКВ й 


р 


$1-0 настроечный УКВ й 






$1-0 настроечный УКВ 
$1-0 настроечный УКВ 


$1-0 508 1,5А 
$1-0 1008 1,5А 
$1-0 2008 1,5А 


$1-0 настроечный УКВ 
$1-0 3008 1,5А 


’ 
‚ 
, 









14720 $1-0 1008 ЗА 
$1-0 2008 ЗА 





| 144721 


1№4722 $1-0 4008 ЗА 


144718 91-0 50В <180нс 
1№4719 $1-0 50В ЗА | 
| 14723 $1-0 6008 ЗА | 


$1-0 6008 1,5А 


| 144820 
14821 
144822 

| 144823 

| 1№4824 

























| 144725 1-0 10008 ЗА 
1№4726 $1-0 20В 0,06А 
1№4727 91-0 208 0,075А 





144785 СЕ-О 3208 7А демпферный 


для ТВ 


1№4786(А О) $1-0 настроечный УКВ 
1№4787(А 0) $1-0 настроечный УКВ 


| 144724 31-0 8008 ЗА | 


т 







[метал 6) — [бнерооньйув — | 
[меток ох [о нелюеныйув | 
) - | 






[мозоли 6) [кб нвтеинныйув | 
Гмавонл 6) [8 ъютюньыйув | 
[мазо 6) [в-онетюеньйув | 







[пмавоА 0) [+0 настроечный ув _____| 
[144808(А 0) __| $1-0 настроечный УКВ 











[ово | 
[еоввчАсные | 
СЕ-О 30В 200нс 





1№4825 
1№4826 
1№4827 
144861 
144862 
1№4863 
144864 
144865 
144866 
144867 
1№4868 
1№4869 
1№4870 
144871 
144872 
144873 
144874 
| 144875 
[14876 
144877 
1№4887 
1№4888 
1№4933(СР) 
1№4934(СР) 
1№4935(СР) 





$1-0 5кВ 1,25А 
Гео 
Горев | 









оз | 
ЕЕ ООО 
[авео | 
Гебен | 












14938 


САА$-0 настроечный СВЧ 


$1-0 2008 1А <150нс 


5 |5 | 
22 22 
ы | ы 
© | © © [© 
гы © | 
|= Я | © 
© я? 
[2] 610 
о 93 
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Тип прибора Описание 


1№4943(СР) 1-0 3008 1А <150нс 


1№4944(СР) 
1№4945(СР) 


$1-0 4008 1А <150нс 
51-0 5008 1А <150нс 
$1-0 600В 1А <250нс 
$1-0 8008 1А <250нс 
$1-0 10008 1А <500нс 


1№4946(СР) 
1№4947(СР) 
1№4948(СР) 














144949 ЭНО 35В <0,3нс 
144950 УЭН-О 30В <4нс 
1№4997(В) $1-0 508 ЗА 
1№4998(В) $1-0 1008 ЗА 
1№4999(В) 81-0 2008 ЗА 
1№5000(В) 31-0 4008 ЗА 
1№5001(В) 51-0 6008 ЗА 
1№5002(В) $Н-0 8008 ЗА 
1№5003(В) УНО 10008 ЗА 
1№5004 $1-0 1008 1А 
1№5005 $1-0 2008 1А 





$1-0 4008 1А 

$1-0 6008 1А 

$1-0 7008 1,5А 

$1-0 8008 1,5А 

51-0 10008 1,5А 

$1-0 1008 1А 

$1-0 2008 1А 

$1-0 3008 0,8А 

$1-0 4008 0,8А 

$1-0 2008 2А/50А(пик.) 6мкс 
$1-0 4008 2А/50А(пик.) 6мкс 
$1-0 6008 2А/50А(пик.) 6мкс 
51-0 8008 2А/50А(пик.) 6мкс 
$1-0 настроечный УКВ 


145006 
145007 
1№5052(А) 
1№5053(А) 
1№5054(А) 
1№5055 
1№5056 
1№5057 
1№5058 
1№5059(СР) 
1№5060(СР) 
1№5061(СР) 
1№5062(СР) 
1№5136(А) 


| 


| 


й 
| 
| 
| 
| 
| 





$1-0 настроечный УКВ 





1№5138(А) 
1№5139(А) 

) 
1№5141(А) 
1№5142(А) 
1№5143(А) 
| 145144(А) 
1№5145(А) 


$1-0 настроечный УКВ 
$1-0 настроечный УКВ 


$1-0 настроечный УКВ 


| $1-0 настроечный УКВ 


$1-0 настроечный УКВ 


$1-0 настроечный УКВ 


$1-0 настроечный УКВ 
$1-0 настроечный УКВ 


$1-0 настроечный УКВ 


| 145147(А) 
1№5148(А) 
1№5165(А) 

1№5166(А) 


$1-0 настроечный УКВ 


$1-0 настроечный УКВ 
$1-0 30В 
$1-0 30\ 


с = 
г = 
[8] [82] 
о Е 
© © 
Е: 5 
> > 


Г 
| 
р 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





















Тип прибора Описание 





1№5167(А) $1-0 208 
| 145170 $1-0 158 2А | 





$1-0 508 2А 
$1-0 1008 2А 





мет 
ры 
[145173 [91-03008 2А 
Пони [90ч0ваА 
м5 [9505082А 
Пе — ара | 
Пи —  аювиА | 
Геи [ани | 
рн араваА | 





















1№5183 $1-0 7,5кВ 0,1А 
| 1№5184 $1-0 10кВ 0,1А 


Пновеи [Вотан | 
Пане [Ео8з-дА во чою | 
Пновв — [Вбчжез мА сво-чно | 
Пнывнд — [Эзова Аа чою | 


1№5185(А) $1-0 508 3..4А <250..400нс 
| 145195 З1-0 2008 0,2А 


ОИ ООО 
Пане [зов | 


Гаее [эро | 
мо [ово | 
ПА [аоливоснА | 
Пн [арм | 
нет [во | 
Ге [абв о | 





14№5214 $1-0 8008 1А 


| | 
| 1№5213 $1-0 6008 1А 

| 

| 145215 31-0 2008 1А | 







Пава | 
Пао [эро | 
еже [абвволчи | 








— 
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| 


Тип прибора Описание 
1№5315 ЭЕ-О 1008 0,2А <4нс | 


| 
1№5316 51-0 1008 0,135А <4нс | 


1№5317 $1-0 80В 0,125А <4нс || 





| 

15318 $1-0 758 0,125А <4нс 
15319 31-0 408 0,1А <4нс 
15320 [3-0 1208 1А <2504 __ | 
1№5321 $1-0-$ З0В 
ЕЕ СГ ЕЕЕВЕВИЕЕ 
15323 [9-0$28 | 
145324 акольвомА | 
нае — вовини | 
мы — [вюивиА — | 
Гмзю [908 | 
145390 [8-88 | 
[1531 [9-050815А 
145393 [3502008154 | 
ЕЕ Е 
145396 [9-0 5008 15А______ | 


1№5397 
1№5398 
1№5399 
145400 
1№5401 
1№5402 
1№5403 
145404 
1№5405 
1№5406 
145407 
15408 
1№5409 


51-0 6008 1,5А 

$1-0 8008 1,5А 

$1-0 10008 1,5АЛОА(пик ) 
$1-0 508 ЗА/200А\(пик ) 
$1-0 1008 ЗА/200А(пик ) 
$1-0 2008 ЗА/200А(пик ) 
$1-0 3008 ЗА/200А(пик ) 
$1-0 4008 ЗА/200А(пик ) 
$1-0 5008 ЗА/200А(пик ) 
$1-0 600В ЗА/200А(пик ) 
$1-0 8008 ЗА/200А(пик ) 
$1-0 10008 ЗА/200А(пик ) 
$1-0 3008 40А 


1№5410 $1-0 3008 12А 
1№5412 $1-0 40В 0,2А <2нс | 




















1№5413 $1-0 80В 0,2А <2нс | 
1№5414 31-0 1008 0,2А <2нс | 
1№5415 31-0 50В ЗА <150нс | 





$1-0 100В ЗА <150нс 
$1-0 2008 ЗА <150нс 
$1-0 4008 ЗА <150нс 
$1-0 500В ЗА <250нс 


1№5416 
1№5417 
1№5418 
1№5419 


[ ВЕРЕН 








они | 
[145423 [550 настроечный УКВ 2008 
[14544 | $1-0 настроечный УКВ 1008 

[145425 | $1-0 настроечный УКВ 1008 
| 
| 


Тип прибора 


145420 


1 





1№5421 















$1-0 7208 2мА <400нс 
ВИ ЕСИ 


1№5446(А 0) $1-0 настроечный ЕМ/УКВ 


1№5445(А 0) $1-0 настроечный ЕМ/УКВ 

















1№5447(А О) $1-0 настроечный ЕМ/УКВ 
1№5448(А 0) $1-0 настроечный ЕМ/УКВ | 
1№5450(А О) $1-0 настроечный ЕМ/УКВ | 
1№5451(А 0) $1-0 настроечный ЕМ/УКВ 
1№5452(А 0) $1-0 настроечный ЕМ/УКВ 
1№5454(А 0) $1-0 настроечный ЕМ/УКВ 

| 1№5455(А_О) $1-0 настроечный ЕМ/УКВ 
1№5461(А О) $1-0 настроечный ЕМ/УКВ | 


Пмввен © [З5быверооьйтмув | 


| 145449(А 0) $1-0 настроечный ЕМ/УКВ 
1№5453(А О) $1-0 настроечный ЕМ/УКВ 
1№5456(А 0) $1-0 настроечный ЕМ/УКВ 


[имбаве(А 0) |850 настроечный МУКВ | 
[1м5468(А 0) | 9.0 настроечный ЕМУКВ___| 
| 


[15471 0) _ | $1-О0 настроечный ЕМ/УКВ 
тв О) 







лат [вов | 
Паыв  [вртавоА | 
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"пион И Рея ] 
1№5481 $1-0 12кВ 0,6А 


1№5482 $1-0 2,4кВ 1А 
$1-0 3,6кВ 1А 


1№5483 ] 
$1-0 4,8кВ 1А 














145484 

[850 4008 А 
145552 [3-0 в00в ЗА 
1№5553 
15554 
1№5595 ь 
15596 т 
15597 
15598 
15599 
15600 
15601 
1№5602 
15603 
15604 
15606 
15607 
15608 
15609 
15614 
15615 
15616 
15617 
1№5618 
15619 
145620 
15621 
| 145622 
15623 
1№5624(СР) 
1№5625(СР) 
1№5626(СР) 
1№5627(СР) 
15628 
1№5679 
15680 
1№5681(А,В) 
1№5682(А,В) 
1568 (А, В) 
1№5684(А,В) 


$1-0 8008 ЗА 
$1-0 10008 ЗА | 





$1-0 5кВ 1,15А 
олывоА | 


$1-0 5кВ 3,5А 
$1-0 7,5кВ 2,ЗА 














Гарчивтлвю — | 
ТЕ ОИ 
51-0 6008 1А <150нс 
ров — | 
Зое | 
зов | 
рвов | 





















$1-0 настроечный УКВ 


$1-0 настроечный УКВ 


| 








| 1№5685(А,В) 51-0 настроечный УКВ | 
1№5686(А,В) $1-0 настроечный УКВ | 






ЕЕ 
взад 
вввдАВ 
еее 





ево в 
ввоз 
Пневоадв) — [=нветроенынув | 
Пневювв) — [конюроечьйув — | 
тевендАв) — | Зонюпоньув | 






| 1№5691(А,В) $1-0 настроечный УКВ 


| 145697(А,В) $1-0 настроечный УКВ 
| 1№5698(А,В) $1-0 настроечный УКВ 
| 145699(А,В) $1-0 настроечный УКВ 








Пнетоддву — [З.бъвповньйув | 
ПнеочАВ — [З5быетроныйув | 
зто) 
"МетОАВ, — [Збъяовныйув | 
тетоАв) [5 бнароеныйув | 
ПетондАв — [Зъвотеочьйув — | 
ПнезАв, — [Зо ъветоонывув — | 
етотдлву — [5 нетооньйув — | 










ПмеовАв) — [о неюеньяив | 
ПмеоАв) — [о нетоеныйув | 
ПмемОАВ) 
Плетв [ЗО нетроеныйукВ20в | 
м7 [= нтроочньйукв в | 
ме [Э=0неотроеныйуке ов | 
Пт | ЗЕОнастроечный кво | 
мт [рва | 
[акров | 
нов | 
























| |-> 4 | |-> 
у 4 49 4 г 4 
дм мама драма 
И яч] 
©| © ®|®©|® № ]ю 
по | ч|Ф || & Я |о®<]|- 


| 1№5766 
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т БЕНИН 


Тип прибора | Опа | 
[имёвоо | Э-о 10а 
ее [вотевамаь — | 
[1м5во7___ | +500 
[м8 [5507586430 | 
имо | З5015ввА 0 | 
Ав | Экр15оввА 0 | 
[145812 | 91-0 508 50А <25нс 
пмвез _ [еотввзолж | 
№584 [5421008 50А <25е | 
[ны [вочнениаыь — | 
пене нае 
$1-0-$ 308 1А/25А(пик ) | 
1№820____ [950-3208 зАВОАи) — | 
Пнвен — [0 з0взмюмы) | 
Е ЕТ И 
№824 | 9-0-83085А_ 
1м8826_ [5525 20815А_________| 
= 


1№5828 $1-0-$ 40В 15А | 
[145829 [95-0-5208 28А 




















































































озв —| 
еее | 
[лез [воза | 
вв [возвзлею | 
И У ООО 


145904 
























































| => Е ИННА 









Тип прибора 
1м60 
1№6073 
1№м6074 
1№6075 
1№6076 
1№6077 
1№ 6078 
1м№6079 

| 146080 
1м6081 


СЕ-О 508 50мА 


$1-0 508 ЗА З0нс Я 


Голова зю | 
Бозвелзю | 
[еотоовелю, | 
Гееввлж—  | 
вл, | 
Гео | 
Готье | 


$1-О 1008 ЗА З0нс 












| 


$1-0-$ З0В 25А 
$1-0-$ 408 25А 


| 146096 
| 16097 
| 146098 
1№6099 
1№6262 
1№263 


${-0-$ 30В 50А 


$1-0-$ 408 50А 
$1-0 аналог 1№3595 


$1-0 2008 85А 
$1-0-$ 60В 15мА 0,1нс 


$1-0 2258 0,4А 


[ров А | 


1№647 

| 16478 

1№6479 

1№6480 
1№6481 

| 146482 

| 1№6483 
16484 
1№914 
1$$119 
1$$131 

252120 
40НЕ10 

| 40НЕ2О 
40НЕ40 
40НЕВ10 
40НЕВ20 
40НЕВ40 
6Е120 

| 628120 

| 7ОНЕ8О 

АА112 


| 
[Во 
[вым 
[Вотоов твылозете | 








$1-О 2008 40А/480А(пик ) 


$1-0 12008 6А/134А‹пик ) 
$1-0 8008 70А/1000А(пик ) 


СЕ-О 208 30мА 
СЕ-О 308 40мА 
СЕ-О 30В 30мА 


| 
СЕ-О 115В 50мА/О, 5А(пик ) | 
СЕ-О 1158 50мА/О, 5А(пик ) 


СЕ-О 45В 35мА 
























Е 
|< [2 |3 [3 |= 
| 
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Тип прибора 


| 


| 


Описание 
СЕ-О 1108 50мА <1,3В 
СЕ-О 1308 50мА <1,3ЗВ 
СЕ-О 708 50мА <1,3В 
СЕ-О 40В 20мА 
СЕ-О 258 20мА 


СЕ-О ЗОВ 60мАЛ,2А(пик.) 
80мВт 


СЕ-О 1008 45мАЛХ,15А(пик.) 
80мВт 


СЕ-О 75В 0,14А/0,25А{пик ) 
<35нс 


СЕ-О 208 0,1ЗАЛ,ЗА(пик. 
$1-0 608 90мА 

$1-0 608 0,2А 

$1-0 75В 0,11А 

$1-0 3508 0,ЗА 

$1-0 25..3008 0,15А 

$1-0 3508 0,ЗА 

$1-0 1508 0,1А 

51-0 4008 0,4А 300нс 

51-0 6008 0,4А 300нс 

$1-0 10008 0,4А 300нс 

31-0 35В 0,8-2,1пФ УКВ 
51-0 608 0,2А <10нс 

51-0 108 0,2А/0,4А(пик.) 4нс 
$1-0 208 1-3ЗпФ 0,1А 

$1-0 208 1-ЗпФ 0,1А 

$1-0 35В 1-ЗпФ 0,1А 

$1-0 35В 0,9-2пФ 0,1А 

$1-0 358 0,9-2п1Ф 0,1А 

$1-0 108 0,1АЛ,2А(пик.) 4нс 
$1-0 З0В 0,1А/О,2А(пик.) 4нс 
$1-0 508 0,1А/0,2А(пик.) 4нс 
$1-0 ЗОВ 50мА 100МГц 
$1-0-$ 4В З0мА 1,1пФ 

$1-0 35В 0,1А 1,2пФ 

$1-0 358 0,9-2пФ 0,1А 

51-0 208 35мА/Л00мА(пик.) 
2х$1-0 ЗОВ 0,1А/0,75А{пик.) 
51-0 3008 0,ЗА/4А(пик.) 1мкс 
$1-0 75В 0,25А 6нс 

$1-0 1208 0,2А <50нс 

$1-0 2008 0,2А <50нс 

$1-0 2508 0,2А <50нс 

$1-0 758 0,2А <4нс 

$1-0 ЗОВ 0,2А 



























> 
л 
У 
о 











ВА$321. 
ВА$33 


|й 





| 








[тетю |] оне | 
ти [Э0зезылию | 
"вле [зозволе | 
"влез [Эоззволаю | 
вв [эюзво | 












| ВАТ47 $1-0-$ 208 0,35А 10нс 
ВАТ48 $1-0-$ 408 0,35А 10нс 


ВАТ49 $1-0-$ 808 0,5А 





| ВАТ82 $1-0-$ 50В 30мА <1нс 
| ВАТ8З $1-0-$ 60В ЗмА <1нс 
| вАтвё | 91-0-$ 308 0,2А 10пФ 


31-0-5 50В 0,2А 8пФ 
| ВАМ1О $1-0 60В 0,ЗА/О,6А(пик.) 6нс 


| ВАУ100 51-0 60В 0,25А <50нс 





1-0 2008 0,25А <50нс 

| ВА\10З $1-0 2508 0,2А 5пФ 50нс 
Гали [0 возмремии вене | 
ымё [ов озмовмти вю — 
"влию _— [отивормоеиии вне | 
Гвлию — | оозжвоемебни воно | 
Гл" [9.02508 озллавиии) вон | 
[вызвав ол чае _— | 
ГвА\ | 25-2708 0,2Абе | 
Галия [ыеюволаю — | 
[влу4 | 95050808А<6 | 
[ВА\466 _ | 2552 708 02А бы | 


| 
ВА\У101 $1-0 1208 0,25А <50нс 






ВАТ54А 2х$1-0-$ ЗОВ 0,2А 


ве 
< 
® 
[2] 





вх [805 олбловетю | 


| ВАХ14 $1-0 40В 0,5А <З0нс 
 ВАХ16 $1-О 1508 0,2А <120нс 
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Тип прибора Описание 
ВВ105С $1-0 ЗОВ 1,8-18 пФ СВЧ 


ВВ106 $1-0 ЗОВ 4-20пФ УКВ 
ВВ109С $1-0 ЗОВ 4,3-32пФ УКВ | 


ВВ112 $1-0 128 17-560пФ настроеч- | 
ный АМ 


$1-0 108 15 3-19пФ 
$1-0 ЗОВ 1,9-18 пФ 

51-0 настроечный УКВ 
51-0 308 4 3-29пФ 

$1-0 308 12пФ ЕМ/УКВ 
2х51-0 настроечный ЕМ 
2х$1-0 ЗОВ 14-39пФ 
$1-0 ЗОВ 11пФ 

$1-О ЗОВ 1,8-17пФ СВЧ 
$1-0 настроечный 

51-0 ЗОВ 2,6-31пФ 
2х$1-0 настроечный АМ 
51-0 288 1,8-171пФ 

$1-0 настроечный УКВ 
51-0 28 1,7-46 пФ 

$1-0 настроечный УКВ 
51-0 ЗОВ 1,8-18 пФ 

51-0 настроечный УКВ 


51-0 28В 5-32пФ настроечный 
УКВ 


51-0 настроечный УКВ 






т 












[=] 
[**) 
5 
ъ 
Ф 


ВВ121А 
ВВ122 
| ВВ139 








ВВ204В 
ВВ204С 
ВВ205В 
ВВ205С 
88207 
ВВ209 
ВВ212 
ВВ221 
ВВ222 
В8304С 
| ВВ329 
ВВ405В 
ВВ405С 


|[>] 
=) 
—> 
хх 
м 
























ВВ505В 
ВВ505С 51-0 настроечный УКВ 


ВВ529 3-0 288 2,5-12пФ 300 

ВВ804 2х$1-0 18В 42-46,5пФ | 

ВВ809 $1-0 28В 4-46пФ настроечный 
УКВ 


| ВУ1зз | 31-0 13008 1А/БОА(пик) 
| В\134 $1-0 6008 1А/50А(пик) 


В\157/ А $1-0 200 10008 О,ЗА <300нс 


| ВУ157/ С $1-0 200 10008 0,6А <300нс | 
| ВУ176 31-0 15кВ 2,5мА 


В\184 51-0 1500/18008 5мА 
В\187 81-0 10кВ 2,5мА 250нс 


В\188А $1-0 50В 1,2А 



















[е> 
[е =) 
© 
> 
5 
Ф 
т 
о 
х 
| 
3 
з 
о 
[1 
= 
[3 
г 
$ 
ъ 
2 
Е] 
о 
4 
[е >) 
ю 
ыы | 
я 
Е 






[=] 
< 
и 
Ро 
© 
Е 
о 
о 
|=] 
[=] 
[=] 
5 
ы 
э 
г 
5 
5 
> 








[>] 
< 
5 
© 
я 
= 
[>] 
я 
о 
м 
о 
[> 
- 
о 
[> 
о 
[**) 
> 
о 
> 
^ 
| 
о 
о 
т 
о 






















ВУ188В $1-0 50В 1,2А 


$1-0 1008 1,2А <500нс 














[ торе | — омже — | 
[из _ [обл | 
[вул [очеттлюю | 
ву [9 вовтА см | 


$1-0 12008 1,2А <500нс 


$1-0 250 6508 1А/З0А(пик ) 
200 нс 


вузв_— [возыволлаюю | 
вн [зкбоволчое — | 


В\208/ $1-2 600 10008 0 75А <350нс 
В\209 $1 О 12 5кВ 2,5мА 
В\210/ $1-0 400 8008 1А 
В\214/ $1-0 50 10008 6А/400А(пик ) 


В\218/ $1-0 100 8008 2А <200нс 


| В\223 $1-6 демпферный для ТВ 
| 15008 5А | 
| 


























| В\201/2 /6 


























































В\226 $1-0 6508 1,5А 
В\227В $1-0 12508 1,5А 


ВУ\228/ $1-0 1000 15008 ЗА/5ОА(пик ) 
20 мкс 


см В\229/800-МВВ 


$1-0 200 10008 7А/6ОА(пик ) 
150 нс 


В\229 
В\229/ 


В\229Е/ $1-0 аналог В\229 150 
В\239/200 $1-0 200 12508 10А 
В\249/ $1-0 300 6008 6 5А/60ОА(пик ) 


| ВУ251 1-5 2008 ЗА/ЛООА(пик ) | 
1-2 4008 ЗАЛ ООА(пик ) 
































В\252 


В\253 $1-0 6008 ЗА/1ООА(пик ) 
В\254 $1-0 8008 ЗА/1ООА(пик ) 


В\255 $1-0 13008 ЗАЛ 00А(пик ) 
ВУ268 


$1-0 14008 0,8А <500нс 
Ву269 




























$1-0 16008 0,8А <500нс 


"вв [5150 шв оз | 
[вузвы [55150 10006 оврлзвою | 
[вуки [вколювовть | 
[вуз [35675 зв лА вю | 


ВУ294/ $1-0 75 6008 2,5А 150нс 
[в [эро | 














В\298 $1-0 4008 2А/Г0А(пик ) 150нс 
В\299 $1-0 8008 2А/ТОА(пик ) 500нс 
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Описание 








Описание 



















Тип прибора 
| ВУ328 51-0 14008 ЗА <500нс 
В\329/ 51-0 800 12008 7А/ВОА(пик ) 
150нс 
51-0 1000 15008 6,5А/БОА(пик 
600 


В\УЗ59Е/ $1-0 аналог В\У359 
В\396 $1-0 1008 ЗА <500нс 
ВУ397 $1-0 200В ЗА <500нс 


8398 31-0 4008 ЗА/200А(пик ) 500нс 


1-0 8008 ЗАЛООА(пик ) 500нс 
В\406 1-0 3508 0,8А <З00нс 

ЗО 12,5кВ 2,5МА 

1-0 Т\-РАМРЕВ 12008 5А 


$1-0 15008 2А/З0А(пик) 20мкс 
$1-0 12008 2А/ЗОА(пик ) 20мкс 
$1-0 15008 10А 600нс 

$1-О 18кВ 2,5мА 

$1-0 2зкВ 2мА 

$1-0 27,5кВ 2мА 


51-0 100 8008 5А/200А{пик ) 
200нс 


ЗН0 12,5кВ 4мА 

В%510 1-0 17кВ 4мА 

91-0 100 8008 5А <200нс 
31-0 12508 0,8А 

31-0 50 10008 ЗА 

51-0 50 8008 5А 

91-0 18008 85мА 200нс 
ЭГО 258 1,5А 

$1-0 12508 2А 

1-0 10кВ 4мА 200нс 
[8708 | 






















ВУ459/1500 


ВУ476 


ВУ477 


В\478 


В\500/ 
































| ВУ708 $1-0 12кВ 4мА 200нс 


|879 _ | 91-0 14кВ 4мА 200нс 
РВВ ЗО 17кВ ЗмА 200нс 

ВУ711 31-0 19кВ ЗмА 200нс 
3-0 22кВ ЗмА 200нс 
| 713 [91-0 24кВ змА 200нс 


В\У714 $1-0 30кВ ЗмА 200нс 


В\8420 $1-0 24кВ ЗмА 200нс 


В\0110 М $1-0 200 10008 0,58А 
В\0130 М $1-0 200 10008 1,4А 
| ВУО140 М $1-0 200 10008 2А 2,5мкс 










$10 200 10008 2А 2.5мкс 

| Вуоз10 м ___ | 91-0200 10008 0,4А <300нс 

| Вуоззо м___ | 531+-0200 10008 1,ЗА <З00нс 
$-2200 10008 1,8А <300нс__\ 




















31-0 200 10008 1,ЗА <300нс 
[Вур71А 6 __ |31-050 4008 О,5А <50нс 

1-0 50 4008 1,75А <50нс 
31-0 50 400В 2А <50нс 























| ВУВ29Е/ $1-0 аналог ВУВ29/ 
ИИ $1-0-$20 40В 15А 

[В%$21- $1-0-$ 45 90В1А | 
| Ву522- $1-0-545 908 2А 
Га [орз вал | 
ве [Бозе | 
| ВУ$26- 31-0-$ 45 90В ЗА 

| В\527-45 $1-0-$ 458 5АЛ20А(пик ) 
"вок [Зою чивнл сын | 


$1-0 200 4008 ЗА/6ОА(пик ) 
<50 нс 


$1-0 200 4008 8А/1З0А(пик ) 
35 нс 






























































ВУТ52А М $1-0 50 10008 1,4А/20А(пик ) 


<200 нс 









| ВУТ5ЗА © 


31-0 50 10008 1,25А <100нс 

ЕЕ 
[вутво- м | :-2200 10008 60А <70 ___ 
Ге: = ао ние 2 








ЭНО 100 8008 6А <300нс 
р она жою 
Гат [коза зичвл вин — 
910-$ 20 60В 1А/25А(пик ) З0нс | 
| 52 1008 1.5А 300 | 













| 














—> 
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Тип прибора 
| ВУ\У15 
| ву\/6 
В\\18/ 
В\\У19/ 
В\У\20/ 
В\\21/ 


| 


$1-0 8008 1,5А 300нс 
51-0 10008 1,5А 300нс 
$1-0-$ 30 45В 8,8А 
$1-0-$ 30 45В ЭА 
$1-0-$ 30 45В 12,5А 
$1-0-$ 30 45В 27А й 


| 


Тип прибора 
В\\/39 
ВУМ/40 
ВУ 41 
В\\/42 
| ВУММЗ 
ВУ\М/52 


| 
| 
| 
| 


$1-0 2008 1А 

$1-0 4008 1А 

$1-0 6008 1А 

$1-0 8008 1А 

$1-0 10008 1А 

$1-0 2008 2А <4мкс 


























9/150 
\/г9Е/ 


см В\\/29/200-МВВ 
$1-0 50 2008 7,6А/ <25нс 
$1-0 2008 2А <200нс 
51-0 3008 2А <200нс 
$1-0 4008 2А <200нс 
$1-0 5008 2А <200нс 
$1-0 6008 2А <200нс 
51-0 508 1А 

$1-0 1008 1А 


[>] 
< 
з 


В\\/22/ $1-0-$ 30 458 50А 
ВУ\/23/ $1-0-$ 30 458 70А | 
ВУ\26А Е $1-0 200 10008 1А/ЗОА(пик ) 
<75нс | 
ВУ\/27/ $1-0 50 2008 2А/50А(пик ) 
<50нс 
В\\/28/ $1-0 50 2008 3,5А/50А‹пик) | 
<50нс | 
ВУ\/29/ $1-0 300 5008 7,4А <50нс 
В\\/29Е/ $1-0 300 5008 7,4А <50нс 
| В\У\/32/ 2х91-0 50 2008 18А/2ЗОА(пик ) 
| 25нс | 
В\\33/ 2х$1-0-$ 30 458 18А 
ВУ\З6А Е 51-0 200 10008 1,6А ЗОА(пик) | 
150нс | 
ВУ\/42/ 2х$1-0 50 2008 З0А <25нс | 
В\\/72/ $1-0 50 2008 ЗОА/6ОА(пик ) 
28нс 
ВУ\79/ $1-0 50 2008 12А/420А(пик) | 
<35нс 
В\\/95А С 51-0 200 6008 1,5А/35А(пик ) 
250 нс 
| В\\96О Е 31-0 800 10008 1,5А/35А(пик) | 
300 нс | 
ВУИ 00/ $1-0 50 2008 1,5А <35нс 
ВУИ 4/ $1-0 100 8008 ЗА <750нс | 
ВУ 5/ $1-0 100 8008 ЗА <500нс | 
ВУМ/6/ 51-0 100 8008 ЗА <200нс 
ВУ 78 51-0 8008 ЗА <60нс 
ВУИ 9/ $1-0 800 10008 7А <450нс | 
ВУ\М/27/ $1-0 50 10008 1А 
В\\//29/ 51-0 50 2008 7,6А/ <25нс 
В\\//29/100 см В\\\/29/200-МВК | 
Ее 


Е 


| 


| 


$1-0 4008 2А <4мкс 

$1-О 6008 2А <4мкс 

$1-О 8008 2А <4мкс 

$1-0 10008 2А <4мкс 

$1-0 50 6008 1А <200нс 
$1-0 50 6008 ЗА <200нс 
$1-2 2008 ЗА/бОА({пик ) 200нс 
$1-0 3008 ЗА/бОА(пик ) 200нс 
$1-0 4008 ЗА/6ОА(пик ) 200нс 
$1-0 5008 ЗА/ВОА(пик ) 200нс 
$1-0 6008 ЗА/БОА(пик ) 200нс 
$1-0 50 2008 10А <35нс 
$1-0 50 2008 10А <35нс 


$1-0 200 6008 ЗА/7ОА(пик ) 
250нс 


$1-0 800 10008 ЗА/7ОА(пик ) 
300нс 


$1-0 50 2008 ЗА/ГОА(пик ) 
<50нс 


см В\\/8/200-$Т 

см В\\М/8/200-$Т 

2х$1-0 50 2008 15А <50нс 
$1-О0 8008 360мА/15А(пик ) 
$1-0 400 16008 20А 

$1-0 300 12008 6А 

$1-0 300 12008 10А 

$1-0 300 12008 6А 

$1-0 300 12008 6А 

$1-0 350 6008 1,2А 750нс 
см В\Х55/600 

$1-0 50 4008 12А <100нс 

$1-0 350 6008 7А <450нс 

$1-0 150 5008 10А 

$1-0 300 16008 30А 

$1-0 300 16008 40А 

$1-0 300 12008 10А 

$1-0 300 12008 15А 

$1-0 1508 1А 

$1-0 3008 1А 

$1-0 4508 1А 


ВУМ/5З 
| ВУ\М/54 
ВУ\М/55 
В\\\/56 
ВУ\/58/ 
ВУ\/59/ 
ВУМ/2 








| 





ВУМ/7 4 
ВУМ/7 5 
ВУ\/76 
ВУ\80- 
ВУ\\/80Е- 
ВУМ/Э5А С 








| ВУ\/96О Е 


ВУ\/98/ 


В\\\/98/100 
| ВУ\/98/150 
| ВУ\М99/ 

ВУХ10 
| ВУХ13/ 
| ВУХЗ8/ 

ВУХ42/ 
ВУХ49/ 
ВУХ55/ 
В\Х55/350 
В\Х61/ 
ВУХ71/ 
ВУХ72/ 
В\Х96/ 
ВУХ97/ 
ВУХ98/ 
вУХ99/ 


Го 
; 
< 
< 


с |902 | 
51315 
<< |< 

© | > 
№ |-> 
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Тип прибора 
В\У34 $1-0 6008 1А 
| В\УЗ5 $1-0 7508 1А 


уе [ар | 
СО ЕО 
В\211 $1-0 9008 6А 

[8213 [9503088 | 
$1-0 аналог 1№4003 

Гембя [5:0 алого | 
[Ембв _  [5.0амыогмов 


$1-0 аналог 1№4006 | 


$1-0 аналог 1№4007 
$1-0 13008 1А/50А(пик ) 


| ЕМ516 | 81-0 18008 1А/БОА(пик) 















































$1-0 6008 2,5А/ТОА(пик) 0,4мкс | 
$1-0 8008 2,5А/ТОА(пик ) 0,4мкс | 


$1-0 15008 0,5А/20А(пик ) 1,5мкс | 
51-0 2008 10А 300нс 













Е$1Е 
Е$М765/200 










ЕЕ16А 2х51-0 50 6008 16А <35нс 
ЕЕЗОА 2х51-0 50 6008 30А <35 50нс | 





$1-0 50 6008 8А <35нс 

































ЕВ157 $1-0 10008 1,5А/ВОА(пик) 500нс | 
ЕВ207 $1-0 10008 2А/ТОА(пик) 500нс | 
ЕВ307 51-0 10008 ЗА/200А(пик ) 500нс | 









ЕА604 

| 2В605 
ЕА607 
СА5005 
СРОЗА } 
СР1ОА М 


$1-0 4008 6А/300А(пик) 150нс | 


ЗО 6008 6А/ЗООА(пик ) 250нс | 
31-0 10008 6А/З0ОА(пик ) 500нс | 





СР15А М $1-0 50 10008 1,5А 
Гозо м [эро | 
[еее м [55550 1008 | 
Горка м [коз ов | 
| СРР20ОА М $1-0 50 10008 2А | 
Город м [05а | 
Гоевол м _— [воз | 
Голев о [55100 6061 | 
Гозлтв Е [зоочевА | 
Гелавв Е [5100 чз | 
Гозо  [зрввы | 



























Тип прибора 

14148 
| МА176 
[| МА185 
| МВВо30 
| МВВ040 
МВЕ1020 
[мвВ1035 
| МВЕ1045 
| МВВ1060 
МВВ1070 
| МВВ1080 
| МВВ1090 
| МВЕ150 
МВЕ1520 
| МВЕ1530 
МВЕ1535 
МВЕ1535СТ 


$1-0 758 0,15А 0,5Вт 4нс 
$1-0 408 0,2А <20нс 

$1-0 2508 0,2А 

$1-0-$ ЗОВ 0,5А 

$1-0-$ 40В 0,5А 

$1-0-$ 208 10А/Л50А(пик ) 
$1-0-$ 358 10А/150А(пик ) 
$1-0-$ 458 10А/150А{пик ) 
$1-0-$ 60В 10А/Л50А(пик ) 
$1-0-$ 70В 10А/150А(пик ) 
$1-0-$ 808 10А/150А(пик ) 
$1-0-$ 90В 10А/150А(пик ) 
$1-0-$ 508 1А 

$1-0-$ 208 15А/150А(пик ) 
$1-0-$ 30В 15А/150А(пик ) 
$1-0-$ 358 15АЛ 50А(пик ) 
2х$1-0-$ 35В 15А/Л50А(пик ) 
$1-0-$ 40В 15А/150А({пик ) 
2х$!-0-$ 45В 15А/Л50А(пик ) 
$1-0-$ 608 1А 

$1-0-$ 35В 16А/150А(пик ) 
$!-0-$ 45В 16А/Л50А(пик ) 
$1-0-$ 35В 20А 

2х$1-0-$ 35В 20А 

$1-0-$ 45В 20А 

2х$1-0-$ 45В 20А 
2х51-0-$ 60В 10А 
2х$1-0-$ 708 10А 
2х$!-0-$ 80В 10А 
2х$1-0-$ 90В 10А 

$1-0-$ 208 25А 

2х$!-0-$ 208 25А 

$1-0-$ 30В 25А 

2х$1-0-$ ЗОВ 25А 

$1-0-$ 358 25А 

| МВВ2535СТ 2х51-0-$ 358 25А 


| мВВ3020ст ___ [| 2х31-0-$ 208 30А 

| мвЕ3020РТ __ | 2х31-0-$ 208 ЗОАМООА(пик) | 
2х51-0-$ 358 З0А 

| МВВЗОЗ5РТ ___ | 2х31-0-$ 358 ЗОАМООА(пик) | 
| мВВ3045СТ __ [| 2х31-0-$ 458 З0А 

| мВВЗ045РТ____ | 2х31-0-$ 458 ЗОАЛООА(пик) | 
[мвВ4045РТ __ | 51-0-$ 458 40А 
[мвв735 _ _ [31-0-5358 7.5АИБОА (пик) | 


МВВ745 $1-0-$ 458 7,5АЛ 50А(пик ) 
















































| МВЕ1645 
| МВЕ2035 
МВЕ2035СТ 
| МВЕ2045 
[ МВЕ2045СТ 
| МВЕ2060СТ 
| МВЕ2070СТ 
| МВЕ2080СТ 
МВЕ2090СТ 
| МВЕ2520 
| МВЕ2520СТ 
| МВЕ2530 
| МВВ2530СТ 















= 
[*) 
2 
© 
© 
[2 
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[ тотрвоя |  ожыю — | 
ив  [5ЗББТЬАВЮАЯО | 
Гмвлтво | е6-ЗвовтвАЬЮлияю | 
ООО Е ЕО 









с Ве | 
иво ава | 
Гео [ао | 
Гуров [558 био | 
[мну [55 тобв влибми | 
мюы [556 оовелиоои | 
Ге 
ив | 















[55 боб виболы_——| 
ЕЕ О 
РЕЕТТЕЗЕТ И 
$1-0 4008 5А <200нс 

мае [56006 БАворл)зобые | 
Гмвео — [зозезлаю  | 
дви [абезлае | 


$1-0 2008 ЗА <200нс 
$1-0 4008 ЗА <200нс 
51-0 6008 ЗА <200нс 





| 
х 
я 
о 
[=] 










= 
я 
© 
ю 
> 

















| МУВ1505 1560 $1-0 50 6008 15А <60нс | 


| МУВ405 4100 $1-0 50 10008 4А/З5А(пик ) 
| 75НС | 


[мовво5ст | 2Ж3ЕО 508 ЗА 356 | 
| мув61ост ___ | 2х81-0 1008 ЗА <35нс 
|муве2ост __ | 2х$1-0 200В ЗА <35нс 
| Мув805 8100 __ | 51-050 10008 ЗА <25 75нс 
[Мувоз05 320 — |.-0.50 2008 ЗА <35нс 
[мувО6О5СТ ____| 251-2508 ЗА <Э5нс 






































2х$1-0 100В ЗА <35нс 
2х$1-0 2008 ЗА <35нс 
настроечный УКВ 
Муз | настроечный УКВ 
[му | настроечный УКВ 





| 








31-0 508 0,16А 3,5мкс 

ЗО 1508 0,16А 3 5мкс 

ЭГО 4008 0,5А 

ЭЕО 8008 0,5А 

СЕ-О 258 110мА <70нс 

СЕ-О 208 8мА/А5тА(пик ) <3,2В 


ОА91 СЕ-О 115В 50мА/О,15А(пик ) 
<зВ 

ОА95 СЕ-О 1158 50мА/0,15А(пик ) 
<2В 


Р300А М $1-0 50 10008 5А 5мкс 


| Р60бА М $1-2 50 10008 6А/400А(пик 


РВУВ1040 $1-0-$ 40В 10А/125А(пик ) 
| РВУВ3040\М/Т $1-0-$ 408 ЗОА/З00А(пик ) 




























$1-О аналог МВ830 36 <1мксе | 
$1-0 508 ЗА <200нс 

$1-0 100В ЗА <200нс 
$1-0 2008 ЗА <200нс 
$1-0 4008 ЗА <200нс 
$1-0 6008 ЗА <200нс 
$1-0 508 12А <1мкс 

$1-0 2008 12А <1мкс 
$1-0 1008 12А <1мкс 
$1-0 2008 12А <1мкс 
$1-0 4008 12А <1мкс 
$1-0 6008 12А <1мкс 
51-0 50В ЗА <750нс 

$1-0 1008 ЗА <750нс 
$1-0 2008 ЗА <750нс 
$1-0 400В ЗА <750нс 
$1-0 600В ЗА <750нс 
1-0 50 10008 1А/З5А(пик ) 75нс | 


= =|= 
ал 
© | © | © 
| 
о! > 
> 

© 






















====|= = |= 
222 22 
© | м | м |ю > © | © 
с | © | © | | м а | м 
5|о|о|о|> > | о 


МВ884 
МКВ886 
МК910 
МВ911 
МК912 
МВ914 
МВ916 


я 
© 
© 
№ 


= 
с 
я 
5 
о 
[2 
а 
5 
о 
[= 


















| в2км 31-0 1408 1А 
[ в2ку 31-0 1608 1А 

|[вв10А_ | 9-0-54081А________ | 
| 86Р01-10 20 __ | 31-01000 20008 0,1А 300нс 

| 8ОР1оА м 
Гори — [9х аллабмин во 
Гавно — — вознюезиаино —| 
[58130 | 9-0-5 308 1А/бАПик 
] 






















$1-0 50 10008 1А <150 500нс 
$1-0 50 10008 1,5А <150 500нс 












[емо [5зч ии | 
[во [взаимо | 
[во [в оевтАеЕАы — | 
во [ЭозвтАбчыЮ — | 
в [ЭозевлАеьы | 
Гео [зов | 


88220 _ _ [91.0.5208 2А | 
[58230 13-0-5308 2А 
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3 [возм | 
[5 [зовем | 
[88280 [50-5 8082А 
[во [в оЗ0вЗАЛОАР | 
зв  [эзаовзАлоиию | 
[3830 _ _ [5-0-5 З0ВЗАНООАи) — | 
[38540 _ [59-0-5408 ЗАМОСАМИк) | 
$8350 $1-0-$ 508 ЗАЛ 0ОА(пик.) | 
[30 [оз вЗАЛОАыю — | 


$8390 $1-0-$ 90В ЗА/100А(пик.) 
$85100 $1-0-$ 1008 5А/85А(пик.) 


$1-0-$ 208 5А 


[0 | ззБовзлеелио | 
[вю [5-е зло | 
[её [ко вов телик | 


$К3С104 $1-0 4008 3,8А/175А(пик.) 300нс | 























































Г И СЕССИИ 
| Тип прибора 
: | 

| 





[аква [ЗЕ тоолоов ал о | 
|алтта__  [З50ъатриа 1208 ОЗАРАСИЮ) | 
Гая —  [ЭкоЗчовзомеии | 
Гвямо —  [эозчовальюмыю _ | 
ГвАРоок [56 зо-вовтА <10о.20бю | 


Гон [коовтАбОык бою | 










[9407 ____ |910 10008 1А/БОА(пик.) 75нс 
Гоева_— [ ВЕ зАволрни вож— 







Гуты [ЕочоовЗАЛБОАьк зоне | 
Говно [50006 ЗАЛОА ик) вон | 
Гв_— [82610008ЗАЛбОАико тн | 











| 
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Приложение 3 
Краткие справочные данные 
по зарубежным транзисторам 
СЕ — германий; 
Р — кремний; 
М — Р-М-Р; 
РАВГ. —— составной транзистор (схема Дарлингтона); 
р — цифровой; 
ЕЕТ — полевой; 
ТСВтТ — биполярный с изолированным затвором; 
В — номинал встроенного сопротивления цифрового транзистора: одно 


значение — сопротивление резистора, включенного в цепь базы; 
два значения через дробь: первое — включенное в цепь базы, 
второе — включеннное в цепь база-эмиттер. 


[елприбоя | _ сме — | 
[зв [оБРзвоЗАолевтеми | 
Гомо ла вт вии | 
[2465 [36308 зол олвтеМ | 
[2меев [ЕР вом олветломга | 
[омеиек_— | зимаоводл оввтабомги 
Гомееел _— [ мов ов оввтзоомг. | 
Гане [абенчив овковеаны 
[кезввл_— | зым40в оз озевтолае | 
Гомевт __ [+ зовчомлозвтьтц | 
[2мев — |572 о2АЛавтОю 
ГанеоовА [зе бв олова — | 
[2меоовА_— [Зеро овА Ата | 
[ее _— | зымаеводл а | 












































































= 













=== 


Описание 
СЕ-Р 40В 0, 1А 0,15Вт 200МГц 
$1-М 1408 ЛА 0,8Вт 100МГц 
$1-М 60В 0,7А 5Вт 100МГц 
$1-М 90В 4А 25Вт ЗМГц 








Тип прибора 


[20 | 
ные — 
|2м3055 ___ | 34 1008 15А 115Вт 800кГц 
[2№3055н __  |9-№ 1008 15А 115Вт 800жГц 
[зав Гав ывоаловы | 





















З|-№ 40В 0,5А 11,6Вт 500МГц 
Гонка [ав ча човтчеыги | 
ЗН-М 1608 ЗА 25Вт 
[2м3442_ | ЭЕМ160В 10А 7ВтОвМГц 












2М№3502 $1-Р 45В 0,6А 0,7Вт 200МГц | 
2№3553 $1-М 65В 0,35А 7Вт 500МГЦ 
2М№3571 $1-М ЗОВ 0,05А 0,2Вт 1,4ГГЦ 


| 23583 $1-М 250/175В 2А З5Вт >10МГц | 
| 243632 $1-М 40В 0,25А 23Вт 400МГЦ | 
2М№3646 $1-М№ 40В 0,2А 0,2Вт | 


| 
| 
р 









Ганзтое | омзовоозАозевтьюмг | 
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[ епорибора | — ом | 
не — [анвовавтнюе — | 
нато [рРевлевтымн — | 
Гама  [знввчлавтми | 
мае — [ЗнзооворвААВтьми | 
Галатьт_— [эммовлзювтьюмн — | 





















[анзве _— меетвовавылозв | 






Газе — [ЭР орлозветаюма | 
[олзвшю_— [Р7ЕТ20В ло" | 
Голова [РТВ ыло2т | 
Галмот — [ымовАлевтяит | 

[згрвовтАояетвомги | 


| 2№3866 $1-М 55В 0,4А 1Вт 175МГЦ | 
2№ 904 $1-М 60В 0,2А 0,35Вт 300МГц 





|2№4036 | 3.-Р 908 1А1Вт в0МГц 
24409 ____ | СЕ-Р 13В 15мА 80мВт 6,8МГц 


| 24126 $1-Р 258 200мА СВЧ 
| 24220 М-ЕЕТ З0В 0,2А 


2№427 СЕ-Р 308 0,4А 0,15Вт В>40 
|2№428 ___ | СЕ-Р 30В 0,4А 0,15Вт В>60 
| 244286 $1-М ЗОВ 0,05А 0,25Вт 





$1-Р 80В ЗА 1Вт >ЗМГц 


амаы — [мавволлореоми | 
[емазьт [кров огло2ветемы | 
[лв [меетзововьло | 
[ализыт | НЕГЗОВЗомАозвт мои | 
Гамизьт_— [АЕТ4овзоыл ОЕ рев | 











| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


[3-м40во2^ 038 | 


| 24906 $1-Р 80В 5А 87,5Вт >4МГЦ 


244416 


р 
| 

Гама | 
и 






















Тип прибора 


[_ осы | 
ГВентеовзол мовтове | 


| 244923 


2№5090 
| 245109 
2№5116 
| 245154 
Г 25179 







[авовчАювтами — | 
ГАЕБАЯС40В ОА оавт6>700 | 
[521008 2А 05тарьовлюн | 
Гечевовлонв | 










| 2№5298 
| 2№5308 
| 245320 
2№5322 


Р-ЕЕТ 408 5мА ЦЧр<6В | 
Р-ЕЕТ 408 ЭмА 0,31Вт | 


Р-ЕЕТ 408 16мА Ур<9в 
М-РЕТ 25В 5мА 0,31Вт 






245457 










2№5461 


| 2№5484 
2№5485 


| 245551 


рвы | 
[нтаовтАльтома | 


Р-ЕЕТ 258 4мА Цр<4В | 


2№5672 
| 2№5680 
| 25682 
| 2№5684 
| 245686 
[25770 
| 2№5771 
| 2№5876 
[245878 
2№5879 
2№5884 
| 2№5886 
| 246031 
| 26050 
2№6059 
2№ 083 
| 26098 
| 246099 


$1-М ЗОВ 0,05А 0,7Вт >900МГц 

Гора олвотымы | 
Гао ол леовтьями | 
ГВмвоволловтьям | 
[вов клети | 
Гете лвлаоовимг — | 


Р-ОАВЕ+О 60В 12А 100Вт 
$1-М 1008 12А 150Вт 


$1-М№ 36В 5А ЗОВт 175МГц 
$1-М 70В 10А 75Вт ключевой 
$1-М 708 10А 75Вт ключевой | 
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мм [аревлит | 
[емвен — [внатвв Автюми 
Гемезе —  [оАя вов золото | 
[ава ватьюми | 
Героем | 
Гаваи | 
Гиз овА овветьыю | 
[ВеРтоовтАЧОвтытвм | 
[авовалаьтаи и | 
ГАЯ вов 2дтвтв>1505 | 
[грвовалавтвоми _ | 
[мов овА чоирнеклоченой | 
ГВЕЗов д оавтеюм и — | 
Гараев | 
[аерчвовтАовтым — | 
Горов оленем | 
[ЗЕРавов тол о7ватьвит | 
[ерзоволАоавтави — | 
воли | 
[ев олблозетеим | 



























246488 
246491 










ю 
4 
© 
© 
> 
= 







2№6547 





246609 
2м№6660 



















| 246716 
| 246718 
246725 
| 246728 
2№97 
1 247002 
| 2№914 






Г 2ЗАЛОО6В 
| 2541009 
| 2$А1011 

| 25А1013 
2$А1015 

| 2$А1016 

| 25А1017 
2$А1018 
2$А1020 

| 25А1027 
2$А1029 
23А1034 

| 231037 
| 23А1048 














Ц 





























Тип прибора 
2 


$1-Р 1208 0,1А 0,2Вт 100МГц | 
$1-Р 1008 6А 70Вт 15МГЦ 


2$А1049 


2$А1061 


ы 


| $А1062 $1-№ 1208 7А 80Вт 15МГЦц 
| 23А1065 $1-Р 1508 10А 120Вт 50МГц 
| 25А1084 $1-Р 908 0,1А 0,4Вт ЭОМГц 


| 25А1103 $1-Р 1008 7А 70Вт 20МГц 
| 25А1106 $1-Р 140В 10А 100Вт 20МГц 


25$А1110 $1-Р 1208 0,5А 5Вт 250МГц 


| 2$А1111 $1-Р 150В 1А 20Вт 200МГц 


| 25А1112 $1-Р 180В 1А 20Вт 200МГц 


2$А1115 $1-Р 50В 0,2А 200МГц 


| 2$А1120 $1-Р 358 5А 170МГц 
| 25А1123 $1-Р 1508 50МА 0,75Вт 200МГц 











ЗЕР 1508 50МА 1Вт 200МГц 
| 25А1127____ | $1-Р 60В 0,1А 0,4Вт 200МГц 
ЭЕР 1158 10А 100Вт 90МГЦ 
ЗЕР 180В 0,1А 8Вт 180МГц 
| 25А1145 ____ | 3-Р 1508 50мА 0,8Вт 200МГц 
ЗЕР ЗБВ 0,8А 0,ЗВт 120МГц 
ЭЕР 400В 0,5А 10Вт 
[231160 _  |5Р20В2А О.9Вт 150МГЦ 
ЗЕР 1208 ОЛА 100МГц 
|25А1170 ___ | 31-22008 17А 200Вт 20МГц 
ЗЕР 50В 7А 60Вт 100МГц 
ЗЕ-Р 1508 10А 1008т 


2$А11709 
$А1200 $1-Р 150В 50мА 0,5Вт 120МГц 
$А1201 
$А1206 


ЗН-Р 1208 0,8А 0,5Вт 120МГц 
ЗЕР 158 0,05А 0,6Вт 
|25А1207 __ | 3.2.1808 70МА 0,6Вт 150МГЦц 
| 25А1208 | 31-Р 1808 0.07А 0,9Вт 
[23А1209 __ | З-Р 1808 0,14А 10Вт 
[2341210 ____ | 5-Р2008 0,14А 1ОВт 

| 25А1213 __ | З-Р 50В 2А 0,5Вт 120МГц 


2$А1215 $1-Р 160В 15А 150Вт 50МГц 
2$А1216 $1-Р 180В 17А 200Вт 40МГц 
2$А1220А $1-Р 1208 1,2А 20Вт 160МГц 


| 23А1221 $1-Р 160В 0,5А 1Вт 45МГЦ 
| 25А1225 $1-Р 1608 1,5А 15Вт 100МГц 


| 
| 25А1227А $1-Р 140В 12А 120Вт 60МГц 
| 





















| 
й 


| 







З|-Р 130В 10А 100Вт 6ОМГц 
ЗЕР 50В 2А 10Вт 100МГЦц 
[2341242 ___ | З-Р 358 5А 1Вт 170МГц 
ЭЕ-Р 60В 5А 20Вт 6ОМГц 
З|-Р 1808 1,5А 10Вт 120МГц 
[23А1261__ | З-Р 1008 10А в0Вт 





анк 
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ЗН-Р 60В 4А ЗОВт 15МГЦ 

ЗЕР 1208 ЗА 80Вт ЗО0МГц 

2$А1265М ЗЕР 1408 10А 100Вт ЗОМГЦц 

ЭЕР 508 0,15А 0,4Вт 

ЭМ 1208 0,1А 0,ЗВт 100МГц 
25А1270 ЗЕР З5В 0,5А 0,5Вт 200МГц 

[231271 __ | 51-2308 0,8А О,6Вт 120МГц 

З1-Р 1608 1А 0,9Вт 20МГц 

З1-Р 208 2А О,9Вт 80МГц 


25А1283 З1-Р 60В 1А 0,ЭВт 85МГЦ 
2$А1286 ЕР 30 1,5А 0,9Вт 90МГц 
25А1287 ЗЕР 508 1А 0,ЭВт 90МГц 
25А1292 ЗЕР 80В 15А 70Вт 100МГц 
23А1293 ЗЕР 1008 5А 30Вт 0,2мкс 
23А1294 31-Р 2308 15А 130Вт 

ЗЕР 2308 17А 2008т 35МГЦ 
ЗЕР 208 2А 0,75Вт 120МГц 
ЗЕР ЗОВ 0,8А 0,2Вт 120МГц 
|23А1300 __ | 9-Р10В 2А О75Вт 140МГц 
[23А1302 ЗЕР 2008 15А 150Вт 25МГЦ 
ЗЕР 1508 14А 125Вт 50МГЦц 
ЗЕР 1608 1,5А 20Вт 
[23А1З06А _____ | $2 1808 1,5А 20Вт 100МГц 
[25А1307_____| ЕР 60 5А 20т О.1мкс 

| 23А1309 Э1-Р ЗОВ 0,1А О,ЗВт 80МГц 
[23А1з10 __ | 5-Р60В 0.1А О,ЗВт 200МГц 

| 28А1315 __ | 3-Р 80В 2А 0,9Вт 0,2мкс 
[25А1316 __ [31-2808 0,1А О,4Вт 50МГЦ 
[25А1317____ | 2608 0,2А 0,3Вт 200МГц 
ЭЕ-Р 608 0,2А 0,5Вт 200МГц 
[2$А1319___ | 31-2 180В О,7А О,7Вт 120МГц 
[23А1321___ [91-2 2508 50МА 0,9Вт 100Мгц | 
ЕР 608 12А 40Вт 0,Змкс 

| 251322 __ [| 91-Р 80В 12А 40Вт 0, 3мкс 
[2341345 __ | -М50В ОЛА О,ЗВт 250МГЦц 
ЗЕР 508 0,1А 200МГц 

| 251348 __ | Э.Р 50В ОЛА 200МГц 

| 25А1349 $1-Р 808 0,1А 0,4Вт 170 матрица 
ЗЕР 2008 О,1А 5Вт 7ОМГЦц 
[25А1357____ | З-Р З5В 5А 10Вт 170МГЦ 

ЭЕР 1208 1А 10Вт 120МГц 

| 25А1359 __ | 9-Р.40В ЗА 10Вт 100МГЦ 
[23А1360 ___ | 3.Р 1508 50МА 5Вт 200МГц 

| 251361 __ | 51-2 2508 50МА 80МГц 
[25А1370 __ | З-Р 2008 ОЛА 1Вт 150МГц 


































































































































| Тип прибора 
25А1371Е 
2$А1376 
25$А1380 
25А1381 
25А1382 
2$А1383 
2$А1386 
25А1387 
25$А1392 
2$А1396 
2$А1399 
2$А1400 
2$А1403 
25$А1405 
| 25А1406 
2$А1407 
| 25А1413 
| 25А1428 
25А1431 
25А1441 
2$А1443 
2$А1450 
2$А1451 


ЭР 3008 0,1А 1Вт 150МГЦц 
З|-Р 2008 0,1А 0,75Вт 120МГц 
$1-Р 2008 0,1А 1,2Вт 

$1-Р 300В 0,1А 150МГц 

$1-Р 1208 2А 0,9Вт 0,2мкс 
$1-Р 1808 0,1А 10Вт 180МГц 
$1-Р 160В 15А 130Вт 40МГц 
$1-Р 60В 5А 25Вт 80МГц 
$1-Р 60В 0,2А 0,4Вт 200МГц 
$1-Р 1008 10А ЗОВт 

$1-Р 55В 0,4А 0,ЭВт 150МГц 
$1-Р 400В 0,5А 10Вт 

$1-Р 80В 0,5А 10Вт 800МГц 
$1-Р 120В 0,ЗА 8Вт 500МГЦц 
$1-Р 2008 0,1А 7Вт 400МГц 
$1-Р 1508 0,1А 7Вт 400МГц 
$1-Р 6008 1А 10Вт 26МГц 
З|-Р 50В 2А 1Вт 100МГц 
$1-Р 35В 5А 1Вт 170МГц 
$1-Р 1008 5А 25Вт <300нс 
$|-Р 1008 10А З0Вт 

$1-Р 1008 0,5А 0,6Вт 120МГц 
$1-Р 60В 12А ЗОВт 70МГц 
$1-Р 60В 1А 1Вт <40нс 

$1-Р 80В 7А 25Вт 100МГц 
$1-Р 1208 0,4А 15Вт 500МГц 
$1-Р 2008 0,2А 15Вт 400МГц 
$1-Р 1808 0,14А 10Вт 150МГц 
$1-Р 60В 4А 25Вт 15МГц 
$1-Р 80В 6А 60Вт 20МГц 
$1-Р 1208 8А 80Вт 20МГц 
З1-Р 140В 10А 100Вт 20МГц 
$1-Р 200В 17А 200Вт 20МГц 
$1-Р 1808 1,5А 10Вт 120МГц 
$1-Р 40В 1А 0,ЗВт 150МГц 
$1-Р 1808 12А 130Вт 25МГц 
$1-Р 50В 0,5А 0,ЗВт 200МГц 
$1-Р 1808 ЛА 40Вт 200МГц 
$1-Р 1208 0,2А 8Вт 400МГц 
$1-Р 120В О,ЗА 8Вт 400МГц 
$1-Р 200В 0,1А 7Вт 300МГц 
$1-Р 2008 0,2А 7Вт 300МГц 
$1-Р 2308 15А 150Вт 25МГЦ 
$1-М 1208 0,1А 0,15Вт 130МГц 
Я1-Р 508 12А 35Вт 40МГц 











| 


25$А1470 
2$А1475 
2$А1476 
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Тип прибора 
2$А1568 


2$А1577 $1-Р 328 0,5А 0,2Вт 200МГц 


Тип прибора 

25А643 $1-Р 40В 0,5А 0,5Вт 180МГц 

| 23653 $1-Р 1508 1А 15Вт 5МГЦ 
25А684 З|-Р 608 1А 1Вт 200МГц 
25А699 $1:-Р 40В 2А 10Вт 150МГЦц 

| 23А7ОВА $1-Р 1008 0,7А 0,8Вт 5ОМГЦ 

| 25А720 51-Р 608 0, 5А 0,6Вт 200МГЦц 

25А725 $1-Р 358 0,1А 0,15Вт 100МГЦ 

25А733 ЕР 608 0,15А 0,25Вт 5ОМГЦ 

| 25738 $1-Р 258 1,5А 8Вт 160МГц 

| 25А747 1-Р 1208 10А 100Вт 15МГц 

[2$А756 $1-Р 1008 6А 50Вт 20МГц 

Г23А762 91-Р 1108 2А 23Вт 80МГц 

25А765 1-Р. 80В А 40Вт 10МГц 

| 25А768 $1-Р 60В 4А ЗОВт 10МГЦц 

25А769 $|-Р 808 4А ЗОВт 10МГЦ 

254770 $1-Р 60В 6А 40Вт 10МГц 

| 254771 Я1-Р 80В 6А 40Вт 2МГц 

25А777 $1-Р 808 0,5А 0,75Вт 120МГц 

| 25А778А 91-Р 1808 0,05А 0,28т 60МГц 

| 254781 ЗЕР 208 0,2А 0,28т 

| 25А794 ЗНР 1008 0,5А 5Вт 120МГЦц 

| 23А794А $1-Р 1208 0,5А 5Вт 120МГЦ 

| 2$А812 $1-Р 508 0,1А 0,15Вт 

| 2$А814 91-Р 1208 1А 15Вт ЗОМГЦц 

| 23А816 $1-Р 808 0,75А 1,5Вт 100МГц 

| 2$А817 $1-Р 808 0, ЗА 0,6Вт 100МГц 

| 25А817А 91-Р 808 0,4А 0,8Вт 100МГц 
25А836 $1-Р 558 0,1А 0,28т 100МГц 

| 25А838 $1-Р ЗОВ З0мА 0,25Вт 300МГЦц 

| 25А839 ЗЕР 1508 1,5А 25Вт МГЦ 

[25841 $1-Р 60В 0,05А 0,2Вт 140МГЦ | 

| 25А858 $1-Р 1508 50мА 0,5Вт 100МГц | 

| 234872 $1-Р 908 0,05А 0,28т 120МГЦ 

| 2$А872А 51-Р 1208 50МА 0,ЗВт 120МГЦц 

| 25А884 $1-Р 658 0,2А 0,27Вт 140МГЦ 

25А885 91-Р 45В 1А 5Вт 200МГц 

91-Р 508 1,5А 1,28т 

$1-Р 908 50мА 0,ЗВт 

91-Р 188 1А 1,2Вт 

$1-Р 1508 0,05А 200МГЦ 


| 234915 ____ | $-Р 1208 0.05А 0,8Вт 80МГц 
[286 | 
[254933 






З1-Р 60В 12А 40Вт 








2$А1593 З1-Р 1208 2А 15Вт 120МГц 


2$А1601 $1-Р 608 15А 45Вт 


2$А1606 $1-Р 1808 1,5А 15Вт 100МГц 






[2541615 _____|[ З5Р 308 10 168т 1вомги | 
[231625 
[231626 
[2541633 

2341643 
[2541687 
[2541668 
2341670 
| 231671 
[23А1672_____| 3-2 140В 10А 80Вт 20мГ\ | 
| 25А1673 Э1-Р 1808 15А 85Вт 20МГц 


1 25А1684 ЭР 1208 1,5А 20Вт 150МГц 





























[2541694 [9.212020 ВА воВт20Мгц | 
[2341695 
231703 | -Р ЗОВ 1.5А1Вт180МГ | 
| 231709 
[231708 | ЗР 1208 1А1Вт120мГц 


ю 
© 
> 
о 
ю 
© 


[оамезт_— [аерамвтловгтоми | 
СЕ-Р 15В 10мА 0,05Вт 













2$А495 $1-Р 35В 0,1А 0,2Вт 200МГц 
25А562 $1-Р 30В 0,5А 0,5Вт 200МГц 


ю 
© 
> 
© 
© 
© 


25А566 З1-Р 1008 0,7А 10Вт 100МГц 
254608 $1-М 40В О,1А 0,1Вт 180МГЦ 
$1-Р 80В 1А 15Вт ЗОМГц 
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$1-Р 160В 0,05А 1Вт 80МГц 

$1-Р 120В 20мА 0,25Вт 200МГц | 
$1-Р 508 0,1А 0,ЗВт 

$1-Р 408 0,7А 0,75Вт 
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[2581100 
| 2581109 
25811095 
2581117 
| 2581120 
| 2381121Т 
[2381123 




















[ тип прибора | ____ Описание __ | 
[аеевлзаетоы — | 
| -Р.60В 7А 30810 | 
[ЕР 608 12А З0Вт 10МГц 1 
Р-ОАВЕ 1008 ЗА 15Вт В=10000 __\ 
зева | 
[Вертов олтовтаоми — | 
ели | 
[еле ты —| 
[ЕР 1708 16А 1508т________| 
реал автом | 
[нета зовт зом | 
З1-Р 508 ЗА 25Вт 70МГц 

Гете вазы: вом | 
| ЗЕР в0В ЗА 358т_________1 
| З5Р 408 2А100М | 
Грввлаовт ом | 
| ЕР 608 8А 208т 130Мгц | 
Граввзлитаюми | 
| Р-ОАВЕ+О 708 4А 208 20МГц__| 
Глав твАвт мг | 


Р-ОАВЬ 1608 7А 70Вт 


[Р-Я вов вА оовтезеио — | 
Р-ОАВЕ+О 100В 6А ЗОВт В>1000 | 
ев | 
зезвввАзюми | 
[Р-Я тов ЗА 1660 — | 
Газе возм | 
[зав Оттава — | 






2581133 
2581134 
2581135 
2581136 
2581140 
2581141 
2581143 
2581146 
2581149 
2581151 
2581154 
2581156 
| 2581162 
2581163 
2581166 
2581168 
2581182 
2581184 
2581185 
2581186 
2581187 
2581188 
| 2581202 
| 2381203 
2581204 













| 2581212 
| 2581223 


| 2581237 
| 2581238 
2581240 






2581255 
2581258 
2581274 
2581282 
2581292 








2581318 
2581326 
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| тип прибора _ 
ЭР 32В 2А 1,2Вт 100МГц 
[2581353Е _ |54Р1208 1.5 1.8Вт 50МГЦ 
[2581961 _  [5ЕР150В 9А 100Вт 15МГц 
[2581370 __ | 5-Р 60В ЗА ЗОВт 15МГц 
[2581373 __ [31-21608 12А 2,5Вт 15МГЦ 

| 2581375 ___ | 9-Р60В ЗА 25Вт ЭМГц 

ее Р-ОАВЕ+0 1208 16А 75Вт В>2000 

| 2581393 $1-Р 30В ЗА 2Вт З0МГц 

[29вл4гю [ЕР 1аовлвА вовт вом | 
[равчав — [атавтАвтими | 
[ава [аа зычванкет ои— | 


| 2581434 $1-Р 50В 2А 1Вт 110МГц 
| 2581468 З1|-Р 60/30В 12А 25Вт 
























ея: 
[258600 ____ | $1-Р 2008 15А 200Вт 4МГц 
-ОАВЕ 1008 5А ЗОВт 
[258605 __ _ | 31-Р в0В О.А 0,8Вт 120МГЦц 
[258621 ___ | 91-№258 1,5А 0,6Вт 200МГЦц 
258621А $1-№ 50В 1А 0,75Вт 200МГц 
ЗЕ-Р 1008 1А 8Вт 
[238632 __ | 93-2258 2А 10Вт 100МГц 
258633 = | 91-Р 1008 6А 40Вт 15МГц 
З|-Р 50В 0,1А 0,ЗВт 200МГц 
ЗЕР 308 0,1А 120МГЦ 
|258647____ | 91-21208 1А 0,9Вт 140МГЦ 
З1-Р 1608 1,5А 1Вт 140МГц 











| 2581470 Р-ОАВЬ 1608 8А 150Вт В>5000 
| 2581490 Р-ОАВЬ 1608 7А Э0Вт В>5000 | 
2581493 Р-ОАВЕ 160/140В 7А 70Вт 

" 2581503 Р-ОАВЕ 1608 8А 120Вт В>5000 

| 2581556 Р-ОАВЬ 1408 8А 120Вт В>5000 
2581557 Р-ОАВЕ 1408 7А 100Вт В>5000 








| 
| 








Р-ОАВЕ 1008 4А ЗОВт 0.15мке _ | 
31-№ 150В 12А 100Вт 13МГЦ 

ЗЕ-Р 1208 ЗА 8ОВт 10МГц 

ЗЕР 160В 12А 100Вт 










2581559 Р-ОАВЕ 1608 ЗА 80Вт В>5000 
| 2581560 Р-ОАКЕ 160В 10А 100Вт 50МГц 
2581565 $1-Р 80В ЗА 25Вт 15МГц 


2581587 Р-ОАВЕ+О 1608 8А 70Вт В>5000 
| 2581624 Р-ОАВЕ 110В 6А 60Вт В>5000 





| 

| 

| 258656 $1-Р 160В 12А 125Вт 20МГц 

| 258673 Р-ОАВИ+О 1008 7А 40Вт 0,8мкс 
| 


$1-Р 1008 4А 40Вт 18МГЦ 
258705 ЗЕР 140В 10А 120Вт 17МГц 

[258707 ____ | ЗЕР 80В7А 40Вт 

| 258709 ____ | $-Р.45В ОЛА 0,2Вт 80МГЦц 

| 258716 ____ | $-Р 1208 0,05А 0,758т 

З|-Р 2008 2А 25Вт 100МГц | 











ве | СЕ-Р 80В 30А 80Вт 
[238324 СЕ-Р 32В 1А 0,25Вт 
[вез — [аврыютази — | 
реш оетывиын | 
[2авам — [авемечаватчет — 


258492 СЕ-Р 258 2А 6Вт 













| 258727 Р-ОАВИ+0 1208 6А 50Вт В>1000 | 
258731 $1-Р 60В 1А 10Вт 75МГЦ 


258733 $1-Р 20В 2А 1Вт >50МГц 













258740 $1-Р 70В ЛА 0,9Вт 









| 258511; $1-Р 35В 1,5А 10Вт 8МГц 


Ггрвов злого — | 
Говвву__ |[незовтвАзовтвомГ, | 
Гаев [ве поввлетьмн | 
Говвва — [вееовтловет воин | 
ввбю —  [зеРтововА етом | 
вв — [аттовлыыт | 
[ево _ [ЭртоовОлАОЗВТИИИ 


|» 
Ф | ® 
|9) 
© | < 
© | № 
> |“ 












258561 З1-Р 25В 0,7А 0,5Вт 
258564 $1-Р 30В ЛА 0,6Вт 






| 258598 $1-Р 25В ЛА 0,5Вт 180МГц 












258744 $1-Р 70В ЗА 10Вт 45МГЦ 


258750 Р-ОАВЕ+О 60В 2А З5Вт В>1000 | 


| 
| 258734 $1-Р 60В 1А 1Вт 80МГц 
| 258739 $1-Р 20/16В 2А 0,9ЭВт 80МГц 


258753 $1-Р 1008 7А 40Вт 0,4мкс 


258764 $1-Р 60В 1А 0,9А 150МГЦц 


[238765 ___ | Р-ОАВЬЮО 1208 ЗА ЗОВт В>1000 
[258766 __ | 5+Р ЗОВ 1А 200МГц 
[258772 ___ | -Р.40В ЗА 10Вт 80МГЦ 

| 258774 | 1-Р ЗОВ О.А О,4Вт 150МГц 
[258775 ___ | 9-Р.1008 ВА 6ОВт 13МГц 

| 258776 ____ | 3-Р 1208 7А 7ОВт 15МГц 












ЗЕР 1208 0,02А 0,4Вт 150МГц _ | 
Р-ОАВИ+О 1208 ЗА 40Вт В>1000 | 
Р-ОАВЕ+О 60В 1,5А 1ОВт В=7000 | 


Р-ОАВЕ+О 808 1,5А 10Вт В<3000 \} 


| 











$1-Р 20В 0,7А 0,25Вт 250МГц 
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$1-Р ЗОВ 0,7А 0,35Вт 160МГц 
З1-Р 208 0,7А 0,25Вт 250МГц 




















| 258824 


[258625 З1-Р 60В 7А 40Вт 10МГц 

[258826 51-2 60В 12А 40Вт 10МГц 
[258827______ | 5-Р608 7А 80Вт 10МГЦ 
[258828 __ | 31-Р60В 12А 80Вт 10МГЦц 



















$1-М 2508 60мА 0,75Вт >80МГц 





Тип прибора 


2$С1012А 






| 2501014 $1-М 50В 1,5А 7Вт 
2$С1017 $1-М 75В 1А 60мВТ 120МГц 
| 251030 $1-М 1508 6А 50Вт 


2501046 $1-М 10008 ЗА 25Вт 
2$С1047 $1-М№ ЗОВ 20мА 0,4Вт 650МГц 


| 25С1050 $1-№ 3008 1А 40Вт 
2561051 $1-№ 1508 7А 60Вт МГц 
2561061 $1-№ 50В ЗА 25Вт 8МГЦц 



















251070 31-№ 30В 20мА 900МГц 
ЗЕМ 1108 12А 100Вт 4МГц | 
























[2589 — | ЗЕР 60В 15А 9ОВт 20МГц | 
Е 
258861 
ава — [арм оливы | 
Р-ОАВЕ+О 708 15А 7ОВт В=5000 _| 
Р-ОАВЕ 110В ЗА ЗОВт В=4000 __\ 


258885 Р-ОАВЕ+О 1108 ЗА З5Вт В=4000 _| 
258891 1-Р 408 2А 5Вт 100 МГц 


‚258892 ЕР 608 2А 1Вт 
258895А Р-ОАВЕ 608 1А В=8000 | 


258897 Р-ОАВЕ+О 1008 10А 80Вт В>1000 | 
258908 Р-ОАВЕ+О 808 АА 15ВТ 0,15мкс 


[2ввезад — [РоАРи-о вов АчевтвЕтооо | 


258941 $1-Р 60В ЗА 35Вт 

















































































291096 $1-№ 40В ЗА 10Вт 60МГц | 
2561106 $1-№ 3508 2А 80Вт 


| 2501114 $1-М 3008 4А 100Вт 10МГц 









2501115 $1-М 1408 10А 100Вт 10МГц 


[2501161 | 8521608 12А 1208т_______1 
-25С1162_ | 9-№ 358 1.5А 1овт180мги_ | 
ТИТРЫ 
[2861195 | 9-42008 2.51087 | 
[2861213с | 5-м 508 05Ао4вт 
31-№ 30В 50мА 0,4Вт 1,2ГГц 
[2561216 __ | $1-№408 0,2А О.ЗВт 


25С1226 $1-М 40/508 2А 10Вт 150МГц 
2501238 


$1-М З5В 0,15А 5Вт 1,7ГГЦц 
2$С1247А $1-М 50В 0,5А 0,4Вт 60МГц 
2$С1308 $1-М 15008 7А 50Вт 
2$С1312 $1-М 35В 0,1А 0,15Вт 100МГЦ 


2$С1318 $1-М 60В 0,5А 0,6Вт 200МГц 


| 
| 2$С109 $1-№ 508 О,6А 0,6Вт 
























































2$С1345 $1-М 55В 0,1А 0,1Вт 230МГЦ 










258945 $1-Р 130В 5А 40Вт 30МГц 


Говввел [Роль овчАчиВтВыо | 
звввна Г аршвтлметюми 
| 258955 ___ | Р-ОАВЫ+О 120В 10А 50Вт В=4000 | 
Говвте [зевать злотвытаомги | 
|2ввё — [вевовзлавиыми — | 
Гоавов — [вебовчллвтьмы — | 
Гоавовв — [кРбовзАМетаюои | 
[вето _— [выуззволлоавтвомги — | 


| 25С1008 $1-М 80В 0,7А 0,8Вт 75МГц 







] 






















| 
, 





2561359 


2561343 91-М№ 1508 10А 100Вт 14МГц 


25С1360 $1-М 50В 0,05А 1Вт >300МГц 
2$С1362 $1-М№ 50В 0,2А 0,25Вт 140МГц 





$1-М ЗОВ 30мА 0,4Вт 250МГц 





Говснив — [вазвталавтиюми — | 
[оста [земвоволлавтомы — | 
Гоъбтаы — [эемвовчалетиюми | 
[2везв_— [Внзов зонд 250 метлой | 
вст [анивмны | 


251426 $1-М 35В 0,2А 2,7ГГц | 
$1-М 110В 2А 23Вт 80МГц | 


2$С1431 
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2561890 $1-№ 90В 0.05А О,ЗВт 200МГц 
25С1895 НМ 15008 6А 50Вт 2МГЦц 


2501906 $1-М 198 0,05А 0,3Вт 
$1-М 308 0,05А 1100МГц 
$+-М 1508 ЛА 15Вт 120МГц 


| 25С1914 | Э+-М 908 50мА 0,2Вт 150МГц 








$1-М 2508 0,05А 0,6Вт 


2501967 ${-М 358 2А ВВт 470МГц 
2501968 $1-М 35В бА ЗВт 470МГц 
25С1969 У1-М 60В 6А 20Вт 






| 25С18156А — |314 608 0,15А О4Вт В>200 
23С1815У М 608 0,15А 0,4Вт В>120 





| 


о | [ типрбоа | Омане | 
25С1827 
[25С1832_ _ | №-ОАВЕ 5008 15А 1508т 8>100_ _ 
ИТТ 
[251844 ___ | ЗНМ 6ОВ ОЛА 0.58т 100МГц 
[23с1845 _ [5541208 00540.58'_ | 
[25С1647_____| 544 508 1.5А1.28т | 
[251855 — | 5-4 208 20мА 0.258т 550МГЦ 
[25С1871_____| 944508 15А 1508т <измке 
|25С1879 __ | М№ОАРА+О 1208 2А О.8Вт В>100 | 


Краткие справочные данные по зарубежным транзисторам 

























= 


Описание 
$1-М 40В 0,7А 0,75Вт 150МГц 


г —— 
й Тип прибора 
25$С2060 
2$С2061 $1-М 80В 1А 0,75Вт 120МГц 
2562068 $1-М 3008 0,05А 95МГц 
[2562073 = 150В 1,5А 25Вт 4МГц 
[2802078 $1-М 80В ЗА 10Вт 150МГц 
2$С2086 $1-М 75В ЛА 0,45Вт 27МГц 
{2562092 $1-М 75В ЗА 5Вт 27МГц 
2562094 $1-М 408 3,5А 15Вт 175МГЦц 
2562097 $1-М 50В 15А 85Вт 
[252120 $1-М ЗОВ 0,8А 0,6Вт 120МГц 
2562122 
[2562166 
2$С2168 











































































$1-М 2008 2А З0Вт 10МГц 


З1-№ 5008 7А 40Вт 1мкс 
[252209 __ | $-№50В 1.5А 1ОВт 150МГц | 
РР И 
р чввеаввееы — 
| 25С2229 | 9.М2008 50МА 0,8Вт 120МГц | 
| ЗЕМ 2008 0.1А 0.8Вт 5ОМГц 
[2802233 _ | 9-м 2008 4АЧоВтаМи 
2362235 [51-41208 ОА от 120МГц 
202238 
[вони — [занаввзллавевги — | 
[есаазя _— [вечное влзватюми — 
2802240 
[асан — [вннчнив вл вавтчвнти _— — | 
2502267 Э1-№ 400/360В 0,1А 0,4Вт 
ЗЕМ 50В 5А 10Вт 100МГЦ | 
Ионов озАенаА] 
Гавраан [вина 1ваетвомги — | 
[282283 
Ганзен — | 
[всен5 — [виз оалольганыги — | 


$1-М 5008 12А 100Вт 18МГц 

















































































ю 
2 
о 
ю 
ю 
= 
> 







ю 
© 
о 
ю 
ю 
© 
Я 






ь 
| 
о 
< 
< 
о 
= 

















Описание 
$1-№ 1808 1,5А 25Вт 120МГЦц 
$1-№ 15В 50мА 250мВт 650МГц 
$1-№ 1208 50мА 0,АВт 130МГЦ 
$1-№ 1208 50мА 0,5Вт 130МГц 
$1-№ 6008 6А 50Вт 
$1-№ 258 70мА 0,25Вт 4,5ГГЦц 
$1-№ 160В 1А 0,9Вт 100МГц 
$1-№ 120В 50мА 0,ЗВт 140МГЦ 
$1-№ 358 0,15А 0,16Вт 500МГц 
12302412 $1-№ 508 0,1А 180МГЦ 
2362433 $1-№ 1208 ЗА 150Вт 8ОМГц 


2562440 $!-М 4508 5А 40Вт 
| 2562458 $1-М 508 0,15А 0,2Вт 80МГц | 


2$С2466 $1-№ ЗОВ 0,05А 2,2ГГц 
| 2562482 $1-№ 3008 0,1А 0,9Вт 50МГц 

$1-№ 1008 6А 7ОВт 15МГЦ 
ие 1208 7А 8ОВт 15МГЦц 


2$С62491 $1-№ 1008 6А 40Вт 15МГЦ 


2$С2497 $1-М 708 1,5А 5Вт 150МГЦц 


| 
2$С2498 $1-М ЗОВ 0,05А 0,ЗВт 3,5ГГЦц 


2$С2508 $1-№ 40В 6А 50Вт 175МГц й 


2$С2510 $1-№ 558 20А 250Вт 28МГЦ | 
| 2562512 $1-№ ЗОВ 50мА 900МГц 


| 2562516 $1-М 150В 5А ЗОВт <0,5/2мкс 
2502517 $1-М№ 150В 5А ЗОВт <0,5/2мкс 

| 

| 









[252344 

2562347 
2562362 
[2562363 
2562365 
2302369 
2562383 
[252389 
| 252407 


























































































































| 















все — [нтиволлот | 
[все 


| 2562553 
232562 
| 2562563 


2502538 $1-М 40В 0,4А 0,7Вт 


$1-М 5008 2А 208Вт 
$1-М 5008 5А 40Вт 1мкс 
$1-М№ 60В 5А 25Вт 0,1мкс 
$1-М 120В ВА 80Вт 90МГц 

































$1-М 55В 0,1А 0,2Вт 230МГц 





| 2$С2570А 





$1-М 25В 70мА 0,6Вт 









$1-М 55В 0,1А 0,2Вт 230МГц 
$1-М б0В бА 18,5Вт 27МГц 


$1-М 45В 1А 5Вт | 


















2$С2579 
2$С2581 
2562590 


$1-М 160В ВА 80Вт 20МГц 
$1-М№ 2008 10А 100Вт 
$1-М 120В 0,5А 5Вт 250МГц 
2562592 $1-М 1808 1А 20Вт 250МГц 



























а 
[2862329 ЗЕМ ЗВВ 0,75А 2Вт 175МГЦ 
Грек [анали 
Гавожаа — [анзюновюы — | 


| 25С2334 $1-М 1508 7А 40Вт 
1 2562335 $1-М№ 5008 7А 40Вт 


25$С2336В $1-М 2508 1,5А 25Вт 95МГц | 


































2$С2603 $1-М№ 50В 0,2А 0,ЗВт | 
2562611 $1-М З00В 0,1А 0,8Вт 80МГц 
[29с2в2лЕ _ _ | ЗМ 3008 0.2 1овт>50МГ4 — | 


2$С2625 $1-М№ 4508 10А 80Вт 
| 2562630 $1-М 35В 14А 100Вт | 
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Тип прибора Описание 








2502631 ИЕ 1508 50мА 0,75Вт 160МГц 





 25С2901 $1-М 408 0,2А 0,6Вт 








2562632 $1-М 1508 50мА 1Вт 160МГц 





| 2502908 $1-М 2008 5А 50Вт 50МГц 











2$С2634 $1-М 60В 0,1А 0,4Вт 200МГц 








| 25С2910 $1-М 1608 70мА 0,9ЭВт 150МГЦц 








25$С2653 $1-М 3508 0,2А 15Вт >50МГц 








2502911 [м 180В 140мА 10Вт 150МГц 














| 2$С2912_, $1-М 2008 140мА 10Вт 150МГц 





2$С2654 $1-М 40В 7А 40Вт 
2$С2655 ы БОВ 2А 0,9Вт 0,1мкс 








| 2562922 $1-М 1808 17А 200Вт 50МГЦц 








2$С2656 $1-М 4508 7А 80Вт <1,5/4,5 








2$С2923 $1-М 3008 0,1А 140МГц 








252660 _  |31-№2008 2А зОВт ЗОМГц 








| 25С2928 [ Э-м 15008 5А 50Вт 




















2502668 $1-М ЗОВ 20мА 0,1Вт 550МГц 








$1-М 5008 10А 100Вт 2,5мкс 











2$С2671 $1-М 15В 80мА 0,6Вт 5,5ГГЦ 








| 2562958 $1-М 160В 0,5А 1Вт 














| 2502682 $1-М 1808 0,1А ВВт 180МГц 











2502979 $1-М 8008 ЗА 40Вт 














2562690 $1-М 1208 1,2А 20Вт 160МГц 
2502694 $1-М 35В 20А 140Вт 














| 25С2987 
| 2$С2988 





$1-М 1408 12А 120Вт 60МГц 
$1-М№ З6В 0,5А 175МГц 























2$С2705 $1-М 1508 50мА 0,8Вт 200МГц 











| 2562999 $1-М 208 30мА 750МГц 














2562706 $1-М 140В 10А 100Вт 90МГц 








$1-М 208 ЗА 7Вт 175МГц 





| 2563001 









2562712 $1-М 508 0,15А 0,15Вт 8ОМГц 
2562714 $1-М ЗОВ 20мА 0,1Вт 550МГц 














$1-М№ З5В 0,4А 0,6Вт 520МГц 
$1-М№ 35В 1А 10Вт 











| 25603020 















2562717 $1-М ЗОВ 50мА 0,3ЗВт 300МГц 


| 2502724 $1-М№ ЗОВ 30мА 200МГц | 
29С2749 $1-М№ 5008 10А 100Вт 50МГц 

| 

| 








2562750 $1-М 150В 15А 100Вт 
2562751 $1-М 5008 15А 120Вт 50МГЦ 











$1-М№ 35В 7А 50Вт 








| 2$С3022 











25С2752 $1-М 5008 0,5А 10Вт 
| 25С2753 $1-М 17В 0,07А 0,ЗВт 5ГГЦц 















$1-М№ З00В 0,1А 1,2Вт 140МГц 











2$С2759 $1-М ЗОВ 50мА 0,2Вт 2,ЗГГЦ 





2х$|-М 130В 50мА 0,5Вт 160 

















$1-М 20В 20мА 600МГц 





$1-М ЗОВ 0,ЗА Цэб=15В В>8 
















| 2502787 $1-М 50В З0мА 0,ЗВт 250МГц 


Гевсатьг — [анеив во 
все вмемвлюы | 
[рез — [анешевлни: | 
Гевсзвов — | врмтоов воыдозвт чом | 
Говсано _— [емвовтзовтими | 
[звона | бимввволвлальгоомт 
Гевсанм _— [азов | 
Говсаив — амвввлтнтью | 
Гаваны” __ | эемивов олег | 
[2всвзе — | емов зонд оввтзамт 
Говсовыт — [вмзввозалвьиати | 
Гозо _— | вомзоволоветоми — | 
[ебать _— [емеовозлольтоми — | 
Гвеавть _— | земаввавл оовтавиги | 
"овса [вне оковетомги | 


2$С2898 $1-М 5008 8А 50Вт 


ыы 






















































$1-М 120В 0,2А Цэб=15В В>10 
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Тип прибора 










ба: Иа НыЕИЕ -— 
Описание | 











Тип прибора 





— 


Описание 





















































































































































253178 51-12008 2А 60Вт | 2563320 $1-№ 5008 15А ВОВт 
2503179 51-№ 608 4А ЗОВт 15МГц | 253326 З1-М 208 0,ЗА 0,15Вт ЗОМГЦ 
25С3180М 1-№ 80В 6А 60Вт З0МГц | [2563327 $1-№ 508 0,ЗА 0,2Вт ЗОМГц 
Г2всзме м З1-№ 120В 8А ВОВт ЗОМГЦ | |28С3328 ЗЕМ 808 2А 0,9Вт 100МГц 
25С3182М ЗЕМ 140В 10А 100Вт ЗОМГц | [2563330 $1-№ 608 0,2А 0,ЗВт 200МГц 
253195 ЗЕМ 308 20МА 0,1Вт 550МГц | 263331 31-№ 608 0,2А 0,5Вт 200МГц 
2503199 [ЗЕМ 608 0,15А 0,28т130мМг4 | [2363332 |[5Е-М180В ОЛА ОЛВт 120МГц 
2563200 _ | 3-М№120В ОЛА озВт100мМГц | [2563334 31-№ 2508 50мА 0,9ЭВт 100МГц 
253202 31-№ 358 0,5А 0,5Вт 300МГЦ | 2503345 $1-№ 608 12А 40Вт 9ОМГц 
[253203 ЗЕ-№ 358 0,8А 0,6Вт 120МГц [253346 ЗЕМ 808 12А 40Вт 0,2мкс 
2563205 (544308 2А 1Вт 120МГ | [2503355 $-№ 208 0,1А 0,6Вт 6,5ГГц 
253206 3-№ 1508 054 08т120МГц |  |2803359 ^_[ З+м20В О.А 0.28т 7ГГц | 
2563210 _ | 5-№ 5008 10А 100Вт 1мкс | [253С3377 ЗЕМ 408 1А 0,6Вт 150МГЦ 
253211 51-№ 800 5А 7ОВт >3МГЦц | 2903378 | $1-М 1208 0,1А 0,2Вт 100МГЦ 
2$С3212 [ем 8008 7А ЗВт 3,5МГц | 2563379 51-№ 208 1,5А ЗВт 
253225 51-№ 408 2А 0,9Вт 1мкс | [25сззе [зем ВОВ ОА ОДЕТ АТОМ | 
25С3231 ЗЕМ 2008 4А 40Вт ВМГЦ [5 с3эвз $1-№ 608 0,2А 0,5Вт 250МГЦ 
253240 ЗЕМ 508 25А 110Вт ЗОМГц 253397 З1-М 508 0,1А 250МГц В=46кОм 
| 2563242 З1НМ 208 2А 0,9Вт ВОМГц | [2863399 $1-№ 50В ОЛА 250МГЦ 
25С3244Е ЭМ 1008 0,5А 0,9Вт 130МГц __| | 2563400 $1-№ 508 0,1А 250МГц В=22кОм 
253245А __ | 3-М150ВОЛА о.эвт200мМГц __|  [|23С3401 З1-№ 508 ЛА В=46КОм/23кОм 
253246 З1-№ 308 1,5А 0,9Вт 130МГЦ | [2863402 $1-№ 508 0,1А 250МГц В=10кОм 
253247 51-№ 508 1А 0,9Вт 130МГц 253405 З1-№ 9008 0,8А 20Вт 1мкс 
2803257 З1-М 2508 10А 40Вт 1/3,5мкс 51-№ 9008 2А ВОВт 0,8мкс 
2563258 ЗЕМ 1008 5А ЗОВт 120МГц | [29С3416 ЗЕМ 2008 0,1А 5Вт 70МГц 
2503260 | 25С3419 31-408 0,8А 5Вт 100МГц 
253262 №ОАВЕ 8008 10А 100Вт | [|253с3420 31-№ 50В 5А 10Вт 100МГЦ | 
`2563263 _  |5:М№2308 15А 130Вт $1-№ 1208 1А 1,5Вт 
| 253264 ЭМ 2308 17А 200Вт 60МГц | авс | Э-М 1208 1А 10Вт 120МГц 
253271 ЗЕМ 3008 1А 5Вт 80МГЦ |  [2$63422у 
253277 $1-№ 5008 10А 90Вт 20МГц р $1-№ 1508 50мА 5Вт 200МГц 
2563279 ЗМ 108 2А 0,75Вт 150МГЦ ЗЕМ 5008 0,8А 10Вт 
253280 [3-м 160в12А12оВтЗОМи | 1250446  [Энмеоовтадовчема 





2563281 
2563284 


2563293 


2$С3297 
2$С3300 
2$С3303 
2563306 
2$С3307 
2$С3310 
| 2503311 























| 


$1-М 2008 15А 150Вт З0МГц 
$1-М 1508 14А 125Вт 60МГц 
М-ОАВЕ+О 508 1,2А 20Вт В>180 
$1-М ЗОВ ЗА 15Вт 100МГц 
$1-М 60В 5А 20Вт 0,1мкс 
$1-М 1008 15А 100Вт 

$1-М 1008 5А 20Вт 0,2мкс 
$1-М 5008 10А 100Вт 1мкс 
$1-М 9008 10А 150Вт 1мкс 
$1-М 5008 2А 20Вт 1мкс 
$1-М 5008 5А ЗОВт 1мкс 
$1-М 60В 0,1А 0,ЗВт 150МГц 


| 


$1-№ 800В 5А 50Вт 18МГЦ 
ЗЕМ 1100/8008 1,5А 40Вт 
$|-№ 11008 ЗА 50Вт 

31-№ 11008 6А 100Вт 
[2803461____ 9-М 11001800 8А 1208 
| 25С3466 ___ | $-№ 1200/6508 8А 120Вт 
| 2563467 | 9-М2008 ОЛА 1Вт 150МГЦ 

| 2563468 | 9-№ 3008 0.1А 1Вт 150МГц 
[асе [ввивеллиы 
ЗМ 300В 0,1А 7Вт 150МГц 
31-70 0,05А 0.9Вт 500МГц 
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Тип прибора Описание 


















| Тип прибора Описание | 


2503752 $1-М 1100/8008 ЗА ЗОВт | 


2$С3781 $1-М 1208 0,4А 15Вт 500МГц 


З|-№ 2008 0,2А 15Вт 400МГц 

| 253783 $1-№ 8008 5А 100Вт | 
51-1808 0,14А 1ОВт 150МГц 

$1-№ 2008 0,1А 5Вт 150МГЦ 



























$1-М 3008 0,1А 7Вт 70МГц 



























Гевезвов — [эмаволвлевти | 
[воз _— [вом вовалвливизовиги— 
овезв — [анавотлонми | 


25С3621 $1-М 1508 1,5А 10Вт 100МГц 
2563623 $1-М 60В 0,15А 0,25Вт В=1000 
$!-М 6008 1А 10Вт 30МГц 

























$1-М 50В 0,5А 0,5Вт 250МГц 

$1-М 9008 5А 40Вт 

$1-М ЗОВ 2А 15Вт 260МГц 

М-ОАВЕ 808 2А 170МГц В>80 

$1-М З0В 50мА 0,3Вт 100МГц 

$1-М 40В 0,1А 0,4Вт 450МГц | 
$1-М 5008 10А 100Вт 
$1-М 500/4008В 12А 100Вт 
| 2503842 $1-М 600В 10А 70Вт 32МГц 


[25С3844 —  |5-М№6008 15А 75Вт ЗОМГц 
|[25С3851 __ | 9-М80В 4А 25Вт 15МГц 

[2963852 | З5М8ОВЗА2БВТ15М 
[2563855 | 5-М 2008 10А 100Вт20МмГ4_ 
[2всзввя _— [всчзюазва вт зомги —— 


| 2503858 $!-М 2008 17А 200Вт 20МГц 


| 253866 $1-М 900В ЗА 40Вт 
| 253868 $1-М 5008 1,5А 25Вт 0,7мкс 
| 25С3883 $1-№+0 15008 6А 50Вт 


| 2$С3884А $1-М 15008 6А 50Вт 


$1-М 300В 0,1А 7Вт 150МГЦ - 

















| 25С3811 
| 253831 
| 2$С3833 




















































$1-М 900/5008В 7А 80Вт 
$1-М 12008 6А 100Вт 200нс 


$1-М 50В 0,1А 0,4Вт 
В=46кОм/23кОм 


| 25С3656 $1-№ 50В 0,1А 0,4Вт 
В=10кОм/10кОм 


| 2503659 $1-№+0 1700/8008 5А 50Вт 













2563655 










2$С3668 $1-М№ 50В 2А 1Вт 100МГц 
2563669 $1-М 80В 2А 1Вт 0,2мкс 
253675 $1-№ 1500/9008 0,1А 10Вт | 





2$С3678 $1-№ 9008 ЗА 80Вт 
| 253679 $1-М№ 900/8008В 5А 100Вт 
253680 $1-№ 900/800В 7А 120Вт 6МГц 


253684 $1-№+0 15008 10А 150Вт 
$1-№ 15008 10А 150Вт 0,2мкс 





25С3688 


| 25С3692 $1-М 1008 7А З0Вт В<300/180 
25С373 $1-М 35В 0,1А 0,2Вт В>200 
2503746 $1-М 80В 5А 20Вт 100МГц | 












| 2563886 А $1-М 15008 ЗА 50Вт 0,1мкс 


|256388А_ _ | 5-№258 50МА О,ЗВт ЗООМГц 
ЕЕ 
[25С3893А___ | 51-№+0 15008 ВА 50Вт 

















| 28С3897_ __ | $'-№1500В 10 7ОВт 
еже ЭЕ-М 1808 1,5А 1ОВт 120МГц 
[253907 51-№ 180В 12А 130Вт З0МГЦц 
Е ЗЕМ 9008 104 120Вт 

| 256394 З1-М 258 0,1А 200МГц 
|25С394%0 ___ | $-М ЗОВ ЧА Вт 200МГц 


| 25С3943 $1-М 1108 0,15А 2Вт 300МГц 
| 2$С3944 $1-М 1508 1А 40Вт 300МГц 


























2503948 $1-М 8508 10А 75Вт 20МГц 
| 2$С3950 $1-М ЗОВ 0,5А 5Вт 















| 253748 $1-М 80В 10А ЗОВт 100/600нс 











р 
| 
2$С3895 $1-М 1500/8008 ЗА 70Вт 
| 
| 2503896 $1-М 15008 8А 70Вт 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 253952 


ЭН-М 808 0,5А 10Вт 700МГц 
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| Тип прибора | Опиане 
2563953 ЭМ 1208 0,2А 8Вт 400МГц 


2363954 $1-№ 1208 0,ЗА 8Вт 400МГЦц | 








2$С3955 $1-М 2008 0,1А 7Вт 300МГц 





253956 ЭМ 2008 0,2А 7Вт 70МГц 
$1-М 40В 2А 1,5Вт 1мкс | 
|25С3973А | 51-№ 9008 7А 45Вт 


$1-М 8008 ЗА 2Вт 10МГц 
2$С3987 М-РАКЕ+О 508 ЗА 15Вт 
25С3996 $1-М 1500/8008 15А 180Вт 


— И 
ы , 
0 
, 

, 


м 
[72 
о 
[252 
Ф 
я 
ю 


25$С3979А 














Тип прибора | Опиеане | 

| 
2$С4288А $1-№1600/600В 12А 200Вт | 
25С4289А $1-М 15008 16А 200Вт 


| 25С4290А $1-М 15008 20А 200Вт 
2$С4297 $1-М 5008 12А 75Вт 10МГц 
1 2504298 $1-М 5008 15А 80Вт 10МГц 
| 25С4300 $1-М 9008 5А 75Вт 1/6мкс 


Г 2$С4304 $1-М 8008 ЗА 35Вт | 
| 2$С4308 № ЗОВ 0,ЗА 0,6Вт 2,57 Гц 
| 2$С4313 $1-№ 9008 10А 100Вт 0,5мкс | 


ЗНМ 1508 2А 25Вт 15МГц 
| 2564382 Э1-М 2008 2А 25Вт 15МГц | 



















































ЗМ 1500В 25А 250Вт | 
а вот 
[все — | впуивзавеи м — | 
[асов _— [ннчоообазвенььхо — | 
[асек — Ганина звачеовт зонт _——| 










[2вочиз _—_ [внмзов вомлочвы: зат — | 
[2564046 ____[54М1208 02АВВт350Ми | 
[2504052 _ | -мв00взА4овт20Ми | 
[2504058 | 9-мв0в8А 45 | 
[2364059___| 55№ 60014508 15 1308т______ 
[воно — [знзлов ыы — | 
М-ОАВЕ+О 15008 15А 250Вт | 
р 
[обета — | мертв отв — | 
Гости _— [знтивчевовтчвми — | 
[2865 — | ыишов А ввтрюми — | 


| 
| 
| 






















| 2564138 $1-М 5008 10А 80Вт <1/3,5мкс 
2564153 $1-М№ 2008 7А ЗОВт 0,5мкс | 
| 2564157 $1-№ 6008 10А 100Вт 


Гзвбиво — [зенчюв лав оо | 
Гвсиь [ами | 
Говсаоь _— [зквтл — | 
[все — [знчвовлввтовти | 







| 2504204 $1-М 3З0В 0,7А 0,6Вт 
2504231 $1-М 1200/8008 2А ЗОВт 
$1-М 1200/8008 ЗА 80Вт } 






2564235 


2504236 $1-М 1200/8008 6А 100Вт 


[всем [эоиовов лев — | 
Гавсаме — [земавиовтлны | 
Г25сове — [зЕтровтол тетей | 
[2всвате _ [ЗНтвовчоАтобвтамги | 


— 












всаа — [анамеелветомги — | 
Гозоннов — [внмвовгловет ово — | 
[рб — [эн поововалеь | 
[овса _— [антов телеветвмт | 
о пе 
25604439 $1-М 1808 О,ЗА 8Вт 400МГц | 
вме [энлволроввлвовтамт | 
Говсвв — [наоволвовтимги | 


| 2504484 $1-М ЗОВ 2,5А 1Вт 250МГц 
| 2564488 $1-М 1208 1А 1Вт 120МГц 


25С4511 $1-М 1208 6А ЗОВт 20МГц 

| 254512 $1-№ 1208 6А 50Вт 20МГц 

| 2564517 $1-№ 9008 ЗА ЗОВт 6МГЦц 
25С4517А $1-М 10008 ЗА ЗОВт 0,5мкс 

| 254531 З-+0 15008 10А 50Вт 
2564532 $1-М 17008 10А 200Вт 2мкс 
2564538 $1-М 9008 5А 80Вт 

| 256454 $1-М ЗОВ 0,1А 230МГц 
2564542 $1-М 15008 10А 50Вт 
2564547 М№-ОАВЕ+О 858 ЗА ЗОВт В>2000 | 
2564557 $+-№ 9008 10 8ОВт <1/5,5мкс 
2564560 $1-М 15008 10А 80Вт 



























































250458 $1-М ЗОВ 0,1А 230МГц 
| 254582 $1-№ 600В 100А 65Вт 20МГц | 
250460 $1-№ 30В 0,1А 0,2Вт 230МГц | 
250461 $1-№ ЗОВ 0,1А 0,2Вт 230МГЦ 
2564744 $1-М№ 15008 6А 
| 2564745 $1-М 15008 6А 


2$С4747 
2$С4758 

2504769 
2504770 


$1-М 15008 10А 50Вт 0,3мкс 
$1-М 15008 8А 50Вт 

$1-М№+0 15008 7А 60Вт 

$1-М 1500/9ПОВ 7А 60Вт 
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Описание 
2504793 __ [З5230ВЧА2Вт1ООМи | 
2564804 | 5-№ 9008 ЗА ЗоВтозые 
Е ИЕТИ ТЕ ВНИИ 
ЗЕМ 2008 ЗА 1,ЗВт З00МГц 











































































2504834 $1-М 5008 ВА 45Вт <0,3/1,4мкс 
$1-№ 1808 2А 20Вт 120МГц 
2504891 


$1-М 15008 15А 75Вт 
$1-М 9008 ЗА З5Вт 1мкс 
2$С4924 
2$С4977 















































































$1-М 8008 10А 70Вт 
$1-М 4508 7А 40Вт 

2565002 $1-М 15008 7А 80Вт 

2565003 $1-№+0 15008 7А 80Вт 
$ 





2565027 $1-М 11008 ЗА 50Вт 0,Змкс 
2$С5030 $1-М 50В 5А 1,3ЗВт 150МГц 
| 2565045 |-№ 1600В 15А 75Вт 












[25сво_— [эмзввовловатеии — | 
Гевсетие — [земтвооввл вовтове — | 
Гевсвю — [5чоовлол втозыю — | 


2565171 $1-№ 1808 2А 20Вт 200МГЦц 
2565198 $1-№ 140В 10А 100Вт ЗОМГц 
| 2565207 $1-№ 15008 10А 50Вт 0,4мкс 


| 
2$65242 $1-М 2308 15А 130Вт ЗОМГц | 


| 
2$С5047 $1-М 16008 25А 250Вт 
| 





































| 25С5244А $1-М 16008 3З0А 200Вт 
| 2565296 $1-№+0 15008 ЗА 60Вт 


2565297 $1-М 15008 8А 60Вт 
2565299 $1-М 15008 10А 70Вт 0,2мкс 








256535 $1-М 20В 20мА 0,1Вт 
256536 $1-М 40В 0,1А 180МГц 
2$С620 $1-М 508 0,2А 0,25Вт 













[25058 __ [З:мзовзюмаолавтюмги | 

[ст [ым зов вами | 
256712 $1-М ЗОВ 0,5А 150МГц 

| 25717 $!-М ЗОВ 50мА 0,2Вт 600МГц | 


| 250732 $1-М 508 0,15А 0,4Вт 150МГц | 
256735 $1-М 35В 0,4А 0,3Вт | 
































































































ю 
[72 
в 
о 
© 
> 














































2$С756 $1-М 40В 4А 10Вт 65МГц 
$1-М ЗОВ 0,05А 0,25Вт 
$1-М 1608 30мА 0,2Вт 150МГц 
$1-М 15В 0,03А 300МГц 
$1-М 60В 0,2А 0,ЗВт 220МГц 
$1-М 50В 50мА 0,3Вт 200МГц 
Г25бншт_—_ молва лв чет 
[еб [вонлвов алтоовтеии 
$1-М 50В 1,5А 1Вт 150МГц 
| 2$01064 $1-М 6б0В 12А 80Вт 
Говотизк—— [молвыозювелоь | 


Описание 
250784 $1-№ 408 0,02А 500МГц 
$1-№ ЗОВ 30мА 0,4Вт 230МГЦ 
ЗН 1508 7А 8ОВт 45МГц 
= 
ЗН 10008 1А 22Вт 
$1-№ 508 0,1А 250МС 
$1-М 208 0,7А 0,25Вт 250МГц 
[2501033 | 91-2008 2А20Вт10М | 
| 2501048 ЗЕМ 208 0,7А 0,25Вт 250МГц 
$1-М 40В 2А 0,75Вт 100МГц 
| 2501065 $1-№ в0В 15А 90Вт 
ЖИ Е 
звона ножиывимы | 
| 






| 250752 $1-М 15В 100мА 0,1Вт 
2560815 $1-М 60В 0,2А 0,25Вт 200МГц 
$1-М 50В 0,03А 250МГц 
$1-М 4008 ЛА 23Вт 8МГЦ а 
$1-М З0В 0,0ЗА 100МГц 
$1-М 35В 20мА 0,2Вт 120МГц 
М-ОАВЕ 408 О0,3А 0,4Вт 
51-№ 2508 4А 8ОВт В>250 
$1-М 1208 25А 100Вт 
$1-М 60В 12А 40Вт 10МГц 
волов [оне ов в зовт в>део | 
[вчав — [нывнлю | 
| 2501138 $1-№ 200В 2А ЗОВт | 
| 2501140 №-ОАВЕ 30В 1,5А 0,ЭВт 


| 2591145 $1-№ 60В 5А 0,9Вт 120МГЦц 
| 2501148 $1-№ 1408 10А 100Вт 20МГц 


2501153 $1-М 80В 1,5А 0,9Вт 
| 2501163А $1-М 3008 7А 40Вт 
| | 



















М-ОАВЕ+0 1508 1,5А 10Вт 
$1-№+0 15008 5А 70Вт 
$1-М 1008 10А 80Вт 10МГц 
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Тип прибора `Описане | Гилприбора > е- ‚ОПиСаНИв ее _] 
2501189 ВЕКУ 2А 5Вт 100МГЦ | [2501384 31-408 2А 0,75Вт 100МГц 
[2591192 №ПАВЕ+О 708 10А 40ВтВ=5000 | [2301391 51-№ 15008 5А 8ОВТ 
2501196 №ОАВЕ+О 1108 8А 40Вт В=400 | 2501392 М-РАВЕ+О 608 5А З0Вт В=800_ | 
2501198 №-ПАВЕ 30В 1А 1Вт 150МГЦц 2501397 51-0 15008 3,5А 50Вт 
[2501207 ЭМ 60В 2А 1Вт | [2501398 $1-№+0 15008 5А 50Вт 
2501210 №РАВУ +0 1508 10А 80Вт В=500 2501399 51-0 15008 6А 80Вт 
2501213 З1-№ 608 20 50Вт | [2501403 З1-№ 15008 А 120Вт 
2501225 | 2501404 $1-№+0 3008 7А 25Вт {мкс 
2501238 З1-М 1208 12А 8ОВт 20МГц | 
2501244 ЭН№+0 2500/9008 1А 50Вт | 2501406 $1-№ 60В ЗА 25Вт 0,8мкс 
2501246 З1-№ ЗОВ 2А 0,758т | (2501407 З1-№ 100В 5А ЗОВт 12МГц 
2501247 З1-М ЗОВ 2,5А 1Вт | |2591408 $1-№ 80В 4А ЗОВт 8МГц 
2501254 Э1-М 130В ЗА ЗОВт 2501409 М-ОАВЕ+О 6008 6А 25Вт 1мкс 
2501255 ЭЕ-М 1308 4А З5Вт ЗОМГц | 2501411 51-№ 100В 7А ЗОВт 10МГц 
2501263А З1-№ 4008 0,75А 35Вт ЗОМГц 2501413 М-ОАВИ +0 60В ЗА 20Вт 0,О1мкс 
2501264 З1-М 2008 2А ЗОВт [2501415 М-РАВЕ+О 1008 7А ЗОВТ 0,8мкс 
2501265 ЗНМ 60В 4А ЗОВт 25кГц | 2501426 ЗЕМ 15008 3,5А 
2501266 ЗЕМ 60В ЗА 35Вт 2501427 $|-№+ 15008 5А 80Вт 
[2501267 Э1-М 60В 4А 40Вт 20МГц | 2801428 51-0 15008 6А 80Вт 
2501270 ЭН-М 1308 5А 2Вт ЗОМГц | 2501432 $1-М 15008 6А 80Вт 
2501271 ЗЕМ 1308 7А 40Вт ЗОМГЦ [ 2501439 Э-№+0 15008 ЗА 50Вт 
2501272 З1-М 2008 1А 40Вт 25МГц | 2501441 $1-№+0 15008 4А 80Вт 
2501273 ЗЕМ 80В ЗА 40Вт 50МГЦ 2501446 М-ОАВЕ+ 5008 6А 40Вт В>500 
2501274 З1-№ 150В 5А 40Вт 40МГц | 2501453 $1-№ 15008 ЗА 50Вт 
2501276 №М-ОАВЕ 608 4А 40Вт | 2801457 М-РАВЕ+О 1408 6А 6ОВт 
2501286 М-ОАВЕ +0 608 1А 8Вт В=1000 [2591458 З1-№ 208 0,7А 1Вт 
= ЗЕМ 1208 7А 70Вт [2501468 З1-№ 308 1А 0,4Вт 150 
2501289 ЗЕМ 120В ЗА 80Вт 2501491 М-ОАВЕ+О 708 2А 10Вт В>2000 
З1-М 1208 1А 0,9Вт 100МГц | 2501496 $1-№ 15008 5А 50Вт 
2501293 ЗЕМ 1208 1А 1Вт 100МГЦц [2501497-02 _ | $-№ 15008 6А 50Вт 
2501297 М-ОАВЕ+О 1508 25А 100Вт | 2501504 51-308 0,5А 0,3Вт З00МГЦ 
2501302 ЗЕМ 258 0,5А 0,6Вт 200МГц 2501506 З1-№ 60В ЗА 10Вт 90МГЦц 
2501306 $1-№ 308 О,7А 150мВт 250МГц | | 2$01508 | РАВ 308 1,5А 10Вт В>400 | 
[2501308 | М-РАВЕ+ 1508 8А 408т_ | |250159_ | №РАВЕ+О 808 2А10ВтО4ыке 
2501314 М-РАВЕ+О 6008 15А 150Вт М-РАВЕ+О 50В 1,5А 28т В>2000 | 
2501330 ое" | 2501525 М-РАВИ +0 1008 ЗОА 150Вт 
2501347 ЗЕ-М 60В ЗА 1Вт 150МГц | 2501526 $1-№ 1308 1А 1Вт 200МГц 
2501348 З1-№ 608 4А 10Вт 150МГц | 2501541 $1-М 15008 ЗА 50Вт 
2591350А З1-М 600В 0,5А 1Вт 55МГц [250155 [5-м вов ЗА 25" 
2501376К М-ОАВИ+О 1208 1,5А 40Вт 2501554 [ $1-№-0 15008 3,5А 40Вт1ме _ |] 
2501378 З1-М 80В 0,7А 10Вт 120МГц еее 
| 2501379 М-ОАВЕ 40В 2А 10Вт 150МГц [2551556 ____| 9-№0 15008 вА 50Вт1ме | 


2501380 $1-М 40В 2А 10Вт 100МГц 
| 
2$01382 $1-М 1208 1А 10Вт 100МГц | 





| 2501563А $1-М 160В 1,5А 10Вт 80МГц 
2$01565 М-ОАВЕ+О 1008 5А З0Вт | 
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Описание 












| М-ОАВЕ+О 1508 1,5А 1Вт 


| 2501589 М-РАВЕ+О 1008 5А 20Вт 


































































| 


| Тип прибора Описание | 
| 2501785 М-РАБЕ+О 1208 6А ЗОВт 100МГц 

| 2501791 М№М-РАВЕ 1008 7А З0Вт 50МГц 
и — №-ОАВЕ+О 60В 4А 25Вт 



































































2501669 $1-М 60В 12А 30Вт 
2501677 $1-М 15008 5А 100Вт 0,5мкс | 
. | 











25016688. $1-М 60В 7А З0Вт 


2$01680 $1-М 330/200В 7А 70Вт 
2501681 $1-М 208 1,2А 10Вт 150МГц 


2501683 51-М 60В 4А 10Вт 150МГЦ 
2501684 З1-М 1208 1,2А 10Вт 150МГц 
$1-М 130/808 15А 80Вт 20МГц 
$1-М 130/808 20А 100Вт 
$1-М 1500/8008 5А 100Вт 
$1-М 1208 4А 20Вт 180МГц 
$1-№+0 1500/7008 3,5А 60Вт 





































2501729 


Номеров [2501802 $1-№ 60В ЗА 15Вт 150МГЦ 

| 2501595 №ОАВЕ+О 60 5А 208т В=6000 __ 2501806 $-№+0 40В 2А 15Вт 150МГЦ 

| 2501609 __ |5-м1ввомА [| [2801809 №-ОАВЕ 60В 1А 0,ЭВт В>2000 
[290160 | 5-М200В олАаЗетАчоми — | [2501812 [зьмчввалот | 
[280164 ЭНМ 60В ЗА 0,5Вт 150МГЦц | |2$01815 | 91-М 120В ЗА 20Вт 180МГц 

| 2801632 №-РАВЕ+О 15008 4А 80Вт [2561817 31-0 808 ЗА 15Вт В>2000 
ое №М-ОАВЕ+О 50В 2А 25Вт | 2501825 №-РАВИ+О 708 4А 20Вт 

2501649 №0 1500/8008 2,5А 5ОВт [2501827 №-РАВЕ+О 708 10А ЗОВт 20МГц 
[501650 ЗЕ№+0 1500/8008 3,5А 50Вт 2501830 №-РАВЕ+О 1108 ЗА ЗОВт В=4000 
2501651 Э-№+ 1500/8008 5А 6ОВт | 2501835 Э1-№ 60В 2А 150МГц 60/580 
2501652 Э-№0 15008 6А 60Вт ЗМГц | 2501843 №-РАВЕ+О 608 1А 1Вт В>2000 
2501656 ЗЕМ 15008 6А 50Вт ЗМГц [2501847 $1-№+0 1500/7008 5А 1008т 
2501663 Э1-№ 15008 5А 80Вт 0,5мкс | 2501849 $1-№+0 1500/7008 7А 1208т 
2501664 Э1-М 40В 1А 0,5Вт 150МГЦц | 2501853 М-ОАВЕ+О 808 1.5А 0.7Вт 

2501666 ЭЕМ 60В ЗА 208т №М-РАВЕ+О 60В 5А 25Вт 

2501667 ЗЕМ 608 5А 25Вт ЗОМГц | 2501857 ЗЕЕ 1208 1,5А 1Вт 80МГЦ 

















| 2501858 НМ 40В 1А 1Вт 150МГц 

| 

| 2501859 $1-№ 808 0,7А 1Вт 120МГц 
| 2501862 $1-М 40В 2А 1Вт 100МГц 

| 


2$01863 $1-М 1208 1А 1Вт 100МГц 




























| 2501864 $1-М 60В ЗА 1Вт Э0МГц 
| 2501877 $1-№+0 1500/8008 4А 50Вт 
| 2501878 УН№+-0 15008 5А 6ОВт 0, Змкс 





$1-№+0 15008 8А 70Вт 
$1-М№+0 15008 10А 70Вт 
$-М 1500/8008 10А 70Вт 
$1-М 1608 7А 70Вт 20мМГц 
2501895 М-ОАБЕ 1608 ЗА 100Вт 20МГц 





| 2501880 
| 2501881 
| 2501887 
| 2501894 





















































$1-М№+0 1500/7008 5А 100Вт 


$1-№ 1500/7008 6А 100Вт 


2501730 
2501739 












2501740 _____| №ОАВЕ 1508 5А 258т В=5000_ 
| 2501758 $1-М№ 408 2А 10Вт 100МГц 
2501761 - 
2501762 ь 
| 


[2801763^___ ЗЕМ 1208 1,5А 20Вт ВОМГц 
2501764 М-ОАВЕ+О 608 2А 20Вт В>100 __| 


2501765 М-ОАВЕ+О 1008 2А 20Вт В>1000 
М-ОАРЕ+О 1208 6А 50Вт 


2501769 


2501776 $1-М 80В 2А 25Вт 40МГц 
2501783 М-РАВЕ+О 60В 5А З0Вт В=2000 



















$1-М 80В ЗА 35Вт | 
$1-№ 60В ЗА 25Вт 70МГц 








2501913 $1-М№ 60В ЗА 20Вт 100МГц 


[2501929 _ | №ОАВЕ+О 608 2А1.28т 
| 2501930 №-ОАВЕ 1008 2А 1,28тВ=500 — | 
| 





2501959 
| 2501978 
| 250198 $1-№ 3008 1А 25Вт 45МГц | 


| 

рр заем 
[2501992 $1-№ 30В 0,5А 0,6Вт 200МГц 
{250196 __ |$1-М№258 0,5А О,6Вт 200МГц = 








$1-М 14008 10А 50Вт 
М-РАВЕ+О 1208 1,5А 0,9Вт 
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Тип прибора 
| 250200 
2502006 
2502007 
2502010 


Описание 
$1-М 15008 2,5А 10Вт 
$1-М 808 0,7А 1,2Вт 120МГц 
$1-М 40В 2А 1,2Вт 100МГц 
М-ОАВЕ 608 2А 1,2Вт В>1000 


| 


2502012 $1-М№ 60В ЗА 25Вт ЗМГц 
2502018 М-ОРАВЕ+0 60В 1А 5Вт В>6500 
ЗЕМ 1508 ЭА 100Вт 20МГЦ 
2502061 ЗЕМ 80В ЗА ЗОВт 8МГц 
2502066 ЗЕМ 160В 12А 120Вт 


2502088 
2502125 
250213 
2502136 
2$02137А 
2502141 
2502144 


М-ОАКЕ+О 608 2А 0,9Вт В>2000 
$1-№+0 15008 5А 50Вт 0,2мкс 
$1-М 1108 10А 100Вт 

$1-М 60В ЗА 1,5Вт ЗОМГц 

$1-М 80В ЗА 15Вт ЗОМГц 
М-РАБТ+О 380В 6А 3З5Вт В>150 
$1-М 258 0,5А В>560 

















2502151 $1-М 130/80В 10А ЗОВт 20МГц 
2502159 $1-М ЗОВ 2А 1Вт 110МГц 

2502250 М-ОАВЕ 1608 7А 90Вт В>5000 | 
2502253 $1-№+0 17008 6А 50Вт 

2$02255 М-РАВЕ 1608 7А 70Вт 20МГц 
2502276 М-ОАВЕ 1608 ЗА 120Вт В>5000 
2502331 М-РАВЕ+О 15008 ЗА 


1-№ 60В ЗА 258т 
$1-№ 1308 6А 50Вт 

1-№ 80В ЗА 25Вт В>500 
М-РАБЕ 1408 7А 7ОВт В>5000 
М-РАВЕ 1608 10А 100Вт В>5000 
№-РАВЕ 1608 10А 100Вт 55МГц | 
$1 60В ЗА З0Вт 

$1-М 50В ЗА 25Вт 

М-ОАВЕ+О 80В 4А З0Вт В=1000 
№-АВЕ+О 1608 8А 7ОВт В>5000 | 
№-РАВЕ 1108 6А 6ОВт 6ОМГц 
$1-№ 15008 6А 50Вт 

$1-№+0 15008 6А 50Вт 

$1-№ 2008 10А 100Вт 8МГц 
$1-№ 60В ЗА ЗОВт МГц 

$1-М 35В 1,5А 10Вт 8МГЦ 

$1-М 15008 5А 22Вт 

${-М 15008 5А 22Вт 

$1-№ 40В 2А 10Вт НЧ 

$1-№ 60В 1,5А 1ОВт 7ОМГц 
ЗМ 1308 1,5А 20Вт 60МГц 
$1-№ 130В 1,5А 20Вт 6ОМГЦ 


250234 

2502340 
2$02375 
2502386 
2502389 
2502390 
2502394 
2502395 
2502399 
2502438 
2502493 
2502498 








ю 
[721 
[® 
<> 
[2 
[= 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





Описание 
$1-М 200В ЗА 25Вт 8МГц 
$1-М 258 ЛА 0,9Вт 
$1-М 2008 2А 20Вт 10МГц 
$1-М 120/808 0,8А 10Вт 
$1-М 120/1008В 0,8А 10Вт 
$1-М 160В 15А 150Вт 
$1-М 1008 0,7А 0,9Вт 100МГЦц 
$1-М 258 0,7А 0,5Вт 280МГц 
$1-М 25В ЛА 0,9Вт 280МГц 
$1-М ЗОВ 1А 0,8 Вт 
$1-М 708 4А 40Вт 7МГц 
$1-М 2008 2А З0Вт 
$1-М№ 25В 1,5А 0,5Вт 
М-ОАВЬ 30В 1,5А 15Вт В>4000 
$1-М 220В 15А 150Вт 4МГц 
$1-М 70В 7А 40Вт 10МГЦ 
$1-М 400В 15А 200Вт 7МГц 
$1-М 1208 15А 120Вт 8МГц 
М-РАБЕ 1008 5А ЗОВт 
$1-М 60В 700мА 1Вт 110МГц 
$1-М ЗОВ ЛА 0,75Вт 200МГц 
$1-М ЗОВ 0,7А 170МГц 
З|-М 1208 1А 8Вт 
$1-М 60В 0,5А 0,2Вт 200МГц 
$1-М 25В 2А 10Вт 100МГц 
$1-М 1008 6А 40Вт 15МГц 
№М-ОАБЬ 1208 8А 100Вт 
$1-№ 60В 0,1А 0,4Вт 150МГц 
$1-М З5В О,1А 0,4Вт 200МГц 
$1-М 2508 0,1А 0,6Вт 50МГц 
$1-М 1208 0,05А 140МГц 
$1-М 120В 1А 140МГц 
$1-М 1608 1,5А 1Вт 140МГц 
$1-М 1608 12А 125Вт 8МГц 
$1-М№ 1008 4А 30Вт 8МГц 
$1-М 708 10А 80ВТт 0,3мкс 
$1-М 1208 8А 80Вт 12МГц 
$1-М 15008 6А 50Вт 
$1-М 1008 4А 40Вт 10МГц 
$1-М 1708 7А 80Вт 7МГц 
$1-М 1508 8А 80Вт 15МГЦ 
$1-М 25В 0,7А 0,6Вт 250МГц 
$1-М 60В ЗА 25Вт 25кГц 


Тип прибора 
| 250386 
| 255400 
| 250401 
| 250414 
250415 
250424 
250438 
250467 
| 250468 
| 250471 
| 250476 
| 250478 
| 250545 
| 250549 
250552 
250553 
| 250555 


| 
| 





| 250560 
| 250571 
[250592 
| 250596 
250600К 
| 250602А 
250612 
| 250613 
(250617 
| 250637 
| 250661 
| 230662 
| 250666 
| 250667 
250669А 
250676 


| 250717 
| 250718 
250725 
250726 
250731 
250732 


ю ю 
Ф Ф 
о о 
я з 
® 5 
© ю 


2$0762 


| 


| 


























$1-М 120В ЛА 0,9Вт 
М-ОАВЕ+О 1208 6А 40Вт В>1000 


Им | № 
[92 9 
ОО 
|= 
о|х 
|1 | 
| 
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[ЕМобоваА вет лом | 
Гемтовзовтемы _ | 
[емчовая отм — | 
[ооо _— [ветвваазоы вм | 
[обе [амевеАовюит — | 
Гозовьо [ивы | 
250882 $1-М ЗОВ ЗА 10Вт | 
[мовы | 
ГАА аоов вл 066570 | 
ГАС АВ ВОми | 
Гемооввальтвом | 
ГАЕБАЯИ-О 1206 8А08т851555 | 















250773 
250774 
2$0781 
250786 
250787 
2$0788 
250789 
250794 
250795 







































юм юм] 
оф] 
ооо 0|9 
© © Ф| © |© 
ом ь | ь 
м |] 514 |< 









| 250966 
| 250968 А 


ю 
Ф 
о 
Ф 
Е 
о 


2$0972 




















| Тип прибора 
250982 
2$0986 
250998 
25.103 
25.109 









Описание 
М-ОАБЬ 150/80В 1,5А 1О0Вт 
№М-ОАБЬ 1008 1,5А 10Вт В=7000 
Р-ЕЕТ 508 2,6мА Ур<2В 
Р-ЕЕТ ОЦАЕ 30В 
25.113 Р-ЕЕТ 1008 10А 100Вт 
25117 Р-ЕЕТ 4008 2А 40Вт 35нс 


[25.177 ___ | Р-ЕЕТ 60В 20А 75Вт 


| 25.182 Р-РЕТ 60В ЗА 20Вт 
| 25.200 Р-ЕЕТ 1808 10А 120Вт 
25.201 Р-ЕЕТ 2008 12А 150Вт 
25.306 Р-ЕЕТ 2508 ЗА 25Вт 


[вивх — [ретввчыы — | 
Р-ЕЕТ 2508 6А З5Вт 

Р-ЕЕТ 258 ЗОМА 0,6Вт Ир<2В 
вт [Реетевзылв | 
Балу — [Рееевавазы — | 
вл — [ретввовиы — | 
[рекото— [нретвивалюь — | 

















































































[коз — [метал овте | 
[оков _— [Аетиовтчиы — | 
Говно [АРЕТовонАзы | 
Говно [АЕЕТвовооылозы | 
Гоэковт _— [МРЕТвоов 7Аов6тЗв0е 






Говкной _ неЕтвоовлол вот | 
акти [меЕтаввы | 
Гокгит_— [меЕтвиь вы | 
актив [меетеоввлат | 
Гоэкито [мертвое | 
Гоактов — [мееттовалз | 
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© 





Тип прибора 
25К1217 М-РЕТ 9008 8А 100Вт | 


25К1221 М-ЕЕТ 2508 10А 80Вт 
25К125 М-ЕЕТ 258 0,1А 0,ЗВт 
25К1257 М-ЕЕТ 608 40А 45Вт 
2$К1271 М-РЕТ 14008 5А 240Вт 
2$К1275 М-РЕТ 9008 2А 3З0Вт 


Гокаав — уе о | 
25К1317 М-ЕЕТ 15008 2,5А 100Вт 

2$К1341 
2$К1342 
2$К1345 
2$К1350 











М-ЕЕТ 2008 15А 45Вт 
2$К1378 М-РЕТ 400В 10А 125Вт 
М-ЕЕТ 9008 5А 125Вт 





25К1507 
25К152 

2$К1529 
2$К1530 
2$К1531 
2$К1537 
2$К1544 
2$К161 

2$К1612 





2$5К1643 


М-РЕТ 9008 6А 100Вт | 
писах | 
М-РЕТ 9008 8А 100Вт | 








Описание 
М№-РЕТ 608 45А 45Вт 
М-РЕТ З0В 20мА 0,2Вт 
М-РЕТ 40В 20мА 0,4Вт 
М-РЕТ 6008 12А 150Вт 
М-РЕТ 5008 2,5А 40Вт 
М-РЕТ 50В 0,6мА Цр<1,5В 
М-ЕЕТ 2508 10А 50Вт 
М-РЕТ 18В 19$$>3мА Ур<ЗВ 
М-ЕЕТ 6008 6А 1,75Вт 
М-РЕТ-ОС 15В СВЧ 
М-ЕЕТ 6008 12А 125Вт 
М-РЕТ 6008 16А 100Вт 


Тип прибора 
2$К1653 
2$К168 
25К170 
2$К1723 
25К1833 
25К184 
2$К1917М 
25К192 
25К1924 
2$К193 
2$К1940 
2$К1941 











, 


М-ЕЕТ 9008 5А 80Вт 
М-РЕТ 6008 2А 25Вт 
М-ЕЕТ 8008 5А 125Вт 
М-РЕТ 9008 5А 150Вт 
М-ЕЕТ 6008 2А 2Вт 
М№-ЕЕТ 8008 4А 40Вт 
М№-ЕЕТ 8008 ЭА 150Вт 
М-РЕТ 9008 5А 70Вт 
М№-ЕЕТ 208 0,6мА 0,2Вт 
М-ЕЕТ 2008 13ЗА 70Вт 
М-РЕТ 2008 20А 75Вт 
М-РЕТ 1608 0,5А ЗОВт 
М-РЕТ 600В 6А 35Вт 
М-РЕТ 2008 0,5А ЗОВт 
М-РЕТ 2008 ЭА 25Вт 
М-РЕТ 808 1,2мА 0,4Вт 
М-РЕТ 7008 6А 50Вт 
М-РЕТ 6008 6А 45Вт 
М-РЕТ 408 2,6мА Цр<1,5В 
М-ЕЕТ 20В ЕМ/УКВ 
М-РЕТ 508 1,2мА Ур<6В 
М-РЕТ 9008 6А 100Вт 
М№-ЕЕТ 6008 6А 40Вт 
М-РЕТ 6008 ЭА 80Вт 
М-РЕТ 8008 5А 45Вт 
М-РЕТ 8008 2,5А ЗОВт 
М-РЕТ 55В 20мА 0,25Вт 
М-РЕТ З0В 0,6мА Цр<4В 
М-РЕТ 308 0,6мА Цр<4В 
М-РЕТ 508 6,5мА 

М-РЕТ 208 2,5мА 0,2Вт 
М-РЕТ 4508 5А 50Вт 
М-ЕЕТ 208 20МА 0,158 


25К1943 
2$К1953 
25К2038 
25К2039 
2$К2043 
2$К2056 
2$К2078 
25К2083 
25К212 
2$К2134 
25К2136 
2$К214 
2$К2141 
25К216 
25К2161 
25К223 
25К2333 
2$К2352 
2$К240 
25К241 
25К246 
25К2485 
2$К2545 
25К2561 
2$К2605 
25К26321$ 
25Кз01 
| 25К303 

| 25К304 

| 25КЗОАТМ 
| 25315 
[2$кз20 
25Кзз 





| 
| 


— 








Й 
| 
| 
й 
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25Кз67 

















[прибора { сие | 
[5кы — [меетвилые | 
вк [ниЕтввлоовт | 


| 
2$К790 М-РЕТ 5008 15А 150Вт 
| 25К791 М-ЕЕТ 8508 ЗА 100Вт 















2$К792 М-ЕЕТ 9008 ЗА 100Вт 
2$К793 М-ЕЕТ 8508 5А 150Вт 
2$К794 М-РЕТ 9008 5А 150Вт 


М-РЕТ 8008 ЗА 90Вт 
М-РЕТ 6008 ЗА 50Вт 
М-РЕТ 608 26А 35Вт 


2$К796 
| 25К806 
| 25К817 































































№ЕЕТ 25В 10МА 0,1Вт Ир<2В 
|25к851 ____ | №ЕЕТ 2008 ЗОА 150Вт 
|25к856 | №ЕЕТ 608 45А 125Вт 
| 25кв72 №-ЕЕТ 9008 6А 150Вт 




































2$К875 
М-РЕТ 2008 10А 75Вт 


25$К890 
25К891 М-ЕЕТ 1008 18А 125Вт 


| 25К899 М-ЕЕТ 5008 18А 125Вт 


М-ЕЕТ 2508 30А 150Вт 



























































М-РЕТ 8008 ЗА 40Вт 4Е 
М№-РЕТ 8008 ЗА 80Вт 
М-РЕТ 608 0,8А 0,9Вт 


2$К943 №-ЕЕТ 608 25А 40Вт 
| 25К951 №-ЕЕТ 8008 2,5А 40Вт 


М-ЕЕТ 8008 0,5мА 
М-ЕЕТ 8008 5А 125Вт 
| 25К956 М-ЕЕТ 8008 ЭА 150Вт 


































































Гаво Гикеткечанлов" — | 

ИЕ ТЕТЕ 

25К357 М-РЕТ 1508 5А 40Вт 

ав линии — 
М-ЕЕТ 40В 5мА Ир<1,2В | 
ГАЕЕТ 1008 0.6мА________ | 
[А-ЕЕТ 408 5мА /р128 | 

25КзЗ74 М-ЕЕТ 558 1мА Ир<5В 

М-ЕЕТ 508 0,ЗмА 0,3Вт 

[вкие_— нета — | 

2х№-РЕТ 508 

25К40 М-ЕЕТ 508 6,5мА 

2$К400 М-ЕЕТ 2008 ЗА 100Вт 

2$К404 М-ЕЕТ 208 1,2мА 0,2Вт 

23415 | №ЕЕТ 8008 ЗА 10087_______ 

25423 М-ЕЕТ 1008 0,5А 0,ЭВт 25нс 

25К427 М-РЕТ 158 2,5мА Ир<1,5В 

М-ЕЕТ 208 ЗОМА 0,ЗВт 

| 25511 М-ЕЕТ 2508 0,ЗА 8Вт 

25К513 М-РЕТ 8008 ЗА 60Вт 50/120нс 

2$К537 М-ЕЕТ 9008 1А 60Вт 

25К5з8 М-ЕЕТ 9008 ЗА 100Вт 

25544 М-ЕЕТ 208 30мА 0,3Вт 

2$К55 М-ЕЕТ 18В 14мА СВЧ 

М-ЕЕТ 5008 7А 60Вт 

[вю фены 

28611 ГАЕЕТ 1008 4А 1087 

М-ЕЕТ 1008 2А 20Вт | 

2368 ГАЕЕТ 508 0,5мА урч1.58 

ЕН ГЕТЕ ИИ 

[азия —Тытетьвал" — | 

25К70з М-ЕЕТ 1008 5А 35Вт | 













2$К719 М-РЕТ 9008 5А 120Вт 
2$К725 М-РЕТ 5008 15А 125Вт 




















| 25К962 М-ЕЕТ 9008 0,5мА Цр>2,5В 


р — М№ЕЕТ-ОС 158 ЗЗмА 

Гааз меетоввых — | 
и М-ЕЕТ-ОС 208 25мА 0,28т 

[АС121 СЕ-Р 208 0,ЗА 0,ЭВт 

СЕ-Р 30В 0,2А 0,225Вт 

[Ас125 ___ | СЕ-РЗ2В 0,2А 
[вЕмзавовА 
[ЕР 328 418" 
ера — | 




































| 


| 














2$К727 М-РЕТ 9008 5А 125Вт 





СЕ-Р 32В 1А 1Вт 
















2$К7З М-ЕЕТ 2008 0,1А 5Вт 


2$К735 М-РЕТ 4508 10А 100Вт | 






СЕ-Р З0В 1А 0,75Вт 
СЕ-Р 328 0,2А 0,5Вт 












| АС132 
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Описание 


АС138 СЕ-Р 328 1,2А 0,22Вт 1,5МГц 
| СЕ-М 328 1,2А 1Вт 


СЕ-Р 328 0,2А 0,9Вт 
СЕ-Р 32В 2А 1Вт 
СЕ-Р 328 2А 1Вт 




















= 


[ Тип прибора | _____ Опа | 
| 

| ВС107С $1-№ 508 0,2А 0,ЗВт 250МГц 
| вС109В $1-№ 30В 0,2А 0,ЗВт З00МГц 





ВС109С $1-М ЗОВ 0,2А 0,3Вт 150МГц 
ВС117 $1-М 1208 50мА 0,3Вт >60МГц 


















СЕ-М 32В 4А 1Вт 
СЕ-Р 328 1,5А 0,3Вт 1МГц 
СЕ-М 25В 1А 1Вт 


| 
| АС187/188К СЕ МР сборка | 
АС187К СЕ-М 25В 1А 1Вт 
АС188 СЕ-Р 25В 1А 1Вт 










































| Вс119 $1-№ 60В 1А 0,8Вт 1ОМГц 

| ВС135 $1-М 45В 0,2Вт >200МГЦц 

| ВС136 $1-№ 60В 0,5А 0,3Вт >60МГц 
вС139 $1-Р 408 0,5А 0,7Вт 








ВС141-10 $1-М 1008 1А 0,75Вт 50МГц 
ВС141-16 $1-М 1008 ЛА 0,75Вт 50МГц 


$1-М 80В 1А 0,8Вт 
$1-Р 60В А 0,7Вт 





| 















АО136 СЕ-Р 40В 10А 11Вт 





$1-М№ 208 50мА 50мВт 150МГц 
$1-Р 60В ЛА 0,75Вт 50МГц 
$1-Р 508 0,1А О,ЗВт 130МГц 











| АС188К СЕ-Р 258 1А 1Вт | 
АО133 СЕ-Р 508 15А з6Вт | 


АО149 СЕ-Р 50В 3,5А 27Вт 
АБ161 СЕ-М 328 1А 6Вт 


Глбниле_ [бЕМРЗ2ВчАвтера — | 
[лов — черви | 














| 40139 СЕ-Р 328 3,5А 13Вт 
АО148 СЕ-Р 328 3,5А 13,5Вт 
| 

| 







АЕ106 СЕ-Р 25В 10мА 220МГц СВЧ 
АР1О9В СЕ-Р 20В 12мА 260МГц СВЧ 
АР118 СЕ-Р 70В 30мА 375мВт 125МГЦц | 


СЕ-Р 25В 10мА 270МГц 



















$1-Р 50В 0,1А 0,ЗВт 130МГц 


| ВС177С $1-Р. 50В 0,1А 0,3ЗВт 130МГц 
"всё [вн 2оволлозевт вом _— | 


$1-Р. 85В 1А 6Вт 75МГц 


| ВСЗ13 $1-Р 60В 1А 4Вт 50МГц 





$-М№ 1008 5А 0,8Вт 100МГц 

$1-Р 508 0,8А 625мВт 100МГц 
$1-Р 508 0,8А 625мВт 100МГц 
$1-Р 508 0,8А 625мВт 100МГц 














СЕ-Р 32В 10мА 75МГЦц 
СЕ-Р 32В 10мА 75МГц 
СЕ-Р 208 10мА 550МГц 

















$1-Р 25В 50мА 0,31Вт 50МГц 


| ВС337-16 $1-М 508 0,8А 625мВт 150МГЦц 


| ВСЗ37-25 $1-М 50В 0,8А 625мВт 150МГц 


























СЕ-Р 25В 10мА 0,145 Вт 
СЕ-Р 25В 10мА 0,145 Вт 


ГАеео _  [ЕФ1В 1омд бомвт7вомги 
ГАеоь — [СЕРВ лмАо" | 
[Ае6 _  |СЕР268 1бмА вомвтомы | 
АРЗ67 СЕ-Р 153В 10мА 800МГц | 
АРЗ79 СЕ-Р 1250МГц 


| | 
| АЕ102 СЕ-Р 1308 6А ЗОВт | 





















ме [Ераввлиы | 
лайв бЕРВаАЫы | 


ВС107В З1-М 50В 0,2А 0,ЗВт 250МГц 











ВС337-40 
| ВС368 
| ВС369 


$1-М 50В 0,8А 0,625Вт 150МГц 








$1-М 20В 1А 0,8Вт 100МГц 


|вс369 ___ | 51-2208 1А0,8Вт 
|всз76 ___ |5-Р2581А0,625Вт 150МГц 
Всз9з ЭЕР 180В 10мА 40мВт 


51-№ 1008 0, ЗА 0,625Вт 

НЕ ТЕ ЕТ 
[вс461___  |5-Р7582А1Вт 
86485 | 


| ВС485 З1-№ 458 1А 0,625Вт 200МГц 




















ВС487В $1-№ 60В 1А 0,625Вт 200МГц 
| ВС488 $1-Р. 60В 0,1А 625мВт >135МГЦ 
ВС489 $1-№ 80В 1А 0,625Вт 200МГЦц 

ВС490 $1-Р 80В 1А 0,625Вт 200МГц 














198 Краткие справочные данные по зарубежным транзисторам 


Тил прибора 


| ВС516 








51-М№ 808 0,2А 0,5Вт 
$1-М 80В 0,1А 0,5Вт 
$1-М 50В 0,2А 0,5Вт 








НМ 508 0,2А 0,5Вт 300МГц 
$1-М 508 0,2А 0,5Вт 





ВС5508 
ВС550С 





ВС557В $1-Р 508 0,2А 0,5Вт 
| ВС557С ЭН|-Р 508 0,2А 0,5Вт | 


Гвсвзю_—  [мввтловыими — | 
Гвсиле — [земзвовлоны | 


Описание 
М-ОАРЕ. 1008 ЛА 0,8Вт 
Р-ОАВ\. 1008 1А 0,8 Вт 
й 











$1-М 208 1А 1,5Вт 6ОМГц 
М-ОАРЫ. 408 0,5А 0,25Вт В>100 
ЗЕР 508 0,5А 100МГЦ 


| ВСХ17В. $1-Р 508 0,5А 100МГц 
| ВСХ19 $1-М 508 0,5А 300мВт 200МГЦц 
всхз8В №-БАВЕ 808 0,8А 1Вт В>4000 


$1-Р 1008 1А 50МГц 

$1-М 1008 1А 130МГц 

| $-№ 458 0,2А 1Вт 250МГц 
ЗЕР 458 0,2А 0,35Вт 

$1-Р ЗОВ 0,2А 0,35Вт 

ЗНР 458 0,2А 1Вт 180МГц 





























| 80129 ЗНМ 4008 0,5А 17,5Вт 
З1-М 70В ЗА 15Вт >60МГц | 


[80139 _ | 5-№8081.5А 12,5Вт 50МГц 





В0139-16 $1-М 80В 1,5А 12,5Вт 50МГц 


80140 $1-Р 808 1,5А 12,5Вт 50МГц 
80140-16 ЗН|-Р 808 1,5А 12,5Вт 50МГц 


$1-М 1408 ЗА 117Вт 











р 
| ВС817-25 $1-М 508 0,5А 0,25Вт | 
ВС817-40 $1-М№ 508 0,5А 0,25Вт | 
З!-Р 50В 0,8А 0,8Вт 100МГц 


| ВС846 В $1-М 808 0,1А 0,25Вт 
ВС847А $1-М 50В 0,1А 0,2Вт 


"воть [земзовонлонат | 
Гвсытья — [нзволлоы | 
вето — [эмвовонлоны 
Гвемес — [вемзоволлозт 














ВС856В ЗЕР 658 0,1А 150МГц 

ВС857А ЗЕР 508 01А 150МГЦ 
| вс857в __ | 3-Р45В ОЛА 0,2Вт 
| вс85785 __ |51-Р458 0.1А0.2Вт 














| ВС850С НМ 458 0,1А 0,25Вт 
ВСВ56А $1-Р 658 0,1А 150МГЦ 


8С857С $1-Р 45В 0,1А 0,25Вт 
О а 

вс860В $1-Р 508 0,1А 

вс860С $1-Р 508 0,1А 

ВС868 $1-М 25В 1А 60МГц | 


$1-М 50В 15А 117Вт 
$1-М 3758 0,5А 20Вт 
$1-М 2508 5А 25Вт 

$1-М 80В ЗА З0Вт 

$1-Р 80В ЗА З0Вт >2МГц 
$1-М 85В 15А 117Вт 


























В0201Е 
| В0204Е $!-Р 60/60В ЗА 60Вт >7МГц 


$1-М 1008 1,5А 12,5Вт 


























В0241С 
В02410 
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Тил прибора Описание 


























В0243С $1-М№ 1008 6А 65Вт ЗМГц 

В0243Е $1-М 2008 БА 65Вт ЗМГц 
В0244С З1-Р 1008 6А 65Вт ЗМГЦ 
[802442 $1-Р 2008 6А 65Вт ЗМГц 
| В0250С $1-Р 1008 25А 125Вт ЗМГЦ 

В0277 $1-Р 45В 7А 7ОВт >10МГЦ 

В0302 $1-Р 60В 8А 55Вт >ЗМГЦ 


[80303 [$-№608 8А 55Вт >ЗМГ 
| 80314 ЭЕР 80В 10А 150Вт 


$1-М 1008 16А 200Вт 1МГц 





З1-Р 1008 16А 200Вт 











$1-Р 1008 4А 15Вт 
$1-М 100В ЗА 65Вт >3МГц 





$1-М 1008 1,5А 10Вт >150МГц 
М-ОАРЬ 808 1А ЭВт 200МГц 














$1-Р 32В ЗА 15Вт 

М-ОАРЕЬ 1008 6А 60Вт 
[воз [Ролновелев | 
М-ОАРЕ+О 1208 6 А 60Вт >10МГц 
$1-Р 328 ЗА 15Вт 

$1-М 60В 1,5А 2,5Вт 




















$1-М 60В ЛА 10Вт >250МГц 


$1-М 1408 ЗА З0Вт ЗМГЦ 





$1-М№ 80В 1А 10Вт >250МГц 
$1-М 5008 1А 20Вт 





$1-Р 1408 ЗА З0Вт ЗМГЦц 
$1-М 228 5А 40Вт ЗМГц 





М-ОАРЬ 508 2А 10Вт В>25000 


$1-Р 45В 5А 40Вт ЗМГЦ 





51-М 80В 4А 36Вт ЗМГЦ 
$1-Р 808 4А 36Вт ЗМГЦц 
$1-М 45В 2А 10Вт 160 МГц 








$1-М№ 80В 5А 40Вт >ЗМГц 
$1-Р 1208 5А 40Вт ЗМГЦц 
М-ОАВу-+0 608 4А 50Вт >10МГЦц 














$1-М 80В 8А 50Вт 


| ВОТ61С М-ОАРЕ+О 1208 4А 50Вт >10МГц 





$1-Р 80В 4А 50Вт >ЗМГЦ 


| ВОТ61Е М-ОАВЕ+О 60В 4А 





$1-М 40В 5А 45Вт 
$1-М 1008 8А 70Вт ЗМГЦ 
$1-М 40В 15А 85Вт ЗМГЦ 





Р-ОАВЬ 1208 10А 90Вт В>1000 
М-ОАРЬ 1208 10А 90Вт В>1000 
Р-ОАК. 1208 12А 125Вт В>1000 


| ВОТ62С 

















51-М№ 1008 2А ЗОВт >3МГц | 
$1-Р 1008 2А ЗОВт >3МГц 


| - 
| В0648 Р-ОАВЕ 808 ЗА 62,5Вт 

в0651 М-ОАРЬ 1208 ЗА 62,5Вт 

| 








М-ОАРЬ. 1208 12А 125Вт В>1000 
| ВОТ85А $1-М 1008 15А 125Вт 20МГц 


вот86А $1-Р 1008 15А 125Вт 20МГц 
| ВОТ87 $1-М 1208 15А 125Вт 10МГЦц 
в0т88 $1-Р 1208 12А 117Вт 


$1-М 1008 10А 90Вт 4МГц 




















$1-Р 1008 10А 90Вт 4МГц 
Р-ОАР\+0 1208 20А 125Вт 
М-ОАРЕ+0 1008 20А 125Вт 
М-ОАР!+О 1208 20А 125Вт 
Р-ОАК!-+0 1208 16А 200Вт 7МГц 
































в0652 Р-ОАБЕ. 1208 8А 62,5Вт 
В0679А М-ОАРЬ+0 808 4А 40Вт ВОТ9Э5А 
В0680А Р-ОАВ-+0 808 4А 40Вт | ВОТУбА. 
в0681 М-ОАРЕ+О 1008 4А 40Вт В>75 в0\У64С 
В0682 Р-ОАКЦ+О 1008 4А 40Вт | | ВО\65В 
В0683 М-ОАРЬ 1208 4А 40Вт ВО\У65С 
В0684 Р-ОАВЬ 1208 4А 40Вт | в0\66С 
В0711 $1-М 1008 12А 75Вт | В0\660 
| 80712 З1-Р 1008 12А 75Вт | ВОМ/22С 
| В0722 $1-Р 80В 4А 36Вт >ЗМГЦц ВО\М/23С 
| В0743С $1-М 1108 15А 90Вт >5МГЦ 








Р-ОАКЕ+О 1608 16А 200Вт 
$1-Р 1008 10А 90Вт >3МГц 
М-ОАРЕ+О 1008 6А 50\/ 
М-ОАРЬ 1008 15А 85Вт В>1000 
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в0\/46 Р-ОАВЕ 808 15А 85Вт В>1000 | 









] 















ВЕ115 $1-М 508 30мА 0,15Вт 
$1-М 2208 50мА 0,ЗВт 















Р-ОАВЕ 1008 15А 85Вт В>1000__\ 
ВО\М51С 31-№ 1008 15А 125Вт >3МГц 












ВО\М/830 


ВОМ/84С Р-ОАРУ. 1008 15А 150Вт 








ВоВ 
Вос 
Гвохо _—_  [зерлеовтолвтымы 
вое — [антевииы | 
[вохззс_— [моля | 
Гвохт — [ымвовзлаьтаю | 
"Вох [ромео 




























































в0х63С М№-ОАВЕ 1408 ЗА 9ОВт | 





в0х62С Р-ОАЮЬ 1208 ЗА 90Вт | 


Р-ОАБЬ 1208 12А 117Вт В>1000 


ВОХ54Р Р-ОАРЬ 1608 6А 60Вт В=500 


М-ОАВЕ 1208 12А 117Вт | 
Р-ОАВЬ. 1208 16А 150Вт | 


Р-ОАВЕ. 1208 16А 150Вт 


№-ОАРЬ. 1208 16А 150Вт | 
$1-№ 708 10А 75Вт >0,8МГц | 
$1-№ 458 16А 75Вт >0,8МГц | 


[АерАяслоов чл | 
Гол оовчелчюв | 
[В-тоовв ов чм | 
ГВерзшов вАзювтымг. | 
[Вторые тва | 


5$1-М№ 1008 30А 220Вт 





















| ВЕ125 
$1-№ ЗОВ 0,2Вт 800МГЦц 


ВЕ152 

ВЕ155 $1-М№ 40В 20мА 600МГц 

ВЕ161 $1-М№ 50В 20мА 550МГц 
$1-М 40В 20мВт 600МГц 


ВЕ163 
ВЕ164 $1-М 408 0,2Вт 600МГц 
$1-М№ 40В 20МА 0,175Вт 500МГц 


| ВЕ166 - 
$1-М 40В 25МА 0,23Вт 600МГц 


$1-М З0В 20мА 675МГц 0,15Вт 


$1-М 258 20мА 650МГц 


$1-М 208 З0мА 260МГц 
$1-М 1908 0,06А 0,8Вт 120МГц | 





| ВЕ120 - ` 
$1-М АМ/ЕМ 450МГц 


| ВЕ173 

| ВЕ180 
ВЕ182 

| ВЕ184 

| ВЕ186 

| ВЕ189 
ВЕ195 

| ВЕ199 

| ВЕ200 

| ВЕ224 

| ВЕ240 
ВЕ244А 
ВЕ244С 
ВЕ245А 
` ВЕ245В 

| ВЕ245С 
ВЕ246С 

















$1-М ЗОВ 25мА 270МГц 
$1-М№ ЗОВ 30мА 200МГц 0,22Вт 
$1-М 408 25мА 0,3Вт 550МГЦ 


$1-№ ЗОВ 20мА 0,15Вт 500МГц | 
$1-М 45В 50мА 0,25Вт 450МГц 
$1-М 408 25мА 0,25Вт 400МГц 


М-РЕТ ЗОВ 25мА 0,3Вт 
М-РЕТ ЗОВ 25мА 0,3Вт 
М-РЕТ 3З0В 25мА 0,ЗВт 
М-РЕТ 30В 25мА 0,3Вт | 
М-РЕТ 258 25мА 0,25Вт 
ВЕ247В М-РЕТ 25В 25мА 0,25Вт 
| ВЕ247С М-ЕЕТ 258 25МА 0,25Вт 


СИП вЫ 
З1-№ 30В ЗОмА 260МГц 0.22Вт 
| ВЕ255 | -№20В З0МА 200МГц 0,22Вт 

[ВЕ256А_____[ №РЕТ 308 7мА\д575 
[ве26в | МЕЕТЗОВ1ЗмА 
Гео — [нлетивчнло" 










































[ею [внзиволлдавтинти — | 
3-№ 3008 0,1А 0,625Вт 
























ВОХ77 $1-М№ 1008 ЗА б0Вт >7МГц | 


$1-М 1808 15А 115Вт >10МГц | 





| в0у5ё ___ | 91-М 1608 25А 175Вт 
8073 ЗЕМ 1008 15А 115Вт >ВкГц 
| 









З+-Р 508 4А 36Вт ЗМГЦц 


80\90 $1-М 1208 10А 60Вт 0,35мкс 
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Описание 


Тил прибора 
| ВЕЗ77 $1-М 158 25мА 1,ЗГГЦ 








ЗН-М 3008 25мА >60МГц 








| ВЕЗ9З $1-№ 3008 0,5А 0,65Вт 


ВЕ410В №-ЕЕТ 208 0,7мА | 
ВЕ410С М-РЕТ 208 12мА усилит, 


ВЕ411 ЗН!-М 1108 0,05А 0,3Вт 











$1-Р 3008 25мА 0,31Вт 








$1-М 3008 0,1А 2,5Вт 












81-№ 3008 0,2А 6Вт 50МГц 
ВЕ418 $1-Р 3008 0,2А 6Вт 50МГц 


ЗЕМ 3008 0,1А 6Вт 
ВЕ420 ЗН-М 3008 0,1А 0,83Вт | 
ВЕ421 $1-Р 3008 0,1А 0,8ЗВт | 


ВЕ424 $1-Р ЗОВ 25мА 300МГц 
Э!{-Р 1608 0,2А 0,625Вт 80МГц 
З1-Р 408 25мА 250МГц 

































$1-М 3008 0,1А 1,8Вт 


$1-Р ЗОВ 220мА 750МГц 











ВЕ441В 
ВЕ450 
ВЕ455 


$1-Р 408 25мА 250МГц 

$1-Р 40В 25мА 375МГц 0,25Вт 
АМ/ЕРМ 400МГЦ 
$1-М 3008 0,1А 10Вт 90МГц 
$1-М 3508 0,5А 10Вт 45МГц 
$1-М 3008 0,1А 2Вт 60ОМГц 
ВЕ472 З!-Р 3008 30мА 2Вт 60МГц | 


ВЕ479 $1-Р ЗОВ 50мА 0,16Вт 1,4ГГц 
ВЕ494 $1-М 208 30мА 260МГц 
ВЕ495С $1-М ЗОВ 30мА 200МГц 0,3Вт 
$1-М ЗОВ 20мА 0,3ЗВт 550МГц 
$1-Р 40В З0МА 0,ЗВт 550МГц 


З1-М ЗОВ 20МА 0,5Вт >750МГц 


ВЕ509 $1-Р 408 З0мА 0,ЗВт 750МГц 
| ВЕ516 51-Р 35В 20мА 850МГЦц 

































































































- 
ы | 
ВЕ569 [5.2408 ОМА 280мВт 850МГц | 
[8585 [ЗЫМ350В Оо5А ВТ ТОМ — | 
[8622 [Э-М250В0МА2 | | 
Гаев _— [рабы олевттвоие — | 

$1-№ 3008 0,5А 2Вт 

$1-М 3508 0,5А 10Вт 
$1-№ 15В 25МА 0,36ВТ 1,8ГГЦ 


$1-М№ 15В 0,05А 5,5ГГц 
ВЕ791 $1-Р 3008 0,1А 5Вт 


| 
ВЕ799 $1-М 30В 35мА 280мВт 800МГц | 
ВЕ819 ЗН-М 2508 0,1А 1,2Вт | 


| , , 
ВЕЕРА ЕБРР Е ЕНЕЕНЕЕЕЕОНННИ 


ВЕб89К 
ВЕ758 














| ВР763 
ВЕ770А 

























$1-М 208 0,1А 1,1ГГц 


М-РЕТ-О 208 25мА 0,8ГГц 1 
М-РЕТ-О 20В 30мА 0,2ГГц 2 











$1-Р 1100 МГц 
Э|-Р 35В 30мА 0,3Вт 1ГГц 
$1-Р 208 50мА 0,3Вт 1,75ГГЦц 


























$1-М 208 75мА 0,7Вт 800МГц 
$1-М 208 0,1А 0,5Вт | 


$1-М 115В 0,ЗА ЗВт 800МГц 
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| Тил прибора 

| ВЕ0252 

| ВР0252А 

| В70255 

Г ВЕ0255А 
ВЕО262 
ВЕО262А 
ВЕО33С 
ВЕа34 
ВЕО43 

| ВЕО65 

ВЕ@68 

| ВЕВ29 

ВЕВЗ5АР 

| ВЕВ36 

| ВЕБЗ7 

ВЕВЗ8 

ВЕВЗ9 

ВЕВ40 

ВЕВ79 

| ВЕВ84 

| ВЕВ9О 

ГВЕКОА 

| ВЕВ91 

| ВЕВЭТА 

| ВЕВ92 

ВЕК92А 

ВЕВ92® 

ВЕВ9ЗА 

ВЕК95 

ВЕВ9б 

ВЕК96$ 

| ВЕ517 

| ВЕ$19 

| ВЕ520 

ВЕ$22А 

ВЕ$2ЗА 

| ВЕТ25 














| = 


ыы о 






[ВВ 2оьА олег авт 
Гамтеволвлаттаты — | 
Гамтевуалавтивмн — | 
[емчов ом озвтати | 














ГЕРчоваоьлоавтити — | 
[Везов А ов | 


$1-М 158 30МА 5,5ГГц 16дБ | 
$1-М 128 50мМА 5ГГц 18дБ 


|. 












$1-М 158 75мА 5ГГц 16дБ 
$1-М№ 158 0,1А 5,5ГГц 116 | 


$1-М 158 25мА 1ГГЦц 
$1-№ ЗОВ ОМА 260МГц 
$1-№ 30В 25МА 450МГц | 


$1-М№ ЗВ 0,75А 4Вт 175МГЦ 










ГАЫРЕТ зовзоылуни | 


М-РЕТ 308 5мА усилит, 





ВЕТ79 


| ВЕТ95 
| ВЕМ/О 


| 


Е 
| 


ВЕМИ2 














ВЕМИбА $1-М 25В 0,3ЗА 1,5Вт 1,2ГГц 
ВЕМИ7А $1-М 25В 0,ЗА 1,5Вт.1,1ГГЦц 


| ВЕМЛЗО $1-М№ 108 0,1А 0,25Вт 1,6ГГц 
| ВЕМ/З ЗЕР 1508 0,1А 0,4Вт 150МГц 
| ВЕ\У\44 $1-Р 1508 0,1А 0,7Вт 50МГц 


[ВЕХ4о | $-Р75В ЧА 0,8Вт В>85 
[9х5 — [ановолазрьттини 
[вехёё | ЗЕ№10084А 088 









Тип прибора | Описание | 





ВЕУ50 $1-М 80В ЛА 0,7Вт 55/175нс 
ВЕУ51 $1-М№ 60В ЛА 0,7Вт 





[ве | 5М4ОВЧА ОВ 100 | 
[веб [ме Аовт | 
| ВЕУб4 ___ | 9-2408 0,6А О7Вт 

Гвохвввн _— [авягатабузимт для АТВ — 
[асы [чвомги бит для та 
[8689 | 450МГц З8дБ усилит, для КАТВ _| 












Гасиис [звал зов таг — 
З|-№ 18В ЗА З6Вт 850МГЦ 
Гон [вннвввл отно —— 
ЕЕ 
З1-№ 658 6А 5ОВт 175МГц 





`В [РРЕТАЮВозлов | 
"Во — [РРЕТАЕВОлвловет | 





вам [Эмбвовл Е | 
Ва [ЭРвлвю | 


М-ОАВЕ 608 2А 0,8Вт 350МГц 
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Описание 
Р-БАВЕ 45В ЛА 0,8 Вт 


М-РЕТ 1008 0,17А 13/29нс 


З1-М 1208 0,1А 0,2Вт 


рвы | 
85552 М-ОАРЕ. 1008 ЛА 0,8 Вт 


85591 М-РЕТ 2008 0,35А 1,5Вт 
В$$92 Р-ЕЕТ 2008 0,15А 1Вт | 


В5\/81 М-ЕЕТ 308 50мА 0,2Вт 

Е нете | 
ИРЕН 
и сыты 
[вх20_ __  [ЗН№40В0.5А 368т7/8е _ | 
| В5Х26 $1-№ 40В 0,5А 0,36Вт 

85х32 
85%47 [ЗЕМ 120 1А5Вт | 
85х52 [ ЗМ 258 0,2А 0.ЗВт В>180 | 


Тил прибора 
85560 
855123 
85538 
85544 


































| ВУ106 $1-М 325В 10А 50Вт 




















Описание 
$1-№+0 15008 5А 45Вт 0,4мкс 


$1-М 15008 ЗА 125Вт 0,4мкс 
$1-М 15008 8А 45Вт 0,4мкс й 
$1-М 15008 ЗА 45Вт 0,4мкс 


Тил прибора 
В025060Х 
В02508А 
| В02508АЕ 
ВИ2508АХ 
| В025080 
| В025080Е 
| В025080Х 
| В02520АЕ 
В2520АХ 
| В25200Е 
| 8925200 

ВИ2525А 
| В02525АЕ 
В12525АХ 

ВИ25250 

ВИ2527АЕ 
| В02527АХ 
В02722АЕ 
в0312 
ВИ325 
ВИ326А 
ВИ326$5-ВЕТ 





















$1-М 15008 10А 45Вт 0,2мкс 
$1-№+0 15008 10А 45Вт 0,35мкс 
$1-№+0 15008 10А 45Вт 0,35мкс 


$1-М 15008 12А 0,2мкс 
$1-М 15008 12А 45Вт 0,2мкс 
$1-М 15008 12А 45Вт 0,2мкс 


$1-№+0 15008 12А 0,2мкс | 
$1-М 15008 12А 45Вт 0,2мкс | 
$1|-М 17008 10А 45Вт | 


$1-М№ 9008 бА 75Вт 


$1-М 800/4008В 6А 60Вт 


| В1406 $1-№ 4008 7А 65Вт 0,75мкс 
|} В04060 $1-№+0 4008 7А 65Вт 0,75мкс 































| 


В1407 $1-М№ 3308 7А 65Вт 0,75мкс 

















| ВУ107 $1-М 3008 10А 50Вт | 


| В109 $1-М 3308 10А 85Вт 
$1-№ 1508 10А ЗОВт 15МГц 















Ву4099 $1-№+0 2508 7А 60Вт | 





й 











} ВИ125 





| В124А 
$1-М 300/2008 10А 62Вт 
ЗН-М 750/2508В ЗА ЗОВт 


| Ву15060Х $1-№+0 15008 5А 32Вт 0,5мкс 


| В0414В НО 9008 8А 6ОВт 
| В0415В $1-+0 8008 12А 120Вт 
80426 А $1-М 9008 6А 114Вт 


| 81426Е 











$1-М 8008 6А 70Вт 





| Ви110 
$1-М 4008 10А 50Вт 6МГц | 
$1-№ 130/608 5А 0,8Вт 100МГц | 


[ 801508АХ 
| В015080Х 
ВИ180А 

| В0180Е 


$1-М 15008 ЗА 35Вт 0,6мкс 


$1-№+0 15008 ЗА 35Вт 0,6мкс 
$1-№+0 4008 10А | 


М-ОАР\. 15008 5А 12Вт 


М-ОАРЕ 3308 ЗА 60Вт | 
З1-М 15008 ЗА 150Вт | 


$1-М 7008 5А 80Вт 7МГц 









0 09103 
с сс 
= == 
со | 
© © |0 


В1208А 


$1-М 800/375В 6А 70Вт 
$1-М 3758 6А 70Вт 
$1-М 15008 6А 75Вт 


$1-№+0 1500/7008 6А 75Вт 
$1-М 15008 2,5А 75Вт 0,9мкс | 


$1-№+0 15008 2,5А 75Вт 
$1-№+0 15008 2,5А 20Вт 


| В0426\/ 
в0433 
В0500 
В15000 
80505 
В15050 
ВИ5050Е 

















| В1208В 






$1-М 17008 4А 12,5Вт 





Ву226 





$1-М№ 7008 5А 1008Вт 
$1-№+0 7008 5А 100Вт 














ВЧ5060 























$1-№+0 15008 ЗА 150Вт 





| 

| сс 
№ 

о|о 

© | © 

о 


$1-М 20008 1,5А 10Вт 
$1-№+0 15008 5А 45Вт 0,4мкс 








Ву2506 02 





В95060Е $1-№+0 15008 5А 20Вт 
| ВУ508А $1-М 15008 8А 125Вт 0,7мкс | 
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Тип прибора | Опа | 
$1-М 15008 8А 125Вт 0,7мкс 
В1508А 


ЗН№ 15008 ЗА 125Вт 0,7мкс 
| ВУБОЗАЕ 
| ВО508АЕ 


$1-М 15008 ЗА З4Вт 0,7мкс 
$1-№ 15008 ЗА З4Вт 0,7мкс 
| В0508АЕ 
| 815080 





















$1-М 15008 8А З4Вт 0,7мкс 

$1-№+0 15008 8А 125Вт 0,7мкс 
$1-№+0 15008 8А 125Вт 0,7мкс _ 
$1-№+0 15008 ЗА 34Вт 0,7мкс 


| В1508 ОЕ $1-№+0 15008 ЗА 34Вт 0,7мкс | 


















Я 
























$1-М 8008 ЗА 86Вт 
$1-М 11008 8А 62Вт 
$1-М 13508 6А 100Вт 
$1-М 13508 5А 100Вт 0,7мкс 
$1-№+0 4008 7А 90Вт 
$1-М 4008 6 А 90Вт 
$1-№+0 4008 7А 90Вт 
$1-М 10008 10А 100Вт 
ЗМ 15008 2,5А 75Вт 0,7мкс | 


В7060Е $1-№+0 15008 5А 32Вт 0,7мкс 


















































В1626А 











































Тил прибора 
| ВУН3150 
` ВИН515 
| ВИН5150 
| ВИН517 
ВИН5170 
ВОН715 






Описание 
$1-№+0 1500/7008 5А 50Вт 
51-М№ 15008 ЗА 60Вт 3,9мкс 
$1-№+0 1500/7008 ЗА 60Вт 
$1-М 17008 8А 6ОВт 3,9мкс 
$1-№+0 1700/7008 ЗА 60Вт 
$1-М 15008 10А 60Вт 
| В0К436/800В М-РЕТ 8008 4А 125Вт 
| ВОК437/4008В М-ЕЕТ 4008 14А 180Вт 


ВИК437/600В 
ВИК443/60В — | М-ЕЕТ 60В 1ЗА 25Вт 
М-ЕЕТ 8008 1,2А ЗОВт 
ВИК445/600В | М-ЕЕТ 6008 2,2А ЗОВт 
| вук446/в00В | №-ЕЕТ 8008 2А ЗОВт 
ВИК454/800А | М-ЕЕТ 800В 2А 75Вт 
ВИК455/600В | М-ЕЕТ 6008 4А 100Вт 
ВИК456/2008 | №-ЕЕТ 2008 19А 150Вт 

ВИК456/60А — | №ЕЕТ 60В 52А 150Вт 

[в0К456/800А _ | М-РЕТ 8008 4А 125Вт 
| В0К555/60В — | М-РЕТ 60В З5А 125Вт 
Г В01310 $1-№ 10008 5А 75Вт 0,4мкс 
ВЗОР! $1-М 10008 БА З5Вт 0,4мкс 








































































| 












































































































М-ОАР+0 1500/7008 5А 50Вт 
М-ОАРЬ+О 6008 7А 75Вт 

















В1826А 





М-ОАРЕ+0 9008 6А 125Вт 0,2мкс 
ВЦ920Р М-ОАВЬ 3508 10А 120Вт 














$1-М 4008 5А 75Вт 12МГц 

$1-М 10008 4А 65Вт 20МГц 
$1-М 10008 15А 125Вт 
$1-М 300/2008В 60А 350Вт 
$1-М 350/2508В 60А 350Вт 
$1-М 1000/4508 30А 250Вт 
$1-М 3008 15А 175Вт 
$1-М 10008 15А 175Вт 
ВЧ$548АР $!-М 10008 15А 125Вт 


















| В154А 
| В0-810 


























ВУ$14А 















| В0548А 

























| В1921Р $1-М 400/4508 10А 120Вт 


Твоя _—  [эмвовлвлтеы | 
ГВт — | 

























ГВТНАЕ_— [З55шов вАЗОвтовье — | 
Гвоал | 5обов вАебвтовье | 


ВОТ12АЕ $1-М 10008 ЗА 23Вт 0,8мкс 
М-ОАРЬ+О 4008 28А 175Вт 


вот13 


ВОТ18А $1-М№ 1000/4508 6А 110Вт 




























| ВУЕ4О5АЕ $1-№ 10008 7,5А 
| ВИЕ410 ЗМ 8508 15А 125Вт | 
| ВИН1015 $1-М 15008 14А 160Вт 0,14 мкс 


ВИН1015Н1 $1-М№ 15008 14А 70Вт 0,11 мкс 
| ВИН1215 $1-№ 15008 19А 2008Вт 0,11 мкс 
| ВНЗ15 $1-№ 15008 5А 50Вт 















ри — $Н-М 200/125В 100А 2508т 
фо новин 


ВОТ57 М-БАВЕ+0 4008 15А 110Вт 
| ВИТ70 $1-М 2008 40А 2008т 



















| И 
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© 





$1-М 4008 40А 200Вт 






Тил прибора 

























ВИ\28А 
`ВИ\46А 
ВИ\48А 

ВИ\4ЗАЕ 














$1-М 1000/4508 6А 85Вт 
$1-М 10008 15А 150Вт 0,8 мкс 

$1-М 10008 15А 65Вт 
ВИ\/48С 


$1-М 1200/7008 15А 150Вт | 
Гвлмяю — [всчзюввачне — | 
ЭН-М 3008 50А 250Вт 
М-ОАВЕ+О 6508 10А 125Вт 
[вмз | смеровзов 2 вет ами — | 
тонны — 
ВУМИ1А ЗН-М 10008 5А 100Вт 0,8мкс | 


ВОМИЛАЕ $1-М 10008 5А 32Вт 0,8 мкс 






































Гвуязл_— | зелобоввА 1аевтовые | 
Гозман лвл тввтовые | 
Гвоиз— [акнлашов 1 вт оды 


|] 

Е 

© 
Ф 

О 

г 
© 
о 
о 
[5] 
> 
э 
> 
> 
ю 
а] 
|] 
= 

ю 
о 
= 
> 
= 





ВИУ/49 











ИИ 


Тил прибора 


И 


Описание 








| ВИХ10 $1-М 1608 25А 150Вт 1,5мкс 
| ВИХ12 Э1-М 3008 20А 150Вт 
| В0Х13 $1-№ 4008 15А 150Вт >8МГц 


| вих20 З1-М 1608 50А 350Вт 1,5мкс 


| ВХ22 $1-М№ 3008 40А 250Вт 


| ВЫХ23 $1-№ 400/3258В З0А 350Вт 


| вохз2в ЗЕМ 10008 ЗА 150Вт 
ВИХЗ7 [ №-ОАВЕ 4008 15А 358т_______ 
| ВиХ41 $1-М 2508 15А 120Вт 
ЗЕМ 3008 12А 120Вт 
З1-М 10008 15А 175Вт 0,8мкс 





| ВИХ42 
| ВОХ48А 
| ВИХ51 
| В4Х54 





З1-№ 300/200В 3,5А 1ОВт 
З|-М 4508 2А 10Вт >8МГц 

Э1-М 4508 2А 10Вт 8МГц 

| ЗЕР 200/150В 2А З5Вт >20МГЦц 














| $1-№ 1008 5А 40Вт >2,5МГц 
31-№ 8008 10А 100Вт 


ИИ 
ивы | 


$1-М 10008 0,5А 20Вт 0,4мкс 
$1-М 15008 12А 160Вт 7МГц 








й 


ВОХ81 

| ВИХ82 

| ВИХ84 
В0Х85 

| ВЫХ85Е 

| ВОХ86Р 

| ВИХ87 

| ВОХВ7Р 

| ВЫХ88 

| ВИХ9ЗА 

| виХ98С 

ВИ\18$ 
ВИ\47 

| ВИУд9Р 

ВИ\49$ 

ВИ\69А 

| ВУУ7ОА 

| ВИУ71 
ВИУ72 


Гагмтооов зола | 
Гамеоновилюв | 
[валы | 











$1-М 2508 25А 150Вт 
$1-М 4508 10А 1008Вт 


ВУ\У\/50 





















$1-М 15008 6А 80Вт 


М-РЕТ 508 20А 80Вт 
М-РЕТ 508 60А 250Вт 
М-РЕТ 508 36А 


М-РЕТ 508 27А 90Вт 


| ВУУ89 
| 80710 
| В07100 
| В0711 


ВУ711А 


| 


$1-М 280/2008 10А 6ОВт 











| 
| 
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[нпориберь | — ожыш | 
ве меЕовылны | 
Гвмо_— [меетобавты | 
Гворзо _ [меЕгвовавАы | 



































Ву7332 М-РЕТ 6008 8,5А 150Вт 
В07332А М-РЕТ 6008 ЗА 150Вт 
В07338 М-РЕТ 5008 13,5А 180Вт 
В07341 М-РЕТ 2008 ЗЗА 170Вт 
Ву7345 М-РЕТ 1008 41А 150Вт 
В07349 М-РЕТ 1008 32А 125Вт 
В07380 М-РЕТ 10008 5,5А 125Вт 
Ву7384 М-РЕТ 5008 10,5А 125Вт 
М-ГЕТ 10008 2,5А 75Вт 

















ВУ250А 
М-РЕТ 508 18А 80Вт 
М-РЕТ 508 11А 35Вт 
М-РЕТ 1008 11А 











ВУ772АР М-РЕТ 1008 10А 40Вт | 
Ву773 М-РЕТ 2008 7А 40Вт 


В0790 М-ЕЕТ 6008 4,5А 70Вт 
в07900 М№-ЕЕТ 1608 ЗА 125Вт 
| 





Ву7901 М-ЕЕТ 200В 8А 125Вт 
В17905 Р-ЕЕТ 1608 ЗА 125Вт 


Ву791А М-РЕТ 6008 ЗА 150Вт 
В1793 М-РЕТ 6008 3,6А 80Вт | 

















044Н11 $1-М 80В 10А 50Вт 50МГц 
044Н8 $1-М 60В 10А 50Вт 
045Н11 $!-М 80В 10А 50Вт 0,5мкс 
ОТА114ЕК $1-Р 50В 0,1А 0,2Вт 


К=10кОм/10кОм 


0ТА114Е$З $1-Р 508 0,1А В=10кОм/10кОм 
ОТА114ТЬ $1-Р 508 0,1А В=10кОм | 
ОТА1 14. З1-Р 508 0,1А В=10кОмМ7кОм | 





ОТА124Е$ 
ОТА124Х$ 


$1-Р 508 0,1А В=22кОм/22кОм 
$1-Р 508 0,1А В=22кОм/47кОм 











ОТА14ЗЕК $1-Р 508 0,1А 0,2Вт 
В=47кОм/47кКОм 
ОТА143Е$ $1-Р 508 0,1А К=4,7кОм/4,7кОм 


| ОТА144ЕК $1-Р 508 0,1А 0,2Вт 
К=47кОм/47кОм 










| 2тС114ЕЗ _ | ЗМ 508 0,1А В=10кОмМ0кОм 

Готситв | З1-М 508 0,1А В=10кОм 

[2тс114уЗ | З-М 508 ОЛА В=10кОми7кОм 

ее 
В=22кОм/22кОм 

ЗН-М 508 0,1А В=22кОм/22кОм 

$1-№ 508 0,1А 0,2Вт 

В=4,7кОм/4,7кОм 

[отенезев — [азнвоволл велкочитиом _— 


| ОТС143Т$ $1-М 508 0,1А К=4,7кОм 


07С143Х$ $1-М 50В 0,1А 0,3Вт 
В=4,7кОмЛкОм 


$1-М 50В 0,1А 0,2Вт 
&=47кОм/47кОм 


$1-М 50В 0,1А В=47кОм/47кОм 


$1-М 508 0,1А 0,2Вт 
&=47кОм/47кОм 


07С144Т$ $1-М№ 508 0,1А 0,3Вт В=47кОм 


07С144\/$ $1-М 508 0,1А 0,2Вт 
В=47кОм/22кОм 


М-ОАР++0 4508 84А 250Вт 





























0ТС144ЕК 





'0ТС144Е$ 
| 2ТС144ЕЦ 








Е$М60450\ 


ГЕт55м | ВАА, матрица 
[Ет5764м_ _ | ОАКЕ, матрица 

СЕ-Р 658 ЗА 10Вт 
М-1СВТ 2508 20А 180Вт 








РАСВТ 2508 204 250Вт 

М-ЕЕТ 8008 4,2А 170Вт 1Е9 

[| НРА1ООВ____| З-№0 15008 10А 1508т02_ | 
нра — [веочвивчвлчввтоа 





| 82403 РАВК, матрица, 7х45В 0,4А 


182422 РАВИ, матрица, 7х 


М-РЕТ 1008 9,2А 60Вт 






1ВЕ120 
| 1ВЕ140 М-РЕТ 1008 28А 150Вт 
| 87230 М-РЕТ 2008 ЭА 75Вт 
| 1ВЕ 240 М-РЕТ 2008 18А 125Вт 
| 
| 











1ВЕ250 М-РЕТ 2008 З0А 150Вт 
1ВЕ 330 М-РЕТ 4008 5,5А 75Вт | 


М-РЕТ 400В 10А 125Вт 
1ВЕ350 М-ЕЕТ 400В 13А 150Вт 
1КЕ440 М-РЕТ 5008 ЗА 125Вт 


1ЮЕ450 М-РЕТ 5008 13А 150Вт 


1ВЕ340 
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Описание 








Описание 
М-РЕТ 1008 10А 70Вт 
М-ЕЕТ 1008 16А 90Вт 


М-ЕЕТ 1008 28А 150Вт 
М-РЕТ 2008 ЭА 75Вт | 








1ВЕРЕ50 М-РЕТ 9008 7,8А 190Вт 








| 1КР220 М-РЕТ 508 15А 40Вт 





М-РЕТ 2008 18А 125Вт 
М-РЕТ 2508 14А 125Вт 


М-РЕТ 4008 5,5А 100Вт 


п 
и 
м 
> 
о 
ны 
ри 
т 
= 
© 
о 
[= 
[° 
я 
я 
> 
> 
© 
о 
0 
= 






1КЕ820 М-РЕТ 5008 ЗА 75Вт 
1КЕ830 М-РЕТ 5008 4,5А 100Вт 


М-РЕТ 5008 ЗА 35Вт 
М-РЕТ 5008 4,5А 40Вт 
М-РЕТ 5008 4,5А 40Вт 


Р-РЕТ 1008 19А 1258т 
Р-ЕЕТ 2008 11А 125Вт 










| КЕ 744 М-РЕТ 608 46А 250Вт 









М-РЕТ 25В 30мА Ур<4В СВЧ 
М-ЕЕТ 25В 60мА Ур<6,5В СВЧ 
| КЗА7 08 $1-М 808 0,7А 0,8Вт 50МГЦц 


| КЗА733 $1-Р 60В 0,15А 0,25Вт 50МГц 
К$С2316 $1-М 1208 0,8А 0,9Вт 120МГц 
К$С2328А $1-М З0В 2А 1Вт 120МГц 


| К5С2330 $1-М 3008 0,1А 50МГЦц 






















| К$С2331 $1-М 80В 0,7А 1Вт ЗОМГц 








$1-Р ЗОВ 2А 1Вт 120МГц 








Р-РЕТ 2008 6,5А 75Вт 
Р-РЕТ 2008 11А 125Вт 
М-РЕТ 6008 3,9А 100Вт 


М-РЕТ 6008 6,2А 125Вт 
М-РЕТ 8008 4,1А 125Вт 


М-ЕЕТ 1008 1,3ЗА 1,3Вт 
Р-ЕЕТ 1008 1А 1,3Вт 
Р-ЕЕТ 2008 0,6А 1Е5 1Вт 


Гаееыо [метель | 


М-РЕТ 400В 18А 250Вт 







































1&РРЗ50 
1АЕР3З60 


М-РЕТ 4008 28А 410Вт 





$1-М 608 0,15А 0,4Вт 130МГЦ 
| КТС9012 


Е 
кто 
Г ктеволе 
Гктовонв 


| КТО1351 51-М 60В ЗА ЗОВт ЗМГц 

4х транз,матрица+диод 1,5А 
2х$1-М 40В 20мА 0,5Вт 450МГц 
М-РЕТ 6В 0,1А 0,ЗВт 4ГГц 
М-ОРААЕ+0 5008 20А 175Вт 
М-ОРАРЕ+О 500/4008В 20А 175Вт 
М-БАРЬ. 80В ЗА 90Вт 

| М.10012 М-ОАР!+0 6008 10А 175Вт 
М./10016 М-ОАР\+0 5008 50А 250Вт 1мкс 


| М.11015 Р-ОАКЕ 1208 30А 200Вт 
| М./11016 М-ОАВЕ. 1208 ЗОА 200Вт 
| М.11032 М-ОАВЬ 1208 50А 300Вт 


М/11033 Р-БАК|. 1208 50А 300Вт 















| МСЕ1302 
| М.10001 
| М.10005 


| М/1001 


= = 
> & 
о|® 
ю | © 
38 
|9 







| 














М-РЕТ 5008 14А 180Вт 








$1-№ 1408 20А 250Вт ЗМГц 








М-РЕТ 5008 25А 410Вт 


Р-ЕЕТ 1008 19А 150Вт 


Р-ЕЕТ 2008 12А 150Вт 
М-РЕТ 6008 6,8А 150Вт 








$1-Р 1408 20А 250Вт ЗМГц 
$1-М 1208 15А 180Вт 0,8МГц 


$1-Р 1208 15А 180Вт 0,8МГц 
$1-М 350/2008 16А 250Вт 
























М-РЕТ 6008 13ЗА 250Вт 


М-РЕТ 8008 5,4А 150Вт 







$1-Р 3508 16А 250Вт 4МГц 
$1-М 2508 16А 250Вт 












М/15024 


208 Краткие справочные данные по зарубежным транзисторам 














Тип прибора 





Описание 





Тип прибора 





Описание 











































































































































































































































М.15025 ЗЕР 400В 16А 250Вт 4МГЦ |  [МРЗА42 ЭНН 3008 0,5А 0,625Вт 
[М.6018 ЗЕМ 15008 10А 1758т | ГырзА 51-5008 0,ЗА 625мВт 20МГц 
[М/2501 Р-РАВЕ 808 10А 1508т | | МРЗА5б ЗЕР 808 0,5А 0,625Вт 

№2955 ЗЕР 1008 15А 150Вт 4МГц МР5А70 ЭР 40В 0,1А 0,35Вт >125МГЦ 
МРЗА92 51-Р 3008 0,5А 0,625Вт 
Р-АВЕ. 1008 10А 150Вт '  [МР8Н10 ЭН-М 258 40мА 0,35Вт 650МГц 
М-ОАВЕ 1008 16А 150Вт | [МАЕ 51-№ З6В 0,6А 4Вт 174МГЦ 
ЗЕМ 4008 10А 1258т>2.5МГц4 _\  |МВЕ455 31-№ З6В 15А вОВт ЗОМГц 
МЯЕ475 31-№ 208 4А 4Вт 5ОМГц 
`М/в02 ___ [| 9-№90Вз0А 2008" | [| 0№4359 М-ОАВЕ+О 1208 4А 40Вт >10МГЦ 

М.Е13004 З1-№ 3008 4А 758т | 26м6о М-ЕЕТ 6008 А 125Вт 

М.Е13005 З1-М 3008 ЗА 75Вт РН2222А З1-№ 758 0,8А 0,5Вт 

М.Е! 3005 ЭН-№ 300В ЗА 75Вт РН2369 ЗН-№ 158 0,5А 0,5Вт 12/18нс 

М.Е1З007 ЭНН 400В 8А 80Вт РМ2222А Э|-М 758 0,8А 0,5Вт 
ЭНН 4008 12А 100Вт РМ2907 31-Р 40В 0,А 0,4Вт 

М.Е15030 51-№ 150В ЗА 5ОВт ЗОМГц РМ2907А ЗЕР 60В 0,А 0,4Вт - 
| МЕ15031 ЭЕР 150В 8А 50Вт ЗОМГц РМЗ563 51- ЗОВ 50МА 0,2Вт 600МГЦ 

М.Е18004 1-№ 450В 5А 100Вт 13МГц РМЗ638 ЗЕ-Р 258 0,5А 0,625Вт 100МГц 

М.Е!8006 Э1-№ 4508 6А 100Вт 14МГц 81004 31-№ 508 0,1А В=47КОм/47кОМ 

М.Е!8008 51-№ 4508 8А 125Вт 0,3мкс ВЕР4ОМ10 М-ЕЕТ 1008 40А 160Вт 

М.Е?10 $1-Р 408 5А 15Вт >65МГц $175 ВЧ усилит. мощности 

М.Е243 ЭН 1008 4А 15Вт >40МГц 32000АЕ 51-№ 15008 А 5ОВт 0,7мкс 

М.Е253 ЭЕР 1008 4А 15Вт >40МГЦ 32000м ЗМ 15008 ЗА 50Вт 0,7мкс 
[ МОЕ27О М-ОАВЕ. 1008 2А 158т>16МГц __| | 32055М $140 15008 ЗА 50Вт 0,3мкс 

М.Е271 Р-АВЕ 1008 2А 15Вт В>1500 32530А Э1- 10008 10А 100Вт 
[М.Е2955Т __ | $-Р 708 10А9оВтНЧ | $65313 ЭНМ 4508 7А 7ОВт 0, Змкс 

М.ЕЗО55Т — |5-№70В10АЗоВтНнч | [|56$2313х! __ | ЗН 10008 5А 25Вт 0,Змкс 

М/ЕЗ40 | З-№ 3008 0,5А 208 | [3652344 31-№ 6008 7А 85Вт 

МЕБ 850 3652464 ЗЕМ 6008 10А 140Вт 

М.Е800 №-ОАВЕЧО 608 4А 40Вт В>750 3651344 Э1-№ 600В 7А З5Вт 

М/Е8502 ГМ 7008 5А В08тВ>755 — | $68444 31-№ 6008 7А 55Вт 
3.4061 М-РАВЕ 120В 5А 25Вт 
Гуоенвое | 31-№ 450В 8А 45Вт 0,Змкс 514390 РАВЕ матрица 
О = ООВ $58050 ЗНМ 40В 1,5А 1Вт 100МГц 
| [558550 З1-Р 408 1,5А 1Вт 100МГЦ 

ММ6206 38М2210Р 2Х5|-№ 40В 20МА 0,5Вт 200МГц 

М.МИ6212 ЗН 6508 10А 150Вт 38М2220Р 2х5|-Р ЗВ 20МА 0,5Вт 190МГц 
| МРЕ1О2 М-РЕТ 25В 2мА Ур<8В ЗТАЗО1А М№-матрица ЗхбОВ 4А В>1000 

МРЗ3640 ЗЕ-Р 128 80мА 635мВт 500МГц ЭТАЗ41М Р/М-матрица 30В 1А В>100 
`МРЗАОВ _ | 31-4808 0,5А 0,6258 __ | [| ЗТААОЧА №-матрица 4х6ОВ 4А В>1000 
[МРЗАТО |408 ОА 0.218т50мМ4 _ |  [ЗТА402А Р-матрица 4х50В 4А В>1000 

МРЗА12 | М-ОАВЕ 208 0,5А 0.6258т ____| | ЗТА4ОЗА М-матрица 4х100В 4А В>1000 

МРЗА14 ЭНН№ 308 0,5А 0,625Вт | [| ЗТА4ЗАА Р/М-матрица 2*60В 4А 20Вт В> 

МРЗА18 ЗМ 458 0,2А 625мВт 100мГц __| | ТА441С №-матрица 4х160В 1,5А В>40 
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Описание 


Р/\-матрица 2хбОВ ЗА В>40 


№-матрица 4х6ОВ 2А В>2000 | 
матрица | 


Тип прибора 
$ТА451С 
$ТА471А 
$ТА8012 
$ТАЯЗО1М 








матрица 


Тип прибора Описание ] 
| 1Р33С $1-М 115В 10А 80Вт | 
| 





$1-Р 1008 10А 80Вт ЗМГц 
$1-М 1008 25А 125Вт ЗМГц 
$1-Р 100В 25А 125Вт ЗМГц 








| Т1Р35С 
| 1РЗ6С 































ЗТРАМАВОЕ 
$ТР4МА80 


М№-ЕЕТ 6008 2,7А 40Вт 
М-ЕЕТ 8008 4А 110Вт 
М-ЕЕТ 8008 2,5А 45Вт 









е2 
Я 
и) 
#4 
= 
> 
[*-] 
(=> 
м 


М-РЕТ 5008 14,6А 190Вт 


М-ЕЕТ 608 70А 142Вт 


Гететеовтолеы | 


М-ОАКЬ 1008 5А 65Вт 
Р-ОАВЕ 1008 5А 65Вт 


| ТИМ 5МА5О 
$0Р70№06-14 
ТНО200Е! 

| 112102 

| Т1Р107 
ТИР112 
112117 
Т!Р122 















| ЗТРЗМАВО М-РЕТ 6008 2,9А 80Вт | 1Р41С $1-№ 1008 6А 65Вт ЗМГц 
ЗТРЗМАбОР М-ЕЕТ 6008 2,1А 40Вт | Т1Р42С $1-Р 1408 6А 65Вт 
| $ТР4МАб О М-РЕТ 6008 4,ЗА 100Вт $1-М№ 4008 1А 40Вт 2мкс 


, 
ЭМ 5008 ЗА 100Вт >2,5МГц 
[прытво | 55 850400В 4А 758т_______ 
пвх [азмчоов чл вич —— 
[пени _—амчокечние | 
[ПРЫ62А____ ЗНМ 8008 6А 120Вт 

| 

| 

















М№-матрица 8х40В 0,4А В>1000 
М-ЕЕТ 608 0,31А Ур<2,5В 





| УМАОКМ 





ТР127 
| Т\Р132 
Т1Р137 
Р142 
1ТР142Т 











М-ОАРЬ 100В 6А 70Вт 
Р-ОАВЕ 1008 ЗА 70Вт 
М-ОАРЬ 1008 10А 125Вт 
М-ОАВЕ 1008 10А 80Вт 











| УМ6бАЕО 















1!Р147 
1!Р152 
ТР162 


Р-ОАРЕ+О 1008 10А 125Вт 
М-ОАВЕ+О 400/400В 7А 80Вт 
М-ОАРЕ 3808 10А ЗВт 

































| Т1Р2955 $1-Р 1008 15А 90Вт 
1Р29Е $1-М 1808 2А З0Вт >ЗМГц 


1Р3055 $1-№ 1008 15А 90Вт 
НИ ен > 





- 





$1-Р 1208 2А 1ВтТО92 
$1-Р 120В 2А 1Вт 
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Цоколевки ЗМО транзисторов 


Приложение 4 


Цоколевки 5МО полупроводниковых приборов 


Цоколевки ЗМО транзисторов 














Код Номер вывода 
Тип корпуса цоколевки 1 2 3 4 5 6 
$ОТ23 Т4а В Е с нет нет нет 
$01323/5С70ЛУМТЗ ТАЬ Е в` с нет нет нет 
$059, 5090 14° О $ с нет нет нет 
119 С $ О нет нет нет 
Т4е [е. О $ нет нет нет 
т ти $ О с нет нет нет 
$01223 Т2а В [© Е С нет нет 
= Т2Ь [е. О $ О нет нет 
1 | Т2с $ О {е) О нет нет 
Т2а О с $ |] нет нет 
и ТЗа В С Е С нет нет 
$0Т89/5С62/МРТЗ ТЗЬ Е С В с нет нет 
Т3Зс О с $ С нет нет 
тза 5 О с О нет нет 
ТЗе [е] О $ О нет нет 
> ТЗ! с $ О $ нет нет 
Т39 О $ с $ нет нет 
Т4а [© Е В Е нет нет 
Т4Ь [© В Е Е нет нет 
Т4с 5 О $ С нет нет 
$0тТ143 74а $ О С2 С1 нет нет 
$07343 Т4е 5 [е) $ О нет нет 
Г. 3 т4! $ [е] пс О нет нет 
749 О пс {Е $ нет нет 
Т4В $ С1 О С2 нет нет 
1 74 С1 С2 ЕТ Е? нет нет 
14] В $ О [©] нет нет 
Т4К С1 В1.В2 С2 Е1,Е2 нет нет 
Т41 В1,С2 С1 Е1,Е2 В2 нет нет 
Т5а В1 Е1 С1 В2 Е? С2 
Т5Ь В1 Е1 С2 В2 Е? С1 
$0Т363/5С88//МТ6 Т5с Е? В2 С1 Е! В1 С2 
Т54 В1 Е1 С2 В2 Е2 С1 
Е] Т5е В1 Е? С2 В2 ЕЛ С1 
15! Е1 Е? С1 В1 В2 С2 
3 159 О |) с $ О О 
Т5П $2 $1 С1 01 02 С2 
т $1 02 С1 $1 01 62 
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Цоколевки $МО диодов 
Код Номер вывода 
Тип корпуса цоколевки 1 2 3 4 5 6 
О4а А пс К нет нет нет 
О4Ь пс А к нет нет нет 
04с К пс А нет нет нет 
ЗОТ23 04а пс к А нет нет нет 
$01Т323/$5С70 О4е А А К нет нет нет 
$С-59 01+ К К А нет нет нет 
з 049 К1 А2 А1, К2 нет нет нет 
О1В А1 А2 К1, К2 нет нет нет 
041 А1 К2 К1, А2 нет нет нет 
т 01} К1 Ка А1, А2 нет нет нет 
О1к К А пс нет нет нет 
011 РВ К А нет нет нет 
О4т К Ве! А нет нет нет 
$07223 
4 02а А К пс К нет нет 
С.) 02ь А1 К А2 К нет нет 
т2 
$0Т89 
ОЗа А к пс К нет нет 
ОЗЬ А к А к нет нет 
= - 
О4а К1.К2 А2,КЗ3 АЗА4 АТК4 нет нет 
04ь К1,К2,АЗ КЗ А2 А1 нет нет 
$07143/5097343 04с КА? — К2АЗ КЗА4 — А1К4 нет — нет 
044 К1 К2 А2 А1 нет нет 
(] 04е К1,К2 АЗ А2,КЗ А1 нет нет 
г = 04+ А1 А2 К2 К1 нет нет 
049 К1 А2 К2 А1 нет нет 
048 А1 К2 А2 К1 нет нет 
О5а А1 пс К2 А2 пс К1 
056 А1 пс А2 К2 пс К1 
05с А2 пс К1 А1 пс К2 
$0Т363 054 ка К2 А! К1 К1 А2 
О5е А2 А2 К1 А1 А1 К2 
05+ А1 А2 АЗ КЗ К2 К1 
ТЕТЕ 059 А1 К1-К4 А2 АЗ К1-К4 А4 
О5Н К1 А1-А4 К2 КЗ А1-А4 К4 
05: А1 КТА2 К2 КЗ АЗ,К4 А4 
05] К1 А1,К2 А2 КЗ АЗ, К4 А4 
$00123 / $00323 / $00523 
орви 06 А К нет нет нет нет 
ЗМА / $МВ / $МС ы 
07 К А нет нет нет нет 


У 

= 

№ 
= 
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Цоколевки 5МО микросхем 











Код Номер вывода 
Титкорпуса цоколевки 1 2 3 4 5 6 
ЗОТ23-3 / ТО236АВ Ма \$ ош смо нет нет нет 
МЫ ош пр смо нет нет нет 
Мс смо Везе! Мсс нет нет нет 
т ма Везе Мес СМО нет нет нет 
$02231 ТО261 12а Ад; ош 1пр ОШ нет нет 
126 Ач] пр ОШ 1пр нет нет 
12с пр смо ош смо нет нет 
ры 5 129 ео) Ош 1пр Ош нет нет 
1За 1пр1 пр2 смо ош Усс нет 
1ЗЬ пс 1пр смо Ош \Мсс нет 
13с О СР Е] [# \Мсс нет 
13а ИО МО смо Е Мсс нет 
13е ОЕ пр смо ОШ \Мсс нет 
131 пр+ \- |пр- Ош \М+ нет 
139 пс пс к Ре! А нет 
$ОТ23-5 131 Ощ \- 1пр+ 1пр- \+ нет 
$0Т353/5С70-5 131 ощ \М+ 1пр+ тр- \- нет 
$С59-5, $С75-5 13] пр [1] 9) Оп/ой пс ош нет 
ЗК р смо Оп/оЯ Вура$$ ощ нет 
АИ [1 5АТ смо Мсс1 Мес Везе! нет 
13 Ош \+ Сар- смо Сар+ нет 
1Зп 1пр+ смо пс Сотр Ош нет 
123 1Зо пс смо ОпП/ОЯ 1пр ош нет 
1Зр \Мтед смо Ех Мсс Зе!ес{ нет 
13а пе смо Ош \+ смо нет 
137 1пр смо Вур Ад] ош нет 
133 р смо Унмо Аа] Ош нет 
134 пр смо УнНмО Вур ош нет 
1Зи ОШ М+ пр+ смо 1пр- нет 
1Зи Ош \М+ 1пр- смо Тпр+ нет 
$ОТ23-6 14а \+ [ео Сар- $0 Ощ Сар+ 
5 4 146 СМО ош Сар- $0 \+ Сар+ 
14с \+ смо Сар- смо Ощ Сар+ 
44 \+ [| пр СЕК оО С$ 
12 14е Ощ \- пр+ шр- \+ 01$ 
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МАТЗОЗНТА ЕЕЕСТКОМС СО (РАМАЗОМС) 

Еще раз о продлении срока службы кинескопа 

Вхождение в сервисный режим и регулировка зарубежных телевизоров 


Процессоры микротекста для современных телевизоров 
Поиск и устранение неисправностей в телевизорах РАМАЗОМ!С на шасси МХ-3 


Термосигнализатор 

Устранение неисправностеи в телевизорах ЗОМУ, собранных на шасси ВЕ-4В, 

по результатам самодиагностики 

Устранение неисправностей в пультах дистанционного управления (ПДУ) телевизоров 
Еще раз о телевизорах ЗОМУ, собранных на шасси ВЕ-4А Устранение 
неисправностей по результатам самодиагностики 

Телевизор начинается с антенны 

Черно-белый переносный телевизор Юность 31ТБ-410ДА” Особенности ремонта 
Телевизоры АМ/А1402, 2002, 2102 Особенности сервисного режима 

Телевизоры ЗОМУ К\-29СЗВ на шасси АЕ-4 Восстановление работоспособности 
после очистки памяти или замены микросхемы памяти 

Устройства для качественного приема телевизионного сигнала 

Характерные неисправности источников питания зарубежных телевизоров 
Цветной телевизор “Юность 42 ТЦ-408Д Устройство и ремонт 


Особенности ремонта телевизоров ЗНАБР 14В-$С/140-$С/208В-$С 

Телевизоры ВАМСА и ТЕМП Особенности ремонта источников питания 
Неисправности различных моделей телевизоров 

Телевизоры РНЫР$ на шасси МО 1 2Е(АА) Критические неисправности, 

ремонт и сервисные регулировки 

Еще раз о качественном приеме телевизионного сигнала 

Особенности новых поколений микросхем кадр в кадре 

Обмен опытом 

Доработка источников питания телевизоров РНЫР$ (РЕСОК ЗНЕРКЮМ) моделей 
4020/4021 

Ремонт источников питания телевизоров РОМА! 

Защита от перенапряжения бытовых приборов с импульсными источниками питания 
Неисправности видеопроцессоров зарубежных цветных телевизоров 

О неисправностях телевизоров связанных с дежурным режимом работы 

Об одной неисправности телевизора РНШИР$ 29РТ5302/58 

Телевизоры РОМА! Т\-2000А МКВ МК7 и ЗОМУ К\У-М14000К Некоторые 
неисправности в цепях питания 

Видеодвойки ОМУ К\У-14\/5 К\У-14\/6 Функция самодиагностики и сброс ошибок 
Некоторые неисправности телевизоров КЕСОК-4021, выявленные в практике ремонта 
Об одном недостатке телевизоров РАМАЗОМ!С 

Причина — копеечный конденсатор, последствия — более серьезные 


Видеотехника 


Ремонт программного переключателя видеомагнитофонов 
Состав моделеи видеомагнитофонов фирмы ЗНАКР 

О\О — новое поколение носителей информации 
Особенности схемотехники усилителей блоков видеоголовок 
Ремонт видеомагнитофонов 

Ремонт источников питания видеомагнитофонов 


Типовые неисправности блока питания видеокамеры РАМАЗОМ!С МУ-В11Е 


> 
ороЯноо-д 


> 


© 


Особенности схемотехники привода трансфокатора диафрагмы 


и фокусировки видеокамер 3-99 
Структурная схема видеокамеры М\-РЗЗЕ/В/А ( М\-РЗЗОЕМ ) фирмы РАМАЗОМС 4-99 
Ремонт пентопротяжных механизмов видеомагнитофонов 5-99 
6-99 
Схема управления и электропривода видеокамеры РАМАЗОМ!С М\-РЗЗОЕМ 6-99 
Ремонт электронной части видеомагнитофонов 7-99 
Регупировка видеомагнитофонов 9-99 
Типичные неисправности видеоплейера ЕОМА! МР-5000В и их устранение 10-99 
Особенности диагностики и ремонта видеомагнитофонов ЗАМУО УНК-670/680 11-99 
Некоторые характерные неисправности видеоплейера ОРОМ-№3000Е-\М 12-99 
Видеоплейер ЗНММ/АК! $\УР-710 Некоторые неисправности 1-00 
Видеокамера РАМАЗОМ!С М\У-К11Е Типичные неисправности аудиотракта 2-00 
Видеоплейер СКУМО!С СУР5О00Р Возможные неисправности Юстировка ЛПМ 4-00 
Видеокамера РАМАЗОМ!С МУ-ВЗЗОЕМ Электрические регулировки 5-00 
Источник питания — зарядное устройство У\М/-АЗ4Е\В\А Принцип работы Возможные 
неисправности 6-00 
Диагностика видеомагнитофона РАМАЗОМ!С М№\-$0750 с помощью кодов ошибок 
и сервисных режимов 8-00 
Обмен опытом 
РОМА! — воспроизводит но не перематывает 3-98 
Видеомагнитофон АКА! У$-23ЕК отсутствует цвет в режимах записи и воспроизведения 
изображения 1-99 
Защита видеомагнитофонов и телевизоров от коммутационных токов 4-99 
Неисправности видеомагнитофонов 'Электроника ВМ-12 5-99 
Основные неисправности электромеханических узлов видеомагнитофонов 
и видеоплейеров фирмы РАМАЗОМЮС (шасси механической части серии К) 7-99 
Ремонт механизма загрузки/выгрузки кассеты в видеомагнитофоне ЗНАЕКР \С-МА443 9-99 
Восстановление схемы управления шаговым двигателем видеокамер 6-00 
Аудиотехника 
Улучшение звука проигрывателей грампластинок 2-98 
Несколько практических советов по улучшению звучания акустических систем 3-98 
Чем богат рынок импортных радиоприемников? 1-99 
Типовые неисправности источников питания лазерного звукового проигрывателя 
компакт-дисков СОР-101 фирмы ЗОМУ 2-99 
Усилитель и качество звучания Н!-Ё! аудиокомплекса 2-99 
Если вы собираетесь приобрести импортную автомагнитолу 3-99 
Домашний театр Часть 1 Общие сведения из теории и практики систем 
домашнего театра 3-99 
Часть 2 О\УО-домашний театр — технология ХХ! века 4-99 
Часть 3 Средства отображения кинескопные и проекционные телевизоры, 
телевизионные проекторы, плазменные панели 5-99 
Часть 4 Многоканальный объемный звук — правдивая ложь” 6-99 
Часть 5 Рекомендации по выбору акустических систем 8-99 
Часть 6 В устройстве домашнего театра мелочей не бывает 10-99 
Бытовая радиоаппаратура Неисправности и способы их обнаружения Советы 
начинающему ремонтнику 4-99 
Если Вы приобрели импортную автомагнитолу 4-99 
Если вы собрались купить аудиоплейер 6-99 
Ваш кассетный плейер звучит громче и чище 7-99 
Как улучшить звук переносной СО-магнитолы 9-99 
Устройство и ремонт автомагнитол Р!ОМЕЕК КЕ-1700/2700/2730 11-99 
12-99 
Магнитола РАМАЗОМС РХ-Е$430 Устройство, настройка и ремонт 1-00 
Музыкальныи центр ЗНАКР ЗУЗТЕМ СО-555Н(СУ\) Устройство и ремонт основных узлов 2-00 
Трехпрограммныи приемник Электроника-203 Устройство и ремонт 2-00 
Музыкальныи центр ЗНАКР ЗУЗТЕМ СО-555Н(СУ\) Устройство и ремонт блока 
СО-проигрывателя 3-00 


Автом гнитола РАМАЗОМС СО-О50ЕЕЕР Некоторые рекомендации по ремонту 4-00 


Об одной неисправности музыкального центра АМУА №$Х-\/400 ..................... 4-00 


Двухкассетная дека ТЕСНМ!С$ В$-ТК575. Обслуживание и ремонт ......,.....-....-.. 5-00 
Автомагнитола ЗОМУ ХК-1850/1853. Устройство, настройка и ремонт ................. 6-00 
Переносной аудиоцентр ЗАМУО МСО-$730Е .... ........... неее чанинььь я 7-00 
Переносная магнитола ЗНАКР \\О-283. Характерные неисправности и особенности 

ремонта: ое НО а и БА ОВ а 8-00 
Обмен опытом 

Об одной неисправности автомагнитол с цифровой настройкой ........... у ьь...... 3-00 
Телефония 

Диагностика и настройка радиотелефонов диапазона 46...49 МГц ...... ая 1-98 
Радиотелефоны: наиболее распространенные дефекты и практические советы 

погих устранению: чья ее едет Бона ней 2-98 
Концепция построения телефонного аппарата с автоматическим секретарем 

на микросхемах фирмы ЗАМУО ........... еее тян е качения яннання 2-98 
Способы устранения неисправностей АОН на базе микропроцессора 280 ............. 2-98 
Радиотелефоны с многоканальным доступом ............. у езеканиненика я 3-98 
Радиотелефоны УО\УАСЕК С1-1000ХР, УОУАСЕК СЕ-10001Р ........... нее, 2-99 
Ремонт автоматического определителя номера, построенного на основе 

микропроцессора 280 .............. зе ннна етики янивеннь 3-99 
Ремонт радиотелефонов ЗАМУО СЕТ-85КМ ......... еее ниттечньня 4-99 
Ремонт автоматического определителя номера на основе однокристальной 

микро-ЭВМ 80С31 ........ науки еете няни нинняння я 5-99 
Устройство, программирование и тестирование радиотелефонов ЗЕМАО $№-258 ....... 6-99 

Устройство, регулировка и ремонт радиотелефона РАМАЗОМ!С КХ-Т9500 ............. 7-99 
а 8-99 
О замене источников питания бесшнуровых телефонов .............. уныние, 8-99 
Радиотелефон ЗАМУО СИТ-536 (КЦ) ....... ее нение яиеннньныя 9-99 
Типовые электронные неисправности телефонной трубки радиотелефона 

РАМАЗОМС КХ-ТЗ7З0В .......... еее няня зе няиавиненненнн я 9-99 
Увеличение радиуса действия радиотелефонов ................... еее ннны я 10-99 
Радиотелефон НАКУЕЗТ НТ-3 и его недокументированные возможности ............. 11-99 


Устройство и ремонт АОН-приставки к телефону на однокристальной микро-ЭВМ 80С31 .1-00 
Периферийные интерфейсные РИС-контроллеры фирмы М!СКОСНРГР и их применение ..2-00 


Повышение эксплуатационной надежности одноканальных бесшнуровых телефонов ....2-00 
Монтаж, подключение и обслуживание мини-АТС РАМАЗОМС КХ-Т206 ............... 3-00 
Радиотелефон ЗЕМАО $№-868В. Передающее устройство базы ..............ъ...+ 4-00 
Учрежденческаая автоматическая телефонная станция ЕКС$УЗОМ МО-110...,........ 5-00 
Радиотелефоны РАМАЗОМС КХ-ТС 10008/10408/1005КУС. Особенности 
и характерные неисправности ................. еее ететенненная ды 6-00 
Программирование учрежденческой автоматической телефонной 
станции ЕКСЗЗОМ МО-110 ......... еее яния ке ылниа 6-00 
Ваш сотовый телефон отказал. Что делать? ............. анна чевиьнь я 7-00 
Телефонный аппарат СЕМЕКАЕ ЕГЕСТЕС Е$-9169. Устройство и ремонт ............. 8-00 
Обмен опытом 
Характерные неисправности модемов ............. нения наани нь ваннах 7-00 
Оргтехника 
Ремонт пишущих машинок фирм ОНМУЕТТ!, ОРТМА, ЗМТН СОВОМА ................ 1-99 
Поиск и устранение неисправностей источников питания факсимильных аппаратов .... 1-98 
Копировальные аппараты САМОМ ЕС-2. Устройство, ремонт, техническое обслуживание .2-98 
И Е са 3-98 
Устройство и ремонт источников питания персональных компьютеров ................ 1-99 
Ремонт пишущих машинок зарубежных фирм .... ........ ее ааннининья 1-99 
Профилактическое обслуживание факсимильного аппарата РАМАРАХ ЧЦЕ-150 .......... 1-99 
Профилактическое обслуживание копировального аппарата САМОМ МР-1215 .......... 2-99 
Методика поиска неисправностей в тракте передачи факсимильного аппарата 
РАМАЕАХОЕ- 150 аи до о он не а а нано а рый 2-99 


Видеомонитор ЗАМЗУМС ЗупсМазег 3 М№е (СОВ 4147, СОВ 4157, СОВ 4153-1). 


Принцип работы, регулировка, ремонт ............. еее тенянняе 4-99 
Копировальный аппарат “ЕТ 3415" фирмы ЕСОН. Схема привода механических 
узлов. Временная диаграмма работы .............. не ннининаььння 4-99 
Диагностика неисправностей лазерных принтеров серии Газег/е{ И, Ши! ............ 5-99 
Служебные коды копировального аппарата “ЕТ2012/2212” фирмы НСОН .............. 5-99 
Что делать? Некоторые рекомендации для пользователей по реанимации компьютера ...5-99 
Диагностические коды ошибок копировальных аппаратов РАМАЗОМ!С ЕР-1780/2680 ..... 6-99 
О О а с Вы ОНА Оазис ЕН 7-99 
Заправка тонером и восстановление картриджей НР СЗ906 А, используемых 
в лазерных принтерах фирмы НЕМУГЕТТ РАСКАКО |азегле{ 54, 6. ................... 7-99 
О временной диаграмме работы копировального аппарата РАМАЗОМ!С ЕР-1780/ЕР-2680 .8-99 
Тестовые режимы работы факсимильного аппарата РАМАРАХ ЦЕ-150 ................ 8-99 
Аппаратные неисправности лазерных принтеров серии |азегуе! !!, Ш и У 
фирмы НЕМУЕЕТТ-РАСКАРО ........... еее нение ннняя 8-99 
Коды ошибок копировального аппарата КОМСА Ц-ВХ 3042/4012 .................... 9-99 
Световая индикация типовых неисправностей принтеров .............. у ннннь.. 9-99 
Особенности механических регулировок пишущих машинок зарубежного производства ...9-99 
Источники бесперебойного питания фирмы АРС ................. у еннннньь, 10-99 
Коды ошибок и устранение неисправностей копировального аппарата М!МОЁТА 0130 ....11-99 
и о т аа нана 12-99 
О типовых неисправностях источника питания и высоковольтного блока принтера 
РАМАЗОМС:КХ-Р4400: `.; лень о лье Пари аи ааа 12-99 
О разрешающей способности лазерного принтера ............... чз неьнье, 12-99 


Факсимильный аппарат РАМАРАХ ЧЕ-150. Типовые неисправности источников питания ..1-00 
Заправка тонером, восстановление и ремонт картриджей НР СЗ9ЗОА, используемых в 


лазерных принтерах Газег/е{ 5Р/5МР, 6Р/6МР фирмы НЕ\МУ-ЕТТ РАСКАВО ............ 1-00 
Восстановление и заправка картриджей НР51625А, НР51626А, НР51633М для 

струйных принтеров фирмы НЕМЛА-ЕТТ РАСКАКО .............. у ееенинь я 1-00 
Факсимильный аппарат РАМАЗОМ!С КХ-Е130. Профилактические работы, 

программирование и коды проверки работоспособности .................-.....:.... 2-00 
Копировальный аппарат КОМ!СА \-В1Х 3042/4012. Техническое обслуживание ......... 2-00 
Неисправности видеомониторов, вызываемые отказами микросхем .................. 3-00 
Регулировки копировального аппарата КОМСА \Ц-ВХ 3042/4012 ..................... 3-00 
Неисправности схем защиты источников питания персональных компьютеров .......... 4-00 


Лазерный принтер ВКОТНЕК НЕ-630. Характерные неисправности источника питания ...4-00 
Копировальный аппарат САМОМ МР1215. Устранение неисправностей механизма 


подачи бумаги ‚2. гео а орон 4-00 
Неисправности преобразователя источника питания персонального компьютера ........ 5-00 
Копировальный аппарат САМОМ М№Р1215. Регулировка автоматической экспозиции ...... 5-00 
Факсимильный аппарат РАМАЗОМ!С КХ-Е130. Критические неисправности 

И `их устранение... . ие ккаонь ее, нае ао ааа анна 5-00 
Копировальный аппарат Е!СОН ЕТ2012/1212. Электрические регулировки 

в сервисном режиме ..............-...- иене яние яененучиенние 6-00 
Факсимильный аппарат Ми#ра$$ 800 фирмы САМОМ. Возможные неисправности 

источника питания .......... еее неее нение ненитьтни 6-00 


Коды состояния копировальных аппаратов РКХ-5017/5316/5317 фирмы ВАМК ХЕКОХ ....6-00 
Струйный принтер ЗУм$ 820 фирмы ЕРЗОМ. Характерные аппаратные неисправности ..6-00 


Неисправности цепей запуска источников питания компьютеров ...............:..... 7-00 
Факсимильный аппарат САМОМ Рахрпопе В70. Таблица кодов ошибок ................ 7-00 
Характерные неисправности источника бесперебойного питания АЕ-400Т-50 ........... 7-00 
Лазерный принтер НР И. Локализация гнеисправностей ............. ее енньнь, 8-00 
Доработка источника питания факсимильного аппарата РАМЧАЗОМ!С КХ-ЕР101_......... 8-00 
Шредер — помощник в современном делопроизводстве .............. ее ньнь, 8-00 
Обмен опытом 

Еще раз о ремонте факсимильного аппарата РАМАЗОМС КХ-Е130................... 2-99 
Характерные неисправности принтеров ЗТАК 1С15 (МХ-1500).......... лье 6-99 
Заправка картриджей струйных принтеров ЕРЗОМ З{у$ Союг ............ не. . 9-99 
О неисправности “белая страница” копировального аппарата САМОМ МР-1215 ........ 10-99 


Неисправности видеомониторов, вызываемые дефектами конденсаторов ............ 11-99 


Ремонт видеомониторов, связанный с отказами попупроводниковых диодов ........... 1-00 


Некоторые неисправности приводов СО-ВОМ и способы их устранения .............. 5-00 
О некоторых неисправностях копировального аппарата ЗНАКР ЗЕ 2114 ............... 7-00 
Об одной неисправности лазерного принтера З!ЕМЕМЗ/ШХООВТ НСН РАМТ 4820 ..... 8-00 
Диагностика копировального аппарата ЕСОН ЕТ2012/2212 ............ нь 8-00 


Бытовая техника 


Покупка, доставка и подключение крупной бытовой техники ............ лье. . 1-98 
Устройство и характерные неисправности холодильников ВЕКО МКЕ 5050Х ........... 1-98 
Бытовые стиральные машины: нормы отклонения фактических характеристик 
ОТ НОМИНАЛЬНЫХ ао на О ааа аа Нана 2-98 
Эволюция и основные принципы стирки: как работает стиральная машина 
и от чего зависит ее работа ................... еее нанетяннаенаяя 2-98 
Сервисное обслуживание плит фирмы ВЕКО ............... еее накнянь, 2-98 
О ие 1-99 
Устройство и ремонт фотоаппаратов ЗАМЗУМС Е-111 ............ еее еннья 3-98 
Нетрадиционные стиральные машины ........... неее еитеняеня 3-98 
Ремонт автоматических стиральных машин АКЗТОМ АЗ 1047 СТХ з 
и МОЕ$Т М/О $1040 ТХ чар риа нора бл ааа 3-98 
Бытовые электроплиты: некоторые характерные проблемы подключения и технического 
обслуживания” ии о ое о аа 1-99 
Устройство и ремонт фотоаппаратов ЗАМЗУМС ЕЕ-222........... ее еььннь, 1-99 
Стиральная машина АКЗТОМ Г\аюдс. Функциональные характеристики и ремонт. 
Часть: ‘слона ао нае пая в К по нар аа 2-99 
Часть 2. полок аи аа рав две 3-99 
Масть Зое Е она О Пали 4-99 
Часть. 4 о ро а по аееВа В ее ое 5-99 
Бытовые холодильники. Нормы отклонения фактических характеристик от номинальных .3-99 
Стиральная машина ЕУКОМОМА ЕЦЗ51. Устройство и характерные неисправности ..... 5-99 
Современная швейная машина: Ваш правильный выбор — залог успеха! ............. 6-99 
Сервисное обспуживание плит фирмы ВЕКО .............. не нненинне я 2-98 
Установка бытовых приборов. Интервью с директором ООО “БСХ Бытовая техника” 
Клаусом-Гюнтером Цобелем ............ иене нение неиненненен 7-99 
Бытовые электропылесосы. Устройство и ремонт .............. уе ненненнеь» 7-99 
ея о наи ря О Аа оо а 8-99 
о 9-99 
Установка и подключение сложной бытовой техники .............. еее неекинань 8-99 
М В 9-99 
О Ба В ен ао и ИЕ ое ата 12-99 
Концепция построения современной бытовой техники фирмы ТОЗНИВА ............... 8-99 
Беспомеховый регулятор мощности для электроплиты ............. у ееннень, 9-99 
Техническое обслуживание посудомоечных машин АН$ЗТОМ серии 2000 ............. 10-99 
Система соединения трубок холодильного оборудования ГОКЕМС ............:.... 10-99 
Программа самодиагностики бытовой швейной машины СгеаНуе 7570 фирмы РЕАЕЕ ...10-99 
Устройство, диагностика и ремонт холодильников “Мо оз торговых марок 
АЕКЗТОМ и СОШО ЭТАВ .......... еек ела ианякьннннь 11-99 
аль о Е ОНИ ро Аи Па ЛИН 12-99 
Эпектрические утюги ............. чина ичнннинь 11-99 
ое: 12-99 
Регулятор-стабилизатор оборотов электродвигателя .................. еее + 1-00 
Системы принудительной циркуляции воздуха в хоподильном аппарате ............... 1-00 
Защита бытовой техники от бросков напряжения в сети ................ у уеннььь 2-00 
Машинки для стрижки волос ........--....-..... неа анне нате тянаянияетатнь я 2-00 
Энергопотребление современных электробытовых приборов ........................ 2-00 
Диагностика кондиционеров РАМАЗОМС ............ еее аанаяннннье 3-00 
Стиральные машины фирмы СЕМЕКАЕ ЕЕЕСТЕ!С. Особенности подключения, 
эксплуатации и ремонта ............. иене иена янниннне т 3-00 
Защита бытовой техники от бросков напряжения в сети .......... еее лана 3-00 
Эпектробритвы с вибрационным приводом ... ......-.... и неньаннния 3-00 


Капельные кофеварки. Устройство и ремонт ............-... еее ннтенннь я 4-00 


Электробритвы с вращательным движением ножей ............ ле леенннь, 
Устройство и ремонт стиральных машин фирмы СЕМЕКАЕ ЕТЕСТЕС ............... 
0 некоторых неисправностях микроволновой печи ОАЕМ/ОО КОС-961С ............... 
Стиральная машина Зтаепоуа 1000 ............ еее ен ннная 
Микроволновые печи ЕМ-5101/5102/5301 фирмы ЗАМУО. Устройство и ремонт ........ 
Стиральные машины фирмы СЕМЕКАЕ ЕТЕСТЕС. Устройство и ремонт .............. 
Электрокофемолки ............ еее нина инекаень я 
Фотоаппарат РОГАКО!О-3000АЕ. Устройство и устранение дефектов ................. 
Электрорадиаторы: ооо рая а аа 
Обмен опытом 

"ФУМИТОКС” ПО-РУССКИ: ра раза И они ео ние а 1 
Ремонт датчика-реле температуры Т-130 холодильника “Бирюса-21/21С”.............. 


Автоэлектроника 


Автомобильный электробензонасос: устройство, принцип действия и ремонт ........... 
Электростартер современного легкового автомобиля: особенности конструкции, 

принцип действия, диагностика неисправностей, ремонт ...........- чеке ь 
Автомобильная аккумуляторная батарея .............-.... нение няння я 
Ремонт электронных коммутаторов зажигания .............. еее нннкьнни я 
Блок управления электромагнитным клапаном карбюратора. Основные неисправности 

и ремонт: ие ео а о ея 5 
Параметры и характеристики автомобильных аккумуляторных батарей ................ 
Сервисное обслуживание автомобильных аккумуляторных батарей .................. 
Современные автомобильные электрогенераторы ............... еее я 
Регуляторы напряжения автомобильных генераторов .............. уе еееьньь я 
Автомобильные свечи зажигания ........... еее икениеникеениння 
Повышение эффективности противоугонной системы автомобиля .................... 
Автомобильные катушки зажигания ......... еее иена ниеткянин т 
Модернизация зарядных устройств автомобильных аккумуляторов .................. 1 
Современные автомобильные системы зажигания .............. ее ьнььнне, 1 


Фары современных легковых автомобилей .............. еее ниньяние, 1 
Ремонт системы зажигания автомобилей ВМ\М/ .............. еее ньнеяннее 1 
Электролампы для автомобильных фар ................ узнав екания 
Автомобильные стробоскопические приборы СТБ-1 и “Авто-Искра”................... 
Системы впрыска топлива для бензиновых двигателей ............. еее. 
Диагностирование основных систем электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 

“Волга” с двигателем 3МЗ-402.10 ............ еее еее ни нета аннаннкя 


Комплексная система управления двигателем ЭСАУ-ВАЗ ................ у еьеньь 
Системы впрыска бензина группы “№” ........ еее нетия 
Фотоэлектрическое устройство для определения загрязнения автомобильных фар ...... 
Модификации систем впрыска группы “Ё" ........ еее тиюнунит 
Микас — комплексная система управления автомобильным двигателем ............... 
Форсунки впрыска топлива для бензиновых двигателей ............. у еенььь., 
МИКАС — комплексная система управления автомобильным двигателем .............. 
Обмен опытом 

Подготовка автомобиля к длительной зимней поездке ............... ее еннннне 
Основные неисправности электрогенераторов автомобилей ВАЗ .................... 
Диагностика пуско-зарядного устройства Айоп-02 .............. еее енниьь я 
Установка газобалонного оборудования фирмы ГАМВ! на автомобиль 
УОСК$М/АСЕМ-РАЗЗАТ с системой впрыска “О!СРАМТ” ........ ее уеениннь 


Радиосвязь 
Устранение неисправностей в автомобильной радиостанции СВ диапазона 


МАУСОМ ЕМ:2 79: она р пам оон га бана 3-98 
Упучшение характеристик трансивера ЕТ 840 фирмы УАЕЗЦ ........... ель. . 1-99 
Настройка основных параметров радиостанции АИМСО 0.-191 ........... ль. 1-99 
Радиосети в глубинке России .............. неее ниннье т 1-99 
Регулировка характеристик трансивера ЕТ-1000МР фирмы УЕАЗУ ................... 2-99 
Портативная радиостанция гражданского диапазона МАУСОМ АН-27 ................. 3-99 
Проверяем фидерный тракт ................ нение иеетееянинне 4-99 
Портативная радиостанция гражданского диапазона МАУСОМ $Н-27 .............. . .5-99 
Регулировка характеристик радиолюбительского трансивера ЕТ-920 фирмы УАЕЗУ ..... 6-99 
Радиомаяк в СИ-БИ .............. еее ееат неее иининн алан 7-99 
Портативная радиостанция гражданского диапазона с режимом ЗЗВ ОБКАСОМ $$-201 ...8-99 
АМ, ЕМ, ЭЗВ-автомобильная радиостанция гражданского диапазона Огадоп $3485 ...... 9-99 
Регулировка некоторых характеристик трансивера ЕТ-920 фирмы \УАЕЗЦ............. 10-99 
Устанавливаем антенну на автомобиль ................. ее еенининееаянянья 11-99 
Современные цифровые беспроводные радиотелефонные системы ................. 12-99 
Автомобильная УКВ радиостанция ОКАСОМ $\-550 ......... неее аннния 1-00 
Программируем трансивер УЕВТЕХ \Х-500 ........... неее еннння 2-00 
Зарядный “универсал” для аккумуляторных блоков питания портативных радиостанций .. „2-00, 
Стационарная гарнитура для радиостанции УОЗАМ-2204 .......... знань + 2-00 
Принципы конструктивного выполнения эквивалентных нагрузок. Методы определения 
выходной мощности передатчиков ....... а а А оо о Волна 3-00 
р 4-00 
Усилители мощности Си-Би диапазона .......... ен инея нньная 4-00 
Стационарная радиостанция гражданского диапазона ОКАСОМ $5-497 ............... 5-00 
Доработка стационарных штыревых антенн УКВ радиостанций диапазона 33-46 МГц `....5-00 
Пеленгационная головка к Си-Би радиостанции ..............-..... еее ененнняя 6-00 
Применение аттенюатора в антенно-фидерном тракте приемопередающей аппаратуры . .6-00 
Регулировка основных характеристик трансивера ЕТ-2400Н фирмы УАЕЗИ ............ 7-00 
Радиостанция гражданского диапазона АБАМ 100 РЬ$ ............ еее ниньяя 8-00 
Обмен опытом 
Простое зарядное устройство для двух портативных радиостанций ................... 1-00 


Измерительная техника 


Диагностический прибор фирмы ЗОМУ ............. еее каняненяе 2-98 
Измерительная техника фирмы ЕЕУКЕ ............ еее икея неньня 1-99 
Особенности современных мультиметров для ремонтных и наладочных работ ......... 2-99 
Измерительные приборы для ремонта ............ еее ааниьакнь я 3-99 
Миниатюрные осциллографы фирмы ЕЁОКЕ ................ еее няннитьья 4-99 
Импортные аналоговые осциллографы на отечественном рынке .............:........ 5-99 
Измерительные приборы ЕЕУКЕ специального назначения ............ у еенньн а 7-99 
“Виртуальные” приборы для реальных ремонтных работ ............. у ннньь. 8-99 
Портативный анализатор спектра РКОТЕК 3200 ........... еее ниюньь 9-99 
Сервис-монитор 1ЕКВ-7550 ........... о еее еее ен ияеянинне 11-99 
Измерительная техника для ремонтной диагностики и испытаний ................... 12-99 
Практическое использование специальных шкал децибел .............. у. еньь + 1-00 
Секреты универсального анализатора антенн МЁ.-259.............. у ееьенньь а 3-00 
Измеритель мощности передатчика ................ еее еяинянанияня 5-00 
Осциллограф С1-65. Устройство и работа составных частей .............. у уььь. 7-00 
Осциллограф С1-65. Ремонт ..................... зенита енанинана 8-00 


Элементная база и измерительная техника 


Семейство универсальных телевизионных процессоров ТОА837х фирмы РНЫР$ ....... 1-98 
Универсальные телевизионные процессоры ТОА8376/А/АН фирмы РНЫР$ ........... 2-98 
Многофункциональный видеопроцессор ТВ12260М фирмы ТОЗНВА ..........,...... 1-99 
Выбор и эксплуатация малогабаритных аккумуляторов ............. зв неьнньня 2-99 
Современные методы монтажа и замены электронных компонентов .................. 3-99 


Многофункциональный видеопроцессор фирмы $С$-ТОМ$ОМ $Т\2112В ............. 3-99 


Высоковольтные транзисторы фирмы РНИРЗ ...........-... еее анннниних 4-99 


Микросхемы для источников питания по технологии СВЕЕМСНР ..............-..... 5-99 
о Е 6-99 
Резисторы в бытовой аппаратуре ..............-..... инея янкеаннкь 6-99 
ны Орел коанаь 7-99 
о 9-99 
о Е. 10-99 
Новый широкополосный малошумящий монолитный усилитель 1МА50311 фирмы 
НЕМ/ЬЕТТ РАСКАРВЬ: оо че аа РА 7-99 
Паяльно-ремонтный инструмент для любого бюджета ................ у ннннь, 8-99 
Технические данные и маркировка бескорпусных ЗМО-резисторов ................... 8-99 
Выбор материалов при проведении паяльных работ ................. ее чннннья 9-99 
Счетчики Гейгера для бытовых дозиметров ............... еее яненнены я 10-99 
Особенности ремонта узлов радиоэлектронной аппаратуры на МДП-транзисторах ...... 11-99 
Микросхемы фирмы МИТЗУВ!$Н] в декодере цветности ............ у уьененьь я 12-99 
Микропроцессоры и БИС накануне Ш-тысячелетия ............. у ееннени, 1-00 
Транзисторы для усилителей мощности радиопередающих устройств ................. 3-00 
Тестирование радиоэлементов ............... еее ичинеьекекьние я 3-00 
О р Я ие Е 4-00 
Интеллектуальные десятистраничные декодеры телетекста ЗАА 5261/5262/5263........ 4-00 
Новые типы тиристоров .... ......... ен каки нннин яние ния я 4-00 
Телевизионный микроконтроллер и декодер телетекста ЗАА 5Х9Х ................... 5-00 
Интегральные микросхемы ПЗУ с электрическим перепрограммированием ............ 5-00 
Оксидные конденсаторы в электронной аппаратуре ............... еле еьььь + 6-00 
Ремонт и восстановление аккумуляторных батарей, используемых в современных 
портативных аппаратах ............... нина ааа нинанье а рвы. 6-00 
Микросхемы выходных каскадов кадровой развертки ........... у еееенння + 7-00 
И 8-00 
Высоковольтные оптоэлектронные реле фирмы СОЗМО ЕКЕСТКОМС$ .............. 8-00 


Справочный раздел 
Сеть авторизованных сервисных центров фирмы МЕКЕОМ! ЕЕЕТТРОРОМЕЗТИС! $.Р.А. ..1-98 


И и 2-98 
Распределение вещательных и кабельных каналов и частот в ряде стран мира ........ 1-98 
Стиральные машины. Словарь используемых терминов .............. елена 2-98 
Конфигурация шлицов и головок, используемых в импортном оборудовании ........... 1-99 
Краткий англо-русский словарь терминов и обозначений по карманным и переносным 
радиоприемникам ............ еее нина тькинянь 1-99 
Аббревиатуры по бытовой аудио- и видеотехнике ................. еее енннья я 2-99 

О 4-99 

о 5-99 

а а ие О ВО а ПА ООО АО 7-99 

о И нЕ Ба ооо а ам опор он ИВАН 10-99 
Маркировка импортных дискретных полупроводниковых приборов ................... 2-99 
Краткий англо-русский словарь терминов, условных сокращений и обозначений 
по зарубежным автомагнитолам .............. чение чине енья 3-99 
Краткий англо-русский словарь терминов, условных сокращений и обозначений 
по зарубежным аудиоплейерам ................ еее ниеяиеиньнньня 6-99 
Термины и аббревиатуры по телефонии .............. линии каея 8-99 
Пиктограммы по фототехнике ........... линии таке аанена я 10-99 

ре Виа а ада Ва Беби аль 11-99 
Таблицы совместимости и ресурсы съемных изделий лазерных принтеров, струйных 
принтеров и факсов .............. чение инея инннинькя 10-99 

О В А Е ао ен На 11-99 
Таблица 5. Совместимость картриджей, модулей памяти и шрифтов фирмы 
НЕ\МУСЕТТ РАСКАРО (0. — ОЕЗК ЕТ; ОМ/ — ОЕЗК \М/ВИТЕК) ......... у ъььнньь. 1-00 
Термины и аббревиатуры по технике связи, телефонии и телекоммуникациям .......... 1-00 

И ре а Е БИ ар В ое ЗЫ БЛ и 3-00 

и ОО: оо очи Вали о иена 5-00 





100 Ом +10% 





Белый 


Е У 
„1 


ие 


Термоуст в-=т8 {гопубая полоса) 


Первым сама илм две полосы серебримого или белого цоетз означают, 
что резистор — провогючный |на рис. изображены слова] 


Конденсаторы электролитические 


Цвет а ыы ГИ Нибилиньь 
Золотой 8.2 1.6 
тра 


ею мя [1% [4 


Желтый 1ОтмЕ 
Белый 5,6 10077  +10% 63 
Пример 
обозначения -. + 
$ У 
4,7 мкФ 
+10%, 6.3 В = 
"- ` ” 
1,2 мкФ 


110%, 16 В 


Конденсаторы электролитические 


Цвет. Нина ое речи 
Золотой 82 1,6 
Серебряный 68 2.5 





Чврный 
Коричневый 


Красный 
Оранжевый 
Желтый 22 107Р 40 





Фиолетовый 
Белый 56 0,17 63 
Пример < № 
обозначения 5 
5 
1 мкФ, 16 В ы 
х / 
ч ий 


1 мкФ, 16 В 


Конденсаторы. Электролитические танталовые 


Цвет м жы Ножи ея оны рему= 
Золотой 1.6 82 
Се т 68 


я [5 


желтый 1ОпР 


Беглый 63 56 0.1рЕ +10% 


Пример 
обозначения 


6,8 мкФ у 
20...+80%, 16 В Ф 


4 7 мкФ. 10 В $ 


Черный 


Кг ьчовьья 
Красный 


Оранжевый 






47 нФ +10% 
400 В 


560 пФ + 10% 





зоне, Зи 


01 мк 


Конденсаторы. Цретовая маркировка ТКЕ 


Цвет полосы ТКЕ Пример обооначения 
= 
— 100 
ыы 
27еФ. ПХ 10 ых №30 
Жаппый №220 
ны! я 
же ° собжевый м0 
ж ъай _ энжевья моя (4 пе. м1500 4.7 пФ. М5 


Дроссели. Циетовая маркировка 


‚Црет 9 2-0 Меркель — Доу 


оАнн о нох 





а 
О 
Красный 


Белый 9 9 
{ \ | 
Пример ь ИЗ, 
обозннечения 


33 мкг +10% Ш 5 
) 


39 м»Г + 20% { ] 
ет 


8.1 мг + 5% < 


1,5 мг = 20% 





_ Фильтры пьезокерамичекие — — 
И 
1 Бледно-зепеный Бледно-голубой 


Желтый $П1П 8.62.01 (5,5) 
а + $ФП1П8-62.02 (6,5) 
о повез) 


| белья $ФП1РВ-63 03 (5.5) 





Диоды. Цветовая маркировка по 
европейской системе РКО ЕСЕСТКОМ 


Цвет я 2 з-# 4+ 
р элимент о а атюнт ‚эгчеалект 
Золотой 
Серебряный 


ры мо | 


Желтый 


Белый 


74 9 9 
Пример 
обозначения 
ВАТ85 


—— 


_ Стабилитроны. Цветовая маркировка 
_ по системе .И5-С-Т012 (Япония) 
=, _ РЕ ПЕ. 


черный 
Коричневый 
Красный 
Ораюжевый 





_з9в 


Диолы и стабилитроны. Цветовая 
маркировка по системе ЛЕОЕС (США). 


‚. 


НО — ожнчлило "ми — ми) добей и иде 
моноблигии? «оциктеы собди Ни са ‘чежфон он РОСЛО ЕО би У 
ЕСО сАца в с соениичеей СОСО чдеоФет" меНОЗН 'РОбЫСИ дОмоит 9 озоаничён "ЫУИОЯ веНСО 


7 


= Г % 


ит \ 

Г № 
и 
и 
/ 


С: 


—х 





Пример 
1466 
14237А 
114206 


Сэребряный 


Белый 


+ 
} 


Транзисторы. Цветовая маркировка 


Цвет Тип Группа Год Месяц 
Бежевый КТ345 1977 янв 
Си стаси и 
Сапатовый ж 1978 май 


‚ Эетик Е 10 жж 





Белый КТб45 1982 окт 
Жептый КТ354 
Розовый ктэ6з А 
Пример 
обозначения 
\ 
— 
КТ3107Л 


1977г., июль 





Транзисторы. Цветовая маркировка 
Цвет Тип элемента Буква группы 


Желтый КТ50? Ь 
Темн. зеленый | КТЗ102 


Синий | КТЗ42 

Белый КТ503 Е 

Серебряный КТ632 и п” 
аНЖЕ +в КТЗ13, КТ368 К м” 
Пример 

обозначения 
КТ502А 
анал выатускя ро 0-го года 


их (М. К) иололььчукся друтьчии прокжасквичиеви 


Катушки контуров радиоприемных 
устройств 


Входной жомтур диапазона МИ! 


Синии Входной контур диапазона 571 


Коричневые +; 3 тю контур диапазона 





Белый Контур гетеродине диапазона ЦИ! 


Контур гатеродика диапазона 5/2 ** 


ри — 


Розовый о оь с иоьиикь, 





материала 
сердечника 


** - при напичии 
диапазона 5\/72 
контур детектора 
10,7 МГц имеет 
фиопетовый код 


